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Petite puissance et usage général

*
Tcase

VALEURS LIMITES CARACTERISTIQUES

Type |Polarité | Boitier |VCEO| Ic Ptot , Tamb hee Ic fr F Remarques

V | mA | mw ? oc (htg) 2mA | MHz | dB

typ. | typ.

BC107 45 (125-500) 2
BC108 | NPN | TO-18 20 | 100 | 300 | 25 |(125-900) | 2 | >300 | 2
BC109 20 (240—-900) 12 | Bruit faible
BC140 40 .
BC1a) | neN | TO39 o | 100 | 3700 | 45+ | 40250 |100 | > 50 | —
BC160 40
BCio | pne | TO-39 a0 | 1000 | 3700 | 45* | 40-250 |100 | > 50 | —
BC177 45 ( 75-260) -
BC178 | PNP | TO-18 25 | 100 | 300 | 25 |(125-500) | 2 150 | —
BC179 20 (125-500) 12 | Bruit faible
BC327 45
BCaos | PNP | TO-92var. | 52 | 500 | 800 | 25 | 100-600 [100 | 100 | -
BC337 45
Be3as | NPN [ TO92var | 32 | 500 | 800 | 25 | 100-600 |100 | 200 | -
BC368 | NPN | TO-92var. | 20 | 1000 | 800 | 25 85-375 | 500 60 | —
BC369 | PNP |TO92var. | 20 |1000 | 800 | 25 | 85-375 |s00 60 | —
BC546 65 (125-500)
BC547 | NPN |TO92var. | 45 | 100 | 500 | 25 |(125-900) | 2 | 300 | 2
BC548 30 (125-900)
BC549 30
Beoeg | NPN | TO-92var. | 32 | 100 | 500 | 25 |(240-900) | 2 | 300 | 14
BC556 65
BC557 | PNP | TO92var. | 45 | 100 | 500 | 25 |(75-500) | 2 150 | 2
BC558 30
Boooo | PNP | T0-92 var. 39 | 100 | s00 | 25 |(125-500) | 2 150 | "2 | Bruit faible

uoiJ3|ds ap neajqe)



VALEURS LIMITES

CARACTERISTIQUES

Type Polarité Boitier Vceo Iic Piot a Tamb hpg a Ic fr F Remarques
v mA mW °C (hge) mA MHz dB
typ. | typ.

BC635 45 40-250
BC637 NPN [ TO92var. | 60 | 1000 {1000 | 25 40-160 | 150 130 -
BC639 80 40-160
BC636 45 40-250
BC638 PNP | TO92var. | 60 | 1000 [1000 | 25 40-160 | 150 50 -
BC640 80 40-160
BCY 30A 64 10-35
BCY31A 64 15-60
BCY32A| PNP | TO5 64 100 | 600 | 25 20-70 20 2 8
BCY33A 32 10-35
BCY34A 32 15—-60
BCY56 45 100—450 85 o
BCY57 NPN T0-18 20 100 300 25 200-800 2 100 156 Bruit faible
ggigg NPN | TO-18 e | 200 | 330 | a5 [i125-700) | 2 280 | 2 | commutation
Byl | ene 1018 32 | 200 | 345 | 45 |(125-700)| 2 | 180 | 2 | Commutation
BCY87* <3 o
BCY88* | NPN | TO.71 40 30 | 150 | 25 | 100-450 | 005 |> 10 | <a | Elagedentrée amplificateur
BCY89* <4 parap
2N4030 60 40—-120 ; 100
2N 4031 80 40-120 100
oN4032 | PNP | TO-39 60 | 1000 | 800 | 25 100-300 | 190 [ < 150
2N4033 80 100—300 > 150
2N4123 30 ( 50—200) > 250 6 o ) .
IN4124 NPN TO-92 25 200 350 25 (120—480) 2 > 300 5 Petits signaux - faible puissance
g“j}gg PNP TO-92 gg 200 350 25 :ég:igg; 2 | >200 | <5 Petits signaux - faible puissance

* Transistors doubles




Haute fréquence

VALEURS LIMITES CARACTERISTIQUES
ité iti Vceo| Ic [Ptot sTamb| hFe , Ic | Cre fT F o, f R
Type Polarité Boitier v mA | mw F i a mA oF MHz dB aMHz emarques

typ. | typ. | typ.

BF198 NPN TO-92 var. 30 | 25 1500 } 25 >10 15 10,20 400 3 35 Ampl. MF-TV - gain contrélé

BF199 NPN TO-92 var. 25 | 25 | 500 | 25 >38 7 10,30 550 Ampl. MF sortie TV
BF240 67-220 380 Mélangeurs AM et ampl. MF
BF241 NPN TO-92 var. 40 | 25 | 250 | 25 36-—125 1 10,34 350 35 | 02 récepteurs AM/FM

BF324 PNP TO-92 var. 30 | 25 (250 | 45 |typ.50 4 |0,70* 450 3 | 100 Ampl. RF en FM
BF422 NPN TO-92var. | 250 | 50 |830 | 25 >50 25 (1,0 > 60
BF423 PNP TO-92 var. | 250 | 50 |830 | 25 >50 25 |11 > 60
BF450 62-200

Etage de sortie TV classe B

BF451 PNP TO-92 var. 40 | 25 | 250 | 45 30-90 1 10,35 325 2 100 Etage mélangeur en AM
BF480 NPN SOT-37 15 [ 20 1200 | 60 |typ.28 | 10 2000 | 3,8 |800 Etage osc. en TV
BF494 NPN TO-92 var. 20 | 30 (300 | 75 |typ.115 1 (085 260 4 100 Convertisseur AM
BF495 NPN TO-92 var. 20 | 30 300 75 | typ. 67 1 0,85 200 4 1100 Ampl. MF en AM/FM
BF496 NPN TO-92 var. 20 1 20 | 300 | 75 >12 2 (080 550 2 | 100 Ampl. VHF - gain variable
BF926 PNP TO-92 var. 20 | 256 [ 250 | 45 >30 1 05 350 5 |200 Convertisseur VHF/UHF
BF936 PNP TO-92 var. 20 | 25 | 250 | 45 >25 1 109 350 5 | 200 Convertisseur VHF/UHF
BF939 PNP TO-92 var. 25 | 20 | 225 55 > 16 2 0,7 750 | 25 | 200 Ampl. gain variable VHF
BF967 PNP SOT-37 30 | 20 160 55 >15 3 (0,45 900 4 1800 Ampl. gain variable UHF
BF970 PNP SOT-37 35 30 160 55 >25 3 0,475 900 | 4,7 | 800 Auto-oscillateur-mélangeur UHF
10 0,65 1350 | 45 | 800

BF979 PNP SOT-37 20 | 30**| 140 | 55 >20

*Cp  *Tlem



Commutation

VALEURS LIMITES

CARACTERISTIQUES

Type |Polarité| Boitier |VCEO| IC l;'tota'rtlmb hge a Ic fr toff a Ic Remarques
Y] mA | mW® °C mA | MHz ns mA
typ. | max.
BC140 40
BG141 NPN |TO-39 60 1000 | 3700 | 45 40-250 100 | > 50 | 850 100
BC160 40
BC161 PNP |TO-39 60 1000 | 3700 | 45 40-250 100 | > 50 | 650 100
BCY58 32
BCY59 NPN |[TO-18 a5 200 | 330|45 80—-1000 10 280 | 800 10
BCY78 32
BCY79 PNP [TO-18 25 200 | 345|45 80—-1000 10 180 | 800 10
BFT44 300 .x
BET45 PNP [TO-39 250 500 | 5000 | 50 50—-150 10 70 125 500
BF X34 NPN [TO-39 60 |2000 | 5000 |25** | 40—150 2000 | > 70 | 1200 | 5000 Régulateur de commutation
BSR50 45*
BSR51 NPN |TO-92var| 60* [ 1000 | 80025 >>2000 500 1500 500 Darlington
BSR52 80*
BSR60 45*
BSR61 PNP |TO-92 var| 60* | 1000 | 800]|25 >2000 500 1500 500 Darlington
BSR62 80*
BSS38 NPN |TO-92 var} 100 100 | 50025 >20 4 | > 60 ] 1000 15 Commande tube indicateur num.
BSS50 45* ;
BSS51 NPN [TO-39 60* | 1000 | 5000|25** | >2000 500 1000 500 Darlington
BSS52 80*
BSS60 45*
BSS61 PNP |TO-39 60* | 1000 | 5000 25** | >2000 500 1500 500 Darlington
BSS62 80*
BSS68 PNP [TO-92 var| 100 100 | 500(25 >30 25 [ > 50
BSV15 40
BSV16 PNP |TO-39 60 | 1000 | 5000 25** | 40—250 100 | > 50 | 650 100
BSV17 80
*VCER  "*Tcase *Tmb




VALEURS LIMITES

CARACTERISTIQUES

Type |Polarité| Boitier [VCEO| Ic | Ptot 3Tamb hgg Ic fr toff ic Remarques
\ mA | mW a °c a mA MHz ns a mA 9
typ. | max.
BSV64 | NPN [TO-39 60 [2000 [5000 | 50* | >40 2000 | 100 | 1200 | 5000 | Courantde saturation élevé
BSW66A 100
BSW67A | NPN |TO-39 120 [1000 |5000 | 25* | >30 500 | 130 | 900 | 500
BSW68A 150
BoXag | NN [TO-18 15 | 500°+| 36025 | 29799, 10 [Z2901 151 10 | Commutation tres rapice
BSX21 NPN [TO-18 80 | 100 300 | 25 >20 4 |> 60 Alimentation a découpage
BSX45 40 40-250
BSX46 | NPN [TO-39 60 |1000 |6250 | 25* | 40-250 | 100 |> 50| 850 | 100
BSX47 80 40-160
PH2022a| NPN [TO02var.| 30 500 |25 | 100300 | 150 |>250 | 285 | 150 | Commutation rapide
PH2369 | NPN |TO92var.| 15 | 500**| 500 |25 | 40-120 10 |[>s500] 18 10
PH2907 | o\p 7092 var.| 40| 600 | 500(25 | >100 150 |>200 | <100 | 150 | Commutation trés rapide
PH2907A 1 60 p
1 .
gm%géA NPN |TO-39 38 800 800 | 25 40-120 150 |>250 285 150 Commutation trés rapide
2N2219 30 > 250 o
N2 IoA| NPN [TO-39 20 | 800 | 800(25 | 100300 | 150 |T3P0| Lol | 5, | Commutation tres rapide
2N2221 o
2“2221A NPN [TO-18 ig 800 | 50025 | 40-120 | 150 | 250 | oo | 450 | Commutation tres rapide
2N2222 30 250 o
IN2222A NPN |TO-18 40 800 500 | 25 100-300 150 300 285 150 Commutation trés rapide
2N2368 .x 20-60 10 | > 400 15 10 . N
2N2369 NPN |TO-18 15 | 500 360 | 25 40—120 10 | >s800 18 10 Commutation trés rapide
2N2369A | NPN |TO-18 15 | 200 360 | 25 > 40 10 | >500 18 10 Commutation trés rapide
INzooaa | PNP [TO-39 0|00 | 60025 | 40-120 | 150 |>200 | 100 | 150 | Commutation tres rapide
*Tease “*lcm
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VALEURS LIMITES

CARACTERISTIQUES

Type |Polarité| Boitier |VCEO| lc |Ptot,Tamb| hpe . lc | 1 | toff . Ic Remarques
Vv mA |mwW° °C mA | MHz ns mA
typ. | max.

2N2905 40 ) )
SNa90sa | PNP | TO-39 | 20| 600 | 600| 25 | 100300 | 150 |>200 | 100 [ 150 | Commutation trés rapide
oA | Prp | TO18 o | 600 | 400 25 | 40-120 | 150 |>200 | 100 | 150 | Commutation trés rapide
SNoaosa | Pnp | TO18 | 40| 600 | 400| 25 | 100300 | 150 |>200| 100| 150 | Commutation trés rapide
2 100- 1 . .
2“2858 NPN TO-39 80 | 1000 | 800 | 25 483 1388 128 ; 138 Ampl. et commutation rapide
2N3903 50150 10 |>280| 225 | 10 . .
2N3904 NPN TO92 40 200 | 350 | 25 100-300 10 1>300 250 10 Commutation trés rapide
2N3905 50—150 10 <260 | 10 . .
2N3906 PNP TO-92 40 | 200 | 350| 25 100-300 10 >200 300 10 Commutation trés rapide
2N4030 60 ;25 500 ; 100
2N4031 80 25 500 100 Fort signal & puissance faible
2N4032 | PNP | TO-39 | g4 | 1000 | 800 | 25 | %34 500 |>150 | 400 | 500 | ot taible bruit
2N4033 80 >170 500 |(>150
2N5415 200 30-150 50
SNeate | PNP | TO-39 | 200 | 1000 1000 | 50 | 307150 20 |> 15| 850* | 50 | AmplHT

* Valeurs typiques.
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ELEMENTS PNPN

Unijonction programmable

VALEURS LIMITES CARACTERISTIQUES
Type Boitier Vga Ia laARM | dia/dt Ip ty ty Remarques
\" mA A Alus uA uA ns
max. min. max.
BRY39P TO-72 70 175 25 20 5 25 80 Mesure de caractéristiques a
BRY56 TO-92 var. 70 175 25 20 5 2 80 Rg =10kQ
Controle de commutation
VALEURS LIMITES CARACTERISTIQUES
Type Boitier |VYCBO| !E |!ERM | Ptot , Tamb | VAK IH ton tq Remarques
\Y mA A mwW 2 °c \% mA us us
max. madx. max. max.
BR101 TO-72 50 175 25 275 25 1,4 1,0 - - Caract. mesurées a Rxg.k = 10 k2
BRY39S TO-72 70 175 25 275 25 1.4 1,0 15 8 Caract. mesurées a Rkg.k = 10 k2

Thyristor tétrode

VALEURS LIMITES CARACTERISTIQUES a Tj =25 °C
Type Boitier It | ltRm | ltsm |div/dt {VGKT | IGKT |VGAT | IGAT | tq Remarques
mA A A Alus \Y uA \J uA us
min. min. min. min. max.
BRY39T T0-72 250 | 25 3 20 05 1 -1 |-100] 3 VRRMmax =70 V




Liste alphanumérique des transistors petits signaux présentés dans ce volume.

14

: : Vceo| Ic . o |VCEO | lC

Type |Polarité| Bofitier v mA Type |Polarité| Boitier v mA
BC107 NPN |TO-18 45 100 BF198 NPN |TO-92 var.| 30 25
BC108 NPN [TO-18 20 100 BF199 NPN |TO-92 var.| 25 25
BC109 NPN |TO-18 20 100 BF240 NPN [TO-92 var.| 40 25
BC140 NPN |TO-39 40 1000 BF241 NPN |TO-92 var.| 40 25
BC141 NPN |TO-39 60 1000 BF324 PNP |TO-92 var.| 30 25
BC160 PNP |TO-39 40 1000 BF422 NPN [TO-92 var.| 250 50
BC161 PNP |TO-39 60 1000 BF423 PNP |TO-92 var.| 250 50
BC177 PNP |TO-18 45 100 BF450 PNP [TO-92var.[ 40 25
BC178 PNP |TO-18 25 100 BF451 PNP [(TO-92var.| 40 25
BC179 PNP |TO-18 20 100 BF480 NPN [SOT-37 15 20
BC327 PNP |TO-92var.| 45 500 BF494 NPN |TO-92 var.| 20 30
BC328 PNP |TO-92var.| 25 500 BF495 NPN |TO-92var.| 20 30
BC337 NPN [TO-92var.| 45 500 BF496 NPN [TO92var.| 20 20
BC338 NPN [TO-92var.| 25 500 BF926 PNP [TO-92 var.| 20 25
BC368 NPN [TO92var.| 20 1000 BF936 PNP |TO-92var.| 20 25
BC369 PNP |TO92var.| 20 1000 BF939 PNP |TO-92 var.| 25 20
BC546 NPN |TO92var.| 65 100 BF967 PNP |SOT-37 30 20
BC547 NPN [TO-92var.| 45 100 BF970 PNP |[SOT-37 35 30
BC548 NPN [TO-92var.| 30 100 BF979 PNP [SOT-37 20 30*
BC549 NPN [TO92var.| 30 100 BFT44 PNP |TO-39 300 500
BC550 NPN {TO92var.| 45 100 BFT45 PNP [TO-39 250 500
BC556 PNP |TO-92var.| 65 100 BFX34 | NPN |TO-39 60 2000
BC557 PNP |TO-92var.| 45 100 BR101 | PNPN |TO-72 50 175
BC558 PNP |TO92var.| 30 100 BRY39P| PNPN |TO-72 70 175
BC559 PNP |TO-92var.| 30 100 BRY39S| PNPN [TO-72 70 175
BC560 PNP |TO-92 var. 45 100 BRY39T| PNPN |TO-72 70 175
BC635 NPN [TO-92var.| 45 1000 BRY56 | PNPN [TO-92 var.| 70 175
BC636 PNP |TO-92var.| 45 1000 BSR50 NPN |TO-92 var.| 45** | 1000
BC637 NPN [TO-92var.| 60 1000 BSR51 NPN |TO-92var.| 60** [ 1000
BC638 PNP |TO-92var.| 60 1000 BSR52 NPN |TO-92 var.| 80** | 1000
BC639 NPN [TO-92var.| 80 1000 BSR60 PNP |[TO-92 var.| 45** | 1000
BC640 PNP |TO-92var.| 80 1000 BSR61 PNP [TO-92 var.[ 60** | 1000
BCY30A| PNP |TO-5 64 100 BSR62 PNP |TO-92 var.| 80** | 1000
BCY31A| PNP |TO-5 64 100 BSS38 NPN [TO-92 var.| 100 100
BCY32A | PNP |TO-5 64 100 BSS50 NPN [TO-39 45** | 1000
BCY33A| PNP [TO-5 32 100 BSS51 NPN [TO-39 60** | 1000
BCY34A | PNP [TO-5 32 100 BSS52 NPN |TO-39 80** | 1000
BCY58 NPN |[TO-18 32 200 BSS60 PNP |TO-39 45** | 1000
BCY59 NPN [TO-18 45 200 BSS61 PNP [TO-39 60** | 1000
BCY78 PNP |TO-18 32 200 BSS62 PNP |TO-39 80** | 1000
BCY79 PNP |TO-18 45 200 BSS68 PNP |TO-92 var.| 100 100
BCY87 NPN |TO-71 40 30 BSV15 PNP |TO-39 40 1000
BCY88 NPN |TO-71 40 30 BSV16 PNP |TO-39 60 1000
BCY89 NPN [TO-71 40 30 BSV17 PNP |TO-39 80 1000




o ; Vceo | Ic 4 - Vceo | Ic

Type |[Polarité| Boitier v mA Type |Polarité| Boitier v mA
BSV64 NPN [TO-39 60 |2000 2N2906 | PNP TO-18 40 600
BSW66A | NPN [TO-39 100 | 1000 2N2906A| PNP TO-18 60 600
BSW67A | NPN |TO-39 120 1000 2N2907 PNP T0O-18 40 600
BSW68A | NPN |TO-39 150 1000 2N2907A| PNP TO-18 60 600
BSX19 NPN |TO-18 15 500* | [2N3019 | NPN TO-39 80 1000
BSX20 NPN [TO-18 15 500* 2N3020 NPN TO-39 80 1000
BSX21 NPN [TO-18 80 100 2N3439 NPN TO-39 350 1000
BSX45 NPN |TO-39 40 1000 2N3440 NPN TO-39 250 1000
BSX46 NPN |TO-39 60 1000 2N3903 NPN TO-92 40 200
BSX47 NPN [TO-39 80 1000 2N3904 NPN TO-92 40 200
PH2222 NPN [TO-92 var. 30 800 2N3905 PNP TO-92 40 350
PH222A | NPN [TO-92 var. 40 800 2N3906 PNP TO-92 40 350
PH2369 NPN [TO-92var. 15 500* 2N4030 PNP TO-39 60 1000
PH2907 PNP |TO-92 var. 40 600 2N4031 PNP TO-39 80 1000
PH2907A| PNP |[TO-92 var. 60 600 2N4032 PNP TO-39 60 1000
2N2218 NPN |[TO-39 30 800 2N4033 PNP TO-39 80 1000
2N2218A| NPN |TO-39 40 800 2N4123 NPN TO-92 30 200
2N2219 NPN |[TO-39 30 800 2N4124 NPN TO-92 25 200
2N2219A] NPN |TO-39 40 800 2N4125 PNP TO-92 30 200
2N2221 NPN ([TO-18 30 800 2N4126 PNP TO-92 25 200
2N2221A| NPN [TO-18 40 800 2N5415 PNP TO-39 200 1000
2N2222 NPN |[TO-18 30 800 2N5416 PNP T0O-39 300 1000
2N2222A| NPN |TO-18 40 800
2N2368 | NPN |TO-18 15 500*
2N2369 | NPN |TO-18 15 500*
2N2369A| NPN |TO-18 15 200
2N2904 | PNP |TO-39 40 600
2N2904A| PNP |TO-39 60 600
2N2905 | PNP |TO-39 40 600
2N2905A| PNP |TO-39 60 600
* lem
**VErR
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CODE PRO-ELECTRON DE DESIGNATION
DES DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS

Dans le domaine des semi-conducteurs discrets (a |I'exclusion des circuits intégrés), ce code s'ap-
plique aux dispositifs simples ou multiples ainsi qu‘aux éléments de base (pastilles).

La désignation de base d'un produit se fait par :

DEUX LETTRES SUIVIES D'UN CODE D'ORDRE

PREMIERE LETTRE

Elle désigne le matériau constituant la partie active du dispositif.

A -
B -
C-

D-

GERMANIUM ou autre matériau dont la bande interdite est comprise entre 0,6 et 1,0 eV.
SILICIUM ou autre matériau dont la bande interdite est comprise entre 1,0 et 1,3 eV.

ARSENIURE DE GALLIUM ou autre matériau dont la bande interdite est égale ou supé-
rieure & 1,3eV.

MATERIAUX COMPOSES (par ex. Sulfure de Cadmium).

SECONDE LETTRE

Elle indique la fonction principale du dispositif.

A-
B-
C-
D-
E-
F-
G-
H-
L-
N -
P-
Q-
R-

S-

Diode de signal, de faible puissance

Diode & variation de capacité

Transistor de faible puissance, basse fréquence (R¢p j-mb >15°C/W)
Transistor de puissance, basse fréquence (R¢h j-mb <15 °C/W)

Diode Tunnel

Transistor de faible puissance, haute fréquence (Rth j.mb ~ 15 °C/W)
Dispositifs multiples composés d’éléments dissemblables (par exemple : oscillateur)
Diode pour mesure de champs magnétiques

Transistor de puissance, haute fréquence (R¢h j-mb <15 °C/W)
Photocoupleur

Détecteur de rayonnement, par exemple : phototransistor & haute sensibilité
Générateur de rayonnement, par exemple : diode électroluminescente

Dispositif de commande et de commutation, par exemple : thyristor de faible puissance
(Rth j-mb >15 C/W)
Transistor de faible puissance pour commutation (R¢h j-mb >15°C/W)
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T - Dispositif de commande et de commutation, par exemple : thyristor de puissance
(Rth j-mb <15 °C/w)

U- Transistor de puissance pour commutation (R¢h j.mb <15 °C/W)
X - Diode multiplicatrice, par exemple : varactor ou diode de recouvrement
Y - Diode de redressement ou de récupération

Z - Diode de référence ou de régulation de tension (diode d'écrétage : avec W en 3&me lettre)

CODE D'ORDRE
Il se compose de :

— trois chiffres, de 100 a 999, pour les dispositifs destinés principalement au matériel grand
public.

— une lettre (Z, Y, X etc...) et deux chiffres, de 10 & 99, pour les dispositifs destinés principa-
lement aux matériels industriels et/ou professionnels.

Cette lettre n‘a pas de signification précise (exceptée W utilisée pour les diodes d'écrétage)

LETTRE COMPLEMENTAIRE

Elle peut indiquer une légére variante, électrique ou mécanique, du type de base.

Elle n'a pas de signification précise, exception faite pour R qui indique toujours une tension in-
verse.

SUFFIXE

Une sous-classification peut étre utilisée pour des produits fournis avec une gamme de variantes
diverses. Les suffixes utilisés sont les suivants :

1) Diodes de régulation de tension et de référence
Une lettre et un nombre.
La lettre définit la tolérance sur la tension Zener nominale.
1% (selon CEIl 63. série E 96)
2% (selon CEl 63, série E 48)
5% (selon CEl 63, série E 24)

10% (selon CEIl 63, série E 12)
20% (selon CE| 63, sérieE 6 )

mooOow>»

Le nombre indique la tension Zener typique de travail.

La lettre V est utilisée en lieu et place de la virgule décimale.
2) Diodes d’écrétage :

Un nombre.

11 définit la tension maximale inverse en continu (VR). La lettre V est utilisée comme ci-dessus.
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3) Diodes de redressement, diodes de redressement & avalanche contrdlée et thyristors :

4

)

~

Un nombre.

Il indique la valeur de la tension inverse de créte répétitive maximale (V grm) ou celle de la
tension de créte répétitive a I'état bloqué (VpRrm)-

La polarité inverse est signalée par |'adjonction, derriére ce nombre, de la lettre R.
Détecteurs de radiation :

Un nombre précédé d’un trait d’union ( — ), qui indique en um la largeur de zone désertée.
La résolution est codée par une lettre supplémentaire.

Réseau de générateurs et de détecteurs de rayonnement

Un nombre précédé d’une barre de fraction ( /), qui indique de combien d’éléments est cons-
titué le réseau.
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SYSTEMES DE VALEURS LIMITES

Les systémes de valeurs limites décrits ci-aprés sont ceux recommandés par la Commission Elec-
trotechnique Internationale (CEl) dans sa publication 134.

DEFINITION DES TERMES UTILISES

Dispositif électronique. Tube électronique, transistor ou autre dispositif & semiconducteur.
Note :
Cette définition exclut les inductances, condensateurs, résistances et piéces détachées similaires.

Caractéristique. Une caractéristique est une grandeur mesurable, propre & un dispositif. Une
telle grandeur peut étre électrique, mécanique, thermique, hydraulique, électromagnétique, ou
nucléaire, et peut se traduire par une valeur numérique dans des conditions indiquées ou connues.
Une caractéristique peut aussi consister en un ensemble de valeurs liées entre elles, que I'on re-
présente en général graphiquement.

Dispositif- 6lectronique moyen. Dispositif dont les caractéristiques ont les valeurs nominales pu-
bliées pour le type considéré. Un dispositif électronique moyen, pour une application déterminée,
peut étre recherché en ne tenant compte que des caractéristiques directement utiles pour cette
application.

Valeur limite. Valeur qui fixe soit une possibilité limite, soit une condition limite pour un dispo-
sitif électronique. Elle est déterminée pour des valeurs spécifiées des conditions extérieures et des
conditions de fonctionnement, et peut s’exprimer sous toute forme adéquate.

Note :

Les conditions limites peuvent étre maximales ou minimales.

Systéme de valeurs limites. Ensemble de principes suivant lesquels sont déterminées les valeurs
limites et en régissant |'interprétation.

Note :

Le systéme de valeurs limites indique comment s’effectue le partage des responsabilités entre le fa-
bricant des dispositifs et |‘utilisateur, en vue de s‘assurer que les conditions de fonctionnement ne
sortent pas des limites.

SYSTEME DES LIMITES ABSOLUES

Les valeurs données dans ce systéme sont les limites concernant les conditions extérieures et les
conditions de fonctionnement applicables & tout dispositif électronique d'un type déterminé dé-
fini par ses caractéristiques publiées, limites qui ne doivent pas étre dépassées dans les pires condi-
tions probables.

Le fabricant détermine ces limites pour obtenir un fonctionnement satisfaisant du dispositif, et

n‘assume aucune responsabilité en ce qui concerne les variations dues a |'appareil ou aux condi-

tions extérieures ainsi que les effets des modifications de conditions de fonctionnement dues aux

cdﬁsrl)ersions lcaractéristiques du dispositif considéré et de tous les autres dispositifs électroniques
e I'appareil.

L'utilisateur doit déterminer son appareil pour que, & sa mise en service, comme au cours de sa
vie, aucune valeur limite concernant I’application envisagée ne soit dépassée pour tout dispositif,
dans les pires conditions probables d'utilisation, qui dépendent des variations de tension du réseau
d‘alimentation, des dispersions des piéces détachées de I'appareil, des modifications, des réglages,
des variations de charge ou de signal, des conditions extérieures, ainsi que des dispersions des ca-
ractéristiques du dispositif considéré et de tous les autres dispositifs électroniques de I’appareil.
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SYSTEME DES LIMITES HYBRIDES

Les valeurs données dans ce systéme sont les limites concernant les conditions extérieures et les
conditions de fonctionnement applicables & un dispositif électronique moyen d'un type déterminé
défini par ses caractéristiques publiées, limites qui ne doivent pas étre dépassées dans les pires
conditions probables.

Le fabricant détermine ces limites pour obtenir un fonctionnement satisfaisant du dispositif en
tenant compte, sous sa responsabilité, des effets provoqués par des modifications de conditions
de fonctionnement dues aux dispersions des caractéristiques du dispositif électronique considéré.

L'utilisateur doit déterminer son appareil pour que, & sa mise en service comme au cours de sa vie,
aucune valeur limite concernant I'application envisagée ne soit dépassée pour un dispositif moyen,
dans les pires conditions probables d’'utilisation qui dépendent des variations de tension du réseau
d'alimentation, des dispersions des piéces détachées et des caractéristiques de tous les autres dis-
positifs électroniques de |'appareil, des modifications des réglages, des variations de charge ou de
signal, et des conditions extérieures.

SYSTEME DES LIMITES MOYENNES

Les valeurs données dans ce systéme sont les limites concernant les conditions extérieures et les
conditions de fonctionnement applicables & un dispositif électronique moyen d’un type déterminé
défini par les caractéristiques publiées, limites qui ne doivent pas étre dépassées dans les condi-
tions normales.

Le fabricant détermine ces limites pour obtenir un fonctionnement satisfaisant du dispositif dans
des applications courantes, en tenant compte, sous sa responsabilité, des modifications normales
des conditions de fonctionnement dues aux variations admises de la tension du réseau d’'alimenta-
tion, des dispersions des piéces détachées de |'appareil, des modifications des régiages, des varia-
tions de charge ou de signal, des conditions extérieures, ainsi que des dispersions des caractéristi-
ques de tous les dispositifs électroniques.

L'utilisateur doit déterminer son appareil pour que, a sa mise en service, aucune valeur limite con-

cernant |'application envisagée ne soit dépassée pour un dispositif électronique moyen dans |'ap-
pareil fonctionnant sous la tension normale définie pour le réseau d'alimentation.
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SYMBOLES LITTERAUX UTILISES POUR LES TRANSISTORS

SYMBOLES

ET LES DIODES DE SIGNAL

selon publication CEl 134

LITTERAUX POUR LES COURANTS, LES TENSIONS ET LES PUISSANCES

Lettres fondamentales

Les lettres fondamentales a utiliser sont :

I,i : courant
,Vv ! tension

,P ! puissance

o<

Les minuscules sont utilisées pour représenter des valeurs instantanées qui varient avec le temps.
Dans tous les autres cas, les majuscules sont utilisées.

Indices

A,a

(AV), (av)
B.b

(BR)

Cc

nmo
AR

JOZAMG
To3zxae

(RMS), (rms)
S,s

Note :

Anode

Valeur moyenne

Base ; pour les dispositifs MOS : substrat

Claquage

Collecteur

Drain

Emetteur

Direct

Gachette

Cathode

Valeur créte

En troisiéme indice : électrode non mentionnée hors circuit ou circuit ouvert
En premier indice : inverse. En deuxiéme indice : répétitif

En troisiéme indice : avec une résistance spécifiée entre |'électrode non mention-
née et I'électrode de référence

Valeur efficace

En premier ou deuxiéme indice : source (uniquement pour les FET)

En deuxiéme indice : non répétitif (sauf pour les FET)

En troisieme indice : court-circuit entre I'électrode non mentionnée et la deuxiéme
en indice.

Circuit spécifié

Remplace la lettre R pour indiquer la tension, le courant ou la puissance réels des
diodes de référence et des diodes de régulation de tension.

Les symboles représentant des grandeurs continues n‘ont qu’une lettre en indice.
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Les indices majuscules sont utilisés pour indiquer :

a) les valeurs continues (sans signal) Exemple : Ig

b) les valeurs totales instantanées Exemple : ig

c) les valeurs totales moyennes Exemple : Ig(AV)
d) les valeurs totales de créte Exemple : Igm

e) les valeurs totales efficaces Exemple : Ig(RMS)

Les indices minuscules sont utilisés pour I'indication des valeurs relatives & la composante varia-
ble seule, a savoir :

a) les valeurs instantanées Exemple : iy

b) les valeurs efficaces Exemple : lp(rms)
c) les valeurs de créte Exemple : lpm

d) les valeurs moyennes Exemple : lp(ay)
Note :

Si I'on utilise plusieurs indices, ceux pour lesquels les deux représentations existent seront écrits
tous en majuscules ou tous en minuscules.

Indices pour les courants :

Transistors S'il est nécessaire de désigner I’électrode par laquelle passe le courant, on porte en
premier indice la lettre correspondant a cette électrode (conventionnellement le
sens positif du courant va de |'extérieur du transistor vers le transistor)

Ex.:lg :ig : ib ; lbm

Diodes Pour indiquer un courant direct (entrant conventionnellement par I’anode), em-
ployer en premier indice F ou f ; pour un courant inverse, employer de la méme
maniére Rou r.

Ex.:If ;IR :iF i If(rms)
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Indices pour les tensions
Transistors S'il est nécessaire d'indiquer les points entre lesquels une tension est mesurée,
cela se fait par les 2 premiers indices. Le premier indique |'électrode sur laquelle

se mesure la tension et le deuxidme |'électrode de référence. S'il n'y a pas de
confusion possible, le 2éme indice peut étre omis :

Ex.:VBE : VBE ’ Vbe : Vbem

Diodes Une tension directe (anode positive par rapport & la cathode) est indiquée par
I'indice F ou f ; une tension inverse (anode négative par rapport & la cathode)
est indiquée par I'indice Rou r.

Ex.:VF ; VR: VF : Vim

Indices pour les tensions et les courants d’alimentation

Les tensions d'alimentation et les courants d’'alimentation sont indiqués par la répétition de
I'indice de I'électrode concernée.

Ex.:Vce ¢ lEE

Note : Un troisiéme indice précise, si nécessaire, |’électrode de référence.

Ex. :VccE

Indices pour les dispositifs comportant plusieurs bornes du méme type

Dans le cas de dispositifs comportant plusieurs électrodes du méme type, I'indice est constitué
par la lettre de I'électrode concernée suivie d’'un numéro.

Si I'indice est composé de plusieurs lettres, utiliser un trait d'union.
Ex.:lg2 courant continu dans la seconde base

Ig2-E tension continue entre la seconde base et I’'émetteur

Indices pour les dispositifs comportant plusieurs éléments

Dans ce cas, I'indice est constitué par la lettre de I’électrode, précédée d’'un numéro qui précise
I'élément concerné.

Ex.:l2¢c courant continu dans le collecteur du second élément

l1c-2c tension continue entre le collecteur du premier élément et
le collecteur du second élément.
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Exemple d'application

La figure ci-dessous représente la variation d'un courant collecteur en fonction du temps et mon-
tre la combinaison d'une composante continue et d’'une composante variable. Les symboles lit-
téraux utilisés illustrent les régles précédentes.

courant
collecteur

(AV)
(sans signal)

temps

SYMBOLES LITTERAUX POUR LES PARAMETRES ELECTRIQUES

Le terme «paramétre électrique» s'applique aux parameétres matriciels des quadripdles, aux élé-
ments des circuits électriques équivalents, aux impédances et admittances, aux inductances et
capacités.

Lettres fondamentales

Principales lettres fondamentales utilisées pour les paramétres électriques :

B,b Susceptance ; partie imaginaire d'une admittance
C Capacité

Gg Conductance ; partie réelle d'une admittance
H,h Paramétre hybride

L Inductance

Rr Résistance ; partie réelle d'une impédance

X,x Réactance ; partie imaginaire d'une impédance
Yy Admittance

2,z Impédance
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Les majuscules sont utilisées pour représenter :

a) les paramétres électriques des circuits externes et des circuits dans lesquels le dispositif ne
constitue qu’une partie.

b) toutes les inductances et toutes les capacités.

Les minuscules sont utilisées pour représenter les paramétres électriques inhérents au dispositif
(& I'exception des inductances et des capacités).

Indices

Indices généraux

Les indices généraux les plus fréqguemment utilisés pour les paramétres électriques des disposi-
tifs & semiconducteurs sont :

F.f : direct, transfert direct
lilou1) : entrée

Ll : charge

0,0 (ou2) : sortie

R.,r : inverse, transfert inverse
S, : source

Exemples : Zg ; hs ; hf

La variante majuscule d'un indice est utilisée pour désigner les valeurs statiques (continues).

Exemples : hpg : valeur statique du taux de transfert direct de courant en mo-
de émetteur commun (gain en courant continu)

Rg . valeur statique de la résistance externe d’'émetteur

Note :
La valeur statique est la pente de la droite joignant [‘origine des axes au point de fonctionnement
situé sur la courbe caractéristique appropriée, c’est-a-dire le quotient des valeurs électriques dé-
finissant ce point de fonctionnement.
La variante minuscule d'un indice permet de représenter les valeurs pour de petits signaux.

Exemples : hge : valeur, pour les petits signaux, du taux de trans-

fert direct du courant de court-circuit en mode émet-

teur commun.

Ze = Re +jXe :valeur, pour les petits signaux, de |'impédance
externe.

Note :
Si Ion utilise plusieurs indices, ceux pour lesquels les deux représentations existent seront écrits
tous en majuscules ou tous en minuscules.

Exemples : hgg ; YRE . hfe
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Indices pour les paramétres des matrices de quadripoles

La premidre lettre d’'indice (ou le double indice numérique) indique V'entrée, la sortie, le trans-
fert direct ou inverse.

Exemples : hj (ou hqq)

hg (ou h22)
ht (ou hoq)
hy (ouhq2)

Un indice supplémentaire est utilisé pour identifier la configuration du circuit, en général I'élec-
trode commune. Si aucune confusion n’est possible, cet indice supplémentaire peut étre omis.

Exemples : hgg (ou h21g) ;: hpg (ou haqg)

Distinction entre partie réelle et partie imaginaire

Si une distinction doit étre faite, aucun indice supplémentaire n’est nécessaire. Les symboles
fondamentaux des parties réelle et imaginaire doivent étre utilisés, s'ils existent.

Exemples : Z; = R; +jX;j

Yie = gfe t+ibfe

Si ces symboles n’existent pas ou s'ils ne conviennent pas, la notation suivante sera utilisée :
Exemples : Re (hjp) pour la partie réelle de hjp,

Im (hjp) pour la partie imaginaire de hjp
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AIRES DE FONCTIONNEMENT DE SECURITE
(SOAR)

1 EN CONTINU

Sous peine d’'endommagement ou méme de destruction, nombre de valeurs doivent étre limitées
lors de l'utilisation d’un transistor ; c’est le cas en particulier pour le courant collecteur et pour la
tension appliquée entre le collecteur et I'émetteur. Deux valeurs limites sont donc déja définies
pour un fonctionnement de sécurité : Icmax €t VCEmax (Qui se confond ordinairement avec

VCEOmax!-

Cependant, si ces deux conditions sont nécessaires, elles ne sont généralement pas suffisantes. En
effet, la puissance totale dissipée, cause d’une élévation préjudiciable de la température quand
I’évacuation des calories est insuffisante, devra elle aussi étre limitée.

Portées sur un graphique en coordonnées linéaires, |cmax Sera une droite paralléle a I'axe des
tensions, VCEOmax une droite paralléle & I'axe des courants et Pty I'hyperbole représentative
d’un produit Ic.Vcg constant égal & Pigymax (voir fig.1). Mais il est plus commode de faire la
méme représentation en coordonnées logarithmiques, car Pygtmax €st alors représentée par une
droite de tg = — 1 (inclinaison 45 °) (fig.2).

Tout point de fonctionnement situé & I'intérieur de I'aire limitée par les deux axes issus de |'origi-
ne et par les trois droites Icmax. VCEmax- €t Ptotmax st un point de sécurité.

[
1 'C
EE Ig= constante
-
Ic max
- \‘
\Ptot max
=3
kn
Ptot max
- VCEO max HH
™ VCEQ max
— AR |
[ [T THT]
Vce (V) Vcg (V)
Fig.- 1 Fig. -2

Courbe SOAR en continu
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A I'équilibre, il existe une relation entre la puissance dissipée au niveau de la jonction et la diffé-
rence de température entre la jonction et le fond de boitier :

T, hd Tmb =C. PtOt
ou C est dans ce cas la résistance thermique de la jonction au fond de boitier.

Tj — Tmb =Ptot - Rthj-mb 1

en terme de température de jonction maximale admissible, I'équation (1) peut s'écrire :

Timax — Tmb =Ptotmax - Rth j-mb (1a)

Les feuilles de spécification accompagnant un produit donnent la limite supérieure de Pygtmax
pouvant étre prise en compte jusqu’'a une certaine température de fond de boitier (ou de boitier
ou ambiante ou de radiateur). A partir de cette température et au deld jusqu'ad Tmpbmax — SOit
Tijmax — Ptot décroit linéairement selon une pente qui n'est autre que la valeur de R j-mp. (voir
fig. 3).

Les considérations ci-dessus concernent exclusivement le fonctionnement en régime continu. En
régime impulsionnel, il est permis de penser que la puissance dissipée permise, toutes autres choses
égales par ailleurs, peut étre supérieure.

150
\
Ptot max \\
@ Nea. (1a)

100
\
A
—+
A
I
|

50 ’. \
T
1 \
|
|
I \
Afr Tj max

0 L R
0 Ty 100 Tmpp (°C) 200

Fig. -3
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2 EN REGIME IMPULSIONNEL : EXTENSION DE L'AIRE DE FONCTIONNEMENT DE
SECURITE

En régime impulsionnel, la température de jonction augmente par paliers jusqu’a un état stable
(fig.4). L'équation (1) devient :

Ticréte— Tmb =Pcréte- Zth j-mb 2)

ou Zth j-mb est I'impédance thermique transitoire de la jonction au fond de boitier, qui dépend
de Rth j.mb., de la durée d’impulsion t,, et de la période T (voir fig.5).

En terme de température de jonction maximale admissible, I’équation (2) peut s’écrire :

Timax — Tmb =Pcrétemax - Zth j-mb (2a)
P T
o ” _.F.i‘ r-I ” ” H

] 1 ] ] - -
[ | ' t

T i i E E

Tjcrete|i 7 7T T ORI
1! ! état stable
P
1
I
7amo 1

Fig. -4
107 T
Zthj-mb ] I l I I M
(-] . (11
(°c/w) >ty - [ tp HY
- T » 6:?
10
*Rthj-mb
6=1 l/ |
0.75 " THH
0.5 et
1 0.33 o r i
0.2
01—
0.05) L1 —
ponet=1"1 L] .
107! Lt i
0.02
! 0.01
{4
- |
1073 1072 107 1 10 102 t, (ms) 10°
Fig. -5



Le rapport équation (2a) sur équation (1a) donne :

Rth j-mb

Pcréte max = Ptotmax Zth j-mb

= Ptot max - Mp (3)

Mp est appelé : « facteur multiplicateur de puissance ».

Il permet d’obtenir I'extension de Pt max en régime impulsionnel, c’est-a-dire Ppeak max (droite
inclinée & 45 © représentée en pointillé sur la fig.6). Avec ICM max €t VCEO max (représentés
respectivement par les droites horizontales et verticales en pointillé) sont alors définies les limites
de l'aire de fonctionnement de sécurité en régime impulsionnel.

En plus des limites ainsi définies, le courant moyen Ic(ay) Pendantun temps moyen tg, de 50 ms
ne doit pas dépasser la valeur maximale admissible du courant continu Icmax- Cette condition

n’est pas nécessaire lorsque les limites « SOAR », indiquées pour différentes durées d’'impulsions,
sont inférieures a IcM max-

—— courbe SOAR en continu
- - - extension en impulsions

Ic [T
@ Tmb=T1 [T
C IcMm ~ T
c ‘T:ma% :F>\ Pcréte max
T T T \
t 1C max :
\ by
N

Ptot max

VCEO max H

L

VCE (V)

Fig. -6



3 SECOND CLAQUAGE

3.1 Explication du phénoméne

Le second claquage est un phénomeéne d’emballement thermique localisé se produisant au dela
d’une certaine tension, en une zone ou la température de la jonction collecteur d’un transistor at-
teint une valeur conduisant & un état thermiquement instable. Le départ en second claquage se
manifeste par I'effondrement brutal de la résistance interne du dispositif, et la tension collecteur-
émetteur s’'établit & une valeur faible. Le transistor peut aller jusqu’a la destruction s’il est main-
tenu dans cet état et si le courant n’est pas limité. Ceci améne une nouvelle limitation de I'aire de
fonctionnement de sécurité . Dans la partie de cette aire restreinte par le second claquage, la puis-
sance dissipable est inférieure a celle déduite des valeurs de Tjmax et Rth j.c. Tandis quen
dega du second claquage, la limite de Piotmax, représentée en coordonnées logarithmiques, est
une droite de pente négative égale a 1 en valeur absolue, la limite au dela de laquelle peut appa-
raitre le second claquage étant représentée par une droite de pente négative et de valeur absolue
supérieure a 1.

3.2 Construction de la limite de second claquage en continu sur la SOAR

Le fabricant détermine une série de combinaisons Ic—VcEg et porte sur la courbe la valeur de
VCE au moment ou se manifeste une concentration de courant. L’exploration faite sur une suf-
fisamment large gamme de Vcg donne un groupe de points dont I’orientation générale détermine
la pente de la droite de second claquage, celle-ci tangentant la limite inférieure du groupe. La
fig. 7 traduit la maniére d’opérer et la fig. 8 donne la représentation finale des limites de la SOAR
en continu.

En général, les limites de second claquage sont indépendantes de la température du fond de boitier.

o S s —t+
I | . 1 1T
Ic Tmb<T1 [} Tmb<T1 [
I
(A) (E)
points de second
claquage en contjnu
- 1C max A L 1C max
A \\\:- \\\Ptot max H
tot max Je )
g NG A\
T X
limites du 5 .. aso . second claquageencontinu
fabricant °
| N
N VCEO max [T}
VCEO max l J J l !
|
Ve (V) VcE (V)
Fig. -7 Fig. -8
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3.3 Extension des limites de second claquage en régime impulsionnel

Le paragraphe 3.1 ci-dessus propose un phénoméne d’emballement thermique qui ne tient pas
compte des caractéristiques thermiques propres au cristal. Mais ce qui peut étre négligé en régime
continu, doit étre pris en considération dans des conditions ou la dissipation thermique n’est plus
négligeable en regard de I’apport thermique. C'est le cas lorsque les impulsions, génératrices d'un
accroissement de température, sont entrecoupées de temps morts pendant lesquels une part plus ou
moins grande des calories acquises peut s’écouler a travers le cristal. C'est-a-dire, que I'impédance
thermique du cristal est a prendre en considération, laquelle Zp cristal dépend de Ryp cristal, du
facteur de cycle 6 et de la durée d'impulsion tp-

En fonction de ces deux données § et tp, les feuilles de caractéristiques publient deux courbes,
l'une donnant My, 'autre M| (voir fig. 9a et 9b).

My (anciennement noté Mgg(y)) est le facteur multiplicateur de tension qui multiplie la valeur
de la tension au niveau de Icmax.

M) (anciennement noté Mgg(()) est le facteur mulitiplicateur de courant qui multiplie la valeur
du courant au niveau de VCEOQmax-

(Voir dans les pages suivantes un exemple d’application et de calcul de tous les principes expo-
sés ci-dessus).
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‘facteur multiplicateur de tension au niveau de Icmax.
My
102 6= 0.01
—1 —
0.02
s N
[~~~ B ‘Ny
0.05 I\
| T \\\
0.10 \\ N
10 —t N
=
0.20 ~
1 1
0.33 N
T
0.50 TN
=1 M NN
— \\
|
1 ™ =2
1 10 102 103ty (us) 104
Fig. 9a
. facteur multiplicateur de courant au niveau de VCEOmax.
M
102 §=0.01
—
0.02 ™
\\
T \
0.05 NN
] SIS
0.10 T \
10 e
T T ~
T
0.20 N
1 N
(:).33: SR -
—
AN
0.75 T
—t ™~
1 |
1 10 102 103t (us) 104
Fig. 9b
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— SOAR en continu
- - - extension en impulsion avec
Ic S et tp donnés.
A
) [ 1]
Tmb=sT1
=
!
s CM;IL?X Pcréte max.
L Ic max - C “‘ I J"
\::”\ C
N |\
N |\
N
NHD
H
D
Vce (V)
Fig. 10

Un transistor peut étre utilisé en toute sécurité pourvu que le point de fonctionnement Ic — Vg
se situe a l'intérieur de la zone limitée par Icmax. Ptotmax. limite de second claquage, VCgmax
en régime continu,ou par IcMmax- Pcréte max.limite de second claquage en impulsion et Vcgmax
en régime impulsionnel et que la température de fond de boitier n‘excéde pas une valeur donnée.

Si celleci est dépassée, le cefficient multiplicateur de puissance Mp doit étre réduit d’'un taux
donné par la courbe du type fig. 3 publiée dans la notice des caractéristiques du produit. Celle-ci
donne également I'extension des aires de sécurité en général pour un seul facteur de cycle, mais
a I'aide des courbes Zy,, My, My en fonction des temps d'impulsion et des facteurs de cycle et a
partir d’'une SOAR en continu, il est aisé de construire |'extension pour n‘importe quel §.
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4 EXEMPLE D'UTILISATION

4.1 Etages de commande et de sortie d’un amplificateur audio-fréquence :

O +Vg

Le transistor d'attaque TR3 doit fonctionner en toute sécurité dans les conditons les plus défavo-
rables, c’est-a-dire avec une surcharge égale a environ 20 fois la valeur du signal d’entrée nécessaire

a une puissance de sortie maximale, & une fréquence de 750 Hz.
Les valeurs de Vg et Ic de TR3 sont données fig. 12a et 12b.
La température de fond de boitier est alors de 85 °C.

75
-VCE
) o
50 \\

25 \\

\
0

0 0.1 0.2 0.3 0.4
t (ms)
Fig. 12a

0.75

._IC
(A)
0.5

0.25

0.1 0.2

Fig. 12b

0.3 0.4
t (ms)



4.2 Courbes caractéristiques publiées pour TR3

)
10 1 T 17T
) R I O
Tmpb=<60 °C [
L
-Ig
(A)
& =0,01 en impulsions répétitives 4_‘
-1CM max — ] (tp
AN < ms)
1 I NN Y o.01
!r O = A 0.02 1
Ptot max (d.c.) ¢ \\\\\\ AN lr
--1C max NN K t
Y005
AN \\\ \
NN
N
N 0.1
second claquage en continu | l I
I \ 0.2
1071 N0 5 H
N
17T
1072 5
1 10 -Veg (V) 10

Fig. 13

Aire de fonctionnement de sécurité (transistor polarisé en direct).

| - Région permise pour le fonctionnement en continu.

Il - Extension permise pour le fonctionnement en impulsions répétitives.
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facteur multiplicateur de tension de second claquage au
niveau de |cmax
My
102
L—6 =0.01
S~
.00
0.0¢ NN
h— .05 ‘u:
[e—
10 0.1 AN
—
P —
0.2 ]
1
0.33 —~~
Ba
0.5 R
0.75 'r'\
10-3 10-2 10-1 1 tp (ms) 10
Fig. 16
facteur multiplicateur de courant de second claquage au
niveau de VCEOmax.
M1
102
6= 0.q1
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VAN
10 F==20.05a5
&.-0_1__
0.2 '\‘
0.33 0 —
0.5' N T
0.75 E——
1 ]
1073 1072 1071 1 tp(ms) 10
Fig. 17
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4.3 Courbes SOAR du transistor TR3

4.3.1
Déterminer la courbe de puissance a I'aide des deux courbes fig. 12a et 12b et tracer, en pointillé,
une impulsion rectangulaire équivalente, c’est-a-dire de méme valeur créte et de méme surface.

fe— tp —
20 _l[
Perete FYF+ 34 +
1
P t
(W) N
L
10 LAY 1
[
H
H \
i \
. N
0 1
0 0.1 t (ms) 0.2
Fig. 18
4.3.2
D’ou les valeurs suivantes :
tp =75 us

1
T=—= 1,33 ms
750

§ = 0,056
Ppeak = 17.5W
4.3.3
Déterminer & I'aide de la fig. 14 le facteur de réduction de Ptotmax & 85 °C.
On obtient 0,6 (1).
D’aprés la fig. 15, calculer le facteur multiplicateur de puissance pour tp =75 us, 5§ =0,056 :

Rth j-mb 10 °c/w
Mp = = = 3,64 (2)
Zth j-mb 2,75 °C/wW
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434
Rechercher sur les courbes des fig. 16 et 17 les facteurs multiplicateurs de second claquage :
(tp =75 us, § =0,056)
My =36, M;=28 (3), (4)

435
En se basant sur la fig. 13, tracer la courbe SOAR en régime impulsionnel pour tp =75 us et
& =0,056, d'aprés les indications suivantes (voir fig. 19) :

— Multiplier la valeur de la tension au point A par le facteur de réduction 0,6 (1) et par
Mp =3,64 (2) pour obtenir A’
VA=13V
VA'=13V x0,6x364=28,4V
— Tracer la ligne de Ppeak max passant par A’ (45 )
Ppeak max = 28,4 x Icmax =14.2 W
— Multiplier la valeur de Vg au point C par My = 3,6 (3) pour obtenir C’
— Multiplier la valeur de |c au point D par Mj =2,8 (4) pour obtenir D’
— Tracer par C’ et D’ la nouvelle limite de second claquage.

— La courbe SOAR est donc formée par :
ICMmax, Ppeak max (passant par A’), la limite de second claquage passant par C’' et D’, et

VCEO max.

4.3.6

Reporter Ic — Vg (fig. 12a et 12b) sur la fig. 19 et vérifier que chaque point se trouve a I'inté-
rieur de la courbe SOAR.

Dans notre exemple, Ppeak max €st dépassé tandis que la limite de second claquage ne I'est pas.
Une solution serait de diminuer la température de fond de boitier T, en augmentant la surface
de refroidissement.

4.3.7
La température maximale de fond de boitier admissible peut étre calculée comme suit :

Tmbmax = Tjmax — Ppeak X Zth j-mb
Ppeak = 17,5 W (voir 4.3.2)

Zth j-mb = 2,75 °C/W

Tmbmax = 1256 — 17,6 x 2,75 =77 °C
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Fig. 19

| - Région permise pour Tmp << 60 °C

Il - Extension permise pour tp= 75 us, & =0,056 et Tpp, =85 °C

45



4.3.8

Calcul de la résistance thermique du refroidisseur.

La puissance dont la moyenne peut étre calculée sur la période T ne doit pas dépasser laconstante
de temps thermique du transistor.

d’oll Tmb— Tamb =8 x Ppeak X Rth mb-a

Connaissant Tmb max €t Ppeak. |a valeur maximale admissible de Rth mp-a sera :

Tmb max — Tamb

5 x Ppeak

Rth mb-a max =

Soit dans cet exemple :

77 -25 N
Rth mb-a max = ——— =53 °C/W
0,056 x 17,5



PARAMETRES « s »

Les paramétres « s » sont relatifs aux conditions d'interférence des ondes dans un quadripdle.
La figure ci-dessous définit les ondes incidentes et les ondes réfléchies a; , b;, a; et by.

Vi1 . Vio
a) — T —= y = ——=
voo VZo ()
Vi1 V2
b; = by =

Zo vz,

Zo = impédance caractéristique de la ligne de transmission dans laquelle le quadripdle est branché

V;j =tension incidente
V, =tension réfléchie (générée).

Les équations du quadripole pour les paramétres « s » sont :
by =sy11 a1 Ts12 a2
b2 =S31 a1 +S22 az

Les indices 11, 12, 21, et 22 étant remplacés respectivement par i, r, f et o, il vient :

b;

Sj =811 =—
ai ay = 0
by

Sr =812 =—
ay |la; =0
by

Sf =S21 =—
ap a =0
b,

So =%22 ==
ap ay =0

1) Les carrés de ces quantités ont une dimension de puissance.
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Les paramétres « s » peuvent étre exprimés de la maniére suivante :

sj =s11 = impédance d’entrée
Rapport complexe de I’onde réfléchie et de I'onde incidente a I’entrée, avec Z; =2Z et

Vg =0.

sy =s15 = ceefficient de transmission inverse
Rapport complexe de I‘'onde générée a |'entrée et de I’'onde incidente a la sortie, avec

Zg=2Zget Vg, =0.

sf =sp1 = ceefficient de transmission directe.
Rapport complexe de I’'onde engendrée a la sortie et de I’'onde incidente a |'entrée, avec

Zy =25 et Vs2 =0.

so = S22 =impédance de sortie.
Rapport complexe de I’'onde réfléchie et de I’onde incidente a la sortie, avec Zg =24
etvg, = 0.
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transistors
amplification audiofréquence @
NPN BC 107
a BC 109

Décembre 1980

Transistors N-P-N, en boftier métallique TO-18 avec collecteur relié au boitier.
Le BC107 est destiné principalement aux étages de commande des amplificateurs audio-fréguence
et aux circuits de traitement des signaux des récepteurs de télévision.

Le BC108 est utilisable dans de nombreuses applications en basse tension, par exemple étages de
commande ou préamplificateurs AF et circuits de traitement des signaux des récepteurs de télé-
vision.

Le BC109 est destiné principalement aux étages d'entrée a faible bruit, pour magnétophones,
amplificateurs Hi-Fi et autres appareils AF.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

BC107 | BC108 | BC109

Tension collecteur-émetteur (VBg =0) . VCES max 50 30 30 \
Tension collecteur-émetteur

(base ouverte) . . .. .......... VCEQ max 45 20 20 \Y
Courant collecteur (créte) . . . .. ... . lem max 200 200 | 200 mA
Puissance totale dissipée

Tamb<25°C)  «vuuuun... Ptot max 300 | 300 | 300 mw
Température de jonction. . .. . ... .. Tj max 175 175 175 °Cc

Gain en courant petits
signaux (T; =25 °C)

Ic=2mA ;VCE=5V ;f=1kHz. . hfe 125 | 125 | 240

500 900 | 900

AV

Fréquence de transition (f =35 MHz)
Ic=10mA ;VCE=5V........ T typ. 300 300 300 MHz

Facteur de bruit (Rg =2 k)
Ic =200 uA ;VCE=5V

f=30Hza 15KkHz. .. ........ F ¥ - e
f=1kHz;B=200Hz......... F typ. 2 2 1,2 dB
DONNEES MECANIQUES Dimensions en mm
BOITIER TO-18
:ﬁ1£< 45° ’I Collecteur relié au boitier:
PANCN e
b
Y 'y _¥o,51
X 48 jmax
117 max
max ‘
'4—[&3)(—»‘4—— 12,7min ——
max Fig. 1

Accessoire : 56246 (entretoise).
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aBC109

VALEURS A NE PAS DEPASSER (limites absolues selon publication CEl 134)

Tensions BC107| BC108 | BC109
Tension collecteur-base (émetteur ouvert) . . Vcgo max 50 30 30 \%
Tension collecteur-émetteur (Vgg =0) .. Vcgs max 50 30 30 \Y;
Tension collecteur-émetteur (base ouverte) . VCEQ max 45 20 20 \")
Tension émetteur-base (collecteur ouvert). . VEBO  max 6 5 5 \%
Courants
Courant collecteur (continu) . .. .... .. Ic max 100 mA
Courant collecteur {valeur créte) . . . . . .. Icm max 200 mA
Courant émetteur (valeur créte). . . . . . .. —IEmM max 200 mA
Courant base (valeur créte) . .. ....... IBM max 200 mA
Puissance dissipée
Puissance totale dissipée (Tgmp < 25 °C) . . Piot max 300 mwW
Températures
Température de stockage. . . . . . ...... Tstg —-65a+175 °C
Température de jonction. . . . .. ...... Tj max 175 °C
RESISTANCE THERMIQUE
Jonction - airambiant . . ... ... ... .. Rthja = 0,5 °C/mwW
Jonction-boitier. . .. ... ......... Rthjc¢ = 0,2 °C/mw
CARACTERISTIQUES Tj =25 °C sauf indication contraire
Courant résiduel collecteur

lE=0;VecB=20V ;Tj=150°C . ... Icgo < 15 uA
Tension base-émetteur 1)

Ic=2mA ;VCE=5V........... VBE typ. 550 a ggg mx

Ic=10mA ;VCE=5V.......... VBE < 770 mV

1) VgEg diminue d’environ 2 mV/°C lorsque la température augmente.
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BC107 - Page 3

LD

aBC109
CARACTERISTIQUES
. . 1)
Tensions de saturation % v
typ. m
IC=10mA ;Ig=05mA........ VCEsat <Vp 260 mv
VBEsat typ- 700 mV
Ic=100mA;IB=5mA ........ VeEsat &7 oo my
VBEsat typ. 900 mV
Tension de coude
Ic=10mA ; |
|g =valeur pour laquelle 300 v
IC=11mAAVCE=1V ........ veek 2P 500 iy
Ic
(mA) IB
N—— T
10— |
| |
| |
' |
! i
! i
! |
| |
| ]
Veek 1 Veg (V)
Fig. 2
Capacité collecteur (f =1 MHz)
typ. 2,5 F
IE=1e=0;VCB=10V......... Ce <V'° 25 SF
Capacité émetteur (f =1 MHz)
Ic=1¢c=0;VEB=05V ........ Ce typ. 9 pF
Fréquence de transition (f =35 MHz)
Ic=10mA ;VCE=5V......... fr typ. 300 MHz
Gain en courant petits signaux (f =1 kHz) BC107| BC108| BC109
> 125 | 125 | 240
Ic=2mA ;VCe=56V.......... hfe < 500 | 900 900
Facteur de bruit (Rg =2 k2)
lc =200 uA ;VCg =5V
f=30HzAa165KHZ. ... ........ F e e &
f=1kHz;B=200Hz. ......... F we 212 32 ot

l) VBEsat diminue d’environ 1,7 mV/°C lorsque la température augmente.



CARACTERISTIQUES (suite)

Gain en courant continu
Ic=10uA;VCE=5V ... .... ... hFE

Ic=2mA ;VCE=5V........... hFE

Paramétres h (f = 1 kHz) (émetteur commun)
Ic =2mA ;VCE=5V

Impédance d'entrée. . . . ......... hie

Rapport de transfert de tension inverse . hpe
Gain en courant petits signaux . . . .. . hte

Admittancede sortie. . . . ... .. ... hoe

>

>
typ.
>

typ.
<

typ.
<

typ.

2 AZV
T3

<

BC107 - Page 4
aBC109

Tj =25 °C, sauf indication contraire

BC107A|BC107B|BC108C
BC108A [BC1088|BC109C
BC109B
a0 | 100
g0 | 150 | 270
110 | 200 | 420
180 | 200 | 520
220 | 450 | 800
16| 32| 6 Kk
27| as| 87 kQ
45| 85| 15 kQ
15| 2 3 10
125 | 240 | 450
220 | 330 | 600
260 | 500 | 900
18 30 60 ue !
30 | 60 | 110 ot
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Courant collecteur typique en fonction de la tension collecteur-émetteur

150 Tj =25°C : : 6 Tj=25°C
|
Ic Ic mEREN
(mA) (mA) 1g=1580
potl
100 STLPTTOR 4 foo 2o
/Ql'/ 3 // 20 | II—TL
HECS » y 10pA
[N
% A .
T 7.5 ¢
7 Jouk u =
50 - 2 T
4 L~ pr
100uA il
et ] _A |
4
0 o1
0 2 Veg) 4 0 05 Vo) 1
Fig. 3 Fig. 4
Courant collecteur typique en fonction de la tension collecteur-émetteur
2
82500 T 10
J V! ! 650‘-“\14 Ic 1
Ic : —BE : (mA) ]
mA = SITTRATTSY
(m#) ELS &
10 :
4 6‘*03\-’- 7
')
630mV. 1
Tl 3
RN
ft 620mV /
2 T 7 / Iension base-
metteur en
H ,61}0?-‘;[ 107 fonction du cou-
vV 1 rant collecteur
IGOIO;'n ] Vce=5V B
585mV 4 Tj=25°C [T
560 mV
0 Lllm 102 HH'][III
0 5 Vce (V) 10 400 600 800 Vgg(mV)1000

Fig. 5 Fig. 6
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10? -
Courant base en fonction BC107A
I¢ | du courant collecteur BC108A
Veg=5V Q
(M) os0c g
] ~°// 6'
10 @/ /| N
/ 7
784
) R
M/
1
z
77 7
2
107" 7
10.2 -2 —1 2 3 L
10 10 1 10 10 10° Ig (nA) 10
Fig. 7
102 = 7
Courant base en fonction 1BC1078
Ic du courant collecteur - {BC108B
Veg =5V Q :BC1098B
(mA)| 1% s50c S
T Sy
10 /4
g
7
/A
1 ~
7
'/
10" Ll
10-2 —2 -1 2 3 L
10 10 1 10 10 10° Ig (nA) 10
Fig. 8
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2
10 Courant base en fonction BC108 C
Ic du courant collecteur BC109C
(mA) Vcg =5V ‘C\Q
Tj =25°C IS M_
) (o]
o L
4 4
YL
"4
1 /| /7
L’
/4
/l
P
107! 4
102 = 2 3 “
1072 10 1 10 10 10° 1g (uA)10
Fig. 9
Ig=1e=0 Ic=I.=0
f =1MHz f =1MHz
8 Tj =25°C 20 Tj = 25°C
cC Ce
(pF) (pF)
6 15
4 10
ps
2 yP| 5 1)
0 0
0 10 20 Vcg(V) 30 0 2 4 Veg(V) 6

Fig. 10 Fig. 11
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T; =25°C
]
800 Valeurs typiq
hre :
{ BC108CH
600 BC109CH
400 BC107BH
BC108BH
BC109B
— — 1 1111
p— T I
= g— { BC107AH
200 BC108AH
| S =
0 -2 -1 2
10 10 1 10 Ic(mA) 10
Fig. 12
600 Vcg=5V
fr Tj =25°C
(MHz) f =35MHz2|
400
—1typ
200
A
P
~
1
0
0.1 1 10 Ic (mA) 100
Fig. 13
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Courant base typique en fonction de la température de jonction

4
10 V ::5\v
Ig
(nA)
10°
= Ic=100mA)
102
OmA
q
10 2mA
’ N
0.1mA
N
10-1 \\~
0.01mA
1072
-50 0 50 100 T;j (°C)150
Fig. 14
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1000, Ic/lg=20 ]HJ s i IAI\‘;
Ic T} =25°C 200 ) SH
(mA) W,
VCEsat
i (mv)
100 4 150
B a P-
/ A
) ine
100 e
10 :
50 Tc/Ig=20
Valeurs typiques
1 0
0 100 200 300 =50 0 50 Tj (°C) 100
VcEsat (MV)
Fig. 15 Fig. 16
6
Tc =0.2mA BC109
F Veg =5V
(dB) Rg =2kdl
B =200Hz
1T =28°C
4
2
] typ
0
0 1 10 f (kHz) 100
Fig. 17
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Courbes a facteur de bruit constant
102 v :
aleurs typiques BCI0S
Ic Vce=05 to 10V
A f =1kHz
(mA) B =200Hz
T} =25°C
10 —
I/ N N
| I N
1 1 Wn\‘ N \‘
=‘ N N\
| N AN
\ N \"\\‘6
_ NN
10" \ \ LV o
5%; &
\ NS
\ AN
\ NS
1072 \ N
10™ 1 10 102 103 10% Rg (k) 10°
Fig. 18
10? :
Valeurs typiques F=BC
Ie Vce=05to 10V
) f =10kHz
(mA) B =200Hz
T =25°C
10
- N N
1 / ™ \ \
N (AN
NEA N\
N \ 2
10" N ) 0) \\
+ DE
A Y]
A
\ \
102 A )
107! 1 10 102 103 104 Rg(k) 10°
Fig. 19
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aBC109

3
10 ; £BC108C f =1kHz
he BC109C Tj=25°C
(k:.) ) {g%:ggg Valeurs typiques/{T]
BC109B
] BC107 A
102 N 3{ C108A
3
N
AN
N
NN
N Ve = 10V
10 o
11 N
Vee=5V NN
N NN
1 ]
1072 10" 1 0 Icma) 10?
Fig. 20
1000, - 75°¢
¥ =1kHz
he Valeurs typiques VcE=10V
e
500 /ﬁ/,wk—‘ >V
/& \
400 £ 10V
74 1T
soo—BEaC A L
4% 10V
BC1078 ﬁgﬁ’ | .
0 BC108B 1 5V
—/
BC107A V=FFT
BC108A
100' —
10 10 1 Ic (mA) 10
Fig. 21
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3BC109

3
10 , TBCI08C F=TKAz
h BC109C Tj: 25°C
re BC107 B i -
(10_6) 2 { BC108 B Valeurs typiques
BC109B
BC107 A
102 3{ B¢ 08 A
\
10 \ w VCE=5V
N ~ NN
N
Vcg=10V NO
1 ==
1072 107! 1 10 Ic (mA) 10?
Fig. 22
3
10 VCE =5 to 10V
h f =1kHz
oe Tj=25°C C}ggc
(Uﬂ_') Valeurs typiques BC | (I:
v BC107B
2 BC1088B
10 BC1r09‘B
- BC107A
- BC108A
L~ i
e \/”’4 V
10 __/ —_—'
1
1072 107!

Fig. 23

10 Ic (mA) 102
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3BC109

4
10 Résistance thermique transitoire de la jonction a I’air ambiant en fonction
Ztn ja de la durée d'impulsion.
(°C/W)
10°
5 =1 g 1
I 5 )—r}l
| pronpett
102 ==0‘2 = e
- i I
U -
0 Y "l
10 = 4 : < r
:—_ L4 ——
= | t s=i
9 T
T .
1 V/
0% 1005 0% 10 1072 07 1 0 102 t(s) 0°
Fig. 24



transistors
commutation et amplification @
NPN BC 140
BC 141

Décembre 1980

Transistors N-P-N en boitier métallique TO-39 destinés aux applications générales. Les complé-
mentaires P-N-P sont les transistors BC160 et BC161.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

BC140 | BC141
Tension collecteur-émetteur
(base ouverte) . . . . ... ... ... ... Vceo  max 40 60 \

TN
Courant collecteur (continu) . . ... .. Ic max 1 A
Puissance totale dissipée
(Te<<45°C) - - - - oo e Piot max 3,7 w
Température de jonction. . . . . . . ... Tj max 175 °C
Fréquence de transition (f =20 MHz)
Ic=50mA ;Vgg=10V .. ... .. fr > 50 MHz

BC140-6{BC140-10|BC 140-16
BC141-6/BC141-10|BC141-16

Gain en courant continu > 40 63 100
Ic=100mA ;Vecg=1V ... .... hEg < 100 160 250
DONNEES MECANIQUES Dimensions en mm
BOITIER TO-39
Collecteur relié au boitier
f W==‘j 0,51
’?mox
8,5
max —_
* =|====!
1
le 66 ole 127 |
max min
Fig. 1

Accessoire : 56245 (entretoise).
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BC141

VALEURS A NE PAS DEPASSER (limites absolues selon publication CEl 134)

Tensions BC140 BC141

Tension collecteur-base (émetteur ouvert). .  Vcgo max

Tension collecteur-émetteur (base ouverte) . Vcgo max

Tension émetteur-base (collecteur ouvert) . .  VEgo max

Courants

Courant collecteur (continu) . . . ... ... Ic max 1 A
Courant base (continu). . . . ... ... ... g max 100 mA

Puissance dissipée

Puissance totale dissipée (T¢<<45°C) . . .. Pyt  max 3,7 w
Températures

Température de stockage. . . . . .. ..... Tstg —-65a+175 °Cc
Température de jonction. . . . . ... .... Tj max 175 °Cc

RESISTANCE THERMIQUE

Jonction-air ambiant . . . . ... ... Rth j-a 200 oc/W

Jonction-boitier - - . . . . ... L Rth j-c 35 °C/W



CARACTERISTIQUES

Courant résiduel collecteur

VBE=0;Vcg=60V...........

VBg =0 ;Vcg =60V ;Tymp=150°C.
Tension base-émetteur

Ic=1TA;Vcg=1V............
Tension de saturation

'C:1 A,‘|B:100mA

Fréquence de transition (f =20 MHz)
Ic=50mA ;Vcg=10V ... ... ...
Capacité collecteur (f =1 MHz)
lg=lg=0;Vecg=10V. ... ... ...
Capacité émetteur (f =1 MHz)

Ic=l¢=0;VEg=05V

Gain en courant continu

Ic=100 uA ;VEE=1V .. ... ....

BC140 - Page 3
BC141

D>

Tamb = 25 °C, sauf indication contraire.

typ. 10 nA

< 100 nA

typ. 10 LA

< 100 MA

typ. 1,2 \

< 1,8 \%

typ. 0,6 \

< 1,0 \%

> 50 MHz

< 25 pF

< 80 pF
BC140-6/BC140-10|BC140-16
BC141-6/BC141-10|BC141-16

typ. 28 40 90

> 40 63 100

typ. 63 100 160

< 100 160 250

typ. 15 20 30
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= BC141

CARACTERISTIQUE (suite) Tamb=25°C
Temps de commutation
Icon=100mA ;Igon = —IBoff =5mA
Temps d'établissement . . . . .. ....... ton < 250 ns
Tempsdecoupure . . . .. .......... toff < 850 ns
Circuit de mesure
0 -5V
+20V
1m[] 2000
kO
NV — Vo
I | Vi 500 BAW62
0
"' tp I“ O~ O
o2
Générateur d'impulsions
Durée de I'impulsion tp = 10 us Oscilloscope
Temps de croissance tr < 15 ns Temps de montée tt < 15 ns
Temps de décroissance tf < 15 ns Impédance d’entrée Z; > 100 k&
Impédance de source Z; = 50 19}



transistors
BC 160
BC 161

Décembre 1980

Transistors P-N-P en boitier métallique TO-39 destinés aux applications générales. Les complé-
mentaires N-P-N sont les transistors BC140 et BC141.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
BC160 | BC161
Tension collecteur-émetteur
(base ouverte) . .. .. ... ...... —-VCEOQ max \"
Courant collecteur (continu) . . ... .. —Ic max 1 A
Puissance totale dissipée
(Te<<45°C) . . .. ... .. ... Piot max 3,7 W
Température de jonction. . . . . . .. .. Tj max 175 °Cc
Fréquence de transition (f = 20 MHz)
~lg=50mA ;--Vcg=10V . . . .. fr > 50 MHz
BC160-6/BC160-10{BC160-16
BC161-6/BC161-10/{BC161-16
Gain en courant continu |
> 40 63 100
—lc=100mA ;--Vcg=1V ... .. hrg
< 100 160 250
DONNEES MECANIQUES Dimensions en mm

BOITIER TO-39
Collecteur relié au boitier

Accessoire : 56245 (entretoise)
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VALEURS A NE PAS DEPASSER (limites absolues selon publication CEl 134)

Tensions

Tension collecteur-base (émetteur ouvert) . .

Tension collecteur-émetteur (base ouverte) .

Tension émetteur-base (collecteur ouvert) . .

Courants

Courant collecteur (continu) . .. ......

Courant base (continu). . . . . ... .....

Puissance dissipée

Puissance totale

Températures
Température de

Température de

dissipée (T¢ <45°C). . . . .

stockage. . . .. .. .. ...

jonction. . . . ... ... ..

RESISTANCE THERMIQUE

Jonction-airambiant . . ... ... . ... ..

Jonction-boitier

70

—-VcBo max
—VCEQ max
—VEBQ max

Ptot max

Tstg

Rth j-a=
Rth j-c=

BC160 - Page 2

E BC161

100

3,7

—65a+175
175

200
35

mA

°C
°C

°C/W
°C/W



D>

BC160 - Page 3
BC161

CARACTERISTIQUES Tamb = 25 °C, sauf indication contraire.
Courant résiduel collecteur
VBE = 0:—VCE =—VCEOmax - - - - - -Ices 2> o n
TEE o sgE T VoEomax ices o 0 “A
< 100 uA
Tension base-6metteur
Slg=1A;~VCE=1V. ... ...... -vge ¥* }:‘7’ v
Tension de saturation
—lc=1A;~Ig=100mA ........ —~VCEsat ‘<V°- ?zg z
Fréquence de transition (f = 20 MHz)
—Ic=50mA ;—Vcg=10V ... .... ifr = > 50 MHz
Capacité collecteur (f =1 MHz)
IE=lg=0;-Vgg=10V......... cc < 30 pF
Capacité émetteur (f =1 MHz2)
Ic=l¢=0;-VEB=05V . ....... ce < 180 pF
BC160-6 |BC160-10] BC160-16
Gain en courant continu BC161-6 |BC161-10{BC161-16
—Ic=100pA ;=Veg=1V .. ..... hpg typ. 46 80 120
> 40 63 100
~lc=100mA ; —~VCE=1V....... hEg  typ. 63 100 160
< 100 160 250
—Ic=1A;=Vge=1V.......... hgg typ. 15 20 30
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BC161

CARACTERISTIQUES (suite)

Temps de commutation

—Icon =100 MA ; —Igon =— IBoff =5 MA

Temps d'établissement . . . . ... ...... ton < 500

Temps de coupure . . ... .......... toff < 650

Circuit de mesure O +5V
-20v

,mf] 2000
1kQ

ov Vo
| I ] 500 BAW62
-1V —

Fig. 2

Générateur d’impulsions

Durée de I'impulsion tp = 10 us
Temps de croissance t, < 15 ns
Temps de décroissance t < 15 ns
Impédance de source Zs = 50 Q
Oscilloscope

Temps de montée ty < 15 ns
Impédance d'entrée Zi = 100k

72
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transistors d'usage général
amplification petite puissance @
PNP BC 177
a BC 179

Décembre 1980

Transistors P-N-P en boftier métallique TO-18 avec collecteur relié au boitier.

Le BC177 est le type haute tension destiné principalement aux étages de commande des ampli-
ficateurs audiofréquence et aux circuits de traitement des signaux des récepteurs de télévision.

Le BC178 est utilisable dans de nombreuses applications en basse tension, par exemple, étages de
commande ou préamplificateurs audiofréquence et circuits de traitement des signaux des récep-
teurs de télévision.

Le BC179 est destiné principalement aux étages d'entrée a faible bruit, pour magnétophones,
amplificateurs Hi-Fi et autres appareils A.F.

Les complémentaires N-P-N sont les transistors BC107, BC108 et BC109.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

BC177 | BC178| BC179

Tension collecteur-émetteur

FVBE=1V) .o —Vcgx max 50 30 | 25 Y
Tension collecteur-émetteur
(base ouverte) . .. ......... .. —=Vcgomax 45 25 20 Vv
Courant collecteur (valeur créte) . . . . . —icm max 200 200 | 200 mA
Puissance totale dissipée
(Tamb<25°C). . . ... ....... Ptot max 300 | 300 | 300 mw
Température de jonction. . . . . ... .. Tj max 175 175 175 °C

Gain en courant petits signaux (Tj =25°C)

—Ic=2mA;-VCE=5V;f=1kHz  hfe z oo | 500 | se0
Fréquence de transition (f =35 MHz)

—lc=10mA ;-=VCe=5V...... fr typ 150 150 | 150 MHz
Facteur de bruit (Rg= 2 kQ2)

—lc=200MA ;—VCcg =5V

— typ - - 1,2 dB
f=30HzA15KHZ . . .. ....... PPz - 0B
f=1kHz;B=200kHz . . ... ... F < 10 10 4,0 dB
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DONNEES MECANIQUES Dimensions en mm

BOITIER TO-18
Collecteur relié au boitier

¥o,51
48 jmax
max
v

L_rr?bax_’l‘—— 12,7min —»

Fig. 1

Accessoire : 56246 (entretoise).

VALEURS A NE PAS DEPASSER (limites absolues selon publication CEl 134).

Tensions BC177 |BC178 | BC179

Tension collecteur-base (émetteur ouvert). . —Vggomax 50 30 25 \")

Tension collecteur-émetteur (+Vgg =1V) . —Vcgxmax 50 30 25 Y

Tension collecteur-émetteur (base ouverte) . —Vgcggmax 45 25 20 \

Tension émetteur-base (collecteur ouvert) . . —VEgQ max 5 5 5 \
—_——

Courants

Courant collecteur (continu) . . ....... —lIc max 100 mA

Courant collecteur (valeur créte) . . .. ... —lcm  max 200 mA

Courant émetteur (valeur créte). . . . . ... IEM max 200 mA

Puissance dissipée

Puissance totale dissipée (Tarpb <25°C).. Piot max 300 mwW

Températures

Température de stockage. . . . . . . .. ... Tstg —65a+175 °C

Température de jonction. . . . ... .. ... Tj max 175 oC
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05
0,2

°C/mw
°C/mwW

Tj=25 °C sauf indication contraire

RESISTANCE THERMIQUE
Jonction - airambiant . . .. ........ Rthja =
Jonction -boitier. . . . ... ........ Rthjc =
CARACTERISTIQUES
Courant résiduel collecteur
IE=0:-VeB=20V :Tj=25°C. ... —icgo 2P 100
Tj=150°C. ... —Igcgo < 10
Tension base-émetteur 1)
lc=2mA ;—VeE=5V;T{=26°C ... —V typ- 650
¢ CE i BE 600 & 750
Tensions de saturation
—~lc=10mA ;—lg=05mA . . . ... _y typ 75
c=10m B=05m CEsat - 300
—VBEsat tYP 700
—~lc=100mA ; -Ig=56mA —V(CEsat typ 250
—VBEsat tYP 850
Tension de coude
—lg =10 mA ; —Ig =valeur pour laquelle typ 250
—lc=1TmAa—-Vgg=1V ...... —Veek < 600
-Ic
(mA) -1
N-——== T 8
10H- |
| |
! |
|
! |
" |
| |
| ]
—VCEK 1 - VcE (V)
Fig. 2

! ) —VBE diminue d’environ 2 mV/°C lorsque la température augmente.

nA
nA

MA

mV
mV

mV
mV
mV

mV
mV

mV
mV

75



@ BC177 a 179 - Page 4

CARACTERISTIQUES (suite)

Capacité collecteur (f =1 MHz)

lg=lg=0;-Vcg=10V. ... .. ... Ce typ 4,0 pF
Fréquence de transition (f =35 MHz)
—lc=10mA ,—Vgcg=5V........ fT typ 150 MHz
Gain en courant petits signaux (f =1 kHz) BC177 |BC178 |BC179
> 75 7
—lc=2mA ;—Veg=5V. .. ...... Me T e 502 ;gg
Facteur de bruit (Rg =2 k)
—1c=200 pA ;—VCE =5V
f=30Hza15kHz . .. .. ........ F t<V° 22 it
_ B — typ 2 2 1 dB
f=1kHz ;B=200Hz........... F < 10 10 a 4B
BC177{BC178A| BC178B
BC179A|BC179B
Gain en courant continu
—lc=2mA ;-Vgg=5V......... heg typ 140 180 290
Gain en courant petits signaux (f = 1 kHz)
> 75 125 240
—lc=2mA; Vgg=5V......... hte < 260 260 500
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150 Tension base-émetteur en fonction |
-IC du courant collecteur
(mA) Vee=5Y
T =25°C
T TT1
mE
100 rmln typtH—max
1
¥ y
1
/
I
u
[l
50 !
/
y,
o y V
500 —Vgg (mV)1000
Fig. 3

Courant collecteur typique en fonction de la tension collecteur-émetteur

15 T=25°C muns T=255C
-Ic HEH
(mA) -1g=90uA] I
= (mA)
700A Ig= 10?(?“[‘\
10 = 100 800pA

i > 600LAH

50uA |

= ] Z»OOE
A 1 -
poe?
5 30pA 50

= 200uA

p. -—

u
OuA. f i] Oluf\”
yap OpA
0 0 i1
0 -Vcg(V) 2 0 10 —Vce(v) 20
Fig. 4 Fig.5
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10 Courant base en fonction du courant collecteur
- —Vep=5V
¢ T ct 25°C ¢
A j  =25° ,
(maA) Valeurs typiques 7 :/ BC178A ; BC179A
10 // / BC177
= =5 BC178 B; BC179 B, 7 HH—
-+ 4
//
. 7
B L / Y/
’ 4
,,,,, N /
107 4/
—— 7 +H
1 /1 //
/'
10_2 / //
1072 107! 1 10 102 103 -1g(A) 10*
Fig. 6
400 Valeurs typiques|
PrE
300 5
L aCV 2
ac1188e4 —
200
VOR YA LS Y E—
Bc178h BE
1
sc ]
100
—
0 - -
1072 107! 1 10 -Icma) 102
Fig. 7
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Fig. 10

Courant base typique
en fonction de la température de jonction
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15

F=TMHz
Ce Tj=25°C
(pF)
10
\-
° typ
0
0 5 -Vvcg(Vl 10
Fig. 12
6
F V(_E =5V
(dB) Rg =2k
T =25°C
4
2
typ
%o 2
107! 1 10 f(kHz) 10
Fig. 13
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Courbes a facteur de bruit constant

2
10 i BC179
i |
...IC H
(mA) i
V== VCE =05 to 10V
f =tkHz
B =200Hz
] N T =25°C
S g
: NG S Valeurs typiques
=
&
N />6 (e/
10" MR INU
‘ !
\
107
107! 102 103 10* Rg (k£) 10°
Fig. 14
2
10
BC179
_IC
(mA)
10 -Ycg=05 to10VE
f f =10kHz
B =200Hz
N Tl =25°C
i N ‘\(;\‘,0 Valeurs typiques
5 NG
0 N%
NV
0" RN N
LY N
\ N
07 |
107 102 103 0% Rgka) 10°
Fig. 15
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10 Valeurs typiques
Pie +VCE=1|\</H
= z
(kL)) T Tieee
\\
10
N
N
N
1 BC1788B; BC179BLL
BC178A;BC179A H
8C177
,__{,
107
1072 10" 1 10 -Ic (mA) 10°
Fig. 16
hte BC1788B;BC1798
300  _ 4t Valeurs typiques
o A ~ =Veeg=5V
= £ =1kHz
Tj =25°C
BC178A;BC179A
200
—— BC177
100
N
01 1 ~Ic(mA 10

Fig. 17
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10 R d a - ‘T% - Valeursst\\;piques
S o 8 — Ve =
h_"f:f-_— f =1kHz
(10" ANy T =25°C
N
N
10 SRR R —— -
T XX
N
o
BC1788:BC1798 1]
B8 17§A;B 173
L ‘ oo el
—— —4— —
e
-
107 -
102 10! 1 0 -Ic(mA) 102
Fig. 18
3
10 Valeurss‘-\'}yr'..
—VCE=
h?,e f  =1kHz
(pQd") T =25°C
JBCT788; BCT798 1]
A BC178A;BC179AH
v gx BC177
102 | | L
i
[ 7
!
1
10
1
10-2 1077 1 10 -Ic(mA) 102
Fig. 19
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10*
. Résistance thermique transitoire de la jonction a l'ai i
z(?(‘:;;lﬂ) en fonction de la durée d‘impulsion @ lonction & Fair ambiant
10°
15 =1, 1
1
St M
i m——
10° = e
Al .
Iloq "
1T
10 g.O'Z ot gd B |
000 t t
0) 5=T
T
1L ‘ |
1€ 105 0% 10 10?2 107 1 10 102 t(s) 103
Fig. 20




transistors d'usage général
amplification petite puissance @
PNP BC 327
BC 328

Décembre 1980

Transistors P-N-P en boitier plastique TO-92 (variante), destinés aux étages de commande et de
sortie des amplificateurs de petite puissance. |ls se caractérisent par une tension de déchet faible.

Les complémentaires N-P-N sont les transistors BC337 et BC338.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

BC327 | BC328

Tension collecteur-émetteur (VBE =10) . . . . . —VCES max 50 30
Tension collecteur-émetteur (base ouverte) . . . —VCeEo max 45 25

— -
Courant collecteur (valeur créte) . . . . ... .. —Ilcm  max 1000 mA
Puissance totale dissipée (Tamb < 25 °C). . .. Piot max 800 mw
Température de jonction . . ... .. ...... Tj max 150 °c
Fréquence de transition (f =35 MHz)

—Ilc=10mA ;—VCe=5V ......... fT typ 100 MHz
DONNEES MECANIQUES Dimensions en mm
BOITIER TO-92 (Variante)

T — + 0,35
\ + min
_— |
L
1< 5,2max 12,7min >
| gi 0,48
o ? max
- 0,65 O —r 1
max
'/ J
—>I L— distance pour laquelle
la section des conducteurs
n'est pas garantie : 2,5 max.
Fig. 1
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Tensions

Tension collecteur-émetteur (VBg =0) . . .

Tension collecteur-émetteur (base ouverte)

—lc=10mA . .......
Tension émetteur-base (collecteur ouvert) . .

Courants

Courant collecteur (continu) . ........
Courant collecteur (valeur créte) . . . .. ..
Courant émetteur (valeur créte) . ......
Courant base (continu). . . . .........
Courant base (valeur créte) . .........

Puissance dissipée

Puissance totale dissipée (Tamp =25 °C) . .
(Tamb <25 °C) . .

Températures

Température de stockage. . . . ........
Température de jonction. . . . .. ......

RESISTANCE THERMIQUE

Jonction-airambiant . . .. ... ... ...
Jonction-airambiant . . ... ........

—VCES

—VCEO
—VEBO

Rthij-a
Rth j-a

max

max

max

max
max
max
max
max

max
max

K>

VALEURS A NE PAS DEPASSER (limites absolues selon publication CEl 134)

BC327

500
1000
1000

100

200

625
800

—65a+150

max

I

150

BC327 - Page 2

BC328

BC328

0,2
0,156

mA
mA
mA
mA
mA

mW
mwW 1)

°c

°C/mw
°c/mw )

1) Transistor monté sur circuit imprimé, avec longueur maximale des conducteurs : 4 mm, et sur-

face métallisée sur le circuit imprimé pour le collecteur : 10 mm x 10 mm minimum.



>

CARACTERISTIQUES
Courant résiduel collecteur
IE=0;-VcB=20V ;Tj=25°C......... —ICcBO
IE=0;-VCcB=20V;Tj=150°C . ...... . —ICcBO
Courant résiduel émetteur
Ic=0;-VEB=5V ............ ..... —IlEBO
Tension base - émetteur*
—Ic=500mA ;—VCE=1V .. ... ....... —VBE
Tension de saturation
—lc=500mA ;—Ig=50mA ........... —VCEsat
Gain en courant continu
—Ic=500mA ;—VCE=1V .. .......... hFg
—iC=100mA ;—VCE=1V;
BC327-BC328 . . . . . . . i it e hfFe
BC327-16-BC328-16 . . . .. ... ... .. hFE
BC327-25-BC328-25 . . ... ... e hrg
BC327-40-BC32840 . . . ....... .... hFg

Fréquence de transition (f =35 MHz)

—Ic=10mA ;—=VCg=5V ............ fr
Capacité collecteur (f =1 MHz2)

IE=le=—VCB=10V. s s s st s e ... Ce

<
<

typ

typ

* —VBE diminue d’environ 2 mV/°C lorsque la température augmente.

BC327 - Page 3

BC328

100
5

10

1,2

700

40

100 a 600
100 & 250
160 & 400
250 & 600

100

Tj =25 °C, sauf indication contraire

nA
uA

uA

mV

MHz

pF
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transistors d'usage général
amplification petite puissance @
NPN BC 337
BC 338

Décembre 1980

Transistors N-P-N en boitier plastique TO-92 (variante), destinés aux étages de commande et de
sortie des amplificateurs de petite puissance. |ls se caractérisent par une tension de déchet faible.

Les complémentaires P-N-P sont les transistors BC 327 et BC 328.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
BC337 BC338
Tension collecteur-émetteur (Vgg =0) . Vcgs max \"
Tension collecteur-émetteur
(base ouverte) . . . .. ......... VCeQ max v
Courant collecteur (valeur créte) . . . . . Icm  max mA
Puissance totale dissipée (Tambp < 25 °C) Pyor  max 800 mwW
Température de jonction. . . . ... ... Tj max 150 °C
Fréquence de transition (f =35 MHz)
Ic=10mA ;Vcg=56V........ fr typ 100 MHz
DONNEES MECANIQUES Dimensions en mm
. ' 0,35
BOITIER TO-92 (variante) - -] :
\ fmin
—
-— 4,2
e 52max —» 12,7min
1 1 * 0,48
i + max
o O Ec '
’ —

Distance pour laquelle la section—>| |<-—
des conducteurs n’est pas
garantie : 2,5 max

Fig. 1
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BC338

VALEURS A NE PAS DEPASSER (limites absolues selon publication CEIl 134).

Tensions
Tension collecteur-émetteur (Vgg =0)

Tension collecteur-émetteur (base ouverte)

Ic=10mA .. ...............

Tension émetteur-base (collecteur ouvert) . .

Courants

Courant collecteur (continu) . . .......
Courant collecteur (valeur créte) . . . . . .
Courant émetteur (valeur créte). . . . .. ..
Courant base (continu). . .. .........

Courant base (valeur créte) . .. .. .. ...

Puissance dissipée

Puissance totale dissipée (Tamp =25°C) - -
(Tamb <25 °C) . .

Températures

Température de stockage. . . .. ... . ...

Température de jonction. . . . . .. ... ..

RESISTANCE THERMIQUE

Jonction - airambiant . . . . ... ......

Jonction - airambiant . . .. .. .. .....

VCES max
VCEO max
VEBO max
Ic max
Iem max
—lgm max
IB max
IBM max
PtOt max

PtOt max

500
1000
1000

100

200

625
800

—65a+150
150

0,2
0,156

mA
mA
mA
mA

mA

le
mwW )

°C
°Cc

°C/mW

°c/mw )

1) Transistor monté sur circuit imprimé, avec longueur maximale du conducteur : 4 mm, et sur-

face métallisée sur le circuit imprimé pour le collecteur : 10 mm x 10 mm minimum.
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BC338

L[>

CARACTERISTIQUES Tj =25 °C, sauf indication contraire
Courant résiduel collecteur

lE=0;VeB=20V;Tj=25°C....... IcBO < 100 nA

IE=0;VcB=20V;Tj=150°C . ... .. IcBO < 5 uA
Courant résiduel émetteur

Ic=0;VEB=5V............... IEBO < 10 uA
Tension base-6metteur®

Ic=500mA ;VCE=1V ... voru... VBE < 1,2 v
Tension de saturation

Ic=500mA ;IB=50mA. . ......... VCEsat < 700 mv
Gain en courant continu

IC=500mA;VCE=1V........... hEE > 40

Ic=100mA ;VCe=1V

BC337BC338. . .. ...¢cuvvvveunnn hrge 100 a 600

BC337-16

BC33816 * " ** "ttt hFge 100 & 250

BC337-25

BG33B 25 * "ttt hrg 160 a 400

BC337-40

BC338.40 - " "ttt hFE 250 a 600
Fréquence de transition (f =35 MHz)

Ic=10mA;VCE=5V............ T typ 200 MHz
Capacité collecteur (f =1 MHz)

IE=le=0;Vgg=10V............ Cc typ 5 pF

* VgEg diminue d’environ 2 mV/°C lorsque la température augmente.
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BC338
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BC338
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BC338

200

hee

— typ

150

N\
100

S0

1 10 102 I; (mA) 103
Fig. 7

400

[

VCE =5V | |
fr f= 35MHz,
MHz)

- o
P typ [\ T;=25°C

300

200

AN
e

100 \

1 10 102 Ic (mA) 10°

Fig. 8




transistor basse tension
faible tension de saturation

NPN BC

>

368

Décembre 1980

Transistor N-P-N en boitier plastique TO-92 (variante), destiné aux applications basse fréquence,

basse tension, et courant élevé.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Tension collecteur-émetteur (Vgg =0) VCES max 25
Tension collecteur-émetteur (base ouverte) Vcgo max 20
Courant collecteur (valeur créte) . . . . . Icm max 2
Puissance totale dissipée

(Tamb <25°C) . .. ... ... ... Piot max 1 w
Température de jonction. . . . ... ... max 150 °c
Gain en courant continu

Ic=500mA ;VCg=1V ....... hgg 85a 375
Fréquence de transition (f =35 MHz)

Ic=10mA ;Vcg=5V........ typ 60 MHz
DONNEES MECANIQUES Dimensions en mm
BOITIER T0-92 (variante) '

) 1 0735
n
\Q , ’ml
e——
<— 52max —*re—————— 12,7min ————|
|
l 1 ‘o,ue
4 max
L !
7 n)

distance pour laquelle la sec-

l < tion des conducteurs n’est

pas garantie = 2,5 max.
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VALEURS A NE PAS DEPASSER (limites absolues selon publication CEl 134).

Tensions

Tension collecteur-émeteur (VGg =0) . . . .. ... VCES max 25 \
Tension collecteur-émetteur (base ouverte) . . . . . VCEO max 20 Y
Tension émetteur-base (collecteur ouvert) . . . . . . VEBO max 5 \
Courants

Courant collecteur (continu) . . ........... Ic max 1 A
Courant collecteur (valeur créte) . . . ... ... .. Icm max 2 A
Courant base (continu). . ... ............ g max 100 mA
Courant base (valeurcréte) . .. ........... IBM max 200 mA

Puissance dissipée

Puissance totale dissipée

(Tamb = 2500) ................... Pto‘t max 0/8 W
Tamb<25°CY) . vt Ptot max 1 w
Températures
Température de stockage. . . . . .. ... ... ... Tstg —65a +150 °Cc
Température de jonction. . . . . .. .. .... ... Tj max 150 °c
RESISTANCE THERMIQUE
Jonction-airambiant . . . .. ... .. ... Rthj-a = 156 °C/w
Jonction-airambiant *) . .. ... ... ... Rthj-a = 125 °C/wW
Jonction-boitier. . . . ... ... ... ... Rthj-c = 60 °C/W

1 . L . .
) Transistor monté sur circuit lmpfllrgé, avec longueur maximale du conducteur : 4 mm, et sur-
face métallisée sur le circuit imprimé pour le collecteur : 10 mm x 10 mm minimum.
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CARACTERISTIQUES

Courant résiduel collecteur
lE=0;Veg=25V . ............... IcBO
l5:O;VCB:25V;Tj=150°C ........ Iceo

Courant résiduel émetteur

lc=0;VEB=5V .. ... .. ... ......... IEBO

Tension base-émetteur
Ic=5mA;VCcg=10V. . .. ... .. ... ... VBE
Ic=1TA ;VCe=1V. ... ... .. ... .... VBE

Tension de saturation collecteur-émetteur

Ic=1A;Ig=100mA . .. ........... VCEsat

Gain en courant continu

Ic=5mA;;Vcg=10V.............. hEge
Ic=500mA ;Vcg=1V ............. hrg
Ic=1TA ;VCe=1V. ... ... ........ hFg

Capacité collecteur (f =450 kHz)
lE:lezo;VCBZSV .............. CC

Fréquence de coupure

lIc=10mA ;Vcg=56V.............. fhfe

Fréquence de transition (f =35MHz) .. ... ...
Ic=10mA ;Vcg=5V.............. fT

typ

typ

typ

typ

10

10

0,62

0,5

50
853 375
60

27

400

60

Tj = 25 °C, sauf indication contraire

LA

MA

pF

kHz

MHz
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transistor basse tension
faible tension de saturation @
PNP BC 369

Décembre 1980

Transistor P-N P en boitier plastique TO-92 (variante), destiné aux applications en basse fréquence,
basse tension et courant élevé.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Tension collecteur-émetteur (Vgg =0) ... ... -VCES max 25 \
Tension collecteurémetteur
(baseouverte) . . . . .. ... . ... -Vceo max 20 v
Courant collecteur (valeurcréte) . . ... ..... —Icm max 2
Puissance totale dissipée (Tamp <25°C) . . . .. Ptot max 1
Températuredejonction. . . . ... ........ Tj max 150 °c
Gain en courant continu
—lg=500mA ;-Vgg=1V.......... hgg 85 4 375
Fréquence de transition
—=lc=10mA ;—Vgg=5V........... fr typ 60 MHz
DONNEES MECANIQUES Dimensions en mm
BOITIER TO-92 (variante)
L ] *O'?S
\% * min
—
—_J
<— 5,2max 12,7min
! ,-‘ 0,48
' max
!

O
I

L_ distance pour laquelle la
section des conducteurs
n’est pas garantie : 2,5 max

'

Fig. 1
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VALEURS A NE PAS DEPASSER (limites absolues selon publication CEl 134).

Tensions

Tension collecteur-émetteur (Vgg =0) . .. ... ..
Tension collecteur-émetteur (base ouverte) . . . . . .
Tension émetteur-base (collecteur ouvert) . . . . . . .

Courants

Courant collecteur (continu) . . ... .........
Courant collecteur (valeurcréte) . .. .. ... ....
Courantbase (continu). . ... .............
Courant base (valeurcréte) . . .............

Puissance dissipée

Puissance totale dissipée (Tamp =25°C) .. ... ..
(Tamb <25°C) 1). .. ...

Températures

Température destockage. . . . . . . ... .. .....
Température dejonction. . . . . ... .. ... ....

RESISTANCE THERMIQUE

Jonction-airambiant . . . ... ... .. ... ...
Jonction - air ambiant 1) .................
Jonction-boitier. . .. ... ... . L oo L.

@ BC369 - Page 2

Ptot
Ptot

Tstg

Rth j-a
Rthj-a
Rth j-c

max
max
max

max
max
max
max

max
max

max

25
20

100
200

—652a+150
150

156
125
60

mA
mA

°c
°c

°c/w
°c/w
°Cc/w

! ) Transistor monté sur circuit imprimé, avec longueur maximale du conducteur : 4 mm, surface
métallisée sur le circuit imprimé pour le collecteur : 10 mm x 10 mm minimum.
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CARACTERISTIQUES

Cc t résiduel collecteur
IgE=0;-Veg =25V . .. ... ... ... . ... —lcBo
lg=0;-Vcg=25V; T;j=160°C ....... —IcBo

Courant résiduel émetteur
Ic=0;-VEB=5bV......... ... ...... —lggo

Tension base-émetteur

—lc=5mA;-Vgg=10V............. —VBE
—=lc=1A;=Vce=1V. ... ... ... ....... —VBE

Tension de saturation collecteur-émetteur

—lc=1A;—-Ilg=100mA ............. —V(CEsat

Gain en courant continu

—lc=5mA;—Vgg=10V............. hgg
—Ilc=500mA ;—Vgcg=1V............ hgge
—=Ilc=1A;—-Vcg=1V............... hFg

Capacité collecteur (f =450 kHz)
|E=|e:0;-—VCB:5V .............. CC

Fréquence de coupure

—lc=10mA ;—-Vcg=56V............. fhfe

Fréquence de transition (f =35 MHz)
—=lc=10mA ;—-Vce=5V............. fr

<
<

typ.

typ.

typ.

typ.

10

10

0,62

05

50
85 a 375
60

45

350

60

Tj =25 °C, sauf indication contraire

MA
mA

MA

pF

kHz

MHz
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transistors

bas niveau - gain élevé
NPN

>

BC 546
a BC 548

aux étages préamplificateurs a grand gain.

Les complémentaires P-N-P sont les transistors BC 5656, BC 557 et BC 558.

Décembre 1980
Transistors N-P-N d’usage général en boitier plastique TO-92, (variante), destinés principalement

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

BC546 | BC547 | BC548
Tension collecteur-émetteur (Vgg =0) Vcgs max 80 50 30 \
Tension collecteur-émetteur (base ouverte) Vcgg max 65 45 30 \
Courant collecteur (valeur créte) . . . . . lcm max 200 200 200 mA
Puissance totale dissipée
(Tamb< 25°C) .......... Piot max 500 500 500 mw
Température de jonction. . . . . .. ... Tj max 150 150 150 °c
Gain en courant petits signaux >
Ic=2mA;Vcg=5V;f=1kHz... h 125 125 125
C=<mA:VCE z fe < 500 | 900 | 900
Fréquence de transition
Ic=10mA ;Vcg=5V........ fr typ. 300 300 300 MHz
Facteur de bruit (Rg =2 k$2)
Ic=200uA ;Vce =5V
f=1kHz;B=200Hz......... F typ. 2 2 2 dB
DONNEES MECANIQUES Dimensions en mm
BOITIER TO-92 (variante) Y035
11 ] 'y
\ * min
|
L
<— 52max —+| 12,7min
| 5 ‘o,ha
= ’ max
O E -
| X
Distance pour Iaquelle\_.l L_

la section des conduc-
teurs n’est pas garantie:
2,5 max

Fig. 1
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VALEURS A NE PAS DEPASSER (limites absolues selon publication CEl 134).

BC546 l BC547 , BC548

Tensions
Tension collecteur-base (émetteur ouvert) . . Voo max 80 50 30 \Y
Tension collecteur-émetteur (Vgg =0) ... Vggs max 80 50 30 v
Tension collecteur-émetteur (base ouverte) . VCgo max 65 45 30 v
Tension émetteur-base (collecteur ouvert) . .  VgEgo max 6 6 5 Vv
——

Courants
Courant collecteur (continu) . . ....... Ic max 100 mA
Courant collecteur (valeurcréte) . . ... .. IcM  max 200 mA
Courant émetteur (valeurcréte). . . . . ... —lgm max 200 mA
Courant base (valeurcréte) . ......... IgmM  max 200 mA
Puissance dissipée
Puissance totale dissipée

Tamb<25°C). .. ........... Piot  max 500 mwW
Températures
Température de stockage. . . . .. ...... Tstg —652a+150 °c
Température dejonction. . . . . ... .... Tj max 150 °c
RESISTANCE THERMIQUE
Jonction-airambiant . . . . .. ... ... Rthja = 0,25 °C/mw
Jonction-boitier. . . . .. ... ... ... .. Rthjc = 0,15 °C/mw
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CARACTERISTIQUES

Courant résiduel collecteur

@ BC546 548 - Page 3

Tj = 26 °C sauf indication contraire

lg=0;Veg=30V ........... IcBO < 15 nA
IE=0;Vcg=30V ;Tj=150°C .... Icgo < 5 kA
Tension base-6metteur )
typ. 660 \)
Ic=2mA ;Vcg=5V.......... VBE ve 580 a 700 gV
Ic=10mA ;Vcg=5V......... VBE < 770 mV
Tensions de saturation )
—10mA ;Ig =05 mA v typ. 90 mv
Ic= mA;Ig=05mA .. ... ... CEsat < 250 mvV
VBEsat typ. 700 mV
Ic=100mA ;Ig=5mA . ....... Veesat & 20 v
VBEsat typ. 900 mvV
Tension de coude
Ic =10 mA ; Ig =valeur pour laquelle
c B pourtaq v typ 300 mV
Ic=11mAetVcg=1V........ CEK 600 mV
Ic
(mA) Ig
NE———== ,
10 - |
|
| |
| |
! |
! |
|
l !
| ]
Veek 1 Vee (V)
ig. 2
Capacité collecteur (f =1 MHz)
—l.—0- _ typ. 2,5 oF
lE=le=0;VeB=10V. ... .... Ce Z 45 P
Capacité émetteur (f =1 MHz) . . .. ..
Ic=lc=0;VER =05V ....... Ce typ. 9 pF
Fréquence de transition (f = 35 MHz) . . ..
Ic=10mA ;Vcg=5V........ fr typ. 300 MHz

;) VgEg diminue d’environ 2 mV/°C lorsque la température augmente
) VgEsat diminue d’environ 1,7 mV/°C lorsque la température augmente.
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CARACTERISTIQUES (suite)

Gain en courant petits signaux (f =1 kHz)

|C=2I’T\A;VCE=5V ...........

Facteur de bruit (Rg =2 kQ2)
Ic=200 A ;VCg =5V
f=1kHz;B=200Hz. .. ........

Gain en courant continu

|C:10[JA;VCE =5V

Ic=2mA;Vcg=5V...........

Paramétres h (f = 1 kHz) (émetteur commun)

Ic=2mA ;Vcg=5V
Impédance d’'entrée. . . . ... ......
Rapport de transfert de tension inverse .

Gain en courant petits signaux

Admittance desortie. . . . .. ... ...
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Tj =25 °C sauf indication contraire

BC546 | BC547 | BC548
h > 125 125 125
fe < 500 900 900
F typ. 2 2 2 dB
10 10 10 dB
BC546A| BC546B
BC547A| BC5478B |BC547C
BC548A| BC548B | BC548C
hEg  typ. 90 150 270
> 110 200 420
hFe typ. 180 290 520
< 220 450 800
> 1,6 3,2 6 kQ
hie  typ. 2,7 45 8,7 kQ
< 45 8,5 15 kS
hre  typ. 1,5 2 3 107
> 125 240 450
hfe typ. 220 330 600
< 260 500 900
h typ. 18 30 60 uA/V
oe < 30 60 110  upA/V
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500

— BC546A
Ty225 o BC547A
hpg BC548A
375
250
max
L / ‘\
T B’ - N
bt - s N
125 —1 : min
T ™
| et g \\
0
10-2 1071 1 10 ig(mA) 102
Fig. 3
750
VoE=5V BCS546B
Tj=25 °C BC547B
X BC548B
FE
500
max
|t I~
P
- N
typ
~
-
250 i t
— min
- T
Ll N
ot
0
10~2 10-1 1 10 Ic (mA) 102
Fig. 4
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1000

BC547C
Vcg=5V
) Ty=25 oc BC548C
FE
max
750 = —
T h
typ
500 A N
min: g
A
’,— Lt \; \
] ‘\‘
L~ L1 A
250 -
]
0
102 10-1 1 10 Ig(mA) 102
Fig. 5
300 l l 11 Z
T IC= /
I¢/1g=20 100mA J
Vee sat Ti=25°C i 200 ,
(mV) v pd
CEsat 1/
(mV) 7 P’
200 150 50 /
1
1
. /' -
// 100 | 70 —
typ// d -
100 7 T 1
Pt -
50
Valeurs typiques_|
Ic/1g=20
. . e (1111
1 10 Ic(mA) 10 -50 0 50 T; (°C) 100
Fig. 6 Fig. 7
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104 +—1
Vee =5V
Ig
(pA)
103
Ic=100mA]
10?
0 ==
10 B
1 —
0.14—
107
0.014
102 5
-50 0 50 100 T (°C) 150

Fig. 8

Courant base typique en fonction de la température de jonction
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102 e
HVeE=5V 17
Ic [Tj=25 oc[
mA N Vi
(mA) 1 1114
/ /
wf | | ][/
10 > A
o J
i iaay
] /
[} /
1 i £
£
) 1
1
7
[ /
10~ LU
500 600 700 800 900
v
Figg  'BE™@V)
400
Vee =5V
Tj=25°C
fT f=35MH2z Y
(MHz) p%
7 \
typ A
200
P
7
vd
/
"/'
0
107 1 10 Ic(mA) 102
Fig. 10
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nm L

10

— =

(pF)

7.5

25

0 10 20 Vcg (V) 30

Fig. 11

15 1 I
Ic’Ic’O
Ce f‘=1MH°z 1
(pF) Tj=25°C
10
N
\\
\tm
5 N
Ty
N
ﬁ\,‘
00 25 Veg (V) 5
Fig. 12
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102 Valeurs typi
aleurs typiques
Tj=25 °C N | | BC547C
£=1kHz | BC548C
hje BC546B
(k<) 2 {BC547B
BC548B
E=10V
BC546A
3 {BCS47A
BCS548A
10 -
N
N
h N
YN ‘
Vs o5 N\ KNS
CE= N
\\ \\ b
ANENN
§ NN
U
. NN
1072 1071 1 Ic (mA) 10
Fig. 13
4
10 Valeurs typiques
T;=25 °C { BC547C
£=1kHz BC548C
b BC546B
fe 2 {3054713
BC548B
5 BCS46A
{BCS47A
BC548A
108
Vcg=10V
1
—— 10V
— 5V
10V
5V
102 ,
1072 1071 1 Ic (mA) 10
Fig. 14
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2
10 Valeurs
typiques 1 {305470
f=1|2<;{z0 T BC548C
hre4 Tj=25°C BC546B
(107%) - §§\ 2 {1305473
NN \ BC548B
\b\\ A BC546A
N\ \\\ 3 { BC547A
VCE=5V BC548A
\ N \vﬁ
10 NONSS
N
ANAN VALY
AN VAN
ANRNEANY
SN MNIARSC
F T 2N NRRNON
Vce=10V \\ § \\
\\ N
N NS
E\N\=
1
1072 107! 1 Ic (mA) 10
Fig. 15
103
Valeurs typiques BC547C
VCE=52a10V 1{BCS4BC
hoe f; ! ];?ZOC BC546B
wA/VY| ) 2 [ BC547B
BC548B
BC546A
3 { BC547A /
BC548A A
102
/
1
e
V
2
L~
,//
"4—_ // all 3//
——/ A—P'
10 = = =
1072 10-1 1 I (mA) 10

Fig. 16
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transistors
amplification a faible bruit @
NPN BC 549
| BC 550

Décembre 1980

Transistors N-P-N- en boitier plastique TO-92 (variante), destinés aux étages d’entrée a faible
bruit pour magnétophones, amplificateurs HI-FI et autres équipements basse fréquence.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
BC549 BC550

Tension collecteur-émetteur (Vgg =0) .  Vggs  max 30 50 \
Tension collecteur-émetteur

(base ouverte) . . . ... ........ VCEQ  max 30 45 v
Courant collecteur (valeur créte) . . . . . Icm max 200 200 mA
Puissance totale dissipée

(Tamb<25°C). . .. . ........ Piot max 500 500 mw
Température de jonction. . . . . .. ... Tj max 150 150 °C
Gain en courant petits signaux >

240 240

Ic=2mA ;V =6V ;f=1kHz.. h

c CE fe < 900 900
Fréquence de transition

Ic=10mA ;Vcg =5 V- T typ 300 300 MHz
Facteur de bruit (Rg =2 kQ2)

lc =200 uA ; VCg =5V

— typ 14 1,4 dB

f=30Hza15kHz. ... ....... F < 4 3 dB

f=1kHz;B=200Hz......... F typ 1,2 1 dB

f=10 Hz a 50 Hz

(tension bruit équivalente) . . . . . . . Vn < - 0,135 uV

DONNEES MECANIQUES Dimensions en mm
T — *0.35

\ _ *min

BOITIER TO-92 (variante)

<— 5 2max ~>‘4'——~———— 12,7min ——————»

| 5 ' 0,48

——
i max
= !
I
}
.

distance pour laquelle la section des -
conducteurs n’est pas garantie : 2,5 max Fig. 1
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BC549 - Page 2
BC550

VALEURS A NE PAS DEPASSER (limites absolues selon publication CEl 134) ).

Tensions

Tension collecteur-base (émetteur ouvert) . .

Tension collecteur-émetteur. . . . . . . ..

Tension collecteur-émetteur (base ouverte)

Tension émetteur-base (collecteur ouvert)

Courants

Courant collecteur (continu) . . .. .. ..
Courant collecteur (valeur créte) . . . . ..
Courant émetteur (valeurcréte). . . . . . .

Courant base (valeur créte) . . . ... ...

Puissance dissipée

Puissance totale dissipée

(Tamb <25 °C) . « « o v veeee e

Températures

Température de stockage. . . . . .. . ...

Température de jonction. . . . . .. .. ..

RESISTANCE THERMIQUE

Jonction-airambiant . . . ... ... .. ..

Jonction-boitier. . . . .. . ...

126

Vceo
VCEs
Vceo
VEBO

max

max

max

max

max

max

max

max

max

\)

\

\%

\

100 mA
200 mA
200 mA
200 mA
500 mwW

—65a +150 °C

150 °C
0,25 °C/mW
0,15 °C/mwW
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BC550

CARACTERISTIQUES Tj= 26 °C, sauf indication contraire
Courant résiduel collecteur
IE=0;Veg=30V ...... ... ... IcBO < 15 nA
IE=0;Vcg=30V ;Tj=150°C . ......... IcBO < 5 uA
Tension base-émetteur )
Ie=2MAIVEE =5V . o oo eeeeeeenn. v typ 660 mV
c=2mA:Vce BE 580 & 700 mV
Ic=10mA;VCE=5V................ VBE < 770 mV
Tensions de saturation 2) v
typ 90 m
Ic=1 A;lIg=05mA ... ............ \)
c=10mAlg m CEsat 250 iy
VBEsat typ 700 mV
typ 200 mV
lc=100mA ;Ig=5mA .. ............. v
C m B m CEsat < 600 mv
VBEsat typ 900 mV
Tension de coude
'C =10 mA ;g =valeur pour laquelle
typ 300 mV
lc=11TmAAaAVeg=1V .. ... ... ...... V
c=T1imaavce CEK < 600 mV
Ic
(mA) Ig
1" -——== r
10— |
! !
! i
! i
! |
! !
! ]
| |
Veek 1 Vee (V)
Fig. 2
Capacité collecteur (f =1 MHz)
=0 - _ typ 2,5 pF
IE=le=0;VCB=10V . .. ... viun... Cc 2 25 PF
Capacité émetteur (f =1 MHz)
Ic=lc=0;VEB=05V ... oovvrunn.. Ce typ 9 pF
Fréquence de transition (f =35 MHz)
IC=10mA;;VCE=5V...... ... ... fr typ 300 MHz

! ) Vg diminue d’environ 2 mV/°C lorsque la température augmente.
2) VBEsat diminue d’environ 1,7 mV/°C lorsque la température augmente.
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CARACTERISTIQUES (suite)

Gain en courant petits signaux (f =1 kHz). .

|C=2mA;VCE=5V ........... hfe

Facteur de bruit (Rg = 2 k) )
lc =200 uA ;VCcg =5V

f=30Hza 15 kHz F

f=1kHz ;B =200 Hz F

Tension bruit équivalente (Rg =2 k)
Ic =200 uA ;Vcg =5V
f=10Hza50 Hz ; Tamp=25°C . ... Vp

Gain en courant continu

lc=10pA ;VCE=5V . ... ...... hFg
lIc=2mA ;Vgcg=5V.......... hFg

Paramétres h : (f =1 kHz) (émetteur commun)

|C=2mA ,VCE:SV

Impédance d'entrée. . . . ... ........ hie
Rapport de transfert de tension inverse . . . hpe
Gain en courant petits signaux . . . . .. .. hte
Admittancedesortie. . . .. ......... hoe
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max
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Tj =25 °C, sauf indication contraire

BC549 - Page 4
BC550

BC549 BC550
240 240
900 900
1,4 14 dB
4 3 dB
1,2 1 dB
4 4 dB
- 0,135 uV
BC549B |BC549C
BC550B |BC550C
150 270
200 420
290 520
450 800
3,2 6 Kk
45 8,7 k&
85 15 kQ
2 3 104
240 450
330 600
500 900
30 60 uA/NV
60 110 pANV
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BC550

750

VoE=5V BC549B
T;=25 °C BC550B
hpg
500
max
oot M
et — h
typ
_—
250 & - ¥
S min
e \
_—
0
1072 1071 1 10 Ic (mA) 102
Fig. 3
1000
Voo =5V BC549C
CE" C550C
h Tj=25°C B
FE
max
"
750 = .
N
- N
typ
o
50
0 min ‘\“
N
7] ol NG
T NI
- L4
250 s
]
0
102 10-1 1 10 Ig(mA) 102
Fig. 4
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BC550

300 T I -
111 BEa”
1c/1g=20 200 100mA
VeE sat Tj=25°C_HTi y. 4
(mV) Vee 4 .
sat 1/
(mV) 4 pd
200 150 50 A
) A
4 100 1, 10 7 1
typ /) P
100 // oL
Bat T
50
Valeurs typiques
Ic/1g=20
0 0 LI IT1
1 10 Ic(mA) 102 -50 0 50 T; (°C) 100
Fig. 5 Fig. 6
2
10° Fr T %
HVcE=5V H7
Ic [OTy=25 o[}
(mA) y] /1
/
/
@ f
10 A £ A
Ry
5 s -g;f,
[ L1 4
] /
| 4
1 t +—
I
} /
T [
[
I /
1071 L1
500 600 700 800 900
VBE (mV)
Fig. 7
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BC550

104 T T l
In s} Valeurs typiq
B VCE =5V
(uA) 2
103 T
s Ic=100mA__|
2 |
[
102 20mA~
1
2
10 [ 2mA—]
S
2
1 N
o~ 0,1mA__|
H
1071 ~ 0,01 mA™]
5
2
10~2
-50 0 50 100 150
Fig. 8 T; (°C)

6 T IIT
'Valeurs ]
itypiques []

F Ic=0,2mA ||
VCE=5V H
(dB) Rg=2kQ []
B=200Hz H
4 Tj=25°C []
[
2
o~ —
—
BC549
BC550
0
-1 2
10 1 10 f (kHz) 10
Fig. 9
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BC550

400
Veg =5V
Tj=25°C
fr f=35MHz )
{MHz2) %
N\
typ A
200
pd i
/
A
,l/'
0
107 1 10 Ic(mA) 102
Fig. 10
15
1 1 1
1 [
10 Ig=I.=0 Ic=1.=0
135 Ce 1 heee |
ce i (pF) Ti225°C
(pF)
o\
N
N
5 \\typ
5 \\1
NG NN -
25 L typ
——
0 0
0 10 20 Vg (V) 30 0 2.5 Veg (V) 5
Fig. 11 Fig. 12

132



@ BC549 - Page 9
BC550

102 1=
H—+—{BC549
111 1 T TTITT
J 1T 117 }
Ic Valeurs typiques|
(mA) Vce=05 ¢ 10V "[
i
B=200Hz
10 - ~= Tj=25°C &
4
7 N
I
[ M N N
/ N
1 - N \‘
{ ~ N
1 AN
|
\ N N\,
\ m AN ]
N (7
10" \ | A ‘\l ‘ci‘ NS
vd
\ I\
\
A \
102 \\ \&
10°! 1 10 10? 103 10% Rg (k) 10°
Courbes a facteur de bruit constant Fig. 13
2
10 == o)
38 1 L 1T 11D
1 111 lIL][
Ic Valeurs typiques
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f=10kHz 1
B=200Hz
10 Tj=25°C H
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N
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N
1 / b ‘\\ ) N
A X
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N7\
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a €
\
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Courbes a facteur de bruit constant Fig. 14
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BC550

2
10 BC550
T 11T
Ic TIT
(mA) Valeurs typiques M
Vcg=0,5 & 10V 1]
10 A ™~ f=1kHz HH
7 = B=200Hz gi
va AN Tj=25 °C i
U N N
. / NN R
f NG \\\/0
N AR
NTA\%
\ AN o
N5 N [\
L\
\ NS \
10- =% \;
A
N
. A
N TN
102 \ A
10-! 1 10 102 103 104 105
Courbes a facteur de bruit constant Fig. 15 Rg (k)
2
10 BCS550
T 117
I 11
(mA) Valeurs typiques ‘i'
Veg=0,5 a 10V i
10 f=10kHz il
= B=200Hz i
.= HH
AN Tj=25 °C uii
W N N
/ N N \A\\
1 f NG ™,
N 4_ o/
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N
N\
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N
N
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Courbes a facteur de bruit constant Fig. 16 Rg (k)
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BC550
2
10 T T
I\;‘alfuzrss ;\épi- ue: 1 { BC549C
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104 Valeurs typiques|
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Fig. 18

1356



BC549 - Page 12

BC550
2
107 Valeurs
typiques 1 | BC549C
f=1kdz [T | BCss0C
R °C AN , | BC549B
re 2 QQ | BC550B
(104 &
"D \
N N
\\ Veg=5V
10 N
NN
AR\
ANA
SRR
- N
Vgg =10V N N
AN
\ N
N Nl
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1
1072 1071 1 Ic (mA) 10
Fig. 19
103
Valeurs
typiques ) [ BC549C
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"
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- 2
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-
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Fig. 20
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transistors d'usage général @
bas niveau - gain élevé

PNP BC 556

a BC 558

Décembre 1980

Transistors P-N-P d’usage général en boitier plastique TO-92 (variante), destinés principalement
aux étages préamplificateurs a grand gain.

Les complémentaires N-P-N sont les transistors BC546, BC547 et BC548.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
BC556 | BC557 | BC558

Tension coliecteur-émetteur

(+VBe=1V) . .. ... ....... —Vcex max 80 50 30 Y
Tension collecteur-émetteur

(base ouverte) . . . .. ... ...... —Vceo max 65 45 30 \Y
Courant collecteur (valeur créte) . . . . . —lcm max \~,2\O/Ox/ mA
Puissance totale dissipée (Tamp << 25 °C) Pyt  max 500 mW
Température de jonction. . . . . ... .. T max 150 °c

Gain en courant petits signaux
—lc=2mA;-Vcg =5V fx1kHz h¢ 75 a 500

Fréquence de transition (f =35 MHz)
—lc=10mA ; —-Vgg=5V.... .. fr typ 150 MHz

Facteur de bruit (Rg =2 kQ2)
—lc =200 uA ; —VCcg =5V
f=1kHz;B=200Hz......... F < 10 dB

DONNEES MECANIQUES Dimensions en mm

BOITIER T0O-92

1 +0'35
min
X -t
— J
[+ 5,2max —>|«———~ 12,7min ———
|
- Ji 0,48
—— * max
O = :
e —
| | Distance pour laquelle la
. l<_ section des conducteurs
Fig. 1 n’est pas garantie : 2,5 max

137




GRES> 50556 2 BC558 - Page 2

VALEURS A NE PAS DEPASSER (limites absolues selon publication CEl 134).

max

max

max

max

max

max

max

max

Tension collecteur-base (émetteur ouvert) . .  —VCBO
Tension collecteur-émetteur (+Vgg =1V). —VCEX
Tension collecteur-émetteur (base ouverte) . —VCEQ
Tension émetteur-base (collecteur ouvert) . .  —VEBO
Courant collecteur (continu) . . ....... —lIc
Courant collecteur (valeur créte) . . . .. .. —lcm
Courant émetteur (valeur créte). . . . . . .. IEM
Courant base (valeur créte) . ... ...... —Igm
Puissance totale dissipée (Tamp < 25°C). . . Piot
Température de stockage. . . . . .. ..... Tstg
Température de jonction. . . . . . . .. .. Ti
RESISTANCE THERMIQUE

Jonction - airambiant . . . . ... ... Rthj-a
Jonction - boftier . . . .. .. ..o Rthjc =
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BC556 |BC557 | BC558

80 50 30
80 50 30
65 45 30

5 5 5

———e

100
200
200
200
500
—652a+150
150

250
150

< < < <

mA
mA

mA

mwW
°Cc
°C

°c/wW
OC /w
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CARACTERISTIQUES Tj = 25 °C sauf indication contraire
Courant résiduel collecteur
lIg=0;-Vcg=30V;Tj=25 °C.... -lceo t<yp 1; :ﬁ
Tj=180°C ... —IcBo < 4 uA
Tension base-émetteur®
t 650 mV
—lc=2mA;-VCg=5V......... —VBE ye 600 3 750 kY
—Ic=10mA ;-Vcg=5V........ -VBE < 820 mV
Tensions de saturation**
75 mV
—lc=10mA ;—Ig=05mA....... —VCEsat g’p 300 il
—VBEsat typ 700 mV
t 250 mV
—Ic=100mA ;—Ig=5mA . ...... —VCEsat <Vp 650 kY
—VBEsat typ 850 mV
Tension de coude
—lc =10 mA ; —Ig =valeur pour laquelle
t 250 \
—lgc=11TmAa—-Vcg=1V ....... —VCEK <yp 600 r?V
_Ic
(mA) -1g
ni-——= r
10— |
|
| i
! |
! |
| |
I I
! ]
] ]
=Vcek 1 =Vee (V)
Fig. 2
Capacité collecteur (f =1 MHz)
lge=lg=0;-Vgg=10V......... Cc typ. 45 pF
Fréquence de transition (f =35 MHz)
—lc=10mA ;—VCg=5V........ fr typ. 150 MHz

* — Vgg diminue d’environ 2 mV/°C lorsque la température augmente.
** —VgEsat diminue d’environ 1,7 mV/ °C lorsque la température augmente.
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CARACTERISTIQUES (suite)

BC556 a 558 - Page 4

Tj =25 °C
Gain en courant petits signaux (f =1 kHz)
—Ilc=2mA;-Vcg=5V......... hte 75 a 500
Facteur de bruit (Rg =2 k{2)
—lc =200 uA ; —Vcg =5V
f=1kHz;B=200Hz. .......... F e 1('-; gg
BC556 |BC556A | BC556B
BC557 |BC557A | BC557B
BC558 |BC558A | BC558B
Gain en courant continu
. > 7 1
—lc=2mA ;—VeE=5V. .. ...... hre Z 2§g Z;g
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150 103 — -
Tension base-émetteur en fonction® Valeurs typiques -Vcg =5V
du courant collecteur -1 B I S -
TT1] B _— —[c=50mA
'Ic 111 (pA)
(mA) -Vee=5V |-
Tj=25°C mE 102
~
100 T 10mA
Il
T
i 1
T } 10
i I = 1mA +—
!
50 T A
i I 1 =
min{— typ 4 max ST
Vi
T
/]
0 P d -1
0 500 -Vgelmv) 1000 100 0 100 1, (°c) 200
Fig. 3 Fig. 4
102 - 3=
Courant base en fonction du courant collecteur :
I
- I
I Ivateurs typiques 4
(mA) “Veg=5V i/
T, =25°C " A LA
0 4 Sélection B | [/
7
’
LU sslection A
1 V.
V.4
7 7
'V
rq A’,
107"
'I
P4
‘
102 i
-2 -1 2
10 10 1 10 10 103 ~Ig(pA) 104
Fig.5
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300
Sélection A| —Vee=5V
T;=25°C
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max
- \‘
= L
-
200 p N [
-+ typ S\
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@ BC556 & 558 - Page 7

1000 Valeurs typiques
-1
g =20
Vv 8 0 . o
’BEsat Tj=25 C A
~VCEsat [
(mV) ] I ey
- —VBEsat ——
500
»
[ —VCEsat ]
0 2
10 1 10 ~ic (mA) 0
Fig. 8
15
L] % 300 Fréquence de transition typique en
fonction du courant collecteur
f:‘lML‘iZ»——— T
iz -+ It
Ce he25C fr RN
(pF) (MHz) -Veg=5V [
T, 225°C [
10 200
P T~
\
N
N 1
typ .
5 ™~ e . 100
|
.
11
T
0 : 0 L
0 5 -Vig (V) 10 0 50  -Ic(mA) 100
Fig. 9 Fig. 10

143



@ BC556 4 558 - Page 8

10 . 101 .
Valeurs typiques | Valeurs typiques
“Vee =5V : “Veg =5V
f =1kHz £ = 1 KHz
) N T=257C hre T, =25°C
N
N
10 10-2
Sélection B
N4
\i\\ \\
\\\\
. N .
1 Sélection A\\\\ - \\Séloctlon B
NN\
AN
lection ANN_N
N N-::
107! — 1074 -
° v lema) 10 10 1 .(mA) 10
Fig. 11 Fig. 12
400 ' 103 -
Valeurs typiques Valeurs typiques
-VCE=5V =Vcg =5V
hre T=25° (WATV) =
1 Sél . : iB :
ection Bj
d /:/
300 102 gs
g V4
/ -
4 —Sélection B ; <~
A % -
Sélection A - Lo Sélection A
A
L
S |
200 at 10 —
//
/,
v
1001— 1 |
10 1 -lcma) 0 10~ T Ay 1
Fig. 13 Fig. 14

144




transistors
amplification a faible bruit
PNP

D>

BC 559
BC 560

Décembre 1980

Transistors P-N-P en boitier plastique TO-92 (variante), destinés aux étages d’entrée & faible bruit
pour magnétophones, amplificateurs Hi-Fi et autres équipements basse fréquence.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

. BC559 BC560
Tension collecteur-émetteur
(tVBge=1V) ............. —VceEx  max 30 50 \"
Tension collecteur-émetteur
(base ouverte) . . . ... .. .. .... —VCceo  max 30 45 \
Courant collecteur (valeur créte) . . . . . —-lcm max 200 200 mA
Puissance totale dissipée (Tymp <25 °C) Ptot max 500 500 mw
Température de jonction. . . . . ... .. T max 150 150 °c
Gain en courant petits signaux >
. _ s 125 125
—lc=2mA ;—Vgg =5V ;f=1kHz hfe < 500 500
Fréquence de transition
—lg=10mA; —Vcg=5V...... fr typ. 150 150 MHz
Facteur de bruit (Rg =2 k&2)
~lc =200 uA ; —VCg =5V
_ typ. 1,2 1 dB
f=30Hza15kHz. . ......... F < 4 3 a8
f=1kHz;B=200Hz......... F < 4 4 dB
DONNEES MECANIQUES Dimensions en mm
) - ] + 0Y35
o i min
BOITIER T0-92 (variante \Q l i
—_—
~— 5,2max I 12,7min
— ,—{ 0,48
. * max
- 0,65 O — ]
max
o ]
_.l L_ Distance pour laquelle la
section des conducteurs
Fig. 1 n’est pas garantie : 2,5 max
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@ BC559 - Page 2
BC560

VALEURS A NE PAS DEPASSER (limites absolues selon publication CEl 134).

Tensions BC559 ' BC560

Tension collecteur-base (émetteur ouvert). . —Vgpo  max 30 50 \"
Tension collecteur-émetteur (+Vgg=1V). —Vcgx max 30 50 \"
Tension collecteur-émetteur (base ouverte) . —Vcgo  max 30 45 \
Tension émetteur-base (collecteur ouvert) . .  —Vcgo  max 5 5 \%
Courants T

Courant collecteur (continu) . .. ...... —lc max 100 mA
Courant collecteur (valeur créte) . . ... .. —lcm max 200 mA
Courant émetteur (valeur créte). . . .. ... IEm max 200 mA
Courant base (valeurcréte) . ......... —igm max 200 mA
Puissance dissipée

Puissance totale dissipée (Tamp <25 °C) . . Piot max 500 mwW
Températures

Température de stockage. . . . .. .. .... Tstg —652a+150 °c
Température de jonction. . . . ... ..... Tj max 150 °c
RESISTANCE THERMIQUE

Jonction - airambiant . ... ......... Rthja = 0,25 °C/mwW
Jonction -boitier . . . ............. Rthjc = 0,156 °C/mwW
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CARACTERISTIQUES

Courant résiduel collecteur

>

BC559 - Page 3
BC560

Tj=25 °C, sauf indication contraire

IE=0;-VcB=30V;Tj=25°C.... -lcgo ™ 1; na
Tj=180°C ... —Ilcgo < 4 A
Tension base-6metteur*
. 650 mV
—Ic=2mA;-VCg=5V. .. ...... -vBE ™ 4002920 Y
—Ilc=10mA ;—-Vcg=56V........ —VBE < 820 mV
Tensions de saturation™**
typ. 75 mV
—lc=10mA;—lg=05mA....... —VCEsat <Vp 300 iy
—VBEsat typ. 700 mv
typ. 250 mV
—Ic=100mA ;—Ig=5mA . ...... —VCEsat <V° 650 mv
—VBEsat typ. 850 mV
Tension de coude
—lc =10 mA ; —lg =valeur pour laquelle v typ. 250 mV
—lc=11mAa—Vgg=1V ....... Cek o 600 mvV
-Ic
(mA) -1g
I r
10— :
| [
| |
! |
! I
! I
! ]
] |
-Veek 1 =Vce (V)
Fig. 2
Capacité collecteur (f =1 MHz)
lg=lg=0;—-Vcg=10V...... ... Cg typ. 4,5 pF
Fréquence de transition (f = 356 MHz)
—lc=10mA ; —Vcg=56V........ fr typ. 150 MHz

—Vgg diminue d’environ 2 mV/°C lorsque la température augmente.
** —VgEsat diminue d’environ 1,7 mV/°C lorsque la température augmente.
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@ BC559 - Page 4
BC560
CARACTERISTIQUES (suite) Tj =25 °C, sauf indication contraire

Gain en courant petits signaux (f = 1 kHz)
—lg=2mA ;-Vgg=5V......... h¢e 125 4 500

Facteur de bruit (Rg =2 k)

—Ig=200pA ; —-VCE=5V ....... BC559 | BC560
f=30HzA15KHZ . . ... oovunn.- F we- 2 |3 ot
f=1kHz;B=200Hz........... F w3 3 aa

Tension de bruit équivalente (Rg =2 k2)

—Ic=200uA ; —-Vcg=5V
f=10Hza50 Hz ; Tymp=26°C .. .. Vp < - 0,11 Y

BC559 | BC559A | BC5598B

BC560 | BC560A | BC560B
Gain en courant continu >
. 125 125
—Ig=2mA;-VCE=5V. ........ hee = 458 | 250 332
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BC559 - Page 5

BC560
150 - 103
Tension base-émetteur en fonction Valeurs typiques = Vcg=5V
du courant collecteur -1 S
B . —Ic=50mA ]
-Ic HH (uA) T
(mA) -Vee=5SV ___E
Tj =25°C H 102
*ﬁ
100 I 10mA
Il
1
}
} 10
i - 1mA 1
} ]
50 T
I 1 1 T~
min typ 4 max
yi
T 14
4
0 101 ]
0 500 -Vge(mV) 1000 -100 0 100 1. (°c) 200
Fig.3 Fig. 4
102 -
ICourant base en fonction du courant coll
-1 Valeurs
typiques .4
(mAN] —Vee=5V 1/
O,
T, =25 °C Sélection B| Lr#
10 .
7
4
/’ /| ‘Sélection A
1 V.
Il
7V
W/
e
107!
V4
4
4
'
10-2 — — > -
10 10 1 10 10 10 ~Ig(pA)
Fig.5

104
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@ BC559 - Page 6
BC560
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BC560
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BC560

102 - 107! :
1 Valeurs typiques| Valeurs typiques
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BC560
Courbes a facteur de bruit constant
102 1 +—
1 +—
1 1 L LI1
“Ic Valeurs ]
(mA) typiques m
-Vee =05 210V Hi
10 ~ B=200Hz a5:
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BC560
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Fig. 17

154



transistors d'usage général @

préamplification de puissance BC 635

NPN BC 637
BC 639

Décembre 1980

Transistors N-P-N en boitier plastique TO-92 (variante), destinés principalement aux étages de
commande des amplificateurs de puissance.
Les complémentaires P-N-P sont les transistors BC636, BC638 et BC640.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

BC635 |BC637 |BC639

Tension collecteur-base

(émetteur ouvert) . . .. ....... Vego  max 45 60 | 100 V
Tension collecteur-émetteur
(baseouverte) . . . ... ... ..... VCEO max 45 60 80 Vv
Tension collecteur-émetteur
(RBE=1KkQ) . .. ... ... . ... VCER  max 45 60 | 100 \
Courant collecteur (valeur créte) . . . . . Icm max 1,5 1,5 1,5
Puissance totale dissipée
(Tamb< 25°C) « - o v oot Piot max 1 1 1w
Température de jonction . ... ... .. Tj max 150 150 | 150 °C
Gain en courant continu > 0 0
4 4 40
lc=150mA ;Vcg=2V....... hgge < 250 160 160
Fréquence de transition
Ic=10mA ;Vcg=5V ....... fr typ. 130 130 130 MHz
DONNEES MECANIQUES Dimensions en mm
BOITIER TO-92 (variante) I ) *&?:
R -t
r— 5,2max | 12,7min
_— . ‘o,aa
R f max
O = :
—] ,
| ‘ distance pour laquelle
. «— - la section des conducteurs
n‘est pas garantie : 2,5 max.
Fig. 1
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BC635 - BC637 - Page 2
BC639

VALEURS A NE PAS DEPASSER (Limites absolues selon publication CEl 134).

Tensions

Tension collecteur - base
(émetteur ouvert) . . . . ... ... ..

Tension collecteur - émetteur
(baseouverte) . . . . . . ..ot

Tension collecteur - émetteur
(RBE=1KQ2) . ... oo

Tension collecteur - émetteur (Rgg =0)
Tension émetteur - base
(collecteurouvert) . . . . ... .....
Courants
Courant collecteur (continu) . . ... ...
Courant collecteur (valeur créte) . . . . . .
Courant émetteur (valeur créte) . ... ..
Courant base (continu) . . .........

Courant base (valeur créte) . .. ... ...

Puissance dissipée

Puissance totale dissipée (Tambp =25 °C) . .
(Tamb <25 °C) . .

Températures
Température de stockage . . . .. ... ..

Température de jonction . . . . ... ...

RESISTANCE THERMIQUE
Jonction - airambiant . . . ... ... ...
Jonction - airambiant . . . . .. ... ...

Jonction - boitier . . . . . . ... .. ..

max

max

max

max

max

max

max

max

max

max

max

max

max

Il

Il

BC635 |BC637 | BC639
45 60 100
45 60 80
45 60 100
45 60 100

5 5 5
™
1
15
1,5
100
200
038
- 65et +150
150
156
125
60

mA

mA

°C
°C

°C/W
oc/w )
°C/W

1 . L . .
) Transistor monté sur circuit imprimé, avec longueur maximale des conducteurs : 4 mm , surface
métallisée sur le circuit imprimé pour le collecteur : 10 mm x 10 mm minimum.
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CARACTERISTIQUES

Courant résiduel collecteur

BC635 - BC637 - Page 3
BC639

Tj=25 °C, sauf indication contraire

lE=0;Veg=30V............. iceo < 100 nA

IE=0;VeB=30V ;Tj=160°C. .. .. icego < 10 LA
Courant résiduel émetteur

Ic=0;VEB=5V ............. lepo < 10 uA
Tension base - émetteur

Ic=500mA ;VCg=2V ... ....... vge < 1 Y
Tension de saturation

Ic=500mA ;lg=50mA . ........ VCEsat < 05 \%
Gain en courant continu BC635 | BC637 | BC639

Ic=5mA ;Veg=2V ... ........ hgg > 25 25 25

o= 150mA ;VEE =2V . . ....... hFE z 2’;8 128 1;8

Ic=500mA ;VCE=2V . . . . .. .... hfg > 25 25 25

—————

Fréquence de transition (f =35 MHz)

Ic=10mA ;VCE=5V .......... fr typ. 130 MHz
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BC639
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GG> 80639
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|
+
0
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Fig. 5
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BC639
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transistors d’usage général @

préamplification de puissance BC 636
PNP BC 638
BC 640

Décembre 1980

Transistors P-N-P en boitier plastique TO-92 (variante), destinés principalement aux étages de
commande des amplificateurs de puissance.
Les complémentaires N-P-N sont les transistors BC635, BC637 et BC639

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
BC636 [BC638 |BC640

Tension collecteur-base

(émetteurouvert) .. ......... —Vcgo max 45 60 | 100 v
Tension collecteur-émetteur

(base ouverte) . . . .. ......... —VCEQ max 45 60 80 \"
Tension collecteur-émetteur

(RBE=1kQ) ... ........... —VCER max 45 60 | 100 \
Courant collecteur (valeur créte) . . . . . —lem max 1,5 1,5 1,5
Puissance totale dissipée

(Tamb < 25 OC) ............ PtOt max 1 1 1 w
Température de jonction . .. ... ... Tj max 150 150 150 °C
Gain en courant continu >

40 40 40

—lc=150mA ;Vgg=2V. .. ... heg < 250 160 160
Fréquence de transition (f =35 MHz)

—lgc=10mA ;Vcg =5V ...... fT typ. 50 50 50 MHz
DONNEES MECANIQUES Dimensions en mm
BOITIER TO-92 (variante) V

T 0,35

'“fn;in
R— 5

|<— 5,2max »+— 12,7min —»
: ] ‘o.ne
E: ! ’mux
= -
— |L )

t distance pour laquelle
<« la section des conducteurs
n’‘est pas garantie : 2,5 max.

—’l
Fig. 1
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BC636 - BC638 - Page 2
BC640

VALEURS A NE PAS DEPASSER (limites absolues selon publication CEl 134).

Tensions
Tension collecteur - base (émetteur ouvert) .

Tension collecteur - émetteur

(baseouverte) . . . . ... .........
Tension collecteur - émetteur

(RBE=1k) . .. ... i i i
Tension collecteur - émetteur (— VBg =0) .
Tension émetteur - base (collecteur ouvert) .

Courants

Courant collecteur (continu) . .. ......
Courant collecteur (valeur créte) . . . .. ..
Courant émetteur (valeur créte) . ... ...
Courant base (continu) . ...........
Courant base (valeur créte) . ... ... ...

Puissance dissipée

Puissance totale dissipée (Tamp =25 °C) . .
(Tamb <25 °C)". .

Températures

Température de stockage . . ... ......

Température de jonction . . ... ......

RESISTANCE THERMIQUE

Jonction - airambiant . . .. ... ... ...
Jonction -airambiant . . ... .. .. .. ..

Jonction-boitier. . . . ... .........

-VcBO

—VcEo

—VCER
—VCES
—VEBO

Ptot
Ptot

Tstg

Rth j-a
Rth j-a
Rth j-c

max

max

max
max
max

max
max
max
max
max

max
max

max

BC636 | BC638 | BC640
45 60 100
45 60 60
45 60 100
45 60 100

5 5 5
—_— e~
1

1.6

1.6
100
200

0.8
1

— 65 et +150
150
156
125
60

>

mA
mA

°c
°c

°c/w
°c/w 1)
°c/wW

1) Transistor monté sur circuit imprimé, avec longueur maximale des conducteurs : 4 mm ; surface
métallisée sur le circuit imprimé pour le collecteur : 10 mm x 10 mm minimal.
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CARACTERISTIQUES

Courant résiduel collecteur

IE=0;-Veg=30V..........
lIE=0;-Vcg=30V ;Tj=160°C. . ..

Courant résiduel émetteur

lc=0;-VEg=5V ..........

Tension base - émetteur

—lc=500mA ;—Vcg=2V......

Tension de saturation

—lc=500mA ;—-lg=50mA .....

Gain en courant continu

—lc=5mA;—-Vgg=2V .......

—lgc=150mA ; —-Vgcg =2V

—lc=500mA ;-Vcg=2V......

Fréquence de transition (f =35 MHz) ~

—Ic=10mA ; -Vcg =5V

>

BC636 - BC638 - Page 3
BC640

Tj=25 °C, sauf indication contraire

—lcgo < 100 nA
—lcso < 10 LA
-lggo < 10 uA
-vgg < 1 v
—VCEsat < 0,5 v
BC636 | BC638 | BC640
hgg > 25 25 25
h > 40 40 40
FE < 250 160 160
hpg > 25 25 25
— e ~——
fr typ. 50 MHz
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BC640
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BC640
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transistors
amplification faible puissance @
PNP BCY 30A
a BCY 34A

Décembre 1980

Transistors P-N-P en boftier métallique TO-5, caractérisés par des valeurs élevées de tension émet-
teur-base, et destinés a la commutation, aux circuits logiques a résistance et aux applications
industrielles en général.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

BCY | BCY |BCY | BCY | BCY
30A [ 31A |32A | 33A | 34A

Tension collecteur-base (émetteur

ouvert) . . . . ... -Vcgp max 64 | 64 |64 | 32 | 32 \
Tension collecteur-émetteur (base

ouverte) . .. .. ... ... ..., —VCcepo max 64 |64 |64 | 32 | 32 \
Tension émetteur-base (collecteur

ouvert) . . ... ... —VEBpo max 45 |45 |32 | 32 | 32 \
Courant collecteur (continu) .. .. —I¢ max 100 {100 (100 |100 {100 mA
Puissance totale dissipée

(Tamb<25°C). + + + + o v o .. Piot max 600 |600 |600 [600 (600 mW

Gain en courant petits signaux
—lc=1mA ;=Vgg=6V ;f=1kHz hge typ. 25 35 55 25 | 36

Fréquence de transition
~Ilc=1mA;-Vcg=6V.... {1 typ. 2,0 20 20 20| 20 MHz

DONNEES MECANIQUES Dimensions en mm

BOITIER TO-5

Collecteur relié au boitier

0,86
mc;(\<\<ns°"‘

SN, ! —— 5!
1,0 N 8,5 ——m— ‘
max max

| ———
c | A
L 66 - 38.’1 —
max min
max
Fig. 1

Accessoire : 56245 (entretoise)

167



VALEURS A NE PAS DEPASSER (limites absolues selon publication CEl 134).

@ BCY30A & 34A - Page 2

Tension collecteur-base (émetteur ouvert) . . —VcBO
Tension collecteur-émetteur (base ouverte) . —VCgQ
Tension émetteur-base (collecteur ouvert) . . —VEgQ
Courant collecteur (continu) . . . ...... —Ic
Courant collecteur (valeurcréte) . . . .. .. —lcm
Courant base (continu). . . .. ........ —1Ig
Courant base (valeurcréte) . . ........ —Igm
Courant émetteur (continu) . . . . ... ... lg
Courant émetteur (valeur créte). . . . . . .. IEM
Puissance totale dissipée

(Tamb<25°C). . .« v e Piot

(Tc<45°C). . ... ... Piot
Température de stockage. . . . . . ... ... Tstg
Température de jonction. . . . . . ... ... Tj
RESISTANCE THERMIQUE
Jonction-air ambiant . . . . .. ... ... .. Rth j-a
Jonction-boitier. . . . . ... ... ... ... Rth j-c
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max

max

max

max

max

max

max

max

max

max
max

max

Il

Il

BCY30A l BCY32A|BCY33A

BCY31A BCY34A
64 64 32
64 64 32
45 32 32 \Y
—_— e~
100 mA
100 mA
50 mA
50 mA
100 mA
100 mA
600 mw
3 w
—65a+150 °C
150 °C
200 °C/W
35 °C/w



@ BCY30A a 34A - Page 3

CARACTERISTIQUES
T —25°C BCY | BCY BCY | BCY | BCY
amb = 30A | 31A | 32A | 33A | 34A
Courant résiduel collecteur
lg=0;-Vcg=64V ...... —lcgo < 1,4 1,4 1,4 — _ uA
Ig=0;-Vcg=32V ...... —lcgo < — — - 0,5 0,5 uA
Courant résiduel émetteur
Ic=0;—-VEg=45V .. .... —lggo < 0,55 05 - — - HA
Ic=0;—-Vgg=32V ...... —lggo < — — 05 — — LA
Ic=0;-Vgg=16V ... ... —lggo < - - - 05 05 HA
Tension de saturation collecteur-
émetteur 3 v
_ i _ typ. 35 35 35 35 5 m
—lc=250uA;—Ig=50uA. .. —VeEst< 170 [170 170 [170 [170  mV
_ . _ typ. 85 60 65 85 60 mV
—lc=20mA;—lg=3mA ... VCEat< 550 |[550 |550 |550 |550  mV
Tension base-émetteur 8 80 v
. _ typ. 0,85 0,80 0,80| 0,85 0,
—lc=20mA;-Vcg=45V .. -VBE < 45| 145 145| 145 145 V
Gain en courant continu > 10 15 20 10 15
—lc=20mA;—-Vcg=45V .. hfg typ 18 28 35 18 28
< 35 60 70 35 60
Gain en courant petits signaux > 15 25 35 15 25
~lc=1mA; -Vcg=6V;f=1kHz hfe typ 25 35 55 25 35
< 35 60 80 35 60
Fréquence de transition
P . _ typ 2,0 2,0 2,0 2,0 20 MHz
lc=1mA;=Vce=6V.... fr 2" 39|10 | 15 70 | 100 MHz
Facteur de bruit (f =1 kHz)
Ig = B00uA; -Vcg=2V; typ 8 8 8 8 8 dB
Rs=50092 ........... F
< 20 20 20 20 20 dB
Capacité collecteur (f =500 kHz) > 15 15 15 15 15 pF
lIg=1lg=0;-Vgg=6V..... Cc typ 20 20 20 20 20 pF
< 65 65 65 65 65 pF
Résistance émetteur™
—Ic=1mA;—-Vcg=6V.... re typ 25 25 25 25 25 Q2
Résistance base (f = 500 kHz) > 80 100 110 60 50 Q
—lgc=1mA;-Vcg=6V. . . .. rpb’ typ 160 220 230 190 235 Q
< 500 500 500 500 500 Q
Paramétres h (émetteur commun)
—|C=1 mA;—VCE :6 V;f: 1600 Hz
Impédance d’'entrée. . . . . . . . hje typ 1.1 1,4 1,7 1.1 1,4 k2
Rapport de transfert de tension
inverse . ... he typ 3.0 | 60 50 | 30| 60 10%
Admittance de sortie . . . . . .. hoe typ 17 25 30 17 25 uwA/V
kT 1 25
* La valeur de rg donnée ici est T; x e =~ = ou /g esten mA et T est en °C.
E E
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103
(mA)
—
Cmax
10?
1
AN
(1)
I \\

10

<

o

(e2]

< <

< -

™ ™

< <

™ o

™ ™

5 e

. @ @

2
1 10 ~Veg (V) 10

Fig. 2 Aire de fonctionnement de sécurité & Tymp = 25°C

| Zone de fonctionnement admissible en continu

Il Extension admissible pour le fonctionnement en impulsions
répétitives

(1) Courbe de Py max

170




@ BCY30A & 34A - Page 6

4
Ptot
(W)
N
NG
N
2 N 5
\\fé/
N &
N \esoo
N
N
\\‘
P—
—— - Rth j-a=200 oc/w
T —t—— N
. T T IS
0 50 100 T (°C) 150
Fig. 3
40 Valeurs
typiques
=Veg =45V
h ce =4,
FE Tamp = 25 °C /// \\
7
30 ¢ S
/ P
A BeY3za
L~ BCY31A
20 v BC)’3AA
= miii
o <~ ] BCY30A
- - BCY33A
/ g A A
1 ]
0 ﬂ‘—/
//
0 -
10-2 10~! 1 10 —Ic (mA) 102
Fig. 4
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103

=lceo
(uA)

A Y

AN

10!

0 50 100 T (°c) 150

Fig. 5 : BCY30A a BCY32A ; -Vcg =64 V
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103

-IcBo
(uA)

AN

typ

10~

0 50 100 T (°c) 150

Fig. 6 : BCY33A ;BCY34A ; —-Vcg =32V



@ BCY30A 2 34A - Page 8

60 60
~lg -lc
(mA) (mA) [ 7' 230mA
T
—lg =3,0mA
B~ ] 2,5mA
40 = a0 HA44 TI
2,5mA
/ 1 d A 20mA
p T 1
pd 2,0mA o 1.5mA
e - 1
1,5mA [ 1
20 - 1’ i i 20 1,0mA
A 1,0mA ]
| 1 111 05mA
B /.y 111 ——
— 0,5mA ———— S
P
/'
0 0
0 500 _y . (my) 1000 0 0 _vee(v) 20
Fig. 7 : BCY30A ; BCY33A Fig. 8 : BCY30A ; BCY33A
60 60
—lc -Ic -
(mA) (mA) [TT ~'8=20mA
V.
A
—IB=2,OmA Vi
40 > = 40 7 1,5mA
P 11
4 1,5mA 4
= T
7 T 1.0mA
, T 171
J, 1,0mA
/
20 f 20
L A - 0,5mA 1
- 11
: D2 e H
" [T 11 0,2mA
”f 0,2mA
0 0
0 500 -Vee (V) 1000 0 10 Vg (V) 20
Fig. 9 : BCY31A ; BCY34A Fig. 10 : BCY31A ; BCY34A
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60 60
—lC —|C bt —IB=2,0mA
(mA) (mA) []
—lg=2,0mA I
[ l J 1.5mA
1,5mA
ms 10mA
4 1,0mA
I y
0,5mA
11 0,5mA =
] Ill 0,2mA
0,2mA =
1
0 0
0 500 —vgg (mv) 1000 0 10 _vep(v)
Fig. 11 : BCY32A Fig. 12 : BCY32A

Conditions de mesure pour les Figures 7 a2 12 :
Emetteur commun; Tamb =25 °C; valeurs typiques

20
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60 60
BCY30A BCY30A
BCY33A | BCY33A
=lc prmint typ 1 max -lc M min { typ max
(mA) (mA) : 7
Il ] 4 1] 7
N / } 1 /
40 7 40 HH R
/ I
]
A T
1 7 1
17 1 7
I
]
L 117
20 HHAL 20 ]
[
[ J17
1
| IIY]
7 1T
Vi /
7,
0 0
0 > —igmar 10 0 2 _vggiv) 4
Fig. 13 Fig. 14
BCY30A
BCY33A
4
_|B
(mA) min _| typ max{
| 4
3 | yi
HH /
} | /
|
| 7/
2 7
7
1 a
1 | I /
|
: /l Conditions de mesure pour les Figures 13a 15 :
/' ,/ - 4 Emetteur commun;
0 - — VCE =45 V; Tamp =25°C
0 1 2 3
~Vgg (V)
Fig. 15
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60

BCY31A
BCY34A
-—Ic min typ r(\a'x
(mA) 7 P A
3 P
T
40 it i
1
/ A
T
4
4
/ 7
yi
20 n y
/
L
i
VAV,
1
¥
0 2 —igtma) 4
Fig. 16
[ min typ maxf—BCY31A
BCY34A
2
~1g /
(mA) v
1.5 T
T
I
7
7
0.5 1
17
1]
/|
0 JL/ b1
0 1 2 3
~Vgg (V)
Fig. 18

60
BCY31A
BCY34A
—lg Hminttyp max
(mA) }
/
1
40
4
I
1
n
20 1
i
: /
T M
}
t /
' L4
]
0 -
0 2 _vgglv)y 4
Fig. 17

Conditions de mesure pour les Figures 16 a 18 :
Emetteur commun;
—VCE=4,5V; Tymp =25°C
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60
BCY32A
1T
-IC F1+— min typ +——1 max
(mA) f
1
1 y
7
U
y
va
‘ ,‘
20
v
177
1
NI
T 4
0
0 2 _ig(ma) 4
Fig. 19 Emetteur commun;
—VCE=45V; Tymp = 25°C
T 7T I
T Hscysza
mint typ max
2
- /
B 1
(mA) ]
1,5 7
| []
] /
| |
/
/
/
0,5 } 7
NI
T IR
] /
2
0
0 1 2 3
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Fig. 21 Emetteur commun;
—~Veg=45V:Tagmb=25"C

60
BCY32A
-lc rmint typ max
(mA) T
| /
! 4
40 : n
Y
U
I
|| ]
T
f
20
1 7
1 7
11,
1 14
1)
T
0
0 2 _vge(v) 4
Fig. 20 Emetteur commun;
—VCe=45V; Tamb =25 °C
3
. hed T
Thee @ T;=25°C
A
2
typr 34
1 - -
et
=50 0 50 100 150
T, (°C)
Fig. 22



transistors
amplification et commutation

D>

BCY 58
BCY 59

NPN

Décembre 1980

Transistors N-P-N en boitier métallique TO-18, avec collecteur relié au boitier, destinés aux appli-

cations d’amplification et de commutation.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Tension collecteur-émetteur (base ouverte) . . .

Courant collecteur (continu)

Puissance totale dissipée
(Tamb <45 °C)
(Te <45 °C)

Température de jonction

Gain en courant petits signaux (T_'i =25°C)
Ic=2mA ;Vcg=5V ;f=1kHz

Fréquence de transition (f = 100 MHz)
Ic=10mA ;Vcg=5V

Facteur de bruit (Rg =2 kQ2)
Ic =200 uA ; VGg =5V

f=1kHz;B=200Hz...........

BCY58|BCY59
VCeo max 32 45 \
.. ¢ max 200 | 200 mA
.. Pyt max 300 | 330 mW
.. Ptot max 1000 | 1000 mW
T max 200 | 200 °c
BCYS8-VIIf VIII | IX | X
BCYSQ-VII;‘ Vil | Ix I X
hfe = 125[175 | 250|350
< 2501350 | 500|700
———
..o fr typ. 280 MHz
.. F typ. 2 dB

DONNEES MECANIQUES

BOITIER TO-18

Collecteur relié au boitier

max

Accessoire : 56246 (entretoise)

Dimensions en mm

L'n?bax—’L— 12,7min —

Fig. 1
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BCY58 - Page 2
BCY59

VALEURS A NE PAS DEPASSER (limites absolues selon publication CEl 134).

Tensions

Tension collecteur - émetteur (Vgg =0)
Tension collecteur - émetteur (base ouverte) . .

Tension émetteur - base (collecteur ouvert) . . .

Courants
Courantcollecteur . . . .. .. .. ... ...

Courantbase . ... .......ccoivuen..

Puissance dissipée

Puissance totale dissipée (T <45°C) .. .. ..

Températures
Température de stockage . ... .........

Température de jonction . . ...........

RESISTANCE THERMIQUE
Jonction- airambiant . . ... ..........

Jonction-boitier . . . . .. .. .... ...,

VCES
VCEO
VEBO

Rthj-a
Rth j-c

max

max

max

max

max

max

max

BCY 58| BCY59

200
50

1000

—65a +200
200

0,45
0,15

mA
mA

mW

°C
°Cc

°C/mw
°C/mW
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BCY59

CARACTERISTIQUES Tj =25 °C, sauf indication contraire

Courants résiduels collecteur BCY58|BCY59
VCE=32ViVBE=0 - oeverennnnnnn. ICES - 192 na
VCE=45V ;VBe=0 . ................ ICES t<yp. 18'2 :2
VCE=32V ;VBg=0;Tj=150°C. ... ...... ICES ‘<VP- 18.2 Zﬁ
VCE=45V ;VBg=0;Tj=150°C. . ........ ICES ‘<VP- 1812 Zﬁ

Courant résiduel émetteur

Ic=0;VEB=5V ...... ... ... ..., IEBO < 10 10 nA
Tension de claquage collecteur-émetteur
IB=0;IC=2MA .« it V(BR)CEO > 32 45 \%
Tension de claquage émetteur-base
Ic=0 1E=THA . ... i V(BR)EBO - 7 7 \%
—_———~——

Tension base-émetteur

IC=10MA;VCE=5V . .ttt i it VBE typ. 0,5 \
Ic=20pA ;VCE =V CEO max: Tj=100°C . . . VBE > 0,2 v
typ. 0,62 v
Ic= 2mMAVCE=5V . oo ii i VBE yp 0,554 0.70 v
Ic= 10mA ;Vce=1V ................ VBE typ. 0,70 \%
Ic=100mA;VCE=1V . ..., VBE typ. 0,76 v
Tensions de saturation
typ. 100 \
Ic= 10mA;Ig=025mA . ............. VCEsat  YP 508 350 :V
typ. 700 mV
\%

BEsat 6002 850 mV
typ. 250 \%
Ic=100mA;Ig=25mA . .. ............ VCEsat P 1505 700 'r:V
typ. 875 mV

VBEsat

750a 1200 mV
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CARACTERISTIQUES (Suite)

Capacité collecteur (f =1 MHz)

D>

BCY58 - Page 4
BCY59

Tj= 25 °C, sauf indication contraire

=1,=0; = typ. 3,0 pF
lg=1lg=0;Vcg=10V .. .. ....... Ce < 5.0 pF
Capacité émetteur (f =1 MHz)
—1.—0- _ typ. 10 pF
Ic=1lc=0;VER=05V ........... Ce < 15 pF
Fréquence de transition (f = 100 MHz)
. > 150 MHz
Ic=10mA ;VCe=5V............ fr typ. 280 MHz
Facteur de bruit (Rg =2 k)
lc =200 uA ;VCg =5V
— ‘B — typ. 2 dB
f=1kHz;B=200Hz............. F < 6 dB
BCY58-VII |BCY58-VIII|BCY58-1X|BCY58-X
BCY59-VII |[BCY59-VII|BCY59-1X[BCY59-X
Gain en courant continu
> - 20 40 100
Ic=10pA ;VCg=5V . .. .. hrg typ. 20 95 190 300
> 120 180 250 380
Ic= 2mA;Vcg=5V.... hfg typ. 170 250 350 500
< 220 310 460 630
> 80 120 160 240
Ic= 10mA ;Vcg=1V .... hfg typ. 250 300 390 550
< — 400 630 1000
Ic=100mA ;Vcg=1V .... hgg > 40 45 60 60
Paramatres h (f =1 kHz)
Ic=2mA ;Vcg=5V
> 1,6 2,5 3,2 45 kO
Impédance d'entrée . . . . ... hje typ. 2,7 36 4,5 75 kQ
< 4,5 6,0 8,5 12 kQ
Rapport de transfert de tension 4
inverse . . .. ... .. ..., hre  typ. 1,5 2 3 3 107
> 125 175 250 350
Gain en courant petits signaux . hfe typ. 200 260 330 520
< 250 350 500 700
. . typ. 18 24 30 50 A/V
Admittance de sortie. . . . . .. hoe zp 30 50 60 100 ﬁA/V
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CARACTERISTIQ

UES

Temps de commutation

k>

Ic=10mA ;Ig=1mA ;—-Igm=1mA ;Vgg =36V

R1 =5k ;R2=

Temps de retard.

Temps de montée

5 k2 ; R =990

Temps d’établissement . . . .. ......

Tempsdestockage . . . ..........

Temps de décroissance . . . . ... ....

Temps de coupure

Ic=100mA ;Ig=10mA ; -Igy=10mA ;Vgg =5V

R1 =500 ;R2 =700 Q2 ;R|_=98 Q

Temps de retard.

Temsp de montée

Temps d’établissement . . . . . ... ...

Temps de stockage . . . . .........

Temps de décroissance . . . ... ... ..

Temps de mesure

Circuit de mesure

BCY58 - Page 5

BCY59

typ 35
typ 50
typ 85
< 150
typ 400
typ 80
typ 480
< 800
typ 5
typ 50
typ 55
< 150
typ 250
typ 200
typ 450
< 800
—{___}—o+10V

Ri> 100 k§2

<<

15 ns

ns

ns

ns
ns

ns

ns

ns
ns

ns

ns

ns
ns

ns

ns

ns
ns
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BCY59
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Fig. 4
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BCY59

L1 TIITII [1IT
valeurs typiques Vee=1V Ll
hee Ty=25°C
10°
—
BCY..X
BCY..IX )
gt} /’ :
— BCY.. VI '/
_—tTTT1 1]
2 —— -
10% = BCY... Y11
_ ]
1
10
102 10 1 10 Ic (mA) 102
Fig. 5
102 T T TTT
valeurs typiques valeurs typiques
VCce=5V 2 Ic=2mA
hale Tamb =25 °c ha Vee Tamb =25 °C
h3 Ic’ZI‘hA h a VCE=SV
10 K‘ 1.5
==
N
C v : Nie
hoe #] 1 hre -
N /1 =
1 s [ =
- hre T h
0.5
— h.——N‘
10" 0
10" 1 IcmA) 10 0 10 20 Veelv) 30

Fig. 6

Fig. 7
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BCY59
150 TT1
T TTT
Tj = 25°C [
Ic
(mA)
Ig=03mA
100 = -t 0.25
m—— 0.2
gt
1 =]
»
= = 01511
- et
'
50 0.10
0.05+1
0 L
0 5 10 15 Veg (V) 20
Fig. 8
1 10t —
‘valeurs typiques
Tamb =25 °C
Ic fr
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10 ~ Ig=30pA— 10°
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| 7
25 2V
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20 )
5 15 102
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BCY59

0.4
| 1110
VeEsat .{,L =40 valeurs typiques
(v) B
03
/i
4
0.2 /
)4
— T;=100°C
~—
™= [t >
01 = = 25°C
0
0 1 10 Ic (mA) 102
Fig. 11
1
1 mER
valeurs typiques
VeEsat _§£ =40 ypiq ;
(V) B ]
Y
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A
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L= 100°C
0.5 Lt
.
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0
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Fig. 12
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transistors
amplification et commutation @
PNP BCY 78
BCY 79

Décembre 1980

Transistors P-N-P en boitier métallique TO-18, destinés aux applications d’amplification et de
commutation.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
BCY78 | BCY79

Tension collecteur-émetteur

(baseouverte) . . . . .. ... .... —VcEo max 32 45 \%
Courant collecteur (continu) . . .. .. —lc max 200 mA
Puissance totale dissipée

Tamb<45°C ... ......... Piot max 345 mwW

Tes45°C . ..o ool Piot max 1000 mW
Température de jonction . . ...... T max 200 °c

BCY78-VII VIl IX X
BCY79-VIl Vil | IX
Gain en courant petits signaux > \
_ ) _ 1256 175 | 250 | 350

—lgc=2mA ;-Vgcg=56V ..... hfe < 250 350 1500 | 700

\_’\/\——/
Fréquence de transition (f = 35 MHz)

—Ic=10mA ;-VCE=5V ... .. T typ. 180 MHz
Facteur de bruit (Rg =2 kQ)

—Ilc =200 uA ; —Vcg =5V

f=1kHz;B=200Hz........ F typ. 2 dB

DONNEES MECANIQUES Dimensions en mm
BOITIER TO-18
Collecteur relié au boitier
i ¥0,51
4.8 ’max
max
v

‘_rr?gx_’L_— 12,7min —

Fig. 1

Accessoire : 56246 (entretoise)
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BCY79

VALEURS A NE PAS DEPASSER (Limites absolues selon publication CEl 134).

Tensions

Tension collecteur - émetteur (Vgg =0)

Tension collecteur - émetteur (base ouverte) . .

Tension émetteur

Courants

- base (collecteur ouvert) . . .

Courantcollecteur . . . .. ............

Courant base . .

Puissance dissipée

Températures

Température de stockage . . ......... -

Température de jonction . .. ..........

RESISTANCE THERMIQUE

Jonction -airambiant . . . ... ... ... ...

Jonction - boitier

190

—VcESs
-VceEo
-VEBO

Ptot
Ptot

Tstg

max

max

max

max

max

max
max

max

Rthja =

Rth jc

BCY78 | BCY79

345
1000

—65a +200
200

0,45
0,15

mA
mA

mW
mW

°c
°c

°c/mw
°C/mw
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Tamb =25 °C, sauf indication contraire

CARACTERISTIQUES

Courants résiduels collecteur

VBE=0;-VCg=25V................ —ICES
VBe=0;-VCg=35V................ —ICES
VBe=0;—-VCg=25V ;Tgmp=150°C ... .. —ICcES
VBE =0;-VCg=35V ;Tgmp=150°C ... .. —ICces
VBE=0;-Veg =—VcE =—VCEOmax - - - - - —Ices
—Ves=0,2V ;-VCE =—-VCEOmax :

Tamb=100°C . . . . .. ... ... ........ —ICEX

Courant résiduel émetteur
Ic=0;-VEB=4V . .. ... ... ... ....... —lgBO

Tension de claquage collecteur-émetteur

VBE=0;—Ic=10pA ... ... .......... —V(BR)CES

Ig=0;—-lc=2mA . ... ... ... ... -V(BR)CEO
Tension de claquage émetteur-base

Ic=0;—lg=TpA ... ... ... ... ..., —V(BR)EBO

Tension base-émetteur

—lgc=10uA ;=VCg=5V ... .... ... ..., -VBE
—lc= 2mA;;-Vgg=5V............. —-VBE
—=lc= 10mA;;=Vgg=1V............. —VBE
—lc=100mA ; —Vgg=1V ............. —VBE

Tensions de saturation

—lc= 10mA ;—-Ig=260puA . .. ... ... ... —VCEsat
—VBEsat
=lc=100mA ; —-Ig=25mA ... ......... —VCEsat
—VBEsat

Fréquence de transition (f =35 MHz)
—lc= 10mA;—-Vgce=5V............. fT

BCY78|BCY79
typ. 2 -
< 20 -
typ. — 2
< - 20
< 10 -
< - 10
< 100 | 100
< 20 20
< 20 20
> 32 45
> 32 45

————
> 5
typ. 550
typ. 650
600 a 750
typ. 680
typ. 750
typ. 120
< 250
typ. 700
600 a 850
typ. 400
< 800
typ. 850
700 a 1200
typ. 180

BCY78 - Page 3
BCY79

nA
nA

nA
nA

LA
uA
nA

MA

nA

mV

mV
mV
mV
mV

mV
mV

mV
mV

mV
mV

mV
mV

MHz
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CARACTERISTIQUES (suite)

Capacité collecteur (f =1 MHz)

|E=|e=0;—~VcB=10V .......

Capacité émetteur (f =1 MHz2)

Ic=1c=0;—-VEB =05V ......

Facteur de bruit (Rg =2 kQ)

—Ic =200 uA ; —Vcg =5V
f=1 kHz;B=208

Gain en courant continu

—Ic= 10uA;—VCg= 5V.....

—|C= 2mA;—VCE=5V .....

—Ilc= 10mA;-Vcg=1V.....

—lg=100mA ; —Vcg=1V.....

Paramatres h (f =1 kHz)
—|c= 2mA;—VCE=5V

Impédanced’entrée. . . . . ... ...

Rapport de transfert de tension inverse

Gain en courant petits signaux . . .

Admittancedesortie. . . . .. .. ..

192

Hz........

Ce

hFE

hre

hFE

hre

@ BCY78 - Page 4
BCY79

Tamb =25 °C, sauf indication contraire

typ 45 pF
Z 7.0 pF
typ 1 pF
< 15 pF
typ 2 dB
< 6 dB
BCY78-Vil (VI IX X

BCY79-VIl VIll | IX

— | 30 | 40 100
typ 140 (200 |270 340

> 120 |180 | 250 380
typ 170 [250 | 350 500
< 220 |310 | 460 630
> 80 |120 | 160 240
typ 180 [260 | 360 500
< — |400 | 630 1000

> 40 | 45 | 60 60

typ 27| 34 45 75 kQ
typ 15| 2| 2 3 107
> 125 |175 | 250 350

250 (350 |500 700

typ 18 | 24 | 30 50 wuA/V
< 30 150 1) 60 100 uA/V




@ BCY78 - Page 5
BCY79

CARACTERISTIQUES

Temps de commutation

—|Con=10 mA ; —|Bon:|Boff=1 mA M Rl =R2 =5k ; RL:QQOQ }VB :3,6V

Tempsderetard. . . .. ... ......... tg typ 35 ns
Tempsdemontée. . . . . . .. ... ..... tr typ 50 ns
typ 85 ns

Temps d’établissement (tg +t/). . . . .. .. t
P (a1 on < 150 ns
Tempsdestockage . . . .. .. ... ..... tg typ 400 ns
Temps de décroissance . . . . . ... ... .. tf typ 80 ns
typ 480 ns

Temps de coupure (tg+tg) . ... .. .... t
P pure fts T off < 800 ns

—lcon=100mA ; —Igon=IBoff=10 mMA ; R; =500 ; R, =70092; R =98Q; Vg=5V

Tempsderetard. . . .. .. ... ... tq typ 5 ns
Tempsdemontée. . . . .. ... ....... t typ 50 ns
typ 55 ns

Temps d'établissement (tq +t/). . . ... .. t
P dm'r on < 150 ns
Tempsdestockage . . . . .. ......... tg typ 250 ns
Temps de décroissance . . . . . . . . . .. .. tf typ 200 ns
typ 450 ns

Temps de coupure (tg+tg) .. .. .. .... t
P pure s Tt off < 800 ns

Circuit de mesure :

-—»l‘lys |<——
OV_L_I_
-10V

§<0,01
t,=1ns

Fig. 2
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BCY79

150
Courant collecteur typique en fonction de la tension collecteur-émetteur
Tj=25°C
_|C
(mA)
3 —|B =1mA -
100 - 0,9 mA - 0,8 mA - 0,7 mA
- . -—— EuS E'§ in;A_
H AR = 0,5 mA
- SEE 0,4" mA-]
1
50 0,3 mA-
T T11
0,2 mA-
mEE
0,1 mA-
00 5 10 15 20
—VCE ( \" )
Fig. 3
1.5 Courant collecteur typique en 15 Courant collecteur typique en
fonction de la tension collecteur- fonction de la tension collegteur-.
émetteur! T;=25%C émetteur :=25°C
-1 —|C
N (mA)
(mA) m
1 —lg=105uA 10 ~1g=80uA
9,5 uA 4 11
8.5 uA 4 70 uA
7,5 uA 60 uA
iy [ ] 1
el 50 uA
o5 = s 40 4
45 A ! .
j,‘.'; nA ?OA}AJA
T l l [
2.5uA 20 uA]
s o
1.5 pA 1OAuA
0 Ll 0 11
0 2 Vg (V) 4 0 1 —Veg (V)
Fig. 4 Fig. 5
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BCY79

600 I
Valeurs typiques
—Veg=1V
T: =25 °C
hEe T
-
BCY78-X/ = \\
- ~
400 =l
L
BCY78-1X; BCY79-1X
gt .\ ‘
e i
BCY78-VIll; BCY79-VIiI NG
T T LN SRR B R O I |
200 BCY78-VII; BCY79- VIl R
~J
T~
0
10‘2 10"1 1 10 _'C(mA) 102
Fig. 6
! |
—Veesat| € _ 49
—VBEsat s o
(V) Tamb_25 c Vae L4+
- sat
0,75 ]
gt
——
0,5
/
0,25
-V
CEs&
— B
10_1 1 10 —IC(mA) 102
Fig. 7
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104 =177
-V =25V (BCY78) = max
-lceo 35 V (BCY79) L4
(nA) T 7
’,
‘03 7
typ /1]
7 A
%4
102 4
V4
A
4
/r‘
10pg ~
a /
/
10 50 100 150
T; (°C)
Fig. 8
102
Valeurs typiques
ha-lc Tamp =25 °C
ha —lg=2mA
o
10 "‘ie
\
N hO(
1
Qre P
\\ 4 LI
1 I~ k‘ﬂ
7
7
]hfe N
V]
/
10-! /|
-1
10 -Ig(ma) 10
Fig. 10
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BCY79

104
-VCE =5V
v Tomb =25 °C
il
(MHz)
103
typ
T EL‘

102 ?//’

10 102
1 10 _icima) 10
Fig. 9
o —— Valeurs
I typiques
ha -Vce —le=2mA
=9E O
ha Vg =5V Tamb =25 7C
1]
hie : he
1,5
\
1\ o
- Vs
\ P Pre
N V
N A
Noe
0,5
0
0 10 20
Fig. 11



transistors doubles
amplificateurs différentiels @

NPN BCY 87
a BCY 89

Décembre 1980

Transistors doubles N-P-N appariés en boitier métallique TO-71, tous conducteurs isolés du boitier.
Les BCY87 et BCY88 sont plus spécialement destinés aux étages d’entrée d’amplificateurs diffé-

rentiels ou, tension de décalage, dérive et bruit doivent étre trés faibles.

CARACTERISTIQUES GENERALES

Valeurs

Tension collecteur-base (émetteur ouvert) . VeBo max 45 \Y
Tension collecteur-émetteur (base ouverte) . Vceo max 40 \Y
Puissance totale dissipée (Tamp <25 °C) . . Ptot max 150 mwW
Température de jonction. . . . .. ...... T max 175 °c

Caractéristiques du couple apparié avec tension collecteur-base de 10 V et somme des cou-

rants émetteur comprise entre 10 et 100 uA.

BCY87| BCY88|BCY89
Rapport des courants collecteurs a
VIB—1E=V2B—2E: ++ v eu.. l1c/lac 0,9-1,110,8-1,25/0,67-1,5
Différence des courants base a
VIB=—1E=V2B —2E+ + + + + v v v o l1g.logl < 25 80 300 nA
Coefficient de température de la tension | AV ! °
différentielle équivalente® . . . . . . . . . |57 < 3 6 10 wv/°C
Coefficient de température du courant Al o
différentiel équivalent*. . . . .. ... .. AT < 0.5 2 10 nA/°C

DONNEES MECANIQUES Dimensions en mm

BOITIER TO-71
Tous conducteurs isolés du boitier.

*

116
max < 45° 7]
AN E I e 2e

) :* 0,51
48 +mcx
117 max
max V
1c ‘ [
;g "rr?gx-’ +—— 12,7min ——

Fig. 1
Tamb =—20°C 4 +90 °C.
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Tensions (par transistor)

Tension collecteur-base (émetteur ouvert) . .

Tension collecteur-émetteur (base ouverte)

Ic=10mA ...

Tension émetteur-base (collecteur ouvert) . .

Courants (par transistor)

Courant collecteur (encontinu) . . . . . ...

Puissance totale dissipée

(Tamb< 25 °C) .

Températures

Température de stockage. . . . ... .. ...

Température de jonction. . . . . .. ... ..

RESISTANCE THERMIQUE

Jonction-air ambiant

198
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VALEURS A NE PAS DEPASSER (limites absolues selon publication CEl 134).

Vego max
VCEQO max
VEBO max
Ic max

PtOt max

45

[&)]

30

150

175
175

mA

mwW

°C
°Cc

°C/mW
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CARACTERISTIQUES des transistors individuels

Courants résiduels collecteur
lIE=0;VeB=20V ;Tgmp=90°C. .. IcBoO
lg=0;Veg=20V ... ......... IcBO

Gain en courant continu

Ic=5umA;Veg=10V .. ..... ... hEE
lc=50uA ;Vcg=10V ... ... ... hEg
Ic =500 pA ;Vcg=10V. ... .. ... hfFge
Ic=10mA ;Veg=10V ... ... ... hrg

Fréquences de transition
—lg=580uA ;Vcg=10V ... ..... fT
—lg=500pA ;Vcg=10V. . ... ... fr

Capacité collecteur (f =1 MHz)
|E=|e=0,'VCB=10V .......... CC

Facteur de bruit

lc=50uA ;Vcg =5V ;Rg=10 kQ
Largeur de bande =10 Hz 4 15 kHz. . .. F

Facteur de bruit dans la zone de 1 kHz
Ic=50uA ;Vcg=5V ;Rg=opt.... F
Largeur de bande =200 Hz

Tamb =25 °C sauf indication contraire

AV AV AV V A

\Y

BCY87|BCY88|BCY89
5 20 -
- - 10
80 - -
100 100 100
450 450 450
- 120 -
- 600 -
- - 100
- - 600
10 10 10
50 50 50
35 35 3,5
3 4 4
4 5 5

nA
nA

MHz
MHz

pF

dB

dB
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CARACTERISTIQUES de I'appariement

Ces caractéristiques sont valables dans les conditions suivantes :

a.  Tension collecteur-base des deux transistors <10 V (V1c.1g8 =Voc.28 <10 V).
b.  Somme des courants émetteur de 10 3 100 uA : —(l11g +12g) =10 a4 100 pA.

Rapport des courants collecteur BCY87|BCY88 |BCY89

ViB1E=V2B-2E . ............ l1c/lac 09-1,11/0,8-1,26/0,67-15

Différence entre les tensions base-émetteur
lhie=loc - - - o oo oo |V1B.1E—V23_25|<
Différence entre les courants base

VIB1E=V2B2E + + v+ v v v v v vnnn |I1B-I231<

Rapport de gain en courant continu

3 6 10

25 80 300

le=12C - v v v v h{Fe/h2FE 0,9-1,110,8-1,25( —

I

mV

nA

-Ig 18
“he=-Iz
"
| Iigl— —
Ll —
_IZE ]
-Le e . i
Vig-1£=VaB-26 VL‘ZB_-ZE_."VlB-IE Vee
Fig. 2
12
—— = exp. ——q—.AVBE
hE KT
12

mesuré 3 AVge =0

e BE
12

AVgg mesuré a — =1
1E

200

Vie-1e =V2B-2€

Fig. 3
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CARACTERISTIQUES de I'appariement

Circuit équivalent de dérive

Dans le circuit équivalent ci-dessous, les coefficients de température des tension et courant diffé-
rentiels sont représentés par une source combinée avec |’alimentation du couple de transistors ap-
pariés considéré comme exempt de toute dérive thermique.

Les valeurs données pour la variation du courant différentiel et pour la variation de la tension dif-
férentielle ne peuvent étre prises en considération que si respectivement les résistances de source
et les tensions base-émetteur sont a peu prés égales.

Transistors sans
2__f_ dérive thermique

Fig. 4

Symbaie global de I'amplificateur de mesure

Représentation symbolique de I'amplificateur de mesure utilisé en page 6 et décrit en pages 7 et 8.

Entrée
Sortie
Rwy
Entrée
+ O—i
Fig. 5
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CARACTERISTIQUES (suite)
Coefficient de température de la tension différentielle équivalente

BCY87|BCY88 |BCY89

_ AV typ. 1 2 4 uv/°c
Tamb=—20a+90°C .......... a7l & 3 5 1 fviee

Coefficient de température du courant différentiel équivalent

Tamb=-202+90°C .. ........ |4kl < o5 | 2 | 10 nA/°C
Méthodes de mesure
AV Al
AT AT
R2=10kQ. 1% R2 =10k, 1%
R =50kL 1%
bl ‘
a 2
o
gm ) 5 S
u 3 8 Rg =50k 1% e
« - n S
2 g 8
i g g
i g
T 5 §
Fig. 6 = g
NOTA -1V +1v Fig. 7

Rya
Afin d'éviter les potentiels de contact, les liaisons doivent étre soudées.

R2
Facteur d’amplification déterminé par le circuit de réaction : Tl =100.

La tension de sortie en fonction du temps est enregistrée.

Régler la température de I'amplificateur & T{ entre — 20 et + 90 °C. Lorsqu'elle est stabilisée,
ramener la tension de sortie 2 0 ([VT1} <1 mV)!). Régler ensuite la température de I'amplifi-
cateur a To entre — 20 et + 90 °C. Lorsqu'elle est stabilisée, la tension de sortie peut é&tre lue.

on peut écrire :
AV V12 -VT1 R1 ou Al Vt2—-VT1 R1T 1
—_—— I

AT~ Tp-Tq R2 AT ~ To-Tq R2 2Rg

l) Régl ———V 3 l'aide de R
er a l'‘aige de .
g T vi

Al
Régler E’ d‘abord & |‘aide de R\sq, S1 et S2 étant fermés, puis & l'aide de Ry, S1 et S2

étant ouverts.
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Amplificateur de mesure différentiel

L'amplificateur de mesure (comprenant les résistances de réaction, les résistances de source, et les
résistances de polarisation) doit étre monté dans une enceinte appropriée afin de maintenir une
température constante tout au long des essais.

O +15V
b
Eh) 2 g | ¢ g
;:;2 | Rv 2 a =
["d
g
2

2)

o ~

R ]

! mENRS .
BCY87} | = BCY87 Sortie
T -

— O '\I g)_,-|- I’J— RO

120k

1 S
@

(@]

<

@

©
100k

£\

22k
18kl
24kdL

l) Coefficient de température relative < 1073 /°C

2) Le dispositif situé a |’entrée est le dispositif testé.
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Performance de I'amplificateur de mesure

Gain en tension boucle ouverte

(ZL=10KR) - o oo G, typ 10°
Fréquence pour laquelle Gy, =1. . . ... .. 1 typ 10 MHz
Tension d'entrée maximale en mode commun + 10 \"
Courant de sortie maximal. . . . .. ... .. + 25 mA
Tension de sortie maximale . . . .. .. ... + 10 \"
Résistanced’entrée . . . . ... ... ..... R; 100 kQ
Résistance de sortie. . . . . . .. .. .. ... Ro typ. 20 kQ
Taux de réjection en mode commun . . . . . 10°
100
N i
Gy N
(dB) A
q
Ly
50 =
S
0
10 10? 10° 0* 10° 108 10’ 10° (Hz) 10°
Fig. 9
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transistor

amplification moyenne fréquence
avec commande de gain @
NPN BF 198

Décembre 1980

Transistor N-P-N en boitier plastique TO-92 (variante). Le BF 198 se caractérise par une capa-
cité de transfert inverse trés faible et est destiné aux étages 8 commande de gain des amplifica-
teurs moyenne fréquence des récepteurs de télévision.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Tension collecteur-base (émetteur ouvert) Voo max 40 v
Tension collecteur-émetteur
(baseouverte) . . . ... ........ VCEO max 30 \"
Courant collecteur (continu) . ... ... Ic max 25 mA
Puissance totale dissipée (Tamp<< 25 °C)  Pyg¢ max 500 mwW
Température de jonction. . . . ... ... Tj max 150 °c
Fréquence de transition (f =100 MHz). .
Ic=4mA;VCE=10V .. ...... T typ. 400 MHz
Capacité de transfert inverse (f =10,7 MHz)
Ic=1mA;VCg=10V .. ...... Cre typ. 200 fF
Gain unilatéralisé maximal. . . . . . ...
Ic=4mA; VCg=10V;f=36MHz. . Gym typ. 42 dB
f=45MHz .. Gym typ. 39 dB
Gamme de contrdledegain . . ... ... AGy, typ. 60 dB
DONNEES MECANIQUES Dimensions en mm
BOITIER TO-92 (variante) = o3
’ min
J
_—

< 52max —>|e¢———— 12,7min —————

| ] ‘o,aa
max
.t

l I distance pour laquelle
<—{la section des conducteurs
Fig. 1 n’est pas garantie =2,5 max.
ig.
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Tensions
Tension collecteur-base (émetteur ouvert) . .
Tension collecteur-émetteur (base ouverte). .

Tension émetteur-base (collecteur ouvert) . .

Courants
Courant collecteur (continu) . ... ... ..

Courant collecteur (valeurcréte) . . . . ...

Puissance dissipée

Puissance totale dissipée (Tamp <25 °C) . .

Températures
Température de stockage. . . . . . ... ...

Température de jonction. . . . .. ... ...

RESISTANCE THERMIQUE

Jonction-air ambiant . . . . . ... ... ...

1 ) Voir page 6
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VALEURS A NE PAS DEPASSER (limites absolues selon publication CEl 134).

Vceo
VCcEo
VEBO

Icm

Ptot

Tstg

Rth j-a

max

max

max

max

max

max

40
30

25
25

500

—65a+150

max

150

0,25

mA

mA

mW

°c
°c

°C/mw
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CARACTERISTIQUES

Courant base (gain 50 dB environ)
Ic= 6mA;VCcg=2V . ... ...... I
Ic=15mA;Vcg=5V ... ....... g

Courant base
Ic=4mA;Vcg=10V . . ... ... .. IB

Tension base-émetteur 1)
Ic=4mA;Vcg=10V . ... ... ... VBE

Capacité de transfert inverse (f =10,7 MHz)
Ic=1TmA;Vcg=10V .. .. .... .. Cre

Fréquence de transition (f =100 MHz)
Ic=4mA;Vcg=10V . ... .... .. fr

Facteur de bruit (f = 100 MHz)
Ic=4mA;Vcg=10V
Gg=10mA/V;f=356 MHz;Bg=0 . .. F

Paramétres y (émetteur commun)
Ic=4mA;Vcg=10V

Conductanced’entrée . . ... ...... .. die
Capacitéd’entrée . . . . . . .. ... ... .. Cie
Admittance de transfert inverse. . . . . . . . lyrel
Phase de I'admittance de transfert inverse . . Pre
Admittance de transfert direct . . . .. ... lysel
Phase de I'admittance de transfert direct. . . Pfe
Conductance desortie . . . . ... ...... doe
Capacité desortie. . . .. ... ........ Coe

Gain maximal en puissance unilatéralisé
2

Gym (endB) =10 IogMel—

4giedoe

lc=4mA;Vcg=10V .. .. ... ... Gum

AN

typ.

typ.

typ.

typ.
typ.
typ.
typ-
typ-
typ.
typ.
typ.

typ.

Tamb =25 °C, sauf indication contraire

270 uA

1.5 mA

60 LA

150 uA

760 mV

850 mV

200 F

400 MHz

3 dB

=35 45 MHz

3,2 4,8 mA/V

37 35 pF

47 60 WAV
268° 268°

105 100 mA/V
340° 340°

50 60 uA/V

1,3 1,3 oF

42 39 dB

1} VgE diminue d’environ 1,7 mV/°C lorsque la température augmente.
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Controle du gain du transistor équivalent.

Afin de maintenir presque constante |’admittance d’entrée et de s'assurer que la conductance de
sortie varie peu avec la variation de gain, il est recommandé d'utiliser un condensateur de 22 pF
monté en série, et une résistance de polarisation de 1 k2 lorsqu’un transistor BF 198 est utilisé
dans un étage moyenne fréquence a gain variable.

C

Cg=22pF Cet ensemble forme ce qu’on appelle un « transistor équiva-
B'O-l lent » apte au controle de gain dont I'amplitude maximale peut
Ve étre traduite en tension (sans quoi elle ne serait traduisible
B Rg= qu’en terme de puissance).
1k
; Les courbes 3 a 6 donnent la variation du controle de gain en
agc. E fonction de cette tension.
Fig. 2
10[Courbes de distorsion 07 10 ourbes de distorsion Y
—VEg =25V f =35 MH —VEg =20V f =35 MHz
vg' |RE +Rc=39kQ2Tamb=25°C vp' [RE +Rc=1kQ2 Tamp=25°C
I [IRRERNN T
v T ) T RN
-5%¥H +5%7%
distor tion distortion
! —-5% ¥ BIH-5% !
distortion distortion-H f
/
[
v
Y
01 / . 01
/
/
0.01 0.01
0 20 40AG4, (dB)6O 0 20 40AGy, (dB)6O
Fig. 3 Fig. 4
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1000 1000 T
1T
VB. VB' K=1%[1711]
(mV (mv)
) K=1% af
T A1
. N\
100 2 100L it LA
N
\/
10 10
[1
Transmodulation intégrée dans Transmodulation intégrée dans la
la bande. bande.
—VEg = zov Rg +Rc =1k -VEE =25V ; Rg +Rc=3,9 k(2
[ Tamb =25° 1@,“, =25°C
0 20 40AGtr (dB)60 0 20 40AG+(dB)60
Fig.5 Fig. 6
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VCER| résistance de base. 1
(V) |La méme courbe s’applique a

" wCg
cités Cg et CE sont utilisées.

et

[Tension collecteur-émetteur maximale admissible (avec resis-|
tance entre base et émetteur et I =2 mA) en fonction de lal—

1
lorsque des capa-
E

11

| I
I DE =1.0k .ﬂ.

40 = : 0.5k
=~ /7, I

Fig. 7

100

0 100 Rg (ki)

1000

Courant base en fonction du courant Ooﬁebteur:L'

Vecg=10V

Ic Tj=25°C

(mA)

e

e
2ot
Ra®

0

A
0001 0.01 01 1

Fig. 8

Ig (mA)

10
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30 1T Valeurs typiques 3chion base-émetteur en fonction
1 e+t Ti=25°C u courant collecteur
c [T _E‘@_‘i"@ Ic Vce=10V T
(ma)E 2 ol i) X Tj=25°C 1
i~ 1 (mA) SHTY
4 p TS
ul= it
20H{/ Eh! 20 Y
ot
] T
1/4mmy, 05mA r .
)
A
10HT# 0.2mA] 10 L
e |
] )i
0.1mA]
1 H
|
0 0 4
0 0 Vg (V) 20 0 1 Vgg (V) 2
Fig.9 Fig. 10
10¢ Courant base en fonction de la 1000 T
temp. de jonction _ 1 Vcg=10V
Ie 1 1 ty Tamb =25 °C
(pA) B cz25mA
(MHz)
103
5 100
\
1
102 \
P ‘X
10 3 A= “
Valeurs typique: g3 A
LT ,
0 50 100 T; (°C) 150 1 10 Ic (mA) 100
Fig. 11 Fig. 12
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Contrdle de tension; -VEg =25V ; RE =Rc =3,9kQ ; f =35 MHz

103 300
Sie
(mAV) Ore = =
(°) 1
. 2
102 7
200 i
\
10 )
100
1
-' i 0
0% 5 0 Veg (V) 15 0 5 Vee(V) 10
Fig. 13 Fig. 14
10* 150
| Yrel
(pAIV) Cie
v (pF)
10°
100 b
\ 4 N
\
N
102 +
\
N 50
10 o
1 0
0 5 10 Veg(V) 16 0 5  Veg(V) 10
Fig. 15 Fig. 16

parametres y du transistor équivalent compte-tenu du condensateur et de la résistance de base
(fig. 2, page 4) (les courbes en pointillés s’appliquent au transistor seulement).
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Contréle de tension; —VEg =25V ;Rg =Rc =3,9kQ ;f=35MHz

103 600
Ys
( IAlev') Ore
m (°)
102
7 400
+ 4 =
' L -1
10 -
4'
b4
—{—-—1
200
1
107 0
0 5 10 Veg (V) 15 0 5 Veg(v) 10
Fig. 17 Fig. 18
104 = 3
Joe I
L; \
(pAIVITTT :r Coe
LT (pF)
103
1|
L 21
N ‘.\
2 . N -
10 % >
/
| 1 A
10
| N !
| i Rk I !
1 | . o 0
0 5 10 Veg(V) 15 0 S Veg (V) 10
Fig. 19 Fig. 20

parameétres y du transistor équivalent compte-tenu du condensateur et de la résistance de base
(fig. 2, page 4) (les courbes en pointillés s’appliquent au transistor seulement).
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Contrdle de courant ; —Vgg =20 V; R +Rc=1kQ ; f =35 MHz

10° ; 150
gie * Cie
(mA[V) (pF)
102 1 7
= LAY
100 7
X
y
10 r
b 50 v
4 |
1 X
a==%
2 {
N b el
N\ i
10 L 0
0 10 20 Ic (mA)30 0 0 Ic(mA) 20
Fig. 21 Fig. 22
103 300
[Yrel
q’re = ~
A
(pAIV) (©) n
102 \
AN
200
/
10
N 100
1 He] 24
10 0
0 0 20 1c(mA) 30 0 10 Ic (mA) 20
Fig. 23 Fig. 24

paramétres y du transistor équivalent compte-tenu du condensateur et de la résistance de base
(fig. 2, page 4) (les courbes en pointillés s’appliquent au transistor seulement).
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Contrale de courant ; —Vgg =20V ; Rg +Rc =1k ;f =35 MHz

0° 600 ,
el '
{mA[V) Pre
iy (°)
102 b
400
/ A - Pty
10 ) u
200
1
10" 0
0 10 20 Ic(mA)30 0 10 Ic(mA) 20
Fig. 25 Fig. 26
104 3
Yoe Coe
(pAIV) ‘ (pF) ;
10° ’
7 2 »
'/
2
10 4 a i y
1
10
T
1L 2 0 -
0 10 20 I¢ (mA)30 0 10 Ig (mA) 20
Fig. 27 Fig. 28

paramétres y du transistor équivalent compte-tenu du condensateur et de la résistance de base
(fig. 2, page 4) (les courbes en pointillés s’appliquent au transistor seulement).
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NOTE D’APPLICATION

Premier étage d’'un amplificateur moyenne fréquence

Circuit de base avec controle de gain en tension : Rg + Rc=3,9kQ ; —VEg =25V
avec controdle de gainen courant RE +Rc= 1kQ ;-VEg=20V

3pF
]
1t
10pF
33pF
21pH
Rg= 0.66uH
700,
1.22pH
R=
azpF'I' 500,

Gain transducteur

puissance sur charge R

G¢r (en dB) =10 log

puissance d’entrée Rg

f=36,4MHz;Ic=4mA ;RgE +Rc=39k2;—VEg =26V Gy typ. 255 dB

Contrdle de gain (voir aussi fig. 30 et 31) AGy  typ. 60 dB
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Contrdle de gain en tension Controle de gain en courant
! _,=25°C IC mb =25°C
20 20
AGyr AG¢r
(dB) (dB)
0 ™ 0
-20 -20
\
-40 -40
8035 Vee(W) 20 10 o % 10 20 I¢ (mA)30
Fig. 30 Fig. 31
Courbes a contrdle de gain constant
30 Valeurs typiques
1 f=36,4 MHz
o Tamb = 25 °C
(mA) Voir circuit page 12
AGtr=—60dB
20 T
Re+Rc=F 5? qE
k0 40dB
3048
|
I —-20dB
10 y 10dB
J ~5dB
i 98’4V 4P -1dB110dB
A 4 & == +05dB
3.9kL) /7 - = +1dB
A A I~ - L1
(¢
0
0 10 20 30 Veg(Vv) 40
Fig. 32
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transistor bipolaire
amplification moyenne fréquence

sans commande de gain
NPN

L[>

BF 199

Décembre 1980

Transistor N-P-N en boitier plastique TO-92 (variante). Le BF 199 se caractérise par une capacité
de transfert inverse trés faible. || est destiné aux étages de sortie d’amplificateurs vidéo moyenne

fréquence.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Tension collecteur-base (émetteur ouvert) . . . . .. ... ... Vecgo max 40 v
Tension collecteur-émetteur (base ouverte) . . . ... ... .. VcEQ max 25
Courant collecteur (continu) . . .. ............... Ic max 25 mA
Puissance totale gissipée
(Tamb S25°C) Piot max 500 mwW
Températurede jonction. . . . . . ... ... ... ....... Tj max 150 °C
Fréquence de transition (f =100 MHz)
Ic=5mA ;VCg=10V. .. ... ... ......... fr typ 550 MHz
Capacité de transfert inverse (f = 10,7 MHz)
Ic=1TmA ;Vce=10V. .. ... ... ... ...... Cre typ 340 fF
Gain maximal unilatéralisé
Ic=7mA;Vcg =10V ; f=35MHz Gum typ 444 dB
Tension de sortie du détecteurvidéo . . . . .. .. ....... Vo typ 7,7 \)
DONNEES MECANIQUES Dimensions en mm
BOITIER T0O-92 (variante) r— — +0,35
\ * min
]
—_—
- 42
max
- 16 |- <+ 5,2max e 12,7min
T T 1—& 0,48
4s 5t e fmox
max 2'3“ s O —— i ~
1

b 4

distance pour laquelle la set.\_.]
tion des conducteurs n'est
pas garantie : 2,5 max.

-

Fig. 1
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Tensions

Tension collecteur-base (émetteur ouvert) . . . . . ...

Tension collecteur-émetteur (base ouverte) . . . . . ..

Tension émetteur-base (collecteur ouvert) . . . . . ...

Courants

Courant collecteur {continu) . .. ............

Courant collecteur (valeurcréte) . . ... ........

Puissance dissipée

Puissance totale dissipée

Tamb<25°C. .

Températures

Températurede stockage. . . . ... ... ........

Températurede jonction. . . . ... ... ........

RESISTANCE THERMIQUE

Jonction-air ambiant

! ) Voir aussi page 4.
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VALEURS A NE PAS DEPASSER (limites absolues selon publication CEl 134).

VeBo
Vceo
VEBO

icm

Piot

max 40
max 25
max 4
max 25
max 25
max 500
—65a+ 150
max 150
= 0,25

mA

mA

mwW

°C
°C

°C/mW
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CARACTERISTIQUES
Courant base
Ic=7mA ;VCe=10V .. ... ... ... ... ... Ig

Tension base-émetteur *

Ic=7mA ;Vee=10V .. ... .. .. ... ... VBE

Fréquence de transition (f =100 MHz)

Ic=5mA ;Vce=10V. . ... .. ... ... ... ..., fT

Capacité de transfert inverse (f = 10,7 MHz)

lc=1TmA;Vee=10V. ... .. ... ... ... ... ..., Cre

Paramétres y (émetteur commun)

Ic=7mA ;VCg =10V ; f=35 MHz

Conductanced’entrée . . .. ................... die
Capacitédentrée . . . . .. ... ... ... Cie
Admittance de transfertinverse. . . . . ... .......... | Vrel
Phase de I'admittance de transfert inverse . . . .. ... .. .. ¥re
Admittance de transfertdirect . . .. .............. IYfeI
Phase de I'admittance de transfert direct. . . . ... ... ... Vfe
Conductancedesortie . .. ... ... .............. doe
Capacitédesortie. . . . ... ........oouiuun.... Coe

Gain maximal unilatéralisé

*

2
[vge!

Gym (en dB) =10 log ————
4 gie 90e

IC=7TmMA V=10V . . . ... . i it Gum

V gE diminue d‘environ 1,7 mV/°C lorsque la température augmente

typ

typ

typ
typ
typ
typ
typ
typ
typ

typ

typ

Tamb =25 °C
60 uA
185 uA
775 mV
925 mV
550 MHz
340 fF
5,5 mA/V
55 pF
75 uA/V
268°
220 mA/V
338°
80 wA/V
20 pF
44 dB
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VCERmax
(V)

GRE>> 5F199 -Pages

Tension collecteur-émetteur maximale admissible en
fonction de la résistance de base , Ic =2 mA.

ot 1
wCp WCE

La méme courbe est valable pour , avec

capacités extérieures.

Fig. 2

100 Rg (ki)

1000
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100 Courant base en fonction du courant collecteur
Ic Vcg=10V
Tj=25°C
(mA) !
Kﬂq/ o*p
/ ’w;;‘ “
10 A
Il
A 4
/] 7
4 b
1 ,/ 4
VA
/
7
y, 4
danyy;
4
01 L
0.001 0.01 0.1 1 Ig (mA) 10
Fig. 3
30 Tension base-émetteur en fonction 30 IL; Valeurs typiques
Ic |du courant collecteur 1 ~& T; =25°C
N
(mA) V_CE =10V [T C H-SHHH
Tj=25°C = Iy (mA)—j:' Ao >
> @l 1] 03
51
20 Ef 20 ot .
0.20A
et
] -
LB
0.0
10 ') 10 1 Y
1l
[ L4
0.05mA
4 4
,‘ 4 lolzmA
0 0 T
0.6 08 vgg(V) 1 0 0 Veg(V) 20
Fig. 4 Fig. 5
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10t Courant base en fonction de la 1000
température de jonction
Ig fT
(wal) (MHz) [~ -
©
10°
100
c=25mA |
2 40 ——
0 0= Vee=ov_[[]]
5 Tamb=25°C
T 2 10
T
10
0.5+
—{ Valeurs typiques
] VCE =10V
HERA :
'o 50 100 T, (°C) 150 1 10 Ic(mA) 100
Fig. 6 Fig. 7
APPLICATION

Etage de sortie d’amplificateur vidéo moyenne fréquence d'un récepteur de télévision avec tran-
sistor BF199, suivi d'un circuit de détection.

2.2pF 0A0
N )
15pF G.!:pF 10]OlpF I @ -\
I ] L1
g g
X X -
e 3 1 ' w =
=5 s o sl M3 o =it mf &= Bz
21¢C w1 @ S ~ SLisic @l < = =
i W © < = = &
o
»

=25V
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@ BF 199 - Page 7

Tension de sortie détecteur vidéo (f = 38,9 MHz) 1)

- . - > 6 %
lc=72mA ;Vcg =166V Vv typ 77 v

Gain transducteur (f = 36,4 MHz)

Puissance sur charge R_

G¢, (endB) = 10 lo
tr (en 9 Puissance d'entrée (avec Rg)

IC=72mA ;VEE=166V. . . . .o Gy typ 255 dB

La fréquence est de 37 MHz pour tous les circuits accordés.

1) La tension de sortie Vo est la tension aux bornes de la résistance de détection (2,7 kS2), pour
un taux d’ impulsions de synchronisation de 30 %.

H-H -Ig =7.2mA -Ig =7.2mA
LT E
Taux d’impulsions VCE = 165\( Vcg =16.6V
de synchronisation f =38.9MHz ¥ distorsion £=38.9MHz
%) Tamb=25°C (%lo) Tamb=25°C
voir circuit voir circuit
page 6 page 6
100 100
-1
N
50 50
0 0
0 5 Vo(V) 10 0 5 Vol(v) 10
Fig. 9 Fig. 10
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transistors
réception AM/FM @
NPN BF 240
BF 241

Décembre 1980

Transistors N-P-N en boitier plastique, recommandés pour les mélangeurs A.M. et les amplifica-
teurs moyennes fréquences des récepteurs AM/FM.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
Tension collecteur-base (émetteur ouvert). .  Vcppo max 40 \
Tension collecteur-émetteur
(baseouverte) . ... . ... v v e VCEO max 40 \Y
Courant collecteur (continu) . . ....... Ic max 25 mA
Puissance totale dissipée (Tamb <25°C) . . . Ptot  max 250 mwW
Température de jonction. . . . . ... .. .. Tj max °c
Courant base
Ic=1mA;VCE=10V.......... B uA
Fréquence de transition
IcC=1TmA;VCE=10V.......... T typ. MHz
Capacité de transfert inverse (f =1 MHz)
Ic=1mA;VCE=10V.......... Cre < 0,34 pF
Facteur de bruit
Ic=1mA ;VCE=10V
Rs=200Q ;f=0,2MHz. . ... .... F < 3,5 dB
DONNEES MECANIQUES Dimensions en mm
BOITIER TO-92 (variante)
) - '} ‘ 035
n
, *ml
L
<— 5,2max —>'<-——— 12,7min ———»
o — — ‘0.&8
O " * max
e a |
— |

l ‘ Distance pour laquelle la
— < section des conducteurs
n’est pas garantie : 2,5 max

Fig. 1
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BF 241

BF 240-Page 2

VALEURS A NE PAS DEPASSER (limites absolues selon publication CEl 134).

Tensions

Tension collecteur-base (émetteur ouvert) . .

Tension collecteur-émetteur (base ouverte) .

Tension émetteur-base (collecteur ouvert) . .

Courant

Courant collecteur (continu)

Puissance dissipée

Puissance totale dissipée (Tamp <25°C) . .

Températures

Température de stockage. . .
Température de jonction. . .

RESISTANCE THERMIQUE

Jonction-air ambiant . . . . .
CARACTERISTIQUES

Courant résiduel collecteur

Tension base-émetteur

Courant base

Ic=1mA ;Vcg=10V.

Fréquence de transition (f =100 Hz)

Ic=1mA ;Vcg=10V.

Capacité de transfert inverse (f =1 MHz)

Ic=1mA ;Vcg=10V.
Facteur de bruit

Ic=1mA ;Vcg=10V
Rg =200 ; f=0,2 MHz

228

VcBo
VCcEo
VEBO

max
max
max

max

max

max

I

typ.

typ.

40

25

250

—552a+1
1

25
25

0.4

<

mA

mW

°c
°c

°C/mwW

Tj=25 °C sauf indication contraire

100
700
650 a 740
BF240 | BF241
4,5-15 8-28
380 350
0,27 0,27
0,34 0,34
15 2,0
3,5 35

nA

mV
mV

A

MHz

pF
pF

dB
dB
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BF 241
CARACTERISTIQUES
Paramatres y (émetteur commun). Longueur des conducteurs : 3 mm
Ic=1mA ;Vcg=10V
BF240 BF241

f = 0,45| 10,7 0,45 | 10,7 MHz
Conductance d'entrée . . . . . ... ... die typ. 0,2 0,3 0,4 0,5 mA/V
Capacité d'entrée . . . . . ... ... ... Cie typ. 17 14 23 19 pF
Admittance de transfert direct . . . . . . !yfel typ. 37 37 37 37 mA/V
Angle de phase de |I'admittance
de transfertdirect. . . . . ... ...... Vfe typ. 0° 0° 0° 0°
Conductance de sortie . . . . . . ... .. doe < 8,3 10,5 8,3 105 wupA/V
Capacité desortie. . . . . ... ... ... Coe typ. 1 1 1 1 pF
Admittance de transfert inverse. . . . . . ereI typ. 0,75| 18 0,75 | 18 uA/V
Angle de phase de I'admittance
de transfertinverse . . . . ... ...... Yre typ. 270° | 270° | 270° |270°

Ic=4mA ;Vcg =10V ; f=35MHz (BF240, BF241)

Conductance d'entrée . . . .. .. .. .. Jie typ. 4 mA/V
Capacitédentrée . . . . .. ... ..... Cie typ. 25 pF
Admittance de transfert direct . . . . . . lyfel  typ. 125 mA/V
Conductance desortie . . . . . . ... .. doe typ. 62 wA/V
Capacité desortie. . . . . ... ...... Coe typ. 1 pF
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BF 241

600 EEEEE
EERRE
¢ Ve =10V H
T =100 MHz [ |
MHz) Valeurs typ. —
-
AN
400 pd \BFZ‘}O
Yy
BF 241N
"N
200 N
N
0
0 10 I (mA) 20
Fig. 2
6 T 1T 1117
VCE = 10V :C
F Ic=1mA []]
Rg=200Q []]
SO Valeurs typiques |-
4 - > N I
> 3 BF 241
S — —— = o = = 4 ...__._}_}-. === N p"
SN BF 240 — =T
SN
N
2 = BF241
I
BF240
0
1072 101 1 10 £ (MHz) 102
Fig. 3
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transistor
réception AM/FM @

PNP BF 324

Décembre 1980

Transistor P-N-P en boitier plastique TO-92 (variante), destiné principalement aux étages préampli-
ficateurs RF, en F.M. ; montage en base commune.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Tension collecteur-base

(émetteurouvert) . . . . ... ... .. -VcBo max 30 \Y;
Tension collecteur-émetteur

(base ouverte) . . . . .. ... ..... -VcEo max 30 \%
Courant collecteur (continu) . . .. ... —lc max 25 mA
Puissance totale dissipée (T ymp << 45 °C) Ptot max 250 mw
Température de jonction. . . . . ... .. Tj max 150 °c
Courant base typ. 80 uA

—Ic=4mA ;—-Vcg=10V. ... .. —Ig < 160 LA

Fréquence de transition
—lc=4mA ; —Vcg=10V. ... .. fr typ. 450 MHz

Facteur de bruit (f = 100 MHz)
—lc=2mA ;-Vcg=10V;

Gs=167mA/V. .. . ... ...... F typ. 3 dB
Capacité de transfert inverse (f =1 MHz)
VEg=0;-Vcg=10V .. ... ... Crb typ. 0,1 pF
DONNEES MECANIQUES Dimensions en mm

BOITIER TO-92 (variante)

T j—_t 0.35
\% gmin
.}
L——_/_\_——l
‘47 5,2max —* e+ ———— 127min ——————
| s—j 0,48
—‘—'l* — ? max
= 1
b —
1 ]
’ |
el |- Distance pour laquelle la
section des conducteurs
) n’est pas garantie : 2,5 max
Fig. 1
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Tensions
Tension collecteur-base (émetteur ouvert) . .
Tension collecteur-émetteur (base ouverte) .

Tension émetteur-base (collecteur ouvert) . .

Courant

Courant collecteur (continu) . . ... ....
Puissance dissipée

Puissance totale dissipée (Tymp << 25 °C) . .

Températures
Température de stockage. . . . .. .. .. ..

Température de jonction. . . . .. ... ...

RESISTANCE THERMIQUE

Jonction-airambiant . . . ... ... ... ..
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VALEURS A NE PAS DEPASSER (limites absolues selon publication CEl 134).

-VcBo
-Vceo
-VEBO

Piot

Tstg

Rth j-a

max

max

max

max

max

30

25

2560

—55'a + 150

max

150

0,42

mA

mwW

°c
°c

°C/mw
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CARACTERISTIQUES Tj=25°C
Courant résiduel collecteur
IE=0;-Veg=30V . .......... —IcBo < 50 nA
Courant résiduel émetteur
Ic=0;-VEgg=4V .. .......... -lggo < 10 MA
Courant base
typ. 80 A
—Ilgc=4mA;-Vcg=10V........ —lIg <yp 160 ZA
—lg=1mA; -Vgcg=10V........ —lIg typ. 22 uA

Tension base-émetteur
—lg=4mA;—-Vgcg=10V........ ~VBE typ. 0,76 \Y

Fréquence de transition (f = 100 MHz)

—lgc=1mA; -Vcg=10V........ fr typ. 350 MHz
—lc=4mA ;—Vgcg=10V........ fr typ. 450 MHz
—lc=8mA ;-Vgg=10V........ fT typ. 440 MHz

Capacité de transfert inverse (f =1 MHz)
VeEg=0;-Vgg=10V.......... Cib typ. 0,1 pF

Facteur de bruit (f =100 MHz)
—=lgc=2mA ;—Vgg=10V..... ...

Gg=167mA/V. . .. ........... F typ. 3 dB
—lc=5mA;-Vcg=10V;
Gg=6,7mA/V ; —jBg=5mA/V ... .. F typ. 35 dB

Paramétres y (base commune) (f = 100 MHz)
—lc=4mA;-Vcg=10V

Conductanced’entrée . . ... ...... dib typ. 125 mA/V
Capacité d’entrée . . . . . ... ...... —Cib typ. 64 pF
Admittance de transfert direct . . . . .. |be| typ. 100 mA/V
Angle de phase de I'admittance

de transfertdirect. . . . .. ........ Pfb typ. 147°
Conductancedesortie . . . .. ...... 9ob typ. 40 uA/V
Capacité desortie. . . . .......... Cob typ. 1,25 pF
Admittance de transfert inverse. . . . . . lyrbl typ. 220 uA/V

Angle de phase de I'admittance
de transfertinverse . . « « « « v . 0. .. —¢rb typ. 85°
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T 1 T T7 ; ; T
| E 1 I - I
1000 - Veg =10V
i f =100 MHz }—
fT
(MHz) ;
! +
750 -
i 1
‘ T
4 4 ’
| 1 i
+ T t
|
500 typ
=T t
Il
| NG
[ I
25011 T ™
u [
|
T
o T
0 5 0 15
-1. (mA)
Fig. 2
6 TTTTT
Valeurs typiques t
—Veg =10V
Gs =16.7mA/V
F | e=———-Ic=1mA
(dB)| ———=—I(=4mA
T
T
4 H
1
1/
] III
< I
-— T
+ 1
jun T i
2 T l,
t
= t
1
I 1
1073 10-2 10— 1 10 102 ¢ (MHgz)
Fig. 3
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{ s
-‘62’;“: 10V
200 f =100 MHz |0
ch
9ib Cib
(mA/V) \ 9 (pF)
L
/V
\V4
100 -50
\
4 \
\
0 -100
0 2,5 5 Ig (mA) 7,5
Fig. 4
\tlalgurs
iques
‘%(?Bq= 10V
100 f =100 MHz |2
g°b Cob
(HA/V) (pF)
|t Cob
50 1
gob
/
0 0
0 25 5 Ic (ma) 75
Fig. 6
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\tlalgurs
ques
'yvgaq= 10V
200 f =100 MHz | 200
[l R
(mA/V) ©)
N ¥y
.
N P
100 S 150
/7
/]
P4
I yfbl
0 100
0 2,5 5 I¢ (mA) 7,5
Fig.5
Valeurs
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transistor haute tension
vidéofréquence et usage général
NPN

=T

BF 422

Décembre 1980

Transistor N-P-N en boitier plastique TO-92 (variante), destiné aux étages de sortie vidéo classe B
des récepteurs télévision couleur, ainsi qu'a toutes applications haute tension, petits signaux.

Le complémentaire P-N-P est BF 423.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Tension collecteur-base (émetteur ouvert) . . . .. ... .. VCcBO
Tension collecteur-émetteur (base ouverte) . . . ... ... VCEO
Courant collecteur (valeurcréte) . . ... .......... lcm
Puissance totale dissipée

(Tamb<<25°C). . . . ... i Piot
Températurede jonction. . . .. .. ... ... ....... Ti

Gain en courant continu (T; =25 °C)
Ic=25mA ; VCE=20V. . .. .. ... .. . hFg

Fréquence de transition

max 250
max 250
max 100 mA

max 830 mwW
max 150 °C

> 50

—lg=10mA ;Vcg=10V ... ............. fr > 60 MHz
Capacité de transfert inverse (f =1 MHz)
lIE=0;Veg=30V . .. ... ... ... ... Cre < 16 pF
DONNEES MECANIQUES Dimensions en mm

BOITIER TO-92 (variante)

, Y035

: *min

12,7min ———————»

,-‘ 0,48

max
4

L 4

distance pour laquelle la sec-_.| ‘$
tion des conducteurs n‘est
pas garantie : 2,5 max.

Fig. 1
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VALEURS A NE PAS DEPASSER (limites absolues selon publication CEl 134).

Tension collecteur-base (émetteur ouvert) . . . . .. ... ... Veeo max 250
Tension collecteur-émetteur (base ouverte) . . ... ...... VCceo max 250 Y
Tension émetteur-base (collecteurouvert) . . . . ... ... .. VEBO  max 5
Courant collecteur (continu) . .. ................ Ic max 50 mA
Courant collecteur (valeurcréte) . . . .............. Icm max 100 mA
Puissance totale dissipée

(Tamb<<25°C). . . . . . . i i Ptot max 830 mwW
Températurede stockage. . . . . . . . .. .. .i e ... Tstg —652 +150 °C
Températuredejonction. . . . . . .. ... .. ... Tj max 150 °c
RESISTANCE THERMIQUE
Jonction-airambiant * . . . ... .. ... L. Rthja = 150 °C/wW

* Transistor monté sur circuit imprimé, avec surface métallisée sur le circuit imprimé pour le
collecteur : 10 mm x 10 mm minimum, et longueur maximale du conducteur : 4 mm.
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CARACTERISTIQUES Tj =25 °C, sauf indication contraire.
Courants résiduels collecteur

IE=0;Veg=200V. . ... ..., Iceo < 10 nA

RBe=10kQ2 ;VCg=200V ;Tj=150°C . ... ... .. ICER < 10 HA
Courant résiduel émetteur

IC=0;VEB=5V .o ot ot lepo < 10 kA
Gain en courant continu

IC=25mMA;VCE=20V . . . .ottt hEe > 50
Tension de coude H.F. *

Ic=25mA;Tj=160°C .. ................. VCEk typ 20 \
Fréquence de transition

—lg=10mA;Veg=10V . . . ... .. ......... fr > 60 MHz
Capacité de transfert inverse (f =1 MHz)

IE=0;Veg=30V . ... ... ... ... Cre < 1,6 pF
Constante de temps de transfert inverse (f = 10,7 MHz)

—IE=30mA;VeB=20V .. ... ... ... ... .. bb'Che < 70 ps**

La tension de coude H.F. d’un transistor est la valeur de /a tension collecteur-émetteur a laquelle
le gain petits signaux, mesuré dans un circuit correspondant aux conditions d’utilisation, chute a
80 % du gain a Vog =50 V. Une réduction supplémentaire de la tension collecteur-émetteur en-
traine une augmentation rapide de la distorsion du signal.

Ihrb|

** rpp'Cprc =

239



@ BF 422 - Page 4

200 . :
Valeurs typiques a Tj =25 °C
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Fig. 3 P

Impédance thermique de la jonction a I'air ambiant en fonction de la durée d’impulsion

Longueur maximale du conducteur : 4 mm ; surface métallisée sur le circuit imprimé
pour le collecteur : 10 mm x 10 mm minimum.
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transistor haute tension
vidéofréquence et usage général @
PNP BF 423

Décembre 1980

Transistor P-N-P en boitier plastique TO-92 (variante), destiné aux étages de sortie vidéo classe B
des récepteurs télévision couleur, ainsi qu’a toutes applications haute tension, petits signaux.

Son complémentaire N-P-N est BF 422,

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Tension collecteur-base (émetteur ouvert) . . . .. ..... —VeBo max 250
Tension collecteur-émetteur (base ouverte) . . .. ... .. —Vgeo max 250 \")
Courant collecteur (valeurcréte) . . . . ........... —Iicm max 100 mA
Puissance totale dissipée

(Tamb<25°C) ... ... ................ Ptot max 830 mW
Températuredejonction. . . . . ... ... ... ...... Tj max 150 °C
Gain en courant continu (Tj =25 °C)

—lc=25mA ;—VCg=20V............... hgEg > 50
Fréquence de transition

IE=10mA ;—=Vcg=10V . . . ... .......... T > 60 MHz
Capacité de transfert inverse (f =1 MHz)

lIE=0;-Vcg=30V .. ... ... ... ... ...... Cre < 16 PpF

DONNEES MECANIQUES Dimensions en mm

BOITIER TO-92 (Variante)
— Ho3s

, *mm
_/\_‘ \%

I+ 5,2max -—»e——————— 12, 7min ——*—*'
1 l
— |i 0,48
F——r - § max
e
O = -
e
5 J
| |
distance pour laquelle la sec- —» -

tion des conducteurs n‘est
pas garantie : 2,5 max.

Fig. 1
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VALEURS A NE PAS DEPASSER (limites absolues selon publication CEl 134).

Tension collecteur-base (émetteur ouvert) . . . .. ... .... —VeBo max 250 \"
Tension collecteur-émetteur (base ouverte) . . . .. ...... —VCeo max 250
Tension émetteur-base (collecteurouvert) . . . . .. ...... —VEBO max 5
Courant collecteur (continu) . . . ................ —Ic max 50 mA
Courant collecteur (valeurcréte) . ... ............. —lcm max 100 mA
Puissance totale dissipée

(Tamb<25°C). . . . o e Piot max 830 mW
Températurede stockage. . . . . . . vt i e Tstg —652 +150 °Cc
Températuredejonction. . . . . . . .. .. . oL Ti max 150 °Cc

RESISTANCE THERMIQUE

Jonction-airambiant * . . . .. ... L L .. Rthja = 150 °c/wW

*  Transistor monté sur circuit imprimé, avec surface métallisée sur le circuit imprimé pour le
collecteur : 10 mm x 10 mm minimum, et longueur maximale du conducteur : 4 mm.
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CARACTERISTIQUES Tj = 256 °C, sauf indication contraire.
Courants résiduels collecteur

lIE=0;VeB=200V. .. ... ... ... .. ... —lcBo < 10 nA

RBE=10kQ; -VCg =200V ;Tj=150°C . ... ... . —-lcep < 10 LA
Courant résiduel émetteur

Ic=0;-VEB=5V .. ... ... .............. —IEBO < 10 MA
Gain en courant continu

—Ic=25mA ;—VeE=20V . . .. ... ... ... ... hEE > 50
Tension de coude H.F. *

—lc=25mA Tj=150°C. . ... .............. —VCEk typ 20 v
Fréquence de transition

IE=10mA ;-Vcg=10V . . ... ............. fr > 60  MHz
Capacité de transfert inverse (f = 1 MHz)

lIE=0;-Veg=30V ... ... ... ... ... ..... Cre < 16 pF
Constante de temps de transfert inverse (f =10,7 MHz)

IE=30mA;—Veg=20V ... ............... bb'Ch'e < 70 ps**

* La tension de coude H.F. d’un transistor est la valeur de la tension collecteur-émetteur &
laquelle le gain petits signaux, mesuré dans un circuit correspondant aux conditions d’utili-
sation, chute a 80 % du gain & Vcg = 50 V. Une réduction supplémentaire de la tension
collecteur-émetteur entraine une augmentation rapide de la distorsion du signal.

lhrp |
"* rbbChrc =~
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Impédance thermique de la jonction a I'air ambiant en fonction de la durée d’impulsion.
Longueur maximale du conducteur : 4 mm ; surface métallisée sur le circuit imprimé
pour le collecteur : 10 mm x 10 mm minimum.
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transistors
réception AM/FM @
PNP BF 450
BF 451

Décembre 1980

Transistors P-N-P en boitier plastique TO-92 (variante), destinés aux étages haute et moyenne fré-
quence des récepteurs de radio. lIs sont particuli¢rement recommandés pour les oscillateurs AM et
pour les étages moyenne fréquence des récepteurs AM/FM avec négatif a la terre.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Tension collecteur-base

(émetteurouvert) . . . ... ... ... -VcBo max 40 \%
Tension collecteur-émetteur

(base ouverte) . . . .. ......... —VCEO max 40 v
Courant collecteur (continu) . . ... .. —Ic max 25 mA
Puissance totale dissipée (T gmp <45 °C). Piot max 250 mwW
Température de jonction. . . . . ..... Tj max 150 °c
Courant base

~lg=1mA;~Vce=10V gegq . 1|8 11239 A

Fréquence de transition

—lgc=1mA;-Vgg=10V...... fr typ 325 MHz
Facteur de bruit (f =100 kHz)

—lgc=1mA;-Vgcg=10V;

Rg=30082 ................. F typ 2 dB

DONNEES MECANIQUES Dimensions en mm

BOITIER TO-92 (variante)

) ?035

% _ *mll‘\

—
H

|<- 5,2max ’["* - ———12,7min - >
|
|
— o
= 1
——
Ll )
o
e |« Distance pour laquelle la
section des conducteurs
Fig. 1 n’est pas garantie : 2,5 max
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Tensions

Tension collecteur-base (émetteur ouvert) . .
Tension collecteur-émetteur (base ouverte) .
Tension émetteur-base (collecteur ouvert) . .

Courant

Courant collecteur (continu) . . .. ... ..

Puissance dissipée
Puissance totale dissipée (Tamp < 45 °C) . .

Températures

Température de stockage. . . . . .. ... ..
Température de jonction. . . . . ... ....

RESISTANCE THERMIQUE

Jonction - airambiant . . . .. ... ... ..

CARACTERISTIQUES
Courant résiduel collecteur

|E:0;—VCB:30V ...........
|E=0;—VCB=4OV ...........

Courant résiduel émetteur

|C :0;—VEB =4V .. ..........

Courant base

—Ilc=1mA ;-Vcg=10V

Tension base-émetteur

—lc=1mA;—Vcg=10V........

250
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BF451

VALEURS A NE PAS DEPASSER (limites absolues selon publication CEl 134).

-VcBo
—Vceo
—VEBO

Piot

Tstg

Rth j-a

—leso

_|B
_IB

—VBE

max
max
max

max

max

max

il

VANAN

40 \%

40 \%

4 \

25 mA

250 mwW
—552a+150 °c
150 °c
0,42 °C/mw
Tj=25°C

50 nA

10 HA

10 MA
5a16 MA
11a33 MA
700 mV

typ.
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BF451

CARACTERISTIQUES Tj=25 °c
Fréquence de transition (f = 100 MHz)

—Ilc=1mA;—Vgg=10V.. ... ... fT typ. 325 MHz
Capacité de transfert inverse (f = 1 MHz)

—lgc=1mA; —Vcg=10V........ Cre typ. 0,35 pF
Facteur de bruit (f =100 kHz)

—lgc=1mA;-Vcg=10V

Rg=300% ................. F typ. 2 dB
Paramétres y (émetteur commun)

—|C=1 mA ;—-VCE:10V

BF450 BF451
f = 0,45 10,7 0,45 10,7 MHz

Conductanced’entrée . .. .. ...... die typ. 0,3 0,4 0,7 0,8 mA/V
Capacité d’'entrée . . . . . ... ...... Cie typ. 20 13 30 20 pF
Admittance de transfert direct . . . . .. lyfel  typ. 37 37 37 37 mA/V
Angle de phase de I’admittance

de transfertdirect. . . . .. ... ... Pfe typ. 0° 0° 0° 0°
Conductance de sortie . . . .. .. .... doe typ. 8 10 8 10 uV
Capacitédesortie. . . . . ... ...... Coe typ. 1 1 1 1 pF
Admittance de transfert inverse. . . . . . lyrel  typ. 1 24 1 24 uA/V
Angle de phase de I'admittance

de transfertinverse . . . .. ...... Vre typ. 270 270 1270 270 °
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BF451
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transistor
amplificateur-oscillateur UHF @
NPN BF 480

Décembre 1980

Transistor N-P-N en boitier plastique SOT-37, destiné principalement 3 des applications de pré-
amplification dans les tuners de télévision comportant des atténuateurs diodes P.1.N.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Tension collecteur-base

(émetteurouvert) . . . . .. ... 0.0 VcBo max 20 \Y
Tension collecteur-émetteur

(baseouverte) . . . . ..o vt v VCEO max 15 Vv
Courant collecteur (continu) ... ........ Ic max 20 mA
Puissance totale dissipée (Tamb <60°C) . ... Ptot max 200 mw
Température de jonction. . . . . . .. ... ... T max 150 °c

Fréquence de transition
—lg=10mA;VecB=10V .. .. ... ... fT typ 2 GHz

Facteur de bruit (admittance de source optimale)
—Ig=10mA ;Vcp=10V,

f=800MHz ..............c.... F typ 3,8 dB
Transmodulation (K =1 %) f.e.m.
auxbornesde 75 ... ........... V(int)rms typ 330 mV
DONNEES MECANIQUES Dimensions en mm
<+—— 7,2 min —
BOITIER SOT-37 e
->| | |<— 2,1 max
S
! b
4,8 LA
max | B | win ©S

i e
?ngf: ——-»”4- - - 1,05 max
- |=10 - le 0,75 max
> - 2,7 max
Fig. 1
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VALEURS A NE PAS DEPASSER (limites absolues selon publication CEI 134).

Tensions

Tension collecteur-base (émetteur ouvert) . . . . . . VcBO
Tension collecteur-émetteur (base ouverte) . . . . . VCEO
Tension émetteur-base (collecteur ouvert). . . . . . VEBO
Courants

Courant collecteur {continu) . .. .......... Ic
Courant collecteur (valeurcréte) . . . .. ...... Icm

Puissance dissipée

Puissance totale dissipée (Tamb <60°C) . . . . .. Ptot
Températures

Température de stockage. « . .« « v o v oo et . Tsig
Température de jonction. . . . . .. e e e e T]

RESISTANCE THERMIQUE

Jonction-airambiant . . . ... 000 Rthj-a
Monté sur circuit imprimé (fig. 2)
air libre, position horizontale pour la mesure
de Rth

254

max 20 \"
max 15 \"
max 2 \"
max 20 mA
max 30 mA
max 200 mW
—652a+150 °c

max 150 °c
= 0,45 °C/mW

Verre époxy

ep.:1,5mm

métallisation 1 face

Cu ep. 35 um

conducteurs étamés



CARACTERISTIQUES
Courant base

—lg=10mA ;Vcg=10V

Tension émetteur-base
—lg=10mA ;Vcg=10V

Fréquence de transition (f =500 MHz)

—lg=10mA ;Vcp=10V

Facteur de bruit (admittance de source optimale)

(base commune)

—lg=10mA ;Vcg=10V ;f=800MHz. . ..
—lg=10mA ;VcB=10V ;f=200MHz. . . .

Gain transducteur (base commune)

—lg =10mA ;vcg =10V ; f =900 MHz

Gs=20mA/V ;Bg=0

GQ=2mA/V ; B =accordé

GRESD 5F80-Page 3

Tamb = 25 °C sauf indication contraire

1]

—VEB

fT

typ

typ

typ

typ
typ

typ

Vcg = 10 V; f =500 MHz; T; = 26 °C
Mesuré en impulsions tp= 300 us
5 <0,01
fr r
T
(GHz) typ
2
1,5(—
/
1
0,5
0 10 20 30
—IE (mA)
Fig. 3

350
750

0,8

3.8
2,9

15

uA
uA

GHz

dB
dB

dB
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Conditions valables pour les quatre courbes : —Ig =10 mA ; VCB =10V ; Tamb =25 °c

75 75
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s =6, =
(mA/V) T 6 (MA/V) = AEE
50 50 Vs N~
A 55 Vv
A A / = 5
s / 4,501
V0P EJ‘ AN 7 /, 1 ™~
w778 45T B SN
W/l N A L135
N 4 N\ A
=y t 3
0 7853 T35 Tt 0
] | 1 \\B = 2.9
A
A /| \S y
/ _ \\\Y
-2 - V 4 25 A} :‘ N Y, 4
N =d NN
V NN
~50 . pd -50 = =
1 . =
- 1
-75 A -75
0 25 50 75 100 0 25 50 75 100
Fig. 8 Gg (mA/V) Fig. 9 Gg (mA/V)
75 T 75
g |1=500MHz|F =648 éf’ g |f=800MHz T1T
- 2 s F= _
(mA/V) yaD = (mA/V) = \dB
Y 5
%0 - 50 A 1A 2'5
y ——+314.5 // 3 \\\
/0.8%d /;/ A N
25 u 14 25 — 4.5
N it ™
| / "%5 \ [ \ 3
0 33 I O e T
* : 7/ ] \ ,
\ A - A \‘ -
—-25 A -25 A\ N 4
- AN
\Q N
N \\ 4 AR 4
—50 N — —50 NN o .
X\ S
A I~
AN ™~ ad
-75 b -75
0 25 50 75 100 0 25 50 75 100
Fig.10  Os(mA/V) Fig.11  Gs(mA/V)

258




@ BF480 - Page 7

APPLICATION
Etage U.H.F. avec BF 480

0OV accord

33kQ)]

L= 6 spires, 3 mm ;?:

L2 =4,5 spires, $ 3 mm

.
il

5.6pF R1-150

BB810SB @ @ BB10S8
BF480 1,2p
r F

Rs=
75Q
Ry =
750
e
o
+12V
Fig. 12

PERFORMANCES (T3mp =25 °C)
Fréquence de mesure. . . . . . . e fi = 800 MHz
Largeurdebandea 3dB. .. .......... RPN B typ. 25 MHz
Courantémetteur. . . . . . ... ... e —lg typ. 10,3 mA
Tension collecteur-émetteur. . . . . . .. ... ... VCE typ. 9,7 \"
Gaintransducteur. . . . . . .0 ottt e e Gir typ 10 dB
Facteur de bruit comprenant I'influence de

a. I'étage mélangeur avec un facteur

de bruit de 10 dB

b. R1=16Q2 ........ ... F typ 6,5 dB
Taux d’ondes stationnaires

(R1=15Q)......... e N VSWR < 4
Transmodulation*
Tension d’interférence pour K =1% . . .. .. . V(int)rms typ 300 mV

* [ a transmodulation est définie comme étant la tension efficace, aux bornes d’une résis-
tance de 75 S, d’un signal parasite de 80 % de profondeur de modulation provoquant 0,8 %

de profondeur de modulation sur le signal utile.
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transistor
réception AM/FM @

NPN BF 494

Décembre 1980

Transistor N-P-N en boitier plastique TO-92 (variante), destiné auxétagesH.F.des récepteurs de ra-
dio. |l est particuliérement recommandé dans les tuners F.M., les mélangeurs-oscillateurs A.M, a
faible bruit avec impédance de source élevée et dans les amplificateurs moyenne fréquence
des récepteurs A.M./F.M, pour lesquels un gain en courant élevé est important.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Tension collecteur-base (émetteur ouvert) . . ... Vcgo — max 30 v
Tension collecteur-émetteur
(baseouverte) . . . .. ............... Vceo  max 20 \
Courant collecteur (en continu) . . .. ....... Ic max 30 mA
Puissance totale dissipée (Tgmp<<75°C) . . .. .. Piot max 300 mw
Température de jonction . . .. ... ........ Tj max 150 °C
Gain en courant continu
lc= TmA V=10V ............ hFg typ. 115
Fréquence de transition
Ic=1mA;Vce =10V .. .......... fr typ. 260 MHz
Facteur de bruit (f = 100 MHz)
Ic=1mA;Vce=10V ;Gg=10mA/V .. F typ. 4 dB
Facteur de bruit de conversion
lc=1mA;Vcg = 10V;Gg= 12mA/V ... F. typ 2 dB
DONNEES MECANIQUES Dimensions en mm
BOITIER TO-92 (variante) v
— 170,35
\ _’ min
— |
e
- §2max 1 12,7min |
| ! I
! — K 0.48
V * may
O == .
—— ,
| : . .
ol |« Section non garantie sur 2,5 max.
Fig. 1
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VALEURS A NE PAS DEPASSER (limites absolues selon publication CEl 134).

Tensions
Tension collecteur-base (émetteur ouvert) . ... ... .. Veso max 30 \Y
Tension collecteur-émetteur (base ouverte)
(voirpaged). .. ....... ... ... ..., VcEO max 20
Tension émetteur-base (collecteur ouvert) . ... ... .. VEBO max 5
Courants
Courant collecteur (encontinu) . . . ... ......... Ic max 30 mA
Courant collecteur (valeurcréte) . . ... .......... lem max 30 mA

Puissance dissipée

Puissance totale dissipée (Tamp <<75°C) . . ........ Piot max 300 mwW
Températures
Température de stockage . . . .. .............. Tstg —65a+ 150 °c
Températuredejonction . .. ... ............. Tj max 150 °Cc
RESISTANCE THERMIQUE
Jonction -airambiant . . . ... ... L L oL Rthj-a = 0,25 °C/mW
CARACTERISTIQUES Tj=25°C
Tension base-émetteur "
Ic=1TmA;VCe=10V ... .. ... ... ... .. VBE 0,65a 0,74 v
Courant base
4,5 a15 uA
Ic=1mA;;VCE=10V . ... .. ... ..., B
typ 8,7 A
Capacité de transfert inverse (f =0,45 MHz)
IC=1TmA;VCE=10V .. ... ... ... ..., Cre typ 0,85 pF

) VgEg diminue d’environ 1,7 mV /°C lorsque la température augmente.
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CARACTERISTIQUES Tj=25 °c
Fréquence de transition

Ic=1TmA;VCg=10V................ fr typ 260 MHz
Facteur de bruit

Ic=1mA;Vcg=10V

Gg=2mA/V;f=02MHz.............. F typ 15 dB

Gg=16mA/V;f=10MHz. ............ F typ 1,2 dB

Gs=10mA/V f=100MHz............. F typ 4 dB
Facteur de bruit de conversion

Ic=1mA;Vcg=10V

Gg=06mA/V ;f=02MHz............. Fe typ 3 dB

Gs=12mA/V ;f=10MHz. ... ......... Fe typ 2 dB
Paramétres y (f = 100 MHz) (base commune)

Ic=1mA ;Vcg=10V

(longueur des conducteurs : 3 mm)

Conductanced’entrée . .. .............. gib typ 32 mA/V

Susceptancedentrée . . . . . ... .......... —bjp typ 3 mA/V

Admittance de transfertinverse. . . . .. ...... lyppl typ 500 HA/V

Phase de |I'admittance de transfert inverse . . . . . . Yrb typ 272°

Admittance de transfert direct . . .......... lygpl typ 33 mA/V

Phase de I'admittance de transfert direct. . . . . . . b typ 150°

Conductancedesortie . . . . ............. gob typ 22 HA/V

Susceptancedesortie. . . . .. ............ bob typ 11 mA/V
Paramétres y (émetteur commun)

Ic=1mA;Vcg=10V

(longueur des conducteurs :3mm) . . . ....... f=107MHz | f = 045 MHz

Conductanced'entrée . . ............... gie < 0,64 0,54 mA/V

Conductancedesortie . . . .. ............ goe < 13,5 11,5 rA/V
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40

VCER max
(v)

La méme courbe s’applique a

externes sont utilisées.

Tension collecteur-émetteur maximale admissible (avec résistance entre
base et émetteur et Ic =2 mA) en fonction de la résistance de base.

lorsque des capacités
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Tension base-émetteur jg- AT
len fonction du courant|i+
IC collecteur

e : ‘g
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150
hre
100} .
‘_\
Vcg =10V
1]' =25°C
50
0
Q01 0} 10 Ic(mA) 100
Fig. 6
515 Facteur de bruit typi ¥ i
ypique a I'admittance|
Fi-Bsl de source optimale G
(dB){(mA |V) 1| = — — Conductance maximale correspondant
Gs T par rapport a la susceptance I
(mAJv) T
7/ i
410 Ic =1mA yya Bs
Vcg=10V
T; =25°C 7
7 11
1 p. y o I
2[5 n
1
- WBRdE T
typ " B AR
- .
P 4.4
S ase .o_p_t_ <L 11 -
olo— opt o +it - ettt
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Fig. 7
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transistor
réception AM/FM @

NPN BF 495

Décembre 1980

Transistor N-P-N en boitier plastique TO-92 (variante), destiné aux étages H.F. des récepteurs de
radio ; il est recommandé spécialement dans les tuners F.M., les amplificateurs moyenne fréquence
des récepteurs A.M./F.M. ot une conductance de sortie faible est nécessaire, les étages d’entrée A.M.
des auto-radios o un facteur de bruit faible & une impédance de source faible est exigé.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Tension collecteur-base

(émetteurouvert) .. ............ ~ VcBo max 30 \
Tension collecteur-émetteur

(baseouverte) . . . .. ............ VcEOo max 20 \
Courant collecteur (continu) .. ........ Ic max 30 mA
Puissance totale dissipée

(Tamb<75°C) . .............. Piot max 300 mw
Température de jonction . . .......... Tj max 160 °C

Gain en courant continu (T.\I= 25 °C)
Ic=1TmA;Vcg=10V.......... hEE typ. 67

Fréquence de transition
Ic=1mA;Vcg =10V. ... ...... fr typ. 200 MHz

Facteur de bruit
|C= 1 mA,'VCE= v

Gg=20mA/V ;f=1MHz ........ F typ. 3,5 dB
Gg=10mA/V ;f=100MHz . . . .. .. F typ. 4 dB
DONNEES MECANIQUES Dimensions en mm
) S ) *0735
BOITIER TO-92 (variante) \Q § min
R —

<— 5,2max —*fe—————— 12, 7min ———————»

. ) ¢ 0,48

O :1 l’max

bt ]

distance pour laquelle la section
‘des conducteurs n’est pas
garantie : 2,5 max.

Wl

Fig. 1
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VALEURS A NE PAS DEPASSER (Limites absolues selon publication CEl 134).

Tensions

Tension collecteur-base (émetteur ouvert) ... ... Vego  max 30 v
Tension collecteur-émetteur (base ouverte) . . . . .. VCEO max 20 \Y
Tension émetteur-base (collecteur ouvert) . ... .. VEBO max 5 v
Courants

Courant collecteur (continu) .. ............ Ic max 30 mA
Courant collecteur (valeurcréte) . . .. ........ Icm max 30 mA

Puissance dissipée

Puissance totale dissipée (Tamp<< 75 °C) .. . . .. Ptot max 300 mw
Températures
Températurede stockage . . . . . ... ... ... Tstg —65a +180 °c
Température de jonction ... ... .. e e e e e Tj max 150 °c
RESISTANCE THERMIQUE
Jonction -airambiant . . . ... ... ... L Rth ja = 0,25 °C/mW
CARACTERISTIQUES Tj=25°C
Tension base-émetteur . . . . .. ............

Ic=1TmA ;Vcg=10V .............. VBE 0,654 0,74 vl
Courant base

IC=TMAVEE=10V .. ... I typ 8328 KA

15 uA

Capacité de transfert inverse (f =0,45MHz)
Ic=1TmA ;Vcg=10V ... ........... Cre typ 0,85 pF

1) Vgg diminue d’environ 1,7 mV/°C lorsque la température augmente.
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CARACTERISTIQUES

Fréquence de transition
Ic=1mA;VCE=10V . .............
Facteur de bruit
Ic=1TmA;;VeE=10V .. .. ..o ...
GS:ZOmA/V ;f:1 MHz .. ... ........
Gg=10mA/V ;f=100MHz . . . . .. ... ...
Facteur de bruit de conversion
lc=1mA ;Vcg=10V
Gg=12mA/V ;f=02MHz ...........
Gg=15mA/V ;f=1MHz . ..........
Parameétres y (f = 100 MHz) (base commune)
Ic=1mA ;Vcg =10V
(longueur des conducteurs =3 mm)

Susceptance d’entrée . . . .. ... .. ......
Admittance de transfert inverse . . .. ... ...

Angle de phase de |I’'admittance de transfert
INVErSe . .« v v v e e e e e e e

Admittance de transfert direct . . . ... ... ..

Angle de phase de I'admittance de transfert
direct . .. ... e e

Conductancede sortie . . . . . ... ........
Susceptance de sortie . . . .. ... ........

Paramétre y (émetteur commun)
Ic=1mA ;Vgcg=10V
(longueur des conducteurs =3 mm). . . . . . .

Conductanced’entrée . . . . .. .. ........

Conductancedesortie . . . . . ... ........

BF495 - Page 3

Tj= 25°C
fr typ. 200 MHz
F typ. 35 dB
F typ. 4 dB
Fe typ. 4 dB
Fe typ. 25 dB
gib typ. 34 mA/V

—bip typ. 1 mA/V
iYrbl typ. 490 uA/V
Yrb typ. 272°
vibl  typ. 34 mA/V
»fb typ. 144°
90b typ. 12 HA/V
bop typ. 1.1 mA/V

=10,7 MHz f =0,45 MHz
gie < 0,96 0,86 mA/V
goe < 95 7,0 wA/IV
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1000

Tension collecteur-émetteur maximale admissible (avec resistance entre
la base et I'émetteur et Ic = 2 mA) en fonction de la résistance base ap-
40|pliquée’
La méme courbe s'applique a ——— , lorsque des capacité
VCER max ppia wCg wCEg *a P
(v) externes sont utilisées.
1
1
30 {
W
X
—>
.~y
20
10
0 .
01 10 100 Rpg (kd)
Fig. 2
10% TR
Zthlvu I | I I :ﬂ
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tp e i
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103
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2 05 L Lt
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et
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10 001
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Fig. 3
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30 Tension base-émetteur g;
en fonction du courant|{+
Ic | collecteur. T |
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1000

150 Vce=10V
Ti = 25°C
hFE ]
100 .
S L
S — - typ 1 1T
J" N
L
-
50 g -
0
0,01 0,1 1 10 Ic (mA) 100
Fig. 6
6 130 ~ Facteur de bruit typique
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4
100 Valeurs typiques 10 Valeurs typiques
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transistor

réception trés haute fréquence
avec commande de gain @
NPN BF 496

Décembre 1980

Transistor N-P-N en boitier plastique TO-92 (variante), destiné aux préamplificateurs a gain va-
riable des tuners FM et de télévision V.H.F.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Tension collecteur-base

(émetteurouvert) . . . . . ... o . VcBO  max 30 \
Tension collecteur-émetteur

(base ouverte) . . . .. ... ... e .. VCEO max 20 Y
Courant collecteur (continu) ... ......... |I¢ max 20 mA
Puissance totale dissipée (Tamb<75°C) . . ... Piot max 300 mwW
Température de jonction. . . . . . . ... ... .. Tj max 150 °c
Fréquence de transition

—lg=2mA;Vecg=10V . .. ......... fT typ 550 MHz
Gain maximal unilatéralisé

—lg=3mA;Vcg=10V;f=50MHz. . ... Gum typ 34 dB

—lg=3mA;Vcg=10V;f=200MHz . . .. Gym typ 27 dB
Facteur de bruit (admittance de source optimale)

—lg=2mA;Vgg=10V;f=100MHz. ... F typ 2 dB

—1lg=3mA;Vcg=10V;f=200MHz. ... F typ 2,7 dB

DONNEES MECANIQUES Dimensions en mm

BOITIER TO-92 (variante) ‘
T =¥ 035
\Q ) § min
—_
| 5,2max I 12,7min —
L . Y08
e max
= 5
|
}' 1]

Distance pour laquelle la l

section des conducteurs

n’est pas garantie : 2,5 max
Fig. 1
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VALEURS A NE PAS DEPASSER (limites absolues selon publication CEl 134).

Tension collecteur-base (émetteur ouvert). . . . . ..
.
Tension collecteur-émetteur (base ouverte) . . . . . .

Tension collecteur-émetteur
(RBES1KQ). ......

Tension émetteur-base (collecteur ouvert). . . . . . .

Courant collecteur (continu) . . ... . v v i v v o v
Courant collecteur (valeur créte)
Puissance totale dissipée (Tymp <75°C) . .. . ...
Températuredestockage. . . . . . ... .. .. ...

Température de jonction. . . . . .. .

RESISTANCE THERMIQUE

Jonction - air ambiant

CARACTERISTIQUES

Courant base
—IlE=2mA;VCcB=10V. . . .. ... oo .

—lE=12mMA;;VCB=7V. .. et v et it v v n
Tension émetteur-base

—lgE=2mA;VCB=10V. ... ... ..

—lg=12mA ;VcB=7V.. ...
Fréquence de transition

—lg=2mA ;VcB=10V.

—lg=4mA ;VcB=5V.
Capacité de transfert inverse (f =10,7 MHz)

Ic=1mA;VCE=10V......

Facteur de bruit (admittance de source optimale)
—lgE=3mA;VcB=10V ;f=50MHz......
—Ilg=3mA ;Vce=10V ; f=200 MHz
—IE=2mA ;VCcB=10V ;f=100 MHz

Gain maximal unilatéralisé (Ibyasalgommune)
fb!

4gibgob
—lg=3mA;VceB=10V ;f=50MHz. ... ..

—lg=3mA ;VcB =10V ;f=200 MHz
—lg=2mA ;VcB=10V ;f=100 MHz

Gum(en dB) = 10 log

278

VcBO  max 30 \%
VCEO max 20 \%
VCER max 30 Vv
VEBO max 3 \Y;
Ic max 20 mA
Ilcm max 20 mA
Ptot max 300 mwW
Tstg — 5523 +150 °c
Tj max 150 °c
Rthj-a = 250 °c/w

Tamb =25 °C, sauf indication contraire

typ. 50 uA

8 < 150 uA
B < 2,2 mA
—VEB typ. 0,84 Y
~VgB < 1,0 \Y
fr typ. 550 MHz
fr < 530 MHz
typ. 0,8 pF

Cre < 1,0 pF
F typ. 1,9 dB
F typ. 2,5 dB
F typ. 2,0 dB
Gum typ. 34 dB
Gum typ. 27 dB
Gum typ. 30 dB



Paramétres y (f =100 MHz) (base commune)
Ic=2mA ;;VCE=10V

Conductanced’entrée . . . ... .......0....
Susceptancedentrée. . . . . . .. o0 h e
Admittance de transfertinverse. . . . . ... .....
Angle de phase de I'admittance de transfert inverse. .
Admittance de transfert direct . . .. ... .. R
Angle de phase de I'admittance de transfert direct . .
Conductancedesortie . . . . .« . v v v v i
Susceptance de sortie. . . . .. ... e e e

Paramétres y (f =50 MHz) (base commune)
—lg=3mA ;Vcg=10V

Conductanced'entrée . . ... ... .¢ .o vouu..
Susceptanced’entrée . . . .. ... .. ... e
Admittance de transfertinverse. . . . ... .. ....

Angle de phase de I'admittance de transfert inverse. .
Admittance de transfertdirect . . .. .........
Angle de phase de I'admittance de transfert direct . .
Conductancedesortie . . . . ... ... ... e
Susceptance de sortie. . . . . v v v v v v

Paramétres y (f = 200 MHz) (base commune)
—lg=3mA;Vcg=10V

Conductanced'entrée . .. ... ... .¢..0v.u..
Susceptance d’entrée . . . . . . . oo e .
Admittance de transfertinverse. . . . . ... ... ..
Angle de phase de I'admittance de transfert inverse. .
Admittance de‘transfert direct . . ... ........
Angle de phase de I'admittance de transfert direct . .
Conductance de sortie . . . . . . e e a s e e e
Susceptance de sortie. . . . .. .0 .00 e

typ.
typ.
typ.
typ.
typ.
typ.
typ.
typ.

typ.
typ.
typ.
typ.
typ.
typ.
typ.
typ.

typ.
typ.
typ.
typ.
typ.
typ.
typ.
typ.
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66
16
190
280°
66
155°
15
660

9,5

12
100
270°

95
160°

10
350

70
46
340
275°
85
130°
75
1,3

mA/V
mA/V
mA/V
mA/V

uA/V
uA/V

mA/V
mA/V
uA/V
mA/V

uA/V
rA/V

mA/V
mA/V
rA/V
mA/V

uA/V
mA/V
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transistor
pour oscillateur et mélangeur VHF @

PNP

BF 926

Décembre 1980

Transistor P-N-P en boitier plastique TO-92 (variante), destiné aux étages mélangeurs et oscilla-

teurs des tuners V.H.F., montage en base commune.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Tension collecteur-base

(émetteurouvert) . ... ... ... .. ... -VcBO  max 30 Vv
Tension collecteur-émetteur

(baseouverte) . . . . .. ... ... . —VceEo max 20 Vv
Courant collecteur (en continu) ... ....... —Ic max 25 mA
Puissance totale dissipée (Tamb<<45°C) . . . .. Ptot max 250 mW
Température de jonction. . . . . .. ... ..... Tj max 150 °c
Fréquence de transition (f =100 MHz)

IE=1mA;=Vcg=10V............ fT typ. 350 MHz
Facteur de bruit (f =200 MHz)

IE=1mA;—Vcg=10V............ F < 6 dB
Gain transducteur (base commune)

IE=3mA;-Veg=10V. ... .. ...... Gyr > 14 dB

DONNEES MECANIQUES Dimensions en mm

BOITIER T0-92 (variante)

] *0,35

min
4

12,7min

|

—

0,65 O —
max |
-

Section non garantie [ ’
sur 2,5 max =

Fig.1

281



VALEURS A NE PAS DEPASSER (limites absolues selon publication CEl 134).

Tension collecteur-base (émetteur ouvert) . ... ..
Tension collecteur-émetteur (base ouverte) . . . . . .
Tension émetteur-base (collecteur ouvert) . .....
Courant collecteur encontinu) . .. .........
Puissance totale dissipée (Tamp <45°C) . . . .. ..
Température de stockage . . ... ........ 0.
Températurede jonction . . .. ... .....c. ...

RESISTANCE THERMIQUE

Jonction-airambiant . . . ... ... . 00000

CARACTERISTIQUES
Courant résiduel collecteur
IE=0;-VCB=20V ... . it i v

Courant base
IE=1TmA;=VecB=10V..............

Tension de claquage collecteur-base
Emetteurouvert ; —ic=10pA. .. ... .. ...

Tension de claquage collecteur-émetteur
Base ouverte ; —lc=2mA .............

Tension de claquage émetteur-base
Collecteur ouvert ; —lE =10pA ... .......

Fréquence de transition (f = 100 MHz)
IE=1mA ;=VCcB=10V .. ... ...
IE=5mMA;—-VcB=10V .............
Capacité de transfert inverse (f = 1 MHz)
IE=1mA;=VCB=10V .............
Facteur de bruit (f =200 MHz)
IE=1mA;-VcB=10V .............
Gain transducteur (base commune) (f =200 MHz)

IE=3mA ;—VcB=10V ;Rs =60 ;
RL=920 2 . . . . i it i it ettt i
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-Vcgo max 30 v
—VCEQ max 20 \Y
-VEBO max 4 \
—Ic max 25 mA
Ptot max 250 mwW
Tstg — 552 +150 °c
Tj max 150 °c
Rthja = 420 °c/w
Tamb =25 °C

—lcso < 50 nA
- < 33 kA
-V(BRICBO > 30 \%
-V (BR)CEO ~ 20 v
-V(BRIEBO ~ 4 v
fT typ. 350 MHz
T typ. 500 MHz
400 a 700 MHz

Cre typ. 0,5 pF
E typ. 5 dB
6 dB

> 14 dB

Grr typ. 17,5 dB



transistor
pour oscillateur et mélangeur VHF @
PNP BF 936

Décembre 1980

Transistor P-N-P en boitier plastique TO-92 (variante), destiné aux étages mélangeurs et oscillateurs
des récepteurs de télévision V.H.F.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Tension collecteur-base

(émetteurouvert) . ............... -VecBOo  max 30 \
Tension collecteur-émetteur

(baseouverte) . . . ... ... ..., —VCEO max 20 Y
Courant collecteur (en continu) . ......... —lc max 25 mA
Puissance totale dissipée (Tamp <45°C) . . . . . Ptot max 250 mw
Températurede jonction. . . . . . ... ... ... Tj max 150 °c
Gain en courant continu

lE=1mA;-VeB=10V ........... hFE > 25
Fréquence de transition (f =100 MHz)

IE=1TmA;-VcB=10V ........... T typ. 350 MHz
Facteur de bruit (f =200 MHz)

IE=1mA;—VeB=10V, .. ......... -F < 6 dB
Gain transducteur (base commune)

IE=3mA;—-VcB=10V ;f=200MHz . .. Gy > 14 dB
DONNEES MECANIQUES Dimensions en mm
BOITIER TO-92 (variante) Vo35

) ] M
\% * min
] ‘
i< 52max e 12,7min - - -
— ;- Yous
O . 4‘ max
. + =]

' Section non garantie
- |« SUr 2,5 max
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VALEURS A NE PAS DEPASSER (limites absolues selon publication CEl 134).

Tension collecteur-base (émetteur ouvert) . . ... . —Vco  max 30 v
Tension collecteur-émetteur (base ouverte) . . . . . . —VCEO  max 20 v
Tension émetteur-base (collecteur ouvert) ...... -Vggg  max 4 \
Courant collecteur (en continu) .. ........ .. =g max 25 mA
Puissance totale dissipée (Tgmp <45°C) .. .. ... Piot max 250 mw
Température de stockage . . . ... . e Tstg — 553 +150 °c
Température dejonction . ... ... .uven.n. Tj max 150 °c
RESISTANCE THERMIQUE
Jonction - airambiant . . ... ... ... .vv... Rthja = 420 °c/w
CARACTERISTIQUES Tamb =25 °C
Courant résiduel collecteur
lIg=0;-VcB=20V ..... cieve.e.... —lCcBO < 50 nA
Courant base
IE=1TmA;=VCB=10V............. . —IB < 38 uA
Tension de claquage collecteur-base
Emetteur ouvert ; —Ic=10uA . . ... ...... —V(BR)CBO > 30 \"
Tension de claquage collecteur-émetteur
Baseouverte ;—IC=2mA ............. —V(BR)CEO > 20 \Y}
Tension de claquage émetteur-base
Collecteur ouvert ;—lg =10uA .......... —V(BR)EBO > 4 Y
Gain en courant continu
IE=1mA;-VCB=10V ............. hFE > 25
Fréquence de transition (f =100 MHz)
lE=1mA;=-VcB=10V ............. fr typ. 350 MHz
Capacité de transfert inverse (f =1 MHz)
IE=1mA;=VcB=10V ........ T o typ. 0,9 pF
Facteur de bruit (f =200 MHz)
_ . _ typ. 5 dB
IE=1mA;=VcB=10V ........... .. F < 6 dB
Gain transducteur (base commune) (f =200 MHz)
IgE= 3mA ——VCB—10V Rs 609 ;
RL =920 LT . Gy 14 dB
typ. 17,5 dB
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transistor
préamplification VHF
avec commande de gain
PNP

D>

BF 939

Décembre 1980

Transistor P-N-P en boitier plastique TO-92, (variante), destiné & des applications dans les préam-

plificateurs & gain variable des tuners V.H.F.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Tension collecteur-base (émetteur ouvert) . ... —Vcpo max 30
Tension collecteur-émetteur (base ouverte) . . . . —VCEQ  max 25 v
Courant collecteur (en continu) .. ........ —lc max 20 mA
Puissance totale dissipée (Tamb <55°C) .... Ptot max 225 mw
Températurede jonction. . .. .. ......... Tj max 150 °c
Fréquence de transition (f =100 MHz)

IE=2mA;=VeB=10V ........... T typ. 750 MHz
Facteur de bruit (f =200 MHz)

IE=2mA ;—-VcB =10V

Rs=60Q ;RL=1kQ ............. F typ. 2,5 dB
Gain transducteur (base commune)

IE=2mA ;—-VcB =10V ; f =200 MHz

Rg=60Q ;RL=1kQ ............. Gtr typ. 16 dB

DONNEES MECANIQUES Dimensions en mm

BOITIER TO-92 (variante)

. ?035

‘ — ’mm

12,7min

)
i
.

—& 0.48

max
¢

)

Fig. 1

1
L_ Section non garantie
sur 2,5 max
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VALEURS A NE PAS DEPASSER (limites absolues selon publication CEl 134).

Tension collecteur-base (émetteur ouvert) . ... .. -VeBo
Tension collecteur-émetteur (base ouverte) . . . . . . -~VCEO
Tension émetteur-base (collecteur ouvert) . ... .. —VEBO
Courant collecteur (encontinu) . ........... -lc
Puissance totale dissipée (Tgmb <55°C) . ...... Ptot
Températuredestockage . . ... ...+ .c0ooo. Tstg
Températuredejonction . ... ........0... Ti
RESISTANCE THERMIQUE
Jonction - airambiant . . ........... ++... Rthja
CARACTERISTIQUES
Courant résiduel collecteur

lIE=0;-VCB=15V . ... ... —IcBo
Courant résiduel émetteur

Ic=0;—-VEB=1V ... i —-lEBO
Courant base

IE=2mA ;—VeB=10V.............. —ig

—Ic=9mMA;—-VCE=4V ....... ..., —ig
Tension de claquage collecteur-base

Emetteur ouvert ;—Ic=10puA. ... .. .. ... —V(BR)CBO
Tension de claquage collecteur-émetteur

Base ouverte ;—lc=1mA ............. —V(BR)CEO
Tension de claquage émetteur-base

Collecteur ouvert ; —Ig =10pA ... ....... —V(BR)EBO
Fréquence de transition (f =100 MHz)

|E =20mA;—-VcB=10V ............ fr

lg=65mA ;=VcB=55V ............ T
Capacité de transfert inverse (f =500 kHz)

lE=0;-VeB=10V ......... ..., Cre

lg =0;-VcB=10V ...... e e Crb

Facteur de bruit (f =200 MHz)
IE=2mA;-VcB=10V
RS=60 2 :RL=TKD « oo vvrrnennnnn, F

Gain transducteur (base commune) (f =200 MHz)
IE=2mA;-VcB=10V ;Rs=60% ;
RL=TK2 oot et et Gtr
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max
max
max
max
max

—55a+150

max

V V V AAZ A A ]

ANZ
°

typ
typ

typ

typ

30 \"
25 v
3 v
20 mA
225 mW
°c

150 °c
420 °c/Iw
Tamb =25 °C
100 nA
100 nA
55 uA
125 uA
3,6 mA
30 v
25 v
3 v
750 MHz
200 MHz
0,7 pF
135 F
160 fF
2,5 dB

4 dB
16 dB



@ BF 939 - Page 3

800
™N
fr / N
(MHz)
]
I
600
\
\typ
400 \
\
\
\
200
\
! N
0 T
0 5 10 lg (MA) 15
Fig. 2

—VcB =10V ;=100 MHz ; Tamb =25 °C
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50 —
e N
B =wn GNAN
(mA/V) — YRIN
0 [T
N
N e QN _ 1 Fig. 3
N Y g 5 6d8 Courbes isobruit
—50 TN }5 =VCB =10V ;Ig =2mA ;f =200 MHz ;
< 45 Tamb =25 °C ; valeurs typiques
“ 4
N
NNEG
-100 2,5
323
—-150
0 50 100 150
Gs(mA/V)
25 TT
|
typ
Gir
(dB) L A
o N
N
N
N
-25
-50
0 2 4 6 Ig (mA) 8
Fig. 4

—Veec =12V ;R =1k ; RL =920 Q ; Rg =60 Q ; f =200 MHz ; Tamb =25 °C

288




transistor
préamplification UHF @

PNP & BFos7

Décembre 1980

Transistor P-N-P en boitier plastique SOT-37, destiné principalement & des applications de préam-
plification a gain variable dans les tuners U.H.F.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Tension collecteur-base

(émetteur ouvert) . .. .. ... -VcBo — max 30 \%
Tension collecteur-émetteur

(base ouverte) . . . . .. ... —VCEO  max 30 Y]
Courant collecteur (en continu) . ... ... ... —lc max 20 mA
Puissance totale dissipée (Tamp <55°C) . . . . . Ptot max 160 mwW
Températurede jonction. . . . . . v . .. ... Tj max 150 °c

Fréquence de transition (f = 100 MHz)

IE=3mA;-Veg=10V. .. ......... fT typ. 900 MHz
Facteur de bruit (base commune)

IE=3mA ;—VCcR =10 V ; f =800 MHz

RS =602 ;RL =500 ............ F typ. a4 dB
Gain transducteur (base commune)

lg=3mA ;—Vcg =10V ; f =800 MHz

Rg =602 ;RL =500 ............ Gir typ. 13 dB

DONNEES MECANIQUES Dimensions en mm
BOITIER SOT-37

| N

Brochage e b

m“n (3] a 68
1. Emetteur e e

v L
2. Base ; ] ‘ !
3. Collecteur l bb
= < | 02umax

lalk

(1) Marquage Fig. 1

€ Produit homologué CECC 50002-127 disponible sur demande.
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VALEURS A NE PAS DEPASSER (limites absolues selon publication CEl 134).

Tension collecteur-base (émetteur ouvert) . .. ...
Tension collecteur-émetteur (base ouverte) . . . . . .
Tension émetteur-base (collecteur ouvert) . .. ...
Courant collecteur (en continu) . ..... e
Courant base (en continu) . . . . . e Ce
Puissance totale dissipée (Tamp <<55°C) .. ... ..
Température de stockage . . ... ......... ..

Températurede jonction . . . ... ..o . .o

RESISTANCE THERMIQUE

Jonction - air ambiant . . . .. e e e e e e e e

CARACTERISTIQUES

Courant résiduel collecteur

lIE=0;-VCcB=15V ... ... . . v
Courant résiduel émetteur

|C=O;—VEB=1 Vo e e e e e e

Tension de claquage collecteur-base
Emetteur ouvert ; —Ic=10pA. . ... ... ...

Tension de claquage collecteur-émetteur
Base ouverte ; —Ic =1 mA

Tension de claquage émetteur-base
Collecteur ouvert ; —lg =10 pA

Gain en courant continu
IE=3mA ;—VCE=10V

IE=7mA ;—VCg =4V
Fréquence de transition (f = 100 MHz)
IE=3mA ;—-VcB=10V

lE=7mA ;—-VcB=5V

Capacité de transfert inverse (f =500 kHz)
IE=1mA;-Vcg=10V

IE=0;-VcB=10V . .. ... .. ... .

Facteur de bruit (base commune)
IE=3mA ; —VCB =10 V; f =800 MHz
Rs =60 2 ; R =500 Q

Gain transducteur (base commune)
IE=3mA ;-VcB =10V ; f =800 MHz
Rs =60 2 ; R =500 2

—VcBO max 30 v
—VCEO max 30 \Y
—VEBO max 3 \Y
—Ic max 20 mA
L) max 5 mA
Ptot max 160 mW
Tstg —55a+150 °c
Tj max 150 °c
Rthj-a = 600 °c/w
Tamb=25°C
—icego < 100 nA
—lggo < 100 nA
—V(BR)CBO > 30 v
—V(BR)CEO > 30 Y,
—V(BR)EBO > 3 \%
h > 15
FE typ. 60
hgg > 10
£ typ. 900 MHz
T 700 a 1100 MHz
fr < 200 MHz
Cre typ. 0,45 pF
typ. 115 fF
Cb < 140 fF
E typ. 4 dB
< 5 dB
G > 1 dB
tr typ. 13 dB
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typ

5 10 ~l¢ (mA)
Fig. 2 .
—VcB =10V ; f =100 MHz ; Tamb =25 °C

15

typ

L

//

Pt——

5 10 __|C(mA)
Fig 3 o
—Vee =12V ;Rc=1kQ ;f =100 MHz ; Tamp =25 °C
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w 4N typ Conditions de mesure :
Fig.4:—V§B=10V;IE=3 mA ; f =200 MHz
Tamb =25 "C ; Valeurs typiques
5 Fig.5: —Vcg =10V ; Ig =3 mA ; f =800 MHz
Tamb =25 "C ; Valeurs typiques
Fig.6 : —Vcc =12V ;Rc=1k&2; .
R =500 2;f =800 MHz ; Tymp =25 C
0
|
-5
\
~10 1
-15 -
0 5  igima) 10
Fig. 6
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Conditions de mesure :
Figures 72 10 : Ig =3 mA ; —Vcg =10 V ; Tamb = 25°C ; valeurs typiques

75 Y 1,5 ——7150°
g;
by [¥rbl .
! r
\
50 1 - 100°
- —bip L=
4
- —%rb '
A N
K Jib A
\
L1y, 1
25 0,5 2 50°
0 0 00
0 500 (MHz) 1000 0 500 ¢ (muz 1000
Fig. 7 Fig. 8
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transistor
pour oscillateur et mélangeur UHF @
PNP BF 970

Décembre 1980

Transistor épitaxié P N-P en boitier plastique SOT-37, destiné aux étages oscillateurs et oscil-
lateurs mélangeurs dans les tuners UHF, montage base commune.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Tension collecteur-base (émetteur ouvert) . . . . . ... .. —-Vcgo max 40 \
Tension collecteur-émetteur (base ouverte) . . . ... ... —Vcep max 35 \
Courant collecteur (encontinu). . .. . ... ........ —lc max 30 mA
Puissance totale dissipée

(Tamb<<55°C) . . . .. . it Piot max 160 mwW
Température dejonction. . . . . . . .. ... .. ... ... Tj max 150 °c
Fréquence de transition (f =100 MHz)

IE=3mA;-Veg=10V. .. ... ... ... ....... fT typ 900 MHz
DONNEES MECANIQUES Dimensions en mm
BOITIER SOT-37 i A
Brochage
1. Emetteur
2. Base I

3. Collecteur

I 4
me ¥ )
min |

48 é
max

| - 0,24 max

1,2 max—| -—

27
max

1) =repérage du numéro de modeéle
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VALEURS A NE PAS DEPASSER (limites absolues selon normes CEIl 134)

Tension collecteur-base (émetteur ouvert) . . . . . . .. ..
Tension collecteur-émetteur (base ouverte) . . . ... ...
Tension émetteur-base (collecteur ouvert) . . . . . . .. ..
Courant collecteur (encontinu). . . . . . .. .o oo vttt
Courant émetteur (encontinu) . . . .. .. ..o

Puissance totale dissipée
(Tamb < 55 °C)

Température destockage. . . . .« o« oo oo s e e

Températuredejonction. . . . .. o oo oo

RESISTANCE THERMIQUE

Jonction-airambiant . . . . . . ..o c e e

CARACTERISTIQUES

Courant résiduel collecteur
IE=0;-VeB=20V . ... ...t

Courant résiduel émetteur
Ic=0;-VEB=1V. ... .

Gain en courant continu
—lc=3mA;-Vcg=10V. .. ...

Fréquence de transition (f =100 MHz)
lge=3mA;-Vcg=10V. .. ...... ..ot

Ig=7mA ;=VEB=DBV ... e

Capacité de transfert inverse (f =1 MHz)
IE=0;VeB=10V .. ...t

IE=1mA;—VCB=5V .................

Facteur de bruit (Rg =60 Q)
le=3mA ;-Veg=10V ;f=200MHz . ... ....

le=3mA ;-Vcg=10V ;f=800MHz . .......

Gain transducteur (base commune) (f =800 MHz)
le=3mA;-Vcg=10V; Rg=60% ;R =500 .

296

-VcBo
—VCEO
—VEBO

max 40 v
max 35 \"
max 3 \)
max 30 mA
max 35 mA
max 160 mwW
—55a+ 150 °c
max 150 °c
= 600 °c/w
Tamb =25 °C
< 100 nA
< 100 nA
> 25
typ 50

typ 900 MHz
750 a 1060 MHz
> 400 MHz
typ 700 MHz
typ 110 fF
< 140 fF
typ 475 fF
typ 2,6 dB
typ 4,7 dB
< 6,0 dB
> 13,0 dB
typ 14,5 dB




transistor

pour préamplificateur
et mélangeur UHF @
PNP BF 979

Décembre 1980

Transistor P-N-P en boitier plastique SOT-37, destiné aux préamplificateurs dans les tuners U.H.F.
comportant des atténuateurs diodes P.I.N. ainsi qu’aux oscillateurs U.H.F. 3 fort niveau.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Tension collecteur-base

(émetteurouvert) . ... ... ... ..., . —VecBO max 20 Y
Tension collecteur-émetteur

(baseouverte) . . . . ... 0 i —VCEQO max 20 v
Courant collecteur (valeur créte) . . . . .. .. .. —lem max 30 mA
Puissance totale dissipée Tamp <55°C . . . . . . Piot  max 140 mW
Températurede jonction. . . . . v v v v v v v v . Tj max 125 °c

Fréquence de transition (f =100 MHz)

IE=10mA ;;—-Veg=10V ... ........ T typ. 1350 MHz
Facteur de bruit (base commune)

lge=10mA ; -Vcg =10V ; f =800 MHz

Rg=602 ;R_. =500 ............ F typ. 4,5 dB
Gain transducteur (base commune)

Ige=10mA ; -Vcg =10V ; f =800 MHz

Rs=60 Q2 ;R =500Q. .. ...c.c0.. Gir typ. 16 dB

DONNEES MECANIQUES Dimensions en mm
BOITIER SOT-37

Brochage
4
1. Emetteur ! [ |
b max
2. Base ! l \‘
3. Collect. ..r
>l 0,24 max
12max = =
-
(1) Marquage Fig. 1
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VALEURS A NE PAS DEPASSER (limites absolues selon publication CEl 134). .

Tension collecteur-base (émetteur ouvert) . .. ... —-VcBO max 20 \
Tension collecteur-émetteur (base ouverte) . . . . .. -VCcEo max 20 \Y
Tension émetteur-base (collecteur ouvert) . ... .. —VEBO max 3 \%
Courant collecteur (valeurcréte) . . ... ....... —lcm max 20 mA
Courantbase (encontinu) . . . .. ........... —Ig max 10 mA
Puissance totale dissipée (Tamp <55°C) . . .. ... Ptot max 140 mwW
Température de stockage . . . . ... .. ... ... . Tstg —55a+125 °c
Températurede jonction . . . .. ... v .t ... .. T max 125 °c
RESISTANCE THERMIQUE
Jonction -airambiant . . ... ... .o Rth j-a = 500 °c/w
CARACTERISTIQUES Tamb =25 °C
Courant résiduel collecteur

IE=0;-VCB=15V .. ... .. —IcBO < 100 nA
Courant résiduel émetteur

IC=0;-VEB=1V .. ... v ... —1EBO < 100 nA
Tension de claquage collecteur-base

Emetteur ouvert ; —Ic=10pA . . . . .. ... .. —V(BR)CBO > 20 \Y
Tension de claquage collecteur-émetteur

Baseouverte ;—Ic=1TmA . ............ —V(BR)CEO > 20 Y,
Tension de claquage émetteur-base

Collecteur ouvert ; —lg =10 A .. ... ... .. —V(BR)EBO > 3 Y,
Gain en courant continu

IE=2mA;=VCg=10V .. ........... hFE > 15

IE=10mA;—VCE=10V .. ... ....... hgg > 20
Fréquence de transition (f =100 MHz)

IE=10mA ;-VcB=10V............. T typ. 1350 MHz

IE=15mA;-Veg=5V ............. fr typ. 1000 MHz
Capacité de réaction (f =500 kHz)

lg=0;-VeB=10V .. ... ... ....... Cre typ. 0,65 pF

IE=0;-VcB=10V ... ............. Cro typ. 120 fF
Facteur de bruit (base commune)

ETOMRETIIO e e s
Gain transducteur (base commune)

IE=10mA ;—-Vcg =10V ; f =800 MHz

Rg=60Q ;R_.=500Q .............. Gir typ. 16 dB
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2000
fr
(MHz) typ
1 P
L~ —
1000 /
//
0
0 5 Fig. 2 10 Ig (mA) 15
-VcB=10V;Tj=25°C
75 75 T
BS BS |
(mA/V) (mA/V) F=9dB
> - |
50 50 » <
= (] F =6dB T / = TR818.5
- 75
7 N7
25 Z 523 25 H 5
2T 4,5 N 2 6 ZONIK
=~ - A\ y.
3,5 AVAY rZaprhidm uay
/ 4 3:; . A 7{2 ] A
o ST 0 /
\! ] /
y AN 4V av4
EONN A N\ y
-25 FANN e ~25 a4 v,
AN . A o A
N ‘\ - | Yy
\\
-50 —-50 N drd
-75 =75
50 100 0 50 100
Y Fig.3°_ Gs(mA/V) w.a Gs(mA/V)
Ig =10 mA ; —Vcg =10 V ; f = 200 MHz IE=10mA ; —Vog =10 V ; f = 800 MHz
Tamb = 25°C ; valeurs typiques Tamb = 25°C ; valeurs typiques
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Conditions de mesure : figures52 8 ; I =10 mA ; —VCB=1OV;
Tamb =25 °C ; valeurs typiques -—= =VgcB=5V
150 I 200 125°
\
9ib
~bip Ve b
mA/V) (mA/V)
- be
\ \
100 \ > 150 100°
Q\ “
N
v Y AJEAN
N\ AN A
‘n —D: A
\ ib \
"\ Ytb
\
50 A 100 K™ 75°
N\
\\
\ NAN
AN N
N N
ANBON
9ib+ N
+ -— | }
0 L1 = 50 S 500
0 F50;) f (MHz) 1000 0 500 f(mHz) 1000
ig. Fig.7
3 150° 7.5
|y | 9ob
rb —¢,n b /
rb ab
marv) EET mA/V) /
F~¥rb
SuphSE. /
2 = £ 100° 5 y
>
A
y
v ) ’;
Avd 4
Yy
vd 24
1 500 2,5 =4
] bop 12
r// ‘,' 2
- yrb pari
’P
L~
0 0° o [ 20 P =
0 500 f(mHz) 1000 0 500 f(mHz) 1000
Fig. 6 Fig. 8
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transistors ‘
commutation haute tension @
PNP BFT 44
BFT 45

Décembre 1980

Transistors P-N-P, planar épitaxiés, en boitier métallique TO-39, destinés a I'amplification, la
commutation industrielle, et la téléphonie.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
BFT44 |BFT45
Tension collecteur-base (émetteur ouvert). . —Vcgo  max Vv
Tension collecteur-émetteur (base ouverte) . —VCgQ  max \
——— e
Courant collecteur (en continu). . . . . . .. —Ic max 0,5
Puissance totale dissipée
(Te<<BO®°C). .. . ... Piot max 5,0 w
Température de jonction. . . . .. .. .. .. Ti max 200 °c
Gain en courant continu
—Ic=10mA ;—Vcg =10V . ... ... hee 503 150
Fréquence de transition (f =35 MHz)

—lc=15mA ;—Vgg=10V . .. .. .. fr typ. 70 MHz
DONNEES MECANIQUES Dimensions en mm
BOITIER TO-39
Collecteur relié au boitier

“jmax
85 '
max _
L — - ——]
66 ple 127 o
max min
Accessoire : 56245 (entretoise).
Fig. 1
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BFT45

VALEURS A NE PAS DEPASSER (limites absolues selon publication CEl 134)

Tensions BFT44 |BFT45
Tension collecteur-base (émetteur ouvert) . . . . —Vcgo  max 300 250 Vv
Tension collecteur-émetteur (base ouverte) . . . —VCgp  max 300 250 \
Tension émetteur-base (collecteur ouvert) . . . . —VEgo  max 5 5 v
Courant
Courant collecteur (encontinu). . . . ... ... —lIc max 0,5 A
Puissance
Puissance totale dissipée
(P <10 2 o Ptot max 5,0 w
puissance dissipée maximale
admissible en fonction de la
température du boitier
100
N\
Prot
(%) N
N
50 N
A
N
N
0 0 100 200
Te (°C)
Fig. 2
Températures
Température destockage. . . . . ... ... ... Tstg —65 a +200 °c
Température dejonction. . . . . . . ... .... T max 200 °c
RESISTANCE THERMIQUE
Jonction-airambiant . . . . . ... ... ..... Rthja = 200 °C/W
Jonction-boitier. . . . .. ............. Rthjc = 30 °C/W
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BFT45

CARACTERISTIQUES Tj = 256 °C sauf indication contraire
Courant résiduel collecteur
lIE=0;-Vcg=200V. ... ........... —lcgo < 5 uA
Ig=0;-Vcg=200V ;Tj=125 °C....... —Iceo < 300 MA
Courant résiduel émetteur
Ic=0;-VEg=3V................ —lgBO < 5 BA
Tension de maintien collecteur-émetteur BFT44 |BFT45
—lg=10mA;lg=0;L=25mH........ —VCEOsust > 300 I 250 vl
Circuit de mesure pour VCEOsyst Oscillogramme de VCEQgyst
L=25 mH
-1
-V C
cc (mA)
horizontal

10
oscilloscope

> vertical

109
8V 19 .
i {:_k 0
Fig. 3
Tensions de saturation
—Ic=10mA;—lg=TmA . ........... :xggsa:
sa
—Ic=100mA ;—lg =10mA. . . .. ...... :‘\;ggsa:
sa

BFT44 —V(CEgat

—Ic =500 mA ; —Ig =100 mA BFT45 —V(CEsat

—VBEsat
Gain en courant continu
—Ilc= 1TmA;—=Vcg=10V ... ....... hfre
—lgc= 10mA ;=Vgg=10V .. ... ..... hgge
—=lc=100mA ;—Vceg=10V . ... ... ... hEg
Capacité collecteur (f =1 MHz)
lIgE=1g=0;-Veg=20V............. Cec

1) - Vec=0450V , f=400Hz; s =0,5 (voir circuit de mesure)
) Mesures en impulsions : tp =300 ps; & < 0,02.

min =VCEQsust |

—VCEO (V)
Fig. 4

o,

A AN AN AN
= wo o= OO
N OO0 O

< << << <<

N NN
— ~——

\%

30
503 150
> 50 2)

< 15 pF
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BFT45

CARACTERISTIQUES (suite) Tj =26 °C
Fréquence de transition (f =35 MHz)

—lgc=15mA ;—Vcg=10V . . . .. .. .. . o fr typ 70 MHz
Temps de commutation

—Icon= 50mA ; —lgon =IBoff= 5 mMA (circuitdemesure 1) :g;‘f 33 égg 22

—lcon =500 mA ; —Igon = IBoff = 100 mA (circuit de mesure 2) :g;‘f 3’/3 gg 2:

Vee
|
Circuit de mesure 1
Vee=-31V 600 Q2
tp = 10 us

transistors testés
(BFT 44 et BFT 45)

L
-1V

Fig.5

Vee
Circuit de mesure 2 60 2
Vee=-31V
tp = 10 us

transistors testés
(BFT 44 et BFT 45)

OU
-16V

Fig.6
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BFT45

200
! valeurs typiques
~Ic T;=25°C
(mA)
150
o]
’./
===t (),8 MA
100 LT ]
/ 1
0,6 mA
=
o 0,4mA
50 /] - m
| 1"
0,2mAT7
[
° 0
0 50 100 mv— 15
Fig. 7
300 -
valeurs typiques
Tj=25°C
—I
C
(mA)
- R™ 5mA
200
T2 mA
yd -
1
A
V
A
P4 1mA
100 A4 — jEE
4 = 08mA
7 il
0,6 mA
p o
0,4 mA
1 -
q,2 mAL
olLll 111
1
° ° 0 5 _veggwm 2
Fig.8
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BFT45

104 -
—VCB= 200V -_
e: o) y,
(nA) /V
ty;y,
103
/
y
/
102
/
10
0 100 1 0 200
T, (°C)
Fig.9
2 30
10 —VCE=10V |E=|e=0
Tj=25°C f=1 MHz
-Ic Ce T.=25°C
(mA) (pF) )
typ
10 1] 20
4
4
typ
1 10
Py
1078 1 2 % 20
05 ® _vge(v) 25 ~Veg (V)
Fig. 10 Fig. 11
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(MHz)

100

50

150

100

<KD

BFT44 - Page 7

BFT45
—VCE= v
f= 35 MHz
Tj=25°C
tvp4 -—
- N
AN
-
2 3
10 10 —Ig (mA) 10
Fig. 12
-—VCE =10V
Tj=25°C
ot
typ ~\
Lot
10 102 —ic (mA) 103
Fig. 13
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BFT45

1,5 —
typiques
~Veesat| 'c o
—VBEsat Ig
Vh | 1=25°C
iy
CEsat
1,0 ;
f -VBEsat -
]
- J i
] l]
—
05 7
7
0 1
1 10 102 —lc (mA) 103
Fig. 14
15 [
valeurs
typiques |
~Veesat| 'C _
~VBEsat| Ig
W} 1=250¢
-V .
1.0 CEsat [ 1]
s -~
—VBEsat H ="
-
05
i
7
7
7
0
1 10 102 ~lc (mA) 103
Fig. 15
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transistor
commutation courant éleveé @

NPN

BFX 34

Décembre 1980

Transistor N-P-N en boitier métallique TO-39, destiné principalement aux applications de commu-

tation a courant élevé.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Tension collecteur-base

(émetteurouvert) . ............... VcBo — max 120 \
Tension collecteur-émetteur

(baseouverte) . . . . ... ... ... e VCEOQO  max 60 Y
Courant collecteur (valeurcréte) . . ... ..... lcm max 5,0 A
Puissance totale dissipée (Tc<<25°C). . ..... Pt max 5,0 W
Température de jonction . . . ... ... ..... Tj max 200 °c
Gain en courant continu

Ic=2A;VCe=2V ... ... .o hFE 40 3 150
Fréquence de transition (f =35 MHz)

Ic=05A;Vcg=5V ......... e fT > 70 MHz
Temps total de coupure :

Ic=5A;Ig=0,5 A a la coupure

avec —IBM=05A . .. .. ........... toff < 1,2 us

DONNEES MECANIQUES Dimensions en mm

BOITIER TO-39

Collecteur relié au boitier

0,86
max
«
N § ¥0,51
1())‘/ _’rn'ox
m‘ux A3 P - rra"usx — e |
e
66 ple— 127

- 84 _
max

Accessoire : 56254 (entretoise)
Fig. 1

& Produit homologué CECC 50 004-025, disponible sur demande.
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VALEURS A NE PAS DEPASSER (limites absolues selon publication CEl 134).

Tensions

Tension collecteur-base (émetteur ouvert) . .. ...

Tension collecteur-émetteur (base ouverte) . . . . . .

Tension émetteur-base (collecteur ouvert) ... ...

Courants

Courant collecteur (encontinu) . ...........

Courant collecteur (valeurcréte) . .. ... .... .

Courant base (en continu) . . . . . .. e e e e

Puissance dissipée

Puissance totale dissipée (T¢c<256°C).........

Températures

Tamb<25°C) .. .. ...

Température de stockage . . ... ... e

Températuredejonction . . ... . v vt vt
RESISTANCE THERMIQUE

Jonction-airambiant . . ... .. ... .00

Jonction - boitier

310
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Ptot
Ptot

Tstg

Rth j-a
Rth j-c

max 120
max 60
max 6
max 2,0
max 5,0
max 1,0
max 50
max 0,87
— 5534 +200
max 200
= 200
= 35

>

==

°c
°c

°c/w
°c/w



GRE>» s-x34Pae3

CARACTERISTIQUES Tj =25 °C, sauf indication contraire

Courant résiduel collecteur .
VEB=0;VCE=60V............. ... ICES < 10 uA

Courant résiduel émetteur

typ. 0,01 A
IC=0;VEB=4V ot vttt lego &P 10 ZA
Tensions de saturation .
yp- 0,77 \)
Ic=bA;IB=05A. .. ... ... . ... ... VCEsat < 10 v
typ. 1,43 \%
VBEsat < 1,8 \
Gain en courant continu
Ic=10A;VCE=20V ....... e e e hFE typ. 130
Ic=15A;VCE=06V ..... [ hFE typ. 60
typ. 110
IC=20A;VCE=20V «vvrernnnn... hFE YP 403150
Capacité collecteur (f =1 MHz) .
typ. 36
IE=lg=0;VCB=10V ...... e Ce P 100 SF
Capacité émetteur (f =1 MHz)
Ic=lc=0;VEB=05V ........ ... ... Ce typ. 345 pF
Fréduence de transition (f =35 MHz) > MH
70 z
Ic=056A;VCE=5V ..... e e e e e fr typ. 100 MHz
Temps total d’établissement du courant
—VBe=20Valc=5A;Ig=05A
avecIgM=05A .. ... ... ... .. c. v top t<yp. g'g Z:
Temps total de coupure du courant !
Ic=5A;Ig=05A3a—Vgeg =20V
avec—IgM=05A . ... ... .. toff t<yp. ?'34 “::
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\
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2
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Fig. 2
Aire de fonctionnement de sécurité
I - Zone de fonctionnement en continu admissible
11 - Extension admissible de fonctionnement en impulsions répétitives
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0°
Zenj-c
(°c/w)
102
6:=1
Xl 1"
| I Lt
10 0.2. moZae
0.1
tH L
5
/'
1 -
).0113
107
10°3 1072 10 1 10 102 tp (ms) 10°
Fig. 3
111
Valeurs typiques|
t
(ns)
500
N .
I~~~ toff
250
ton
/
/,
0
0 25 Ic (A) 5
Fig. 4
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60
h
Fe Veg=2V
Tj:25°C
50
A,
\\‘
N
40 ™
N
30
I~
P
20
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T 0.75 —[
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- Tj=25%C Ve LI
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4
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typ
I
/(
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4 0
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élément bistable
bt GRES

BR 101

Décembre 1980

Elément P-N-P-N, constitué d’un transistor P-N-P et d’un transistor N-P-N en un boitier métallique
TO-72, et dont toutes les connexions sont accessibles.

|1 est destiné aux circuits base de temps et autres applications en télévision. |l est utilisé également
pour le déclenchement des thyristors.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

TRANSISTOR P-N-P

Tension émetteur-base
(collecteurouvert) . ... ............ —VEBO max 50 \Y

TRANSISTOR N-P-N
Tension collecteur-base

(émetteur ouvert) . . ... ... ... ... . . VcBo max 50 \"
Courant émetteur de créte répétitif . . . . ... . —lerM max 2,5 A
Puissance totale dissipée (Tamp <25 °C) . . . .. Piot  max 275 mwW
Température de jonction . . . .. ... ...... Tj max 150 °c
Tension directe a I'état passant

IA=50mA;IAG =0; RKG-K=10k . . .. Vak < 1,4 \Y
Courant de maintien

IAG =10 mA; —VBB =2 V; RKG-K =10 kQ2. IH < 1,0 mA

DONNEES MECANIQUES Dimensions en mm

BOITIER TO-72

Collecteur du transistor N-P-N (ag = gachette d'anode) relié au boitier.

i Yo51
48 jmax
max

| A

’+n§§x+|<— 12,7min —»

Fig. 1

Accessoire : 56246 (entretoise)
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VALEURS A NE PAS DEPASSER (limites absolues selon publication CEl 134).

Tensions

Tension collecteur-base (émetteur ouvert) . .

Tension collecteur-émetteur

(RBE=10KQ) + ... .... e
Tension collecteur-émetteur (base ouverte) .

Tension émetteur-base (collecteur ouvert)

Courants

Courant émetteur (en continu) . . . ... ..

Courant émetteur de créte répétitif

tp=10ys;6=0,01 ..... [
Courant collecteur (en continu) . . ... ..
Courant collecteur (valeur créte) . . . . ...

Puissance dissipée

Puissance totale dissipée (T,,, <25 °C) . .

Températures

Température de stockage . . .........
Température de jonction . .. ........

RESISTANCE THERMIQUE

Jonction - airambiant . . . ... ... ...,

Vceo

VCER
Vceo
VEBO

max

max

max

max

max

max
max
max

max

max

P-N-P N-P-N
— 50 50
- 50
— 50 -
- 50 5
175 —-175
25 | — 25
- 175
- 175
———EE
275
—65a+200
150
0,45

<

< < <

mA

mA 2)
mA

mW

°C/mwW

l) 1l est permis de dépasser cette tension au cours de la décharge d‘une capacité maximale de
390 pF, & condition que la charge n‘excéde pas 50 nC.

2) A condition que la valeur maximale de | g ne soit pas dépassée.
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a (anode)
(ez
€2
transistor P-N-P ag (gachette d’anode) T
(cy, bz) P
N
b.c0— P P
kg(gachette de cathode) transistor N-P-N N
(b], Cy ) l
€
k (cathode)
(91)
Fig. 2 Fig. 3

Circuit équivalent avec deux transistors Structure P-N-P-N

Transistor N-P-N + Transistor P-N-P

Fig. 4
Représentation symbolique

N |—o¢n b2

CARACTERISTIQUES Tj = 25 °C, sauf indication contraire

TRANSISTOR N-P-N SEUL

Courant résiduel collecteur

VCE=50V ;RBE=10kQ. ... ......... ICER < 0,5
VCE =50V ;RBe =10k ;Tj=150°C. . . .. ICER < 50
Courant résiduel émetteur
Ic=0;VEB=5V ;Tj=150°C .. ........ iego < 50
Tensions de saturation <
- la — VCEsat 500
Ic=10mA;Ig=1TmA ... ... ......... VBEsat < 900

uA
uA

uA

mV
mV
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CARACTERISTIQUES (suite)

Gain en courant continu
Ic=10mA ;VCce =2V

Fréquence de transition
Ic=10mA ;VCe=2V

Capacité collecteur

IE=1le=0:;VCcB=20V ..............

Capacité émetteur
Ic=1¢=0;VER=1V

TRANSISTOR P-N-P SEUL
Courant résiduel collecteur

IB=—VCE=50V ;Tj=150°C ... .......

Courant résiduel émetteur

IC=0;-VEB=50V ;Tj=150°C ........

Gain en courant continu

IE=1TmMA;VCB=0.... ...,

ENSEMBLE
Tension directe a I'état passant (R g.x = 10 kQ2)

IA=B0mMAIAG=0 . . . v vt v i i

IA=1mA ;IAG =10mA
Courant de maintien (Rkg-k =10 Q)
IAG=10mA ;-VBB=2V

318
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Tj=25 °C, sauf indication contraire

hFE > 50

fT typ- 300 MHz

Cc < 5 pF

Ce < 25 pF
-lceo < 50 uA
-0 < 50 BA

hFE 0,252 25

VAK < 1,4 \Y

VAK < 1,2 v

IH < 1,0 mA



transistor unijonction
programmable @

PNPN BRY 39P

Décembre 1980

Elément bistable P-N-P-N en boitier métallique TO-72, destiné & des applications de commuta-
tion, telles que le controle du déclenchement des thyristors et des triacs, les oscillateurs, |'aide 3
I'enclenchement de relais, les temporisateurs et les circuits de mise en forme d'impulsions.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
Tension gachette-anode . . . . . ... ............ Vga max 70 A
Courant d'anode (en continu)

Te<<85° . ..ot A max 250 mA
Température de jonction. . . . .. ... .. Tj max 150 °c
Courant de pic *

Vg=10V ;RG=10KQ. . ... oo, p < 5 uA
Courant de vallée *

VS=10V;RG=10k2 .. ......covu.n.. ly > 25 BA

DONNEES MECANIQUES Dimensions en mm

BOITIER TO-72

Géchette d’anode (ag) reliée au boi tier

' *0,51
48 ’qu
max

\J

|<-r2&3x->|<— 12,7min ——»

Fig. 1

Accessoire : 56246 (entretoise)

* Courant de pic et courant de vallée : valeurs particuliéres du courant d‘anode correspondant
respectivement aux points ou la tension d‘anode est maximale ou minimale (voir Fig. 9)
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VALEURS A NE PAS DEPASSER (limites absolues selon publication CEl 134)

Tension gichette-anode . . . . ... ... .............. Vga max 70 \
Courant d’anode (en continu)

Tamb<25%C. . o oo et e e lA  max 175 mA
Courant d’anode (en continu)

Te<85°C .. ... e Ia max 250 mA
Courant d’anode de créte répétitif

t=10ms ;86 =001 ... .« i e I|ARM max 2,5 A
Courant d’anode de créte non répétitif

t=10us;Tj=150°C ....................... IASM max 3 A
Vitesse de croissance du courant anode dia

IAS25A. . e e gr max 20 Alus
Température destockage. . . . . v v v v vt e Tstg -65 a + 200 °c
Température dejoNnCtion. . . . . v v v v v i e e e T max 150 °c
RESISTANCE THERMIQUE
Jonction-airambiant . . . . .. ... ... o Rthja = 450  °C/W
JONCHiON--bOTtIer . .« v v v vt et Rihjc = 150  °C/W

EXPLICATION DES SYMBOLES

Pour que le BRY 39P remplisse ses fonctions de transistor unijonction programmable seule la
gachette anode est utilisée. Pour simplifier les symboles, le terme gachette sera utilisé a la place
de gachette d’anode

d

anode angce

a
ag géchette
gachette d’anode
kg
gachette de cathode

K k

cathode cathode

Fig. 2 Fig. 3
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CARACTERISTIQUES Tamb =25 °C
Courant de pic *

V=10V ;RG=10k ... ... ... iruen .. p < BA

VS=10V;RG=T1MQ. . ........oivinn.. p < 1 HA
Courant de valiée *

V=10V RG=10K2 ... ..o vtruunnrnnnn. v > 25 BA

Vg=10V ;Rg=1MQ...................... v < 50 HA
+ 40V

BZY88 5k0
cavz 100k Q2 100kQ  10kQ
+
100pF$ @
BY206 | 750
5x ’ Q
@ 100nF 100nF
Bl
nF AAZ18 AAZ18
osc. ( >
10kQ 200 Transistor
(1%) en essai BFYSS BFYSS

(o, . ;

Fig. 4
Circuit de mesure :
1. Retirer BCY71 pour la mesure de Ip.
2. Lavaleur de R1 dépend de la gamme de tensions du voltmétre.

Re= Ry.R;
Ri1+R2
* R
LI
SRR, Ve

9

o~

e— <

|

Fig. 5
. . Circuit équivalent de mesure
Voir note page 1 et Fig. 9. des caractéristiques

»
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Courant de fuite gichette-anode (Fig. 6)

IK=0:VGA=TOV. . . Igao < 10 nA
Courant de fuite gichette-cathode (Fig. 7)
VAK=0;VGK=T0V ..ttt vii it Igks < 100 nA

Tension de correction (Fig. 8 et 15)
Voffset=Vp — Vs (1A =0)

. Vak
IGAOl I j vl +

Icao

Fig. 7 Fig. 8

Tension anode

IAST00MA « ottt va < 1,4 \'
Tension de sortie de créte (Fig. 9 et 10)
VAA=20V;C=02uF . .. ...ttt Vom > 6 v
Temps de croissance (Fig. 9 et 10)
VAA=20V;C=10nF. .. ... ..ot ty < 80 ns
Vaa
@)

Vo

Vom
90%

10%
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1
0 Valeurs H
typiques
IP Tamb=25°C E
(HA) | ]
Rg=1kfl
1
10k
10" 4
100k =]
102
IMA
10-3I
0 10 20 Vs (V) 30
Fig. 11
103 ‘
Valeurs typiques
Tamb=25°C
1 .
v =TRg=1k0
6=
(pA) L1 | |
4 I
) 10k
10
|+ 100k
]
_ MO
10
1
0 10 20 vs (V) 30
Fig.13

GRESP BRY39P - Pages

1
0 Valeurs
tYv' 10V =
Ip Sz
.
(pAl <~ +
N
9 N ~ Ro=1k ]
PN
N
N
1071 A ~b 100 ]
3
N
N
102 NG 100k 0.
MO
103
-50 0 50 Tams(°C) 100
Fig. 12
104
Valeurs |
typiques [
Vs=iov |
Iy
(pA)
103
-
N Rg=1kQL
may
“\§~~_ I
102 10k 0
I~
™~ S [~~~ _ﬁmmn_
S ™|
T L 1MO.
10 1L
-50 0 50 Tamb(°C) 100
Fig. 14
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3 1 J 1
Valeurs
) typiques | |
Vs=10V [
voffset
(v)
15
1
Ro=1MAL
N
0.5 So0kn: T0kA.
0
-50 0 50 Tamo(°C) 100
Fig. 15
30
V, TITT T
o Valeurs L
typiques |4
Vo Tamb=25°C |
) 1,5 MQ
C=200nF] ]
20 100nF ]
Mlimm
10 a
L
b 1N
-
-
A ]
—
-
0 |
0 10 20 30 Vaa (V) 40
Fig.16

324




double transistor
commutateur @

PNPN BRY 39S

Décembre 1980

Elément P-N-P-N, constitué d'un transistor P-N-P et d'un transistor N-P-N en un boitier métallique
TO-72, et dont toutes les connexions sont accessibles.

11 est destiné aux applications de commutation.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

TRANSISTOR P-N-P
Tension émetteur-base (collecteur ouvert) . ... —VEBO max 70 \Y
TRANSISTOR N-P-N
Tension collecteur-base (émetteur ouvert) . . .. VcBO max 70 v
Courant émetteur de créte répétitif . . ... ... —lERM max 2,5 A
Puissance totale dissipée (Tgmp <25°C) . . . . . Piot  max 275 mwW
Température de jonction . . . .. .. .. v ... T max 150 °c
Tension directe & I'état passant

IA =50 mA;IAG =0;RKG-K =10k . ... vak < 1,4 \)
Courant de maintien

IAG =10 mA;—VBB =2 V; RKG-K =10 k2. IH < 1,0 mA
Durée de I'état conducteur . . . . ... ...... ton < 0,25 us
Durée de I'étatdecoupure . . .. ......... tq < 5,0 us

DONNEES MECANIQUES Dimensions en mm

BOITIER TO-72

Le collecteur du transistor N-P-N (ag =gachette d'anode) est relié au boitier.

) ¥o,51
48 jmax
max

| B

L‘n?«':ax"l‘— 12,7min ——»|

Fig. 1

Accessoire : 56246 (entretoise)

325



>

VALEURS A NE PAS DEPASSER (limites absolues selon publication CEl 134).

Tension collecteur-base (émetteur ouvert) . . Voo max
Tension collecteur-émetteur

(RBE=10KkS) . . ... v vi v VCER max
Tension collecteur-émetteur (base ouverte) .  VCgQ max
Tension émetteur-base (collecteur ouvert) .  VEBO max
Courant collecteur (en continu)* . . . . . .. Ic max
Courant collecteur (valeur créte)** . . . .. Icm max
Courant émetteur (en continu) . . . ... .. Ig max
Courant émetteur de créte répétitif . . ... I|IERM max
Puissance totale dissipée (Tamp<<25°C) .. Ptot  max
Température de stockage . . . ........ Tstg
Température de jonction . . . ... ... .. Tj max
RESISTANCE THERMIQUE
Jonction - airambiant . . ... ... ... .. Rth ja =

* A condition que la valeur de | f[_: ne soit pas dépassée.
** Au branchement, le dispositii

P-N-P N-P-N
- 70 70
- 70
— 70 —
- 70 5
- 175
- 175
175 —-175
25 - 25
—_—~—
275
— 65 a +200
150
450

BRY39S - Page 2

mA
mA
mA

mwW
°c

°C/w

doit pouvoir supporter la décharge d‘un condensateur d‘une va-

leur maximale de 500 pF. Ce condensateur est chargé lorsque le transistor est en état de cou-
pure, la tension d’alimentation du collecteur étant de 160 V et la résistance série de 100 k2
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SYMBOLES ET CIRCUIT EQUIVALENT

a (anode)
(e2)
€
transistor P-N-P ag |(gachette d’anode) T
(C1 y bz)
P
N N }—ocn b
bys €3 O——
(ghchette de cathode) transistor N-P-N 1 €2 P P
( b| y C2 ) N
k (cathode) éL
(81) 1
Fig. 2 Fig. 3
Circuit équivalent avec deux transistors Structure P-N-P-N
Fig. 4
Représentation symbolique
CARACTERISTIQUES Tj =25 °C, sauf indication contraire
TRANSISTOR N-P-N SEUL
Courant résiduel collecteur
VCE=70V ;RBE=10kQ.............. Icer < 100 nA
VCE=70V ;RBE =10k ;Tj=150°C. ... .. Icer < 10 uA
Courant résiduel émetteur
Ic=0:VEB=5V ;Tj=150°C.. ... e Iepo < 10 uA
Tensions de saturation <
_ e VCEsat 500 mV
Ic=10mA;IB=TmA. ... ... ... VBE::t < 900 mv
Gain en courant continu
IC=10mMA;;VCE=2V .. ... v, hFE > 50
Fréquence de transition
IC=10mA;VCE=2V ... . innnnn fT typ. 300 MHz
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Tj =25 °C sauf indication contraire

CARACTERISTIQUES (suite)

Capacité collecteur

lg=lg=0;VcB=20V .......... oo Cc
Capacité émetteur
IC=1c=0;VEB=1V .. ... ... .. Ce

TRANSISTOR P-N-P SEUL
Courant résiduel collecteur

IB=0;-VCE=70V ;Tj=150°C . ........ —Iceo
Courant résiduel émetteur o

Ic=0;-VEB=70V ;Tj=150"C ... .. .... —lgBo
Gain en courant continu

IE=1TmA;VCcB=0.. ... ... ... hFE
ENSEMBLE
Tension directe a I'état passant (R G.K =10 kQ2)

IA=50mA ;IAG=0 ... .. .. .......... VAK

IA=50mA ;IaAG=0;Tj=—55°C ...... .. Vak

IA=TmAIAG=10mA .. .. ... ... ... VAK
Courant de maintien (RKG.K = 10 k&) (figure 5)

IAG=10mA ;—-VBg=2V ....... e IH

IAl
1
a AG
ag
Rug—k \ y
kg [k
Ves ]
]
Fig. 5
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5

25

10

0,252 2,5

1.4
1,9
1,2

1,0

pF

pF

A

uA

mA



TEMPS DE COMMUTATION (figures 6 a 11)

Temps d’établissement

—VKG-k =05V a+Vkg.k=45V

RKG-K =1k&
RKG-k =10 kQ

+12v
2,72

Rko-k g ;‘

Vi

—————0 Vak
16 k

7(:)—o+50v

[eg

Fig. 6

Temps de coupure
RkG-k =1kQ
RKG-K =10 k&2

RKG-K =10k ; Tj=125°C

Contact a
mercure

Fig. 8

BRY39S - Page 5

ton < 0,25 us
ton < 1,50 MS
Vi
(V)
45 == - —
| 90°%
|
i 10% | l "
-05 f——"4 — "
I !
i |
| I
|
|
! !
Vac-k ! | ———
rd
| L7
I /
| I
| i
I
t T temps
la—— ton —=!
Fig. 7
Impulsions plus longues jusqu’a ce que
la courbe en pointiilés disparaisse
tq < 5 MS
tq < 8 us
tq < 15 MuS
temps

Fig. 9

L'augmentation de la capacité jusqu’a

sa valeur optimale fait passer la courbe

représentative de la ligne en pointillés
a la ligne en trait plein
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(ps)
0,75

0,5

0,25

Voir page 5

typ

\tYP

-100 0

200

150

100

50

Fig. 10

100 200
Tamb (°C)

transistor N-P-N

Vale

Tamb=25

oC
urs typiques

0 50

Fig. 12

100 150

IAG (mA)

>
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Voir page 5
20
tq
(ps)
15
10 RKG' k=10 kg}
P
5
||
il ke
4, typ. 1
0 I
-100 0 100 200
T °c
Fig.11  amb CC)
transistor N-P-N
200
Ipog=10mA
hFE VAG-k=2V
150 L
typ L.
7
100 v
//
Y’
”
a'/
50
0
0 50 100 150
Tj (°C)
Fig. 13
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10
Iz
Rkg-x =10k<2
(mA) Tamb = 25 °C
7.5 valeurs typiques
[ T[]
IAG=5mA IaG =50 mA K‘l‘, e
RKG-K ‘y- ;ﬂg
5 ” oo ko T
] s
\ N
‘NN
2,5 N S -Vgg=5V
5oy
N
{ =-Vpg=5V
oV 11
. o L
0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3
Fig. 14 Vak V)
20
mEREEY/ %
IA IIAG=5mA(’l I I .
(mA) / Tamp=25 °C
/] \ valeurs typiques
s AT = S
[] 1k \ “"“\‘ﬂ? IAG =50 mA
N
1 I N,
o 71 -
10 to (F)° \ A
wF \ ~L
Voo T -VBB=5V;RKgg-k =1kQ
- |
2V;1kQ
4 2V:1kQ 0:1kQ
s N
/ NS
. 0;10kQ2
L O'IIIEQ [
o [ 0,10k | [ [ 1
0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3
Vag V)
Fig. 15 AK
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(mA)

75

50

25

50

25
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T 11 [ [

Iag=5mA
Tamb= 25 °C
valeurs typiques

200

Vag-k (mV)
Fig. 16

I T T T [ 1

IAg=5mA
Tamb=25°C
valeurs typiques

-Vpg=0a5V
FRyg-k = 10k
/—VBB=5V

y, T RKG-K=1kQ1
2V;1kQ7
_0:1kQ]
/
A
/'(
L1~
0,5 1
Vkg-k V)

Fig. 18

400

VAG-K
(mV)

300

200

100

[

VkG-k
V)

0,75

0,5

0,25

BRY39S - Page 8

/ 10mA

15mA

S0mA

-

N\

[

-Vgg= 0asv
Rgg-k=10kQ
Tamb =25 °C

valeurs typiques

50 75
Iag (mA)
Fig. 17

-Vpg= 0asV
Rgg-xk=10kQ
Tamb =25 °C

s typiq

50 75
IAG (mA)

Fig. 19
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1 T 1T 1 I S N | !
[TET T LT
1 IA=1mA — 1 Iag=5mA —
IAG=5SmA 1~ ~Vp=2V —
VAR -Vgg=2V - H RyG-K =10kQ
\%) Rkg-x=10kQ (mA) \
\
0,9 0,9 \
\\ \
N
\\
N YD NC
N, t
0,8 N, 0,8 R4
N
N, AN
\ N
0,7 \‘ 0,7 N
]
0,6 0,6 L
-100 0 100 200 -100 0 100 200
. « (O
Fig.20 13 (°C) Fig.21 13 (°0)
10%
s
Zth)—o
(°c/w)
103 I
4/
102 ]
T
LT
10 =
’ il
10°° 107% 1073 1072 107 1 10 10? 103 104
tp (s)

Fig. 22
Impédance thermique de la jonction a I'air ambiant en fonction
de la durée d’'impulsion
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L 11
[Tamb=25°C I I I I
—— t
Ia 6-0,01 ’L’_'.,T,J 5.t
(A) ——ug T
) ggi | | | ]
0,1 =
1
0,2
0,5
107 —t— -
4 + ++11
44
1072
1072 107! 1 10 t, (ms) 102
Fig. 23
L T T
[Tamb=70°C
Ia >|tp e I _t_p
(A) [ {{[s=001 ~ T 87
Pteted L]
1 002 =
0,05
0.1 =2z
0.2
0,5
107" +—
1072
1072 107 1 0 t, (ms) 10?
Fig. 24



thyristor tétrode
PNPN

BRY 39T

Décembre 1980

Elément bistable P-N-P-N en boitier métallique TO-72, destiné a des applications de commuta-
tion de faible puissance, telles que la commande de lampes a filament, |'aide & I'enclenchement
de relais, les réseaux de détection de température et les dispositifs de déclenchement des thyristors
et des triacs.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
Tensions de créte répétitive . . . . . . ... ... VDRM =VRRM max 70 \Y
Courant de conduction moyen . . . ... . ... IT (AV) max 250 mA
Courant de conduction de créte non répétitif . . ITgm max 3 A
DONNEES MECANIQUES Dimensions en mm

BOITIER TO-72

gachette d'anode reliée au boitier

b *0.51
48 jmax
max
v\
L—"?aax—bL———— 12,7min >
Fig. 1
anode
a
ag
gichette d’anode
kg
gachette de cathode
k
cathode
Fig. 2

Accessoires : 56246 (entretoise)
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VALEURS A NE PAS DEPASSER (limites absolues selon publication CEl 134).
Anode-cathode

Tensions de créte non répétitives . . . . . .. .. .. VpsM =VRsM max 70 v *
Tensions de créte répétitives. . . . . . ........ VDRM =VRRM max 70 Vv *
Tensionscontinues . . . . ............... Vp =VR max 70 v *
Courant moyen (T¢<<85°C) . . . .......... IT(AV) max 250 mA

(Tamb<<25°C). . . . o o vt i i IT(AV) max 175 mA
Courant de créte répétitif

t=10us;6=001................. ITRM max 25 A
Courant de créte non répétitif

t=10 s ; Tj =150 °C avant surcharge. . . . . . ITsm max 3 A

Vitesse de croissance du courant
_ dit

aprés déclenchement a IT=25A . ....... It max 20 Alus
Gichette de cathode-cathode
Tension inversedecréte . . . . .. .......... VRGKM max 5 \%
Courantdirectdecréte. . . .. ............ IEGKM max 100 mA
Géchette d'anode-anode
Tension inversedecréte . . . . .. .......... VRGAM max 70 \
Courantdirectdecréte. . . . ............. IFGAM max 100 mA
Températures
Température destockage. . . . . . .......... Tstg —65 a + 200 °c
Température dejonction. . . . .. ... ....... Ti max 150 °c
RESISTANCE THERMIQUE
Jonction-air ambiant . . . . .. ... ... ... Rth j-a = 450 °c/w
Jonction-boitier. . . .. ... ... ... .. .. ... Rth jc = 150 °c/w

* Ces valeurs s‘appliquent pour une polarisation nulle ou négative de la géchette de cathode par
rapport a la cathode et une résistance R < 10 k2 entre ces deux électrodes.
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CARACTERISTIQUES
Anode-cathode
Tension & I'état passant.

IT=100mA ;Tj=25° ............

Vitesse de croissance de la tension a I'état bloqué ne
provoquant pas de déclenchement . . . . .. ...

Courant inverse

VR=70V ;Tj=25°C. .............
Tj=150°C. ............

Courant a |'état bloqué

Vp=70V;Tj=25°C.............
Tj=180°C.............

Courant de maintien

Rgk =10k ; Rga =220 k2 ;Ti=25 °Cc. ..

Géchette de cathode-anode
Tension minimale de déclenchement

Vp=6V;Tj=25°C . .............

Courant minimal de déclenchement

Vp=6V;Tj=25°C ..............

Géchette d’anode-anode
Tension minimale de déclenchement

Vp=6V;Tj=25°C ..............

Courant minimal de déclenchement

Vp =6V ;Rgk =10k ;Tj=25°C .....

* Mesurée en impulsions afin d‘éviter toute dissipation excessive.

vT

dVp* *

dt

< 1,4
typ 1
< 100
< 2
typ 1
< 100
< 2
< 250
> 05
> 1
> 1
> 100

BRY39T - Page 3

V*

nA
nA

uA

nA
nA

A

uA

A

uA

** dVp/dt n’est pas limitée lorsque le conducteur de la géchette d’anode est relié a la tension
d‘alimentation par une résistance limitative de courant.
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Caractéristiques de commutation

Temps d’amoreage (tgy =tg +tr)
Vp =15V alT =150 mA ; Igk =5 kA ;

digk/dt =5 uA/us ; Tj =25 °C.v tgt < 300 ns
Désamorgage

IT=150mA a VR =15V ; —diT/dt=3 A/us;
dVp/dt=70V/us ;Vp =15V . ... ........ tq < 3 us

: 2

‘ dly/dt

90 %
Iz
Vo tension Vpm
tq réappliquée
0 0% %
<—t¢—>| t; |- Vp/dt
tgt —

Igr b

o ‘ _H#10%
Fig. 4

Définition du temps d’amorgage

Fig. 3
Définition du temps de désamorgage
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300 800 T TTTIT 1T
AN EEERRE
valeurs maximales
I I TT] 1
(mA) \ (mA) 1
Tj=25°C {{T1j=150°C
\ 1/
200 3 400
\ o
» S
% [
/\o\\ 2
"
\ ‘s\o+
100 2 200
A
NEA
/]
J |
0 * 0
0 100 T (°C) 200 0 2 Vi (V) 4
Fig.5 Fig. 6
104
Zth,-u
(°C/W)
103
A
102 !
1T
_HA
o
10 A
1 Ltﬂ
1075 1074 1073 1072 107! 1 10 102 103 104
tp (s)
Fig.7
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103 R S G S R -

11 1 1 1
Vp=Vr =70V
Ip
Ip /
(nA) )4
V’
102 /
4
4
vV
/’
4
typ /]
10
1
-1
% 50 00 T (°C) 150
Fig.8
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APPLICATION
Circuit de détection
O +12V
100
Rs ko
détecteur

-12v

Fig. 9

Rg doit étre choisie en fonction de la lumiére, de la température ou de I'intensité des radiations

devant étre détectées ; sa résistance doit étre du méme ordre que celle du potentiométre.

Dans la disposition illustrée, |'affaiblissement de la résistance Rg déclenche le thyristor, ce qui
ferme le relais activant le systéme d’alarme. Si les positions de Rg et du potentiomeétre sont inter-

verties, une croissance de la résistance de Rg déclenche le thyristor.
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transistor unijonction
programmable @

PNPN BRY 56

Décembre 1980

Elément bistable P-N-P-N en boitier plastique TO-92 (variante), destiné a des applications de
commutation, telles que le contrdle du déclenchement des thyristors et des triacs, les qsclllat_eurs,
I'aide & I'enclenchement de relais, les temporisateurs et les circuits de mise en forme d’impulsions.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Tension gichette-anode . . .. ................ Vga max 70 v
Courantd’anode (moyen) . . . .. .............. IA(av)max 176 mA
Puissance totale dissipée

Tamb<75°%C. « « o oo i e Piot max 300 mwW
Températuredejonction. . . . . . . . oo vt v v e o Tj max 150 °c
Courant de pic *

VS=10V;RG=10k®2 . ................ p < 5 kA
Courant de vallée *

VS=10V;RG=10kQ .. ....0.uvvou.un.. vy > 50 kA

DONNEES MECANIQUES Dimensions en mm

BOITIER TO-92 (variante)

anode
a
9
géchette (anode)
I - *0,35
\Q { min
k —
cathode

[+ 5,2max 12,7min >
+ ! 0,48
H * max
5 O E ?
4 — - =
Section des conducteurs non,l L_
garantie sur 2,5 maximum
Fig. 1

* Courant de pic et courant de vallée : valeurs particuliéres du courant d‘anode correspondant
respectivement aux points ot /a tension d‘anode est maximale ou minimale (voir fig. 9).
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VALEURS A NE PAS DEPASSER (limites absolues selon publication CEl 134)

Tension gachette-anode . . .. .................... VGK max 70 \
Courantd’anode (moyen) . . . .. .. ................ la(av) max 175 mA
Courant d’anode de créte répétitif
tp=10Ws;6 =001 .. .......oouuuirennan... IARM Max 25 A
Courant d’anode de créte non répétitif
p=10ms . . .. ... IASM max 3,0 A
Vitesse de croissance du courant d'anode di
A 25A oo e TA max 20  Alus
Puissance totale dissipée de
Tamb<S75°%. . . oot e Piot max 300 mwW
Températuredestockage. . . . . . .. v vt it Tstg -652a + 150 °c
Températuredejonction. . . . . . .. v v vt it i e T max 150 °c
RESISTANCE THERMIQUE
Jonction-airambiant . . .. .. ... ... e Rthja = 250 °C/wW
400
Ptot
(mW)
300
)
3.
200 %
%
S
O
% -
100 1
0
0 50 100 150
Tamb (°C)

Fig. 2
Puissance dissipée maximale admissible en fonction
de la température ambiante
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CARACTERISTIQUES

Courant de pic (voir fig. 9 et note page 1)

Vg=10V ;Rg=10k&Q ... .................. Ip
V§=10V ;Rg=100kQ. . . . . ... ... v Ip
Courant de vallée (voir fig. 9 et note page 1)

V§=10V ;Rg=10kQ . ... ... ... ..., ly
Vg=10V ;Rg=100k&. . . . .. ... ... ... .. ... ly
+40V O—

BZY88- 5k

c8v2

_@_.

Tamb =25 °c

< 5 uA
< 2 uA
> 50 uA
> 5 uA

100 uF 'LLT

—p

@_

BY 206! 750
(5x) 1 Q

Transistor l
en essai

oscC.

10kQ 200

I
— 1}

Vs

jo

o

Fig. 3

Circuit de mesure de lp et lyy avec R; = Il (condition qui implique que la tension aux bornes
A

soit de 1V) ; Résistance interne de I'oscilloscope = 10 M2

Ia
— RozR1-Ra
6=
T R1+R2
Vak V+ R
SRR, v

Fig. 4
Circuit équivalent de mesure des caractéristiques
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Courant de fuite gichette-anode (Fig. 5)

IK=0;VGA=TOV. . .ottt ittt e i Icao < 10
Courant de fuite gichette-cathode (Fig. 6)
VAK=0;VGK =70V .. . ... ittt Igks < 100
IGAOl +
Voa

Fig.5
Ioks
+
Vox
Fig.6
Tension anode-cathode
IA=100MA . . e Vak < 14
Tension de sortie de créte (Fig. 7 et 8)
VAA=20V ;C=10nF. . .. ...ttt Vom > 6

Tension de décalage (Fig. 9) Voffset =Vp— Vg (Iao=0)

Temps de croissance (Fig. 8)
VAA=20V;C=10nF . . .. ...t tr < 80

nA

nA

ns
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Vaa Vo
Vomf-—————- N
90%}—————
10% |
- t. :4— t
Fig. 7 Fig. 8
A
v "
L -
lpfp——==—=—=——— === ~/
=
Vs Vp VaK
Fig. 9
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transistors Darlington
usage genéral @
NPN BSR 50
a BSR 52

Décembre 1980

Darlingtons N-P-N, planar en boitier plastique TO-92 (variante), destinés & des applications indus-
trielles de commutation, rencontrées dans les imprimantes, les circuits inductifs, les relais et les
commandes de lampes a filament.

Les complémentaires P-N-P sont BSR60, BSR61 et BSR62.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
BSR50 l BSR51 l BSR52
Tension collecteur-base (émetteur ouvert) Vcgo max 60 80 100 \"
Tension collecteur-émetteur (fig. 5) VCER max 45 60 80 \"
et

Courant collecteur (moyen) . . . . . .. Ic(Av) max 1.0
Puissance totale dissipée

(Tamb < 25°C). . .......... PtOt max 08 W
Température de jonction. . . . .. ... T max 150 °c
Tension de saturation collecteur-émetteur

Ic=05A;lg=05mA. ...... VCEsat < 13 v
Gain en courant continu

Ic=150mA ;VCg =10V . . ... hFE > 1000

Ic=500mA ;Vcg=10V .. ... hEg > 2000
Temps de coupure

ICon =500 mA ; Igon =0,5 mA

—IBoff=05mA . .. ... .. ... toff < 15 us

DONNEES MECANIQUES Dimensions en mm
BOITIER TO-92 (variante)
I ) ¢ 0,35

\Q |7 min

| 5,2max 12,7min —>
} ¢ 0,48
——rt 5 max

O !

-
—> L— section des conducteurs non

garantie sur 2,5 maximum
Fig. 1
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VALEURS A NE PAS DEPASSER (limites absolues selon publication CEl 134).

BSRS50 | BSR51 | BSR52

Tension collecteur-base (émetteur ouvert) . Vcgo max 60 80 100 v
Tension collecteur-émetteur (fig. 5) . . .. VCER  max 45 60 80 \%
Tension émetteur-base (collecteur ouvert) . Vggg  max 5 5 5 \%
————— N

Courant collecteur {(moyen) . . . ... ... Ic(AvV) max 1,0 A
Courant collecteur (valeur créte) . . . . .. Icm max 2,0 A
Courant base (encontinu) . . ... ..... Ig max 0,1 A
Puissance totale dissipée

(Tamb<<25°C) . - - .+ v oot ot Ptot max 038 w

(Tamb<<25°C)* . .. ... ... ... Piot max 1,0 w
Température de stockage. . . . . . S —652a+ 150 °c
Température de jonction . . ... ..... T max 150 °c
RESISTANCE THERMIQUE
Jonction-airambiant . . . . ... ... ... Rthj-a = 156 °C/w

r-—""—"""7""7,
N

Fig. 2
Schéma du circuit

*  Transistor monté sur circuit imprimé, longueur maximale du conducteur : 3 mm, surface mé-
tallisée sur le circuit imprimé pour le collecteur : 10 mm x 10 mm minimum.
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CARACTERISTIQUES Tj =25 °C

Courant résiduel collecteur

IE=0;Veg=45V .. ........ BSR50 Ilcgo < 50 nA
Ie=0;Vcg=60V .. ........ BSR51 iIceo < 50 nA
lg=0;Vcg=80V .. ........ BSR52 Icego < 50 nA

Courant résiduel émetteur

Ic=0;Vgg=4V ... ........ lIEBO < 50 nA
Tensions de saturation <
v 1,3 \%
Ic=05A;Ig=05mA........ Vggssztt D 19 v
Ic=1.0A;lg=10mA. . ...... BSR51 Vggsa: é ooy
sa )
Ic=10A;lg=40mA. . .. .... BSR50; BSR52 xgg:gi é ;g x
Gain en courant continu
Ic=150mA ;Vcg =10V . ... .. heg > 1000
Ic=500mA ;Vcg =10V . ... .. heg > 2000
Gain en courant petits signaux (f =35 MHz)
Ic=500mA ;Vcg=5V....... hte typ. 10
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Temps de commutation (Fig. 3 et 4)
ICon =500 mA ; Igon =—IBoff =0,5 mA
Temps d’établissement . . . . ... ................ ton typ 04 us
TempsdecoUPUre . . . .o vt v v i e e it i toff < 15 us

1uF
6us "

IQ——»
+3av—[_

T =500mA
Igon="Igotr =0,5mA

Fig. 3
Circuit de mesure de commutation pour 500 mA

. il
ENTREE 0% |

e tors .
!
1
1
]

90°/ !

° | 90%
|
——— :7 1‘lf)"lo l

| t
ot ty
I >

Fig. 4
Forme d’ondes et définition des temps de commutation
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107
Stabilité thermique — RpE ext. en fonction de Tj.
S
N
N
N
Rge
(«)
™
N
\
\\
108
s
<
N
~
N
N
N
N
N
105
0 50 100 T, (°C) 150
Fig.5
1
M
AN
Ptot Q
(W) D N
\\ N '9’
™N >, S
05 NN ks
' (% % i
Ny
N
N
N
NN
0
50 100 Tamb (°C) 150
Fig.6

Puissance dissipée maximale admissible en fonction de la température ambiante
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hee
104 tvp il
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/ 1//
L
1022«
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1 1 1
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trahsistors Darlington
usage général @
PNP BSR 60
a BSR 62

Décembre 1980

Darlingtons P-N-P, planar en boitier plastique TO-92 (variante), destinés & des applications indus-
trielles de commu tation rencontrées dans les imprimantes, les circuits inductifs, les relais et les com-
mandes de lampes a filament.

Les complémentaire N-P-N sont BSR50, BSR51 et BSR52.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
BSR60 | BSR61 | BSR62
Tension collecteur-base (émetteurouvert) —Vggpp max 60 80 100 Vv
Tension collecteur-émetteur (fig. 5) —VCer max 45 60 80 \
Courant collecteur (moyen) . . . . . . . —Ic(AvV) max 1,0 1,0 10 A
Puissance totale dissipée
(Tamb<25°C). . . .. ....... Piot  mMax 0,8 08 0,8 w
Température de jonction. . . . ... .. Tj max 150 150 150 °c
Tension de saturation collecteur-émetteur
—lc=05A;—-Ilg=05mA. . ... —VCEsat < 1,3 1,3 1,4 \
Gain en courant continu T
—Ic=150mA ; -Vcg =10V . .. b > 1000
—Ic=500mA ; -Vcg =10V ... hFg > 2000
Temps de coupure
—lcon=500mA ; —lgon =0,5 mA
IBoff=05mA . ... ....... toff < 15 us
DONNEES MECANIQUES Dimensions en mm
BOITIER TO-92 (variante) = = : 9.8
—

< 52max —>re—————— 12 7min ———————»

- ,-‘ 0,48

" 3 max
= -
— E ]

_,[ L_‘ section des conducteurs non

! garantie sur 2,5 maximum
Fig. 1

355



@ BSR60 a 62 - Page 2

VALEURS A NE PAS DEPASSER (Limites absolues selon publication CEl 134)

BSR60 | BSR61 | BSR62

Tension collecteur-base (émetteur ouvert). —Vcgo max 60 80 100 Y

Tension collecteur-émetteur (fig. 5) —VCgr max 45 60 80 \Y

Tension émetteur-base (collecteur ouvert) . —Vggpo max 5 5 5
—_—————

Courant collecteur (moyen) . . . . ... .. —lc(Av) max 1,0 A

Courant collecteur (valeur créte) . . . . .. —-lcm  max 2,0 A

Courant base (encontinu) . . . . ... ... —lg max 0,1

Puissance totale dissipée

(Tamb<25°) ............. Piot  mMax 08 w
(Tamb<<25°C)* . . ... ........ Piot Max 1,0 w
Température de stockage. . . . . . . .... Tstg —65a+ 150 °c
Température de jonction . . ... ... -. . Ti max 150 °c
RESISTANCE THERMIQUE
Jonction-air ambiant . . . . ... ... ... Rthja = 156 °c/w

Fig. 2
Schéma du circuit

* Transistor monté sur circuit imprimé, longueur maximale des conducteurs : 3 mm, avec plage
métallisée de 10 mm x 10 mm minimale c8té collecteur.
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CARACTERISTIQUES Tj =256 °C
Courant résiduel collecteur
lE=0;-Veg=45V ... ...... BSR60 —Icgg < 50 nA
lg=0;-Vgcg=60V ......... BSR61 —-lcgo < 50 nA
Ilg=0;—-Veg=80V . ........ BSR62 -lcgo < 50 nA
Courant résiduel émetteur
Ic=0;-VEgg=4V .. ........ —lggo < 50 nA
Tensions de saturation
“Ic=05A;-lg=05mA. .. ... BSR60 ; BSR61 :‘\jggsa: S I
sa ,
~Ic=05A;—lg=05mA...... BSR62 :xggsai é o v
sa ,
—Ic=10A;—lg=10mA. .. ... BSR61 :gggsa: S N
sa ,
JY g = —VCEsat < 1,6 M
Ic=10A;—-Ig=40mA...... BSRE0 T, CEsat 22 v
—e = g = ~VcEsat < 1.8 v
Ic=10A;—Ig=40mA. ... .. BSRG2 T CEsat 24 v
Gain en courant continu
—lc=150mA ; —Vcg =10V . . .. hpg > 1000
—Ic=500mA ; —Vcg =10V .. .. hEg > 2000
Gain en courant petits signaux (f =35 MHz)
—lc=500mA ; —Vgcg=5V ..... hfe  typ 10
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Temps de commutation (Fig. 3 et 4)

358

—|Con =500mA ; —lBon = IBOff =0,5 mA
Temps d'établissement . . . . .. . . c..u ... e ton < 1,0 us
Temps de COUPUIE . . . v v v v e e e e e e e e e et toff < 15 us

1uF

—-38Vv
Bus I<—

~IGon = 500 mA
~IBon = !goff = 0.5 mA

Fig. 3
Circuit de mesure de commutation pour 500 mA

1
—1710% T
ENTREE 90%
_____ —
t t
on,_ <off, '
e 10%T
SORTIE T 0
90% 9‘I/°
10% 1 —————
T Id ‘tf ‘lS tf
Fig. 4

Forme d’ondes et définition des temps de commutation
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Stabilité thermique : Rgg ext. en fonction de T;
- :
J
N
N
N
N
N
N
\L
N
AN
\
™
N
N
N
N
Fig.5
N
N
N
\‘ A,
~N \\‘
N 26 .
== S <
NS5
\\ 7 [e)
56 2 ?1’
\\/11/
N \\
N
N
~N \&
\J
50 100 Tamb(OC) 150
Fig. 6

Puissance dissipée maximale admissible en fonction de la température ambiante
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105 10 1 1
Vg =5V
h X f = 35 MHz
e fe Tj=25°C
typ
o 2 :Q 102
X\ Y
A
yaw.d
4 )/ =2
U r I il
Vg = 10 VA / % af A
|V vy Koy 10—
— min
y.
ya 1
' 1/
Vd
,
102 P 1 2
10—2 10-1 —lc ‘A) 1 10 10 "Ic (mA)
Fig. 7 Fig. 8
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transistor
commutation haute tension @

NPN BSS 38

Décembre 1980

Transistor N-P-N en boitier plastique TO-92 (variante) destiné principalement & des applications
générales de commutation haute tension et a8 la commande des tubes indicateurs numériques.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Tension collecteur-base (émetteur ouvert) . . . . .. .. VcBeo max 120 VvV
Tension collecteur-émetteur (base ouverte) . . . . . .. Vceo max 100 v
Courant collecteur (valeurcréte) . . . .......... Ilcm max 250 mA
Puissance totale dissipée

Tamb<25°%. . . ... i Ptot max 500 mw
Températuredejonction. . . . ... ........... Tj max 150 °C
Gain en courant continu > 20

Ic=4mA V=1V ... ... ... .. ..... hrg typ 80
Fréquence de transition (f =35 MHz)

IC=4mA ;Veg=10V. . . ... .......... fr > 60 MHz
Temps de coupure

Icon=15mA ;Igon=1mA ; —Igoff=1mA. . . toff < 1 pus

DONNEES MECANIQUES Dimensions en mm

BOITIER T0-92 (variante)

[ 5,2max 12,7min

— ' 0,48

O :, ) fmox

- L‘ Section des conducteurs non
garantie sur 2,5 maximum.

Fig. 1
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VALEURS A NE PAS DEPASSER (limites absolues selon publication CEl 134).

Tension collecteur-base (émetteur ouvert) . . . . ... ... VecBo
Tension collecteur-émetteur (base ouverte) . . . ... ... VCEO
Tension émetteur-base (collecteur ouvert) . . . . ... ... VEBO
Courant collecteur (en continu ou moyenne sur
une périodede20ms) . . .. ... ... ... .., IC(AV)
Courant collecteur (valeurcréte) . . ... .......... Icm
Puissance totale dissipée
Tamb<<25°. . . ... ... Piot
Températuredestockage. . . . . .. . ... ... Tstg
Températuredejonction. . . . .. .. ... .. .. ..., Tj
RESISTANCE THERMIQUE
Jonction-airambiant . . . ... ... L. Rth j-a
CARACTERISTIQUES
Courant résiduel collecteur
IE=0;Veg=90V .. ... ... ... ... IcBO
IE=0;VCB=90V;T,'=150°C... .......... IceBo
Vge =0; Vce =80V;Tl'=85 °C ... ICES
Courant résiduel émetteur
Ic=0;VEB=4V... ... ... ..., IEBO
Ic=0;VEg=4V Tj=150°C. . . .. ........ IEBO
Tensions de saturation v
Ic=4mA;IB=04mMA . .. ..., Vggi
Ic=50mA;Ig=16mA .. ... ............ VCEsat
Gain en courant continu
lc=mA; ;Vge=1V . ........ ... .. ...... hFg
Ic=10mA ;Veg=1V.................. hege

max 120
max 100
max 5
max 100
max 250
max 500
—65a+150
max 150
= 0,25

200
50
20

200

50
0,7
1,2
3.0

20

80
80

V*
Vit
\%

mA
mA

mW
°c
°c

°C/mw

nA
LA
uA

nA
LA

\
\

\

* Le BSS38 peut étre utilisé dans la zone de claquage jusqu‘d Vg = 160V, a condition que Py,

8 Tamp =85 °C, ne dépasse pas 100 mW.
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CARACTERISTIQUES
Fréquence de transition (f =35 MHz)

Ic=4mA ;Veg=10V. . ... ... ......... fr > 60 MHz
Capacité collecteur (f =1 MHz)

lg=leg=0;Veg=10V . ... ... .......... Ce < 45 pF
Capacité émetteur (f =1 MHz)

Ic=1¢=0;VEg=05V................. Ce < 17 pF

Temps de commutation
Temps de coupure
Icon=15mA ;lgon=1mA ;Igoff= 1TMA .. toff < 1 us

12kQ

Circuit de mesure du temps de coupure

Générateur d'impulsions :

Tension d'entrée Vi = 10 \Y
Durée d'impulsion p = 1 us
Facteur de cycle ) = 0,01

Impédance de source Zs = 50 Q

Fig. 2
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transistors Darlington |

BSS 50
a BSS 52

Décembre 1980

Darlingtons N-P-N, planar en boitier métallique TO-39 (variante), destinés & des applications
industrielles de commutation rencontrées dans les imprimantes, les circuits inductifs, les relais
et les commandes de lampes a filament.

Les complémentaires P-N-P sont BSS60, BSS61, et BSS62.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
BSS50 | BSS51| BSS52
Tension collecteur-base (émetteur ouvert) Vcgg — max 60 80 100 V
Tension collecteur-émetteur (Fig.4) . . . VCgR  max 45 60 80 V
—e
Courant collecteur (continu) . . ... .. Ic max 1,0 A
Puissance totale dissipée
(Tamb < 25 OC) ............. PtOt max 0,8 w
(Tc < 25 °C) .............. Ptot max 5,0 W
Tension de saturation collecteur-émetteur
Ic=10A;Ig=10mA...... BSS51 VCEgat < 1,6 v
Ic=1,0A;Ig=4,0 mA BSS50BSS52 V(CEsat 16 v
Gain en courant continu
Ic=500mA ;Vcg=10V . ... .. hgg > 2000
Temps de coupure
lIcon=500mA ; Igon=0,56 mA
—lBoff=05mA . ... ........ toff typ 15 us
DONNEES MECANIQUES Dimensions en mm
BOITIER TO-39 (variante)
Collecteur relié au boftier
N |

|
=
85 _ ™ | |
max v .
- 3]
66 ple— 127 o . '

Accessoire : 56245 (entretoise)
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VALEURS A NE PAS DEPASSER (Limites absolues selon publication CEl 134)
BSS50 | BSS51 | BSS52

Tension collecteur-base (émetteur ouvert) . . Voo  max 60 80 100 v
Tension collecteur-émetteur (Fig. 4) .. VCER max 45 60 80 \Y
Tension émetteur-base (collecteur ouvert) . . VEgo  max 5,0 5,0 5,0 v
Courant collecteur (continu) . . ....... Ic max \_,1:,0\/ A
Courant collecteur (valeur créte) . . . .. .. Icm max 2,0 A
Courant base (continu). . . . ......... g max 0,1 A
Puissance totale dissipée

(Tamb<25°C) .............. Piot max 08 w

(Te<<25°C) ..o vv i i i Piot max 5,0 w
Température de stockage . . . ........ Tstg —65a 1200 °c
Température de jonction *. . . .. ...... Tj 200 °c
RESISTANCE THERMIQUE *
Jonction-airambiant . . . ... ........ Rtp ja = 220 °c/W
Jonction-boftier. . . .. ............ Rthjc = 35 °c/w

* Basé sur la température de jonction moyenne maximale conformément aux pratiques indus-
trielles établies. On tient compte de I’élévation de la température de jonction du transistor de
sortie qui en résulte.
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CARACTERISTIQUES Tj=25 °C, sauf indication contraire
Courant résiduel collecteur
IE=0;Veg=45V .. .......... BSS50 Icgo < 50 nA
lE=0;Veg=60V ............ BSS51 Icgo < 50 nA
IE=0;Vcg=80V ............ BSS52 Icgo < 50 nA
Courant résiduel émetteur
Ic=0;VEg=40V ........... IEBO < 50 nA
Tension base-émetteur
Ic=150mA ;Vgg=10V .. ...... VBE 1.3 a 1656 V
Ic=500mA ;VCg=10V . .. ... .. VBE 1.4 a 1,75 \Y
Tensions de saturation <
= g = VCEsat 13 v
Ic=500mA ;Ig=05mA........ VBE ot < 19 v
Ic=500mA ;Ig =05 mA ; Tj=200 °C VCEsat < 13 \Y
= g = VCEsat < 1,6 \A
Ic=10A;Ig=10mA ......... BSS51 VBE st < 2'2 v
Ic=10A;Ig=10mA ;Tj=200°C . BSS51 V(CEsat < 23 v
_ e — . VCEsat < 16 v
Ic=10A;Ig=40mA ......... BSS50 ; BSS52 VBEat < 22 ]
Ic=10A;Ig=40mA ;Tj=200°C . BSS50;BSS52 V(CEgsat < 1,6 \Y
Gain en courant continu
Ic=150mA ;Vcg=10V .. . ... .. hFE > 1000
Ic=500mA ;VCE=10V . ....... hEE > 2000
Gain en courant petits signaux (f =35 MHz)
Ilc=500mA ; Vcg=5V hfe typ 10
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Temps de commutation (Fig. 2 et 3)
Icon =500 mA ; Igon =—IBoff =0,56 mA

Temps d’établissement. . . . . .. .. ..., ton typ 0,4 us

Tempsdecoupure . . ... ... . .ov it .. toff typ 15 us
lcon=1.0A;Igon=—IBoff =10 mA

Temps d'établissement. . . .. .. .................. ton typ 0,4 us

Tempsdecoupure . . ... ... ... ..iuiiiirin... toff typ 15 us

[con =500mA I
Igon = ~Tgoss =0.5mA C— Je —.d

Fig. 2
Circuit de mesure de commutation a 500 mA

H
ENTREE 0% |
1
_l.10°/o :
1 .
I |
! ton : torf
| |
1 i :
1
} 10% I C-——T
|
|
|
| 90% | 90%
SORTIE : | !
1 —" | 10% l
1 ——
| ]
Ity t, | ts | ts
| —> > [}
Fig. 3

Formes d’ondes de commutation
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7
10 RBE externe maximale en fonction de Tj, pour
assurer une stabilité thermique
Rae
(n)
108 N
N
N\
N
\\
AN
N
10° AN
10 5
[}
100 TJ (°c) 200
Fig.4
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6 -
Puissance totale maximale en fonction de la température
P!ot 5
(W) TN
N
4
?
3
J\O T
o
o
e
2
2
N
N
RthJ 5 N
T ~qa = 2 'Q,
- 0 C/W1 N
] N
0 [T T 1175
-100 0 100 200" T (°C) 300
Fig.5
10"
Ztnj-c
(°c/w)
3
10 | tphe— 5.t
«— T—» T
10% |-
—16=1
05 TH— P Hr—1H
/0'2‘:—_ 1 /,,_--
10 0.13
7S0.01
! -4 -3 -2 -1 2
10 10 10 10 1 10 t,(s) 10
Fig.6

370



@ BSS50 & 52 - Page 7

10° . 10° —
1 1 1
1 11
VCE =5V
I I Vee=t0V f hee £ =35 MHz
(mA) 7 1=25°C T,=25°
102 / 102
|
t
YFI typ
AT
A N
10 I 10 Z
V4
/1
v
L
1
05 1 15 vge (v) 2 10 102 1. (mA)  10°
Fig. 7 Fig. 8
10° 60
HEREN
Tj=25°C [TITTT
1 Ve = 10V
N heg [ Vor =10
1] typiques
typ
104 } 40
\\ X
4D
yanw. N
7] // /
- V' » N
Veg=10Vi / .
103 CE 3V 1oV 2 I¢ =500mA_
> 4
V4 P min llr
/1 A1) — 150 mA 5
7
1/ pd -
102 Z 0
102 10~! Ic (A) 1 0 100 T, (°C) 200
Fig. 9 Fig. 10
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transistors Darlington
e GRS

BSS 60
a BSS 62

Décembre 1980

Darlingtons P-N-P, planar en boitier métallique TO-39 (variante), destinés & des applications in-
dustrielles de commutation rencontrées dans les imprimantes, les circuits inductifs, les relais et les
commandes de lampes a filament.

Les complémentaires N-P-P sont BSS50, BSS51 et BSS52.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
BSS60 | BSS61 I BSS62
Tension collecteur-base (émetteur ouvert) —Vcgo max 60 80 | 100 \Y
Tension collecteur-émetteur (fig.4) . . . . . . —VCER max 45 60 80 \"
Courant collecteur (en continu). . . . . . —lc max \—,\i,o\-/ A
Puissance totale dissipée
(Tamb<25°C) ............. Ptot  max 0,8 w
(Te<<25°C ... ..o o .. Piot  max 5,0 w
Tension de saturation collecteur-émetteur
—Ilc=1,0A;—-Ig=1,0mA
BSS61 . . ................ —VCEsat < 1,6 Vo
—ic =1,0A ;—Ig =4,0mA
BSS60 ;BSS62 . . . .......... —VCEsat < 16 \%
Gain en courant continu
—IC =500 mA ;~VCg =10V ... .. hFge > 2000
Temps de coupure
—lCon =500 mA ; —Igon =0,56 mA
—IBoff =0,5mA . ... ... ... ... toff typ. 1,56 us
DONNEES MECANIQUES Dimensions en mm
BOITIER TO-39 (variante)
Collecteur relié au boitier r-—"—"—" .
A s I
8,5 E———— |

- ,?,'é‘,( — Fig. 1 e

Accessoire : 56245 (entretoises).
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VALEURS A NE PAS DEPASSER (limites absolues selon publication CEl 134).

BSS60 | BSSG1 | BSS62

Tension collecteur-base (émetteur ouvert) . —Vcgo max 60 80 100

Tension collecteur-émetteur (figure 4) —VCeER max 45 60 80 \

Tension émetteur-base (collecteur ouvert). —Vggg max 5,0 5,0 5,0 \"
™ ————

Courant collecteur (en continu). . . . . .. —Ic max 1,0 A

Courant collecteur (valeur créte) . . . . .. —icm  max 2,0 A

Courant base (encontinu) . . . .. ..... -l max 0,1 A

Puissance totale dissipée

Tamb<<25°C) . . . . ... .. ... Piot  max 08 w
(Te<<25°C). . oo v i e it Piot  max 5,0 w
Température de stockage. . . . . . ..... Tstg —65a+ 200 °c
Température de jonction . ......... Tj max 200 °c
RESISTANCE THERMIQUE
Jonction-airambiant . . . . ... ...... Rthja = 220 °Cc/wW
Jonction-boitier. . . .. ........... Rthjc = 35 °Cc/wW
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CARACTERISTIQUES Tj = 25 °C, sauf indication contraire
C résiduel collecteur
lE=0;-Veg=45V . ........ BSS60 —lcgo < 50 nA
Ilg=0;-VCg=60V . ........ BSS61 —lcgo < 50 nA
lIg=0;-Vcg=80V ......... BSS62 —lcgo < 50 nA

Courant résiduel émetteur

Ic=0;-Vgg=40V......... —lggo < 100 nA
Tensions de saturation
~lc=500mA ;—lg=0,5mA . . . . :zgg:::g 3y
—Ic=500mA; —Ig =0,5mA ;Tj=200 °C —VcEsat < 13 Vv
—Ic=10A;—-lg=10mA. .. ... BSS61 Z¥§E:§§ é s ¥
-Ig=10A;-lg=1,0mA;Tj=200°C BSS61  —VCEsat < 16 V
—lc=10A;-lg=40mA. ..... BSS60; BSS62 :xggsa: é Ny
sa ’
~Ic=10A;—Ig=40mA ;Tj=200°C BSS60; BSS62  —V(gsat < 16 V
Gain en courant continu
—Ilg=180mA ; —-Vcg =10V .. .. hgg > 1000
—lc=500mA ; -Vgg =10V . ... hpg > 2000
Gain en courant petits signaux (f =35 MHz)
—IC =500 mA ;—VCE =5V..... Nfe typ 10
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CARACTERISTIQUES (suite)
Temps de commutation (Figures 2 et 3)
—lcon =500 mA ; —Igon =IBoff =0.5 mA

Tempsd'établissement. . . . ..................... ton typ.
Tempsdecoupure . ... .............00uiunnn.. toff typ.
—lcon=1.0A; —Igon =IBoff =10 mA
Temps d'établissement . . . . . .........00.., ton typ.
Tempsdecoupure . . . . . ..ot vt vt st n e enennenn toff typ.
+2,2V —-10Vv
18Q
...._._!
|
1uF :
o !
!
!
—-38V i
—>j 6us ,4— |
~lgon=500mA | L Jp— |
—!8on = Igoff = 0,5 mA b
Fig. 2
Circuit de mesure de commutation pour 500 mA
_t R
ﬁ_* 10% T
ENTREE 9‘1%
ton Loff
""" }1 O%T
SORTIE T o
90% g‘i"
10% l [ —
f ty t, tsA t;
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107
— Stabilité thermique : RBE en fonction de T
‘L
l:13
(82)
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108 —
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N
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S
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Fig. 4
6
puissance totale dissipée maximale en fonction de la température
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N
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N
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thjq =
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Impédance thermique en fonction de la durée d'impuision
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transistor
haute tension @

PNP BSS 68

Décembre 1980

Transistor planar épitaxié en boitier plastique TO-92 (variante), destiné & des applications de com-
mutation d'anode des tubes indicateurs numériques & commande dynamique ainsi qu’a des appli-
cations générales de commutation haute tension.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Tension collecteur-émetteur (Rgg =10 KQ2) . . —VCER  max 110 Vv
Tension collecteur-émetteur (base ouverte) . . . —-VCeo  max 100 \Y
Courant collecteur (en continu). . . . ... ... —Ic max 100 mA
Puissance totale dissipée

(Tamb<<25°C). . . .. ............ Piot max 500 mw
Température de jonction. . . . ... ....... Tj max 150 °c
Gain en courant continu (Tj =25 °C)

—lc=25mA;-VCg=5V.......... hFe > 30
Fréquence de transition (f =35 MHz)

—lc=25mA;—VCE=5V.......... T > 50  MH:z

DONNEES MECANIQUES Dimensions en mm

BOITIER T0O-92 (variante)

I ] ‘0.35

\ | ’min

<— 52max —>|<— 12,7min ——»
—— - o
O = 3
— - ]
_.| k Section des conducteurs non
garantie sur 2,5 maximum.
Fig. 1
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VALEURS A NE PAS DEPASSER (limites absolues selon publication CEl 134).

Tensions
Tension collecteur-base (émetteur ouvert) . . . . . . -VecBO max 110 \Y
Tension collecteur-émetteur (Rgg =10kQ) .. .. —VCER max 110 \
Tension collecteur-émetteur (base ?uverte) ..... —VCcEO max 100 v
Tension émetteur-base (collecteur ouvert) . . . . . . —VEBO max 6 v
Courant
Courant collecteur {encontinu). . . . ... ... .. —ic max 100 mA
Puissance dissipée
Puissance totale dissipée
Tamb<25°C. . o o it it Piot max 500 mwW
Températures
Température destockage. . . . . . oo v vt u . n s Tsg —65271 150 °c
Température dejonction. . . . .. oo oo v v .u . Tj max 150 °c
RESISTANCE THERMIQUE
Jonction-airambiant . . .. ... ... .. Rthj-a = 0,25 °c/mw
CARACTERISTIQUES Tj =25 °C sauf indication contraire
Courant résiduel collecteur
Ig=0;-Vcg=100V ;Tj=70°C....... —-icBo < 10 BA
Tensions de saturation ,
ol 1o — —VeEsat < 250 mV
Ic=25mA;—Ig=25mA........... e 2 %00 m
Gain en courant continu
—Ic=10mA ;—Vgg=5V............ hrE > 30
—lc=26mA;-VeE=5V............ hrg > 30
Capacité collecteur (f =1 MH2z)
lg=1e=0;-Vcg=10V ............ Cc < 5 pF
Fréquence de transition (f =35 MHz)
—lc=25mA;—VCE=5V ........... fr > 50 MHz
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transistors
commutation-amplification BF @

PNP BSV 15
a BSV 17

Décembre 1980

Transistors P-N-P en boitier métallique TO-39, destinés a des applications industrielles générales.

Tension collecteur-émetteur

Courant collecteur (continu)

Puz'ssance total ) g'issipée

Gain en courant continu

(base ouverte) . . ... .....

amb<<25°C) ... ......
(Te<25°C) . . cooe v .

Température de jonction . ......

Fréquence de transition (f =20 MHz)
—lc=50mA ;—Vcg=10V ..

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
BSV15 [ BSV16 | BSV17
—VcEQ max 40 ' 60 I 80
e
—ic max 1,0
P max 0,8 w
P:g: max 5,0 w
Tj max 200 °C
fr > 50 MHz
BSV15-6 | BSV15-10 | BSV15—-16
BSV16—6 | BSV16—10 |BSV16—16
BSV17-6 | BSV17-10
hFg 40—-100 ' 63—160 100-—-250

—lc=100mA ;—Vge=1V ..

DONNEES MECANIQUES

BOITIER TO-39

Collecteur relié au boitier

Accessoire : 56245 (entretoise)

Dimensions en mm

_Yo,51
? ==jfﬁ0x
815 e c——
max
e
v |
L— 66 ole— 1237 —
max min
Fig. 1
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VALEURS A NE PAS DEPASSER (limites absolues selon publication CEl 134).

Tensions
BSV15 |BSV16|BSV17

Tension collecteur-émetteur (base ouverte) —Vceo max 40 60 80

Tension collecteur-émetteur (VBg =0). . . . —VCES max 40 60 90

Tension émetteur-base (collecteur ouvert) . —VgEBQ max 5 5 5 \Y
Courants —

Courant collecteur (continu) . ... ..... —lic max 1,0 A
Courant base (continu) . . ... ....... —ig max 200 mA

Puissance dissipée

Puissance totale dissipée
°C)

(TS i fee o 50 W
(Tmp<<B0°C) ... . ..... Piot max 5,0 w
Températures
Température de stockage . . ... ... ... Tstg — 653+ 200 °C
Température de jonction . . ... ... ... Tj max 200 °C
RESISTANCE THERMIQUE
Jonction -airambiant . . .. ... ...... Rth j-a 220 °C/w
Jonction -boitier . . . .. .. ... ... ... Rthjc = 35 °C/W
Jonction - fond de boitier . . ... ... ... Rth j-mb = 30 °C/W
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Tamb =25 °C, sauf indication contraire

CARACTERISTIQUES

Courants résiduels collecteur
VBE=0;—Vce=40V..............
VBE=0;—-Vce=40V ;Tgnp=150°C ...
VBe=0;—-VGe=60V..............
VBe=0;—-Vce=60V ,Tamb=150°C e
VBE=0.,—-Vgg=80V..............
VBe=0;-VCe=80V ; Tamb=150°C .

—VBg=0,2V ; —VCE =40V ; Tamp = 100 oc.

~VBg =0,2V ; —VCE =60V ; Tamp = 100 oc. .
—~VBE=0,2V ; -VCE =80 V ; Tamp =100 °C. .

Courant résiduel émetteur
Ic=0;-VEB=4V ........c......

Tensions de claquage
Ig=0;—Ic=50mA ;tp=200us ;86=0,01 . .
VBe=0;—=Ilc=10pA . ... ... .......
Ic=0;—=lg=10mA . . . .. .. ... ... ...

Tension base-émetteur
—lg=100mA ; —Vcg=1V...........

—lg=500mA ; - -Vcg=1V...........
Tension de saturation

—lc=500mA ;- Ig=25mA . .........
Capacité collecteur (f =1 MHz)

IE=lg=0;—Vcg=10V BSV15;BSV16

lge=lg=0;-Vgg=10V . ..... BSV17

Capacité émetteur (f =1 MH2z)
Ic=1l¢=0;-VER=05V ............

Fréquence de transition (f = 20 MHz)
—lc=80mA ;—Vce=10V .. .........

BSV15 | BSV16|BSV17
—IcEs < 100 - - DnA
—IcEs < 50 - - MA
—ICcEs < - 100 - nA
—IcEs < - 50 — uA
—ICES < - - 100 nA
—IcES < - - 50 uA
—ICEX < 50 - — HA
—IcEX < - 50 — MA
—ICEX < - - 50 uA
—IlEBO < 50 50 50 nA
—V(BR)CEO> 40 60 80 V
—V(BR)CES > 40 60 20 V
-V(BR)EBO> 5 5 5 V
———~—
~VBE < 1,0 \Y;
typ. 0,85 v
—VBE 07314 v
Vet < 1,0 v
c typ. 20 pF
c < 30 pF
typ- 15 pF
Ce < 25 pF
Ce typ. 180 pF
fr > 50 MHz
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CARACTERISTIQUES (suite)

Gain en courant continu

—lg=01mA ;=Vgcg=1V .. ..

—|C=100mA;—VCE=1V P

~1lc=500mA ;=Vcg=1V .. ..

Paramétres h (f =1 kHz)

—-lgc=1mA ;=Vcg=5V

Gain en courant petits signaux . . .

Temps de commutation

Temps d’établissement

—lc=100mA ; -lg=Igm=5mA

Temps de coupure

Temps de stockage
Temps de décroissance
Circuit de mesure :

Générateur d’'impulsions

Durée de I'impulsion tp =
Temps de croissance tr S
Temps de décroissance  tf <
Impédance de source Rg=
Oscilloscope :

Temps de montée tr S
Impédance d'entrée R; =

388
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Tamb = 25 °C, sauf indication contraire
BSV15-6|BSV15—-10 |BSV15—-16
BSV16—-6|BSV16—-10 |BSV16-16
BSV17—-6|BSV17—-10

> 15 20 30
hFE  typ 44 75 120
h typ 63 100 160
FE 402100 | 63a 160 | 100 a 250
> 20 25 35
hFE  typ a0 55 85
\_,-\/-\_/
hte > 20
ton < 500 ns
tg < 500 ns
tf < 150 ns
us
ns
————————O0 45V
n
s -20V
Q
2000
ns
1kQ
Rl
ov
| I V; 500
MV —
o-
Fig. 2
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Aire de fonctionnement de sécurité avec transistor polarisé en direct
| Région permise pour le fonctionnement en continu
11 Extension permise pour le fonctionnement en impulsions répétitives
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facteur multiplicateur de tension M,,
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facteur multiplicateur de courant M; BSV16
Mp
102
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T 11
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transistor
commutation courant élevé @

NPN =

BSV 64

Décembre 1980

Transistor N-P-N en boitier métallique TO-39, destiné principalement a des applications de com-

mande d'imprimante. |l posséde des caractéristiques de saturation élevées.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Tension collecteur-base (émetteur ouvert) . . . . . . VeBO max 100 \
Tension collecteur-émetteur (base ouverte) . . . . . VCcEO max 60 \%
Courant collecteur (valeurcréte) . . . ........ lcm max 5,0 A
Puissance totale dissipée

Te<B0°C. . .. ... Piot max 5,0 w
Température dejonction. . . . . ... ... ..... Tj max 175 °c
Gain en courant continu

Ic=2A;VEE=2V. . .. oo hFE > 40
Fréquence de transition (f =35 MHz)

Ic=05A ;Vcg=56V............... fr typ 100 MHz
Temps de coupure

lcon =5A N IBOD =0,5 A

—IBoff =08 A . . . .. toff < 1,2 us

DONNEES MECANIQUES Dimensions en mm

BOITIER TO-39

Collecteur relié au boitier

Fig. 1.

Accessoire : 56245 (entretoise)

& Produit homologué CECC 50 004-025, disponible sur demande.

? TE———
+mux
8,5
max ———c———
‘ ———c———
‘4» 66 ole— 127 ___o
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VALEURS A NE PAS DEPASSER (limites absolues selon publication CEl 134)

Tensions
Tension collecteur-base (émetteur ouvert) . . . . . ... VcBo max 100 \Y
Tension collecteur-émetteur

(RBESB0Q) ..ot v it e e e VCER max 80 v
Tension collecteur-émetteur (base ouverte) . . . . ... VCEO max 60 v
Tension émetteur-base (collecteur ouvert) . . . . . ... VEBO max 5 \
Courants
Courant collecteur (encontinu). . . ... ........ Ic max 20 A
Courant collecteur (valeurcréte) . . . .......... Icm max 5,0 A
Courantbase (encontinu) . . . ... ........... g max 1,0 A

Puissance dissipée
Puissance totale dissipée

(Te<BO°C). . oottt Piot max 5,0 w
Températures
Température de stockage. . . . . . ... e Tstg —-55a+ 175 °c
Température dejonction. . . . . . . .. ..o v v ... Tj max 175 °c
RESISTANCE THERMIQUE
Jonction-boitier. . . . ... ... . Rth jc = 25 °C/W
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CARACTERISTIQUES
Courant résiduel collecteur
lg=0;Vecg=60V .. ... ... ... ....... IceBO
Courant résiduel émetteur
Ic=0;VER=4V ... .. .. ... ... .. ..... lEBO
Tensions de saturation
\
IC=6A;IB=05A .. .. 0. .. CEsat
c B VBEsat

Gain en courant continu
Ic=2A; ;VCe=2V.. ... .. ... . ..., hrg

Capacité collecteur (f =1 MHz)
lE:'ezo;VCB=10V ................ CC

Fréquence de transition (f =35 MHz)
Ic=05A ;Veg=5V................. T

Temps de commutation
Icon=5A ;lgon=—IBoff =05 A

—VBEoff=2V
Temps d'établissement. . . . ............. ton
Tempsdecoupure . . .. .. ..o, toff

typ

VAWA

BSV64 - Page 3

Tj=25 °c
10 MA
10 A
1,0 \%
1,8 \%
40
80 pF
100 MHz
06 us
1,2 us
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10
{ Tel50°C
| fonctionnement en impulsions répétitives: 6-0.1
CMmax |
Ic AN
(A) \: N
\
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NORY
N \\\\ \
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N AN WA tp=;1
9 AANAVAVANE 504
ANT AN W R MV P
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I |Potmor el T NN\ Y N\ Y500
N \K\ 1ms
\ AL
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2 second /x \ |
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(mA) \\ \ \; '[
Y2077
1 50] ||
T \
0
50 Vce (V) 100
o | [T
1 10 Vee (V) 102
Fig. 2

Aire de fonctionnement de sécurité

1 Région permise pour le fonctionnement en continu
11 Extension permise pour le fonctionement en impulsions répétitives.
111 Fonctionnement en continu admissible dans cette région, 3 condition que RBg< 50 £
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transistors
commutation tension élevée @
NPN BSW 66A
a BSW 68A

Décembre 1980

Transistors N-P-N destinés principalement & des applications industrielles générales et de commu-
tation.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
BSW66A | BSW68A| BSW67A

Tension collecteur-base

(émetteurouvert) . ... ....... VCBO max 100 120 150 \Y,
Tension collecteur-émetteur

(base ouverte) . . . .. ... .. .... VCEO max 100 120 150 Vv

\_/v\./

Courant collecteur (valeur créte) . . . . . IcM max 2 A
Puissance totale dissipée

(Tamb<25°%C) .. ........... Ptot max 5,0 W
Tension de saturation tollecteur-émetteur

Ic=500mA ;Ig=50mA ...... VCEsat < 400 mV
Gain en courant continu

Ic=10mA ;VCE=5V ..... .. hpg > 30

Ic=500mA ;VCE=5V....... hfg > 30
Fréquence de transition (f =35 MHz)

Ic=100mA ;VCE=20V ... ... fT typ. 130 MHz

DONNEES MECANIQUES Dimensions en mm

BOITIER TO-39

Collecteur relié au boftier

v
? = l=l._+ %3:
8,5
max

L 66 _.L_. 12,7 _.1
max min

Fig. 1

Accessoire : 56245 (entretoise)
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VALEURS A NE PAS DEPASSER (limites absolues selon publication CEl 134).
BSW66A |BSW67A |BSW68A

Tension collecteur base (émetteur ouvert). . Vcpo max 100 120 150 \%
Tension collecteur-émetteur (base ouverte)* Vcgo max 100 120 150 Y
Tension émetteur-base (collecteur ouvert). . VEBO max 6 6 6 v
——
Courant collecteur (continu ou moyen) . . . I¢ max 1 A
Courant collecteur (valeur créte; tp< 20ms) IcM  max 2 A
Puissance totale dissipée (Tamb <25 °C). . . Pyt max 0,8 w
(Te<25°C) . ... Ptot max 5,0 w
Température de stockage . . . ........ Tstg —65a+200 °c
Température de jonction . . ... ... ... Tj max 200 °c
RESISTANCE THERMIQUE
Jonction-airambiant . . . .......... Rthj-a= 220 °C/W
Jonction-boitier. . . . ... ... ... Rthj-c= 35 °c/w
CARACTERISTIQUES Tj =25 °C, sauf indication contraire
Courant résiduel collecteur
IE=0;VCB=VCBOmax: -+ +++++- IcBO < 100 kA
IE=0;VCB="2VCBOmax + - « « « - ICBO < 100 nA
IE =0 Vcp ="VCBOmax ;
Tj=150°C . . .. i e IcBO < 50 uA
Courant résiduel émetteur
Ic=0;VEB=6V ...t unun IEBO < 100 A
Ic=0; VEB=3V. ... .ot vvv IEBO < 100 nA
BSW66A 'BSW67A IBSW68A
Tension de claquage collecteur-émetteur ‘ l
IB=0;IC=10mMA .. .......... V(BR)CEO > 100 120 150 %
—— N
Tensions de saturation
_ e — VCEsat < 150 mv
Ic=100mA;Ig=10mA ........ veesr 2 %00 kY
VCEsat < 400 mV
Ic=500mA ;Ig=50mA ........ VBEsat < 11 v
VCEsat < 1,0 %
Ic=10A;IB=150mA . ........ VBEsat < 14 v

* Voir Application page 8.
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CARACTERISTIQUES

Gain en courant continu

Ic=10mA ;VCe=56V .............. hFE

Ic=100mA ;VCE=5V..... ceesees.. hFE

Ic=500mA;VCE=5V.......... .... hFE

Ic=10A;VCE=5V ......... e hFE
Capacité collecteur (f =1 MHz)

IE=leg=0;VcB=10V ...... e Cec
Capacité émetteur (f =1 MHz)

Ic=lc=0;VEB=0 ........ ... .... Ce
Fréquence de transition (f =35 MHz)

Ic=100mA ;VCE=20V . ... .. ... ... . fT

Temps d’établissement (Fig. 2)

ICon =500 mA ; IBon =50 mA ; —VBEoff =4V ton
Temps de coupure (Fig. 2)

ICon =500 mA ; Igon =—IBoff =60mA . . . .. toff

Générateur d’impulsions :

Durée d’impulsion tp =5 ns
Temps de montée t <10 ns
Temps de décroissance tt <10 ns

Fig. 2
Circuit de mesure des caractéristiques de commutation
Vee=13V;Vim=21V

BSWGE6A a 68A - Page 3

typ.

typ.

typ.

typ.

typ.

typ.

typ.

30
75

40

30
80

15
20

20

300

130

0,5

0,9

pF

pF

MHz

us

us
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6
Ptot
(W)
N
4
N
5
KRN
0500
b
AN
2 B
D
a I'air |ipy, q
— (-] Rth‘. = N
- . thj-a=220 OC/W
LT Tt AN
0 IHERERRE -
0 50 100 150 T(°C) 200
Fig. 3
Puissance dissipée maximale admissible
en fonction de la température
103 } —
——
— VBEsat
VCEsat
VBEsat ’/
(mV) /1
102 7
-
— VCEsat —
10
1 10 102 Ic (mA) 108
Fig. 4

Ic/1B =10 ; Tj =25 °C ; valeurs typiques
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100
hre typ et T T ]
75 ]
At
— \
50
mi£ | —
P ~N|
25 S L A NE
-
-
0 2 3
1 10 10 I~ (mA) 10
Fig. 5 cfm
Vce=5V;Tj=25°C
60
Ce 400
(pF) Ce
(pF)
40 300
\
200
\
20 X\
typ
100 ~
- typ
0 A 0
0 20 Veg (V) 40 0 25 5 15
Fig. 6 - SB Fig. 7 . Veg (V)
IE=le=0;Tj=25°C Ic=1c=0;Tj=25°C
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max T
102 = ==t T
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1 )4
A
. typ,
10~ .
Sz
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Fig. 8

VcB =VCBOmax



GRESD  BsW66A 268A - Page 7
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VcB = ~VCBOmax
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APPLICATION

Capacité de coupure de la charge de « clamping » inductive.

Avec une résistance base-émetteur =>330 Q, soit un courant de base inverse << 2 mA, et la tension
de « clamping » maximale admissible, c’est-a-dire la valeur limite VCg(Q max, le transistor ne su-
bira pas les effets du second claquage lorsque le courant collecteur atteindra la valeur limite

ICMmax =2 A.

A
Fig. 10

Circuit de mesure : Vi =50 V ; tp =3 ms ; § <0,03
D1 =BY206 ou diodes associges plus rapides
Vg est réglée pour que V(CL) soit égale a la valeur
limite VCEOmax (fig. 11)

21 \
I'c

(A) :

1 |

|

i

0 i

tq ! t Fig. 11
V) | v Formes d’ondes
CEOmax —|-————~ " (CL)

1

Ve |

(V) |

1

|

[}

0 » t n




transistors
commutation rapide @
NPN BSX 19
BSX 20

Décembre 1980

Transistors N-P-N en boitier métallique TO-18, destinés principalement a des applications de
commutation trés rapide et d’amplification H.F.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

BSX19 | BSX20
Tension collecteur-base
(émetteur ouvert) . . ... ... ... VcBO  max 40 40 \"
Tension collecteur-émetteur
(baseouverte) . . .. .. ... VCEO  max 15 15 Vv
Tension collecteur-émetteur
(VBE=0) .. ... i i iin VCES max 40 40 \
Courant collecteur (valeur créte) . . . . . Icm max 500 500 mA
Puissance totale dissipée (Tamp << 256 °C)  Ptot max 360 360 mwW
Gain en courant continu (T; = 25 °C)
Ic=10mA ;VCE=1V ....... hFE > 20460(40a120
Ic=100mA ;VCE=2V ....... hFE 10 20
Fréquence de transition . . ... ... ..
Ic=10mA ;VCE=10V .. ... .. T > 400 500 MHz
Temps de stockage
Ic=IB=—IBM=10mA . ...... ts < 10 13 ns
DONNEES MECANIQUES Dimensions en mm
BOITIER TO-18
Collecteur relié au boitier.
' _Yo,51
48 pmax
max
v

L_n?bax-’L_ 12,7min ——

Fig. 1

Accessoire : 56246 (entretoise).
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BSX20

VALEURS A NE PAS DEPASSER (limites absolues selon publication CEl 134).

Tensions
Tension collecteur-base

(émetteur ouvert) . ............ VcBo
Tension collecteur-émetteur

(baseouverte) . . . . ...... ... ... VCcEO
Tension collecteur-émetteur

avecVBE=0 . ... ... ..o VCES
Tension émetteur-base

(collecteurouvert) . ... ......... VEBO
Courant
Courant collecteur (valeur créte) (t=10us) . ICM
Puissance dissipée
Puissance totale dissipée (Tamp <256 °C) . . Ptot
Températures
Températurede stockage . . ... ...... Tstg
Températurede jonction ... ........ Tj
RESISTANCE THERMIQUE
Jonction-airambiant . . ... ........ Rth j-a
Jonction-boitier. . . ... ... .o ... Rth j-c

410

max 40
max 15
max 40
max 4,5
max 500
max 360

— 65 a +200
max 200
= 0,48
= 0,15

mA

mW

°c

°c/mw
°Cc/mwW



CARACTERISTIQUES (suite)

GRESD 55x19-Page 4

BSX20

Tj =25 °C, sauf indication contraire

Gain en courant continu BSX19 | BSX20
Ic=10mA ;VCE=1V . ....... . hFg 20460 (403120
IcC=10mA ;VCE=1V;Tj=-55°C . hfg > 10 20
Ic=100mA ;VCE=2V . .. .. .... hFE > 10 10
Fréquence de transition > 400 500 MH
z
Ic=10mA ;VCe=10V .. ....... fr typ. 500 600 MHz
Temps de commutation
Temps de stockage (voir aussi pages 20 et 21)
lr=lr= _ A t tzp. 5 6 ns
c=Ig=—-IBM=10mA ... ...... s 10 13 ns
tension au
point P
+10V 4
+ 6V - 7 10%
0 100% | temps
|
—4v-L-f
tension au l
point A :
/
+10V } temps
|
|
| 100°%
|
ts 10%
Fig. 2
Circuit de mesure
Générateur d’'impulsions Oscilloscope
Tempsdecroissance . . t, < 1 ns Impédance dentrée. .. R; = 50 Q
Durée d'impulsion . .. t > 300 ns Temps de montée. . . . t < 1 ns
Facteur de cycle. . . . . 5 < 0,02
Impédance de source . . Rg = 50 Q
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BSX20
CARACTERISTIQUES Tj =25 °C, sauf indication contraire
Courant résiduel collecteur
IE=0;VCB=20V .. ..ttt iiins icego < 400 nA
IE=0;VcB=20V;Tj=150°C . ........ Icgo < 30 uA
VBE=0;VCE=15V;Tj=55°C ........ ICES < 0,40 uA
VBE=0;VCE=40V........civ.uu.. ICES < 1,0 uA
Courant résiduel émetteur
Ic=0;VER=45V ........ ... ... Iego < 10 uA
Courants de jonction (émetteur polarisé en inverse) <
| 0,60 A
VCE = i— = ;Tj=65°C ...... CEX ! K
CE=15V;—-VBE=3V;Tj=565°C  _lgex | < 0,60 LA
Tensions de maintien
Ic=10mA;IB=0 ............ «.... VCEOsust > 15 \%
IC=10mA;RBE=108......c.oov... VCERsust > 20 \%
Tension base-émetteur (voir aussi page 8) ’
Ic=30pA;VCE=20V ;Tj=100°C . ..... VBE > 0,35 v
Tensions de saturaliiso)?1 9:1 \"
- . 1 1B =0,6 mA .
IC=10mA i gsx20:1g=03mA """ ' " """ VCEsat : 0.3 v
— ln — VCEsat 0,25 \"
Ic=10mA;IB=TmA ... ... ... VBEsat 0,70 20,85 v
- m = VCEsat < 0,60 \Y
Ic=100mA ;IB=10mA ... ... ....... VBEst < 150 v
Capacité collecteur (f =1 MHz)
IE=1e=0;VCB=5V ...t rurenn Cc < 4 pF
Capacité émetteur (f =1 MHz)
Ic=Ic=0;VEB=1V ... ... Ce < 4,5 pF
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CARACTERISTIQUES

Temps de commutation
Temps d’établissement (voir aussi pages 14 et 15)

@ BSX19 - Page 5

BSX20

Tj =25 °C, sauf indication contraire

de—VBe=15 Valc=10mA;IB=3mA... ton < 12 ns
de —VBE =2,25V alc=100mA;Ig=40mA . top < 7 ns
Temps de coupure (voir aussi pages 16 et 19)
delc=10mA ;Ig=3mA BSX19 toff < 15 ns
a—Igm=1,5mA e BSX20 toff < 18 ns
delc=100mA ;Ig = 40 mA BSX19  toff < 18 ns
a-IpM=20mA ...... e .... BSX20 toff < 21 ns
Vi Vi
10%
|
|
] I
| %% temps { temps
| |
v, - |
A —:—\ Va |
| 90% :
I | oo |20
Wl & :._E_JI.%
e temps temps
Fig. 3
Circuit de mesure
Générateur d'impulsions Oscilloscope
Temps decroissance . . tp < 1 ns Impédance d'entrée. .. R; = 50 Q
Durée d'impulsion . .. t > 300 ns Tempsdemontée. . .. t, < 1 ns
Facteur decycle. . . . . 8 < 0,02
Impédance de source . . Rg = 50
. . Temps de
Temps d’établissement coupure
Ic I | —IBm | Vcc | R1;R2 | R3 R4 | -VBB | -VBE Vi veB | —Vi
mA mA mA Vv kQ Q Q \" \" \" v \"
10 3 1,5 3 3,3 50 220 3,0 1.5 15 12,0 15
100 40 20 6 0,33 | 56 0 4,5 2,25 20 15,3 20
NOTA

—IB\ est le courant de base inverse durant la coupure. La valeur —I1gp indiquée est déterminée
et limitée par la tension résiduelle appliquée et la résistance série.
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BSX20
1000EE Vo =20V 150 mmmm
IC Tj =100°C - IC VCE =1V
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Fig. 10
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BSX20
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BSX20
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BSX20
G Saase
(pF) 77 =25°C
6 f =IMHz
Ig=I,=0
N \~ ;
4 == ]
= r~-:” s
S "
2
0
0 2 4 6 8 V) 10
Fig. 15
G Eaas
PF) 13 T =25°C
6 B f =IMHz
IC =[C=0
) N
4 = F e [ L/max
] HEEE
2
[0) : [
0 o5 ) 5 2 VegV) 25
Fig. 16

419




@ BSX19 - Page 12

BSX20
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BSX20
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BSX20
ton ! TTIitry T]IIIZIS"I‘C
Voir page 5 j =
(ns) 1 Ic =10mA
30 Vcc =6V
—Vge=15V
20,
10
N _1 b
0 :
(] 4 6 8 Ig(mA) 10
Fig. 21
t TITT1 ITTTT] I
on Voir page 5 | Ic =70
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10 ty,
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Fig. 22
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BSX20

o T =25°C TIILLIT
(hs) Ic =100mA oir pag

5 Vpe =225V

: Voc =6V

N
10
hN
S \U’D
5 SSuEN
% 10 20 30 20 I (mA) 50
Fig. 23

t I =100mA [TTTTT]
(n:’; IBC =40mA Voir page 5

5 Vgg =225V

Yec =6V
10
—
tyP 194 -
5 ==
%50 0 50 100 750 T (°C) 200
Fig. 24
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BSX20
Valeurs typiq [TTTTTT
forf T =25° Voir page 5 BSX19
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Fig. 26
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BSX20
t Valeurs typiques. JTTTTTI
off T =25°C Voir page 5 BSX19
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Fig. 28
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BSX20
Valeurs typiques TTTTTTT 1
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BSX20
Valeurs typiques [TTI1171
ot A =2ggC Voir page 5 BSX20
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Fig. 31
I~ =I100mA [TITTIT
torf Ig = 40ma 'Voir page 5 BSX20
(n;é IBM=2OITDA
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»
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D
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Fig. 32
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BSX20
t Valeurs typiques| I l.l 1171
() - =25°C Voir page 4. BSX19
fe =10mA -
15 15
et
10 - LA
I~
] 4
Smé—‘
- -
= +—
5 i = Lt QEIA-‘—'
| A4 -
- —-—
- - -
1 —
0
0 2 4 6 8 1g(mA) 10
Fig. 33
ts I =10mA [TTTTITT BSX19
(ns) Ig =10mA Voir page 4,
15 —IBM=70mA
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10 >
tyP
1
5 gt
0—50 0 50 100 150 T;j (°C) 200
Fig. 34
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BSX20
t Valeurs typiques TTTTTTT T
(nss) T =25°C Voir page 4 % l#‘ BSX20
Ic =10mA A
4P
10 o
. -
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v - ]
=
. B = 10mALLe
5 - EEB==
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0 I
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Fig. 35
ts Ic =10mA | ]'l [TTT BSX20
(ns) Ig =10mA Voir page 4
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=
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] = 11
]
——
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1
‘QSO 0 50 100 150 Tj (°C) 200
Fig. 36
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transistor
alimentation a découpage @

NPN BSX 21

Décembre 1980

Transistor N-P-N en boitier métallique TO-18, destiné principalement & des applications d’alimen-
tations de puissance & découpage et de commande de tubes indicateurs numériques.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Tension collecteur-base (émetteur ouvert) . . . . . . Vcgo  max 120 Vv
Tension collecteur-émetteur (base ouverte) . . . . . VCceop  max 80 \%
Courant collecteur (valeur créte) . . . .. ... ... lem max 250 mA
Puissance totale dissipée

Tamb<25°C . . ..o Piot max 300 mw
Température de jonction. . . . . . .. .. .. .... Tj max 175 °c
Gain en courant continu (Tj = 25 °C) > 20

Ic=4mA V=1V .. .. ........... hgg typ 80
Fréguence de transition (f = 35 MH2z)

IcC=4mA; V=10V ... .......... fr > 60 MHz

DONNEES MECANIQUES Dimensions en mm

BOITIER TO-18

Collecteur relié au boitier

i Y051
48 ’ amax
max
v

1‘rr?<‘]3x - 127min ]
Fig. 1

Accessoire : 56 246 (entretoise).
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VALEURS A NE PAS DEPASSER (limites absolues selon publication CEl 134).

Tensions
Tension collecteur-base (émetteur ouvert)

IC=100HA . « e e e e e VcBo max 120 v
Tension collecteur-émetteur (base ouverte)

Ic=4mA . . e e VCEO max 80 V”
Tension émetteur-base (collecteur ouvert)

IE=100 1A . . . ot e i e e e e e VEBO max 5 v
Courants
Courant collecteur (continu ou moyen calculé
sur une périodede 20ms) . . . .. ... .. .. Ceven Ic max 100 mA
Courant collecteur (valeurcréte) . .. ... ....... Icm max 250 mA2}
Courant émetteur (continu ou moyen calculé
surune périodede20ms) . . . . ... .00 —lg max 100 mA
Courant émetteur (valeurcréte). . . ... ........ —IEM max 250 mA
Puissance dissipée
Puissance totale dissipée ]

Tamb<25°C. . ... ........ e e Piot max 300 mw
Températures
Température de stockage. « . .« « v« v v v e ... Tstg —65a+175 °c
Température de jonction. . . ... ... e Tj max 175 °c
RESISTANCE THERMIQUE
Jonction-air ambiant . . . ... ... e Rthja = 0,5 °c/mw
Jonction-boitier. . . ... e e s e e Rthjc = 0,15 °C/mwW

1) Le BSX 21 peut étre utilisé dans la zone de claquage jusqu’a Vcg =160 V, & condition que
Ptot & Tamb =85 °C ne dépasse 100 mW.

2) Le transistor doit pouvoir supporter une charge capacitive de 500 pF associée a une tension
collecteur-base de 150 V maximum avant la commutation.
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CARACTERISTIQUES Tj= 25 °C, sauf indication contraire.
Courant résiduel collecteur
—0- — typ 1 nA
IE=0;VeB=90V. ... .............. Iceo < 200 nA
—0- — ST — ° typ 0,25 HA
IE=0;Veg=90V ;Tj=150"C......... IlcBO < 50 uA
—0- — T — o typ 0,01 uA
VBE=0;VCcg=80V ;Tj=85"C......... ICES < 20 uA
Courant résiduel émetteur
—0 - _ typ 05 nA
Ic=0;VEg=4V . ...... ... ... ..... IEBO < 200 nA
—0 - — T — o typ 0,05 uA
Ic=0;VEg=4V ;Tj=150°C.......... IEBO Y 50 A
Tensions de saturation
= g = VCEsat < 0.7 v
Ic=4mA;Ig=400pA. . ... ... ....... VD 12 v
Gain en courant continu
lc=1TmA ;Vecg=1V................ heg typ 60
=4mA;VCg=1V . ... h > 20
Ic JVCE=1TV oo oo oo i FE e 80
Ic=10mA ;Vcg=1V............... hgg typ 82
lIc=20mA ;Vcge=1V............... hgg typ 55
Capacité collecteur (f = 1 MHz)
—. =0 - — typ 3,4 pF
IE=le=0;VeB=10V . . ..o ouru.... Ce Y 45 P
Capacité émetteur (f =1 MHz)
—1.=0 - — typ 12 pF
Ic=1c=0;VEg=05V................ Ce < 17 oF
Fréquence de transition (f =35 MHz) >
— . — 60 MHz
Ic=4mA ;Vcg=10V................ fr typ 160 MHz
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15 : 150
valeurs typiques 1] g i IQ =10
Ic Tj =25°C 1 VCEsat 11T
ma G H o) Tj=25°C
! typ |
10 - 100
Ig=100pA _
i
ya T
B80uA
1
?
5 S0uAl 50
i
OpA
m
20pA
0 LI 0
0 2 Vee(V) 4 0 10 Ic(mA) 20
Fig. 2 Fig.3
200} L+ [ I Jvaleurs typiques I ! [valeurs typiques [ | |
VCEsat——Ic _,q —— VBEsat{. It 10 1
(mv) i g™ V) Ig 1
; = > I ]
l ,,'\9@ Ay
150 - S R
TN i NTNONC
I NCL | - i AN
| = NI NN .
1 N N L]
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IAY I é //bq
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Fig. 4 Fig.5
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150 Vee =W
heg T =2s°C
100
—
A Py
—
A -
t
50
0
0 5 10 15 Ic(mA) 20
Fig.6
200 ) -
s typiques
hre Vce=1v
150
Ic=4mA
1
1
11
mA
100 : ===10m/
» -
50 » =
20mA
0
-50 0 50 100 150 Tj(°C) 200
Fig.7
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150
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T =25°C i3 Ic T =28°C
80H (mA)
Ic v typ
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1
T
40 5 ! {
50
20
i
0 0
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Fig. 8 Fig. 9
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200 = ]
A
—7
L
100
0
0 5 10 5 Ic(mA) 20
Fig. 10
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transistors
commutation-amplification BF @
NPN BSX 45
a BSX 47

Décembre 1980

Transistors N-P-N en boitier métallique TO-39, collecteur relié au boitier, destinés a des applica-
tions industrielles générales.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

BSX45 LBSX46 | BSX47

Tension collecteur-émetteur
(base ouverte) . .......... VCEO  max 40 60 80

—~— -
Courant collecteur (continu) . . . .. Ic max 1
Puissance totale dissipée
(TC <25°) ............ PtOt max 6,25 w
Température de jonction . ... ... Tj max 200 °Cc
Fréquence de transition (f =20 MHz)
Ic=50mA ;Vcg=10V .... fr > 50 MHz
BSX45—-6 | BSX45—10 | BSX45—-16
BSX46—6 | BSX46—10 | BSX46—-16
BSX47-6 | BSX47—-10
Gain en courant continu >
4
Ic=100mA;VCE=1V .... hpe 2 00 e e
DONNEES MECANIQUES Dimensions en mm
BOITIER TO-39
Collecteur relié au boitier
0,86 o
mm;\<\<45 | .
' _Yo,51
‘/ ==|=ij,
10°¢ 8,5
max max
¢ ‘ —————
L 66 gl 127 o
max min
max
Fig. 1

Accessoire : 56245 (entretoise)
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VALEURS A NE PAS DEPASSER (limites absolues selon publication CEl 134).

Tension collecteur-émetteur (base ouverte) . . .

Tension collecteur-émetteur (Vgg =0). . . . . .

Tension émetteur-base (collecteur ouvert) .. . .

Courant collecteur (conti

Courant base (continu)

Puissance totale dissipée (T¢ <25 °C)

Température de stockage

Température de jonction

nu)

RESISTANCE THERMIQUE

Jonction - air ambiant .

Jonction - boitier
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VcEo
VCEs
VEBO

max

max

max

max

max

max

BSX45 | BSX46 | BSX47

40 60

100
7 7

~— e —

1

80
80 120

7

200

6,25
—65a +200
200

200
28

> < < <

mA

°C
°C

°Cc/wW
°c/w



CARACTERISTIQUES

Courants résiduels collecteur
VBg=0;Vcg=60V.........

VBe=0;VCg=60V ;Tgmpb=150°C

VBe=0;Vce=80V.........
VBe=0;VCce=80V ;Tymp=150°C
Vge=0,2V ;Vcg=60V;
Tamb =100 °C
VBe=02V ;Vcg=80V;
Tamb =100°C

Courant résiduel émetteur
lc=0;VEgg=5V

Tension de claquage collecteur-émetteur
(base ouverte); |c =50 mA

VBE :0;|C=100IJA

Tension de claquage émetteur-base
(collecteur ouvert) ; Ig =100 uA . . .

Tension base-émetteur
Ic=100mA ;Vcg=1V

Ilc=500mA ;Vcg=1V

Tension de saturation
Ic =1000 mA ; Ig =100 mA

Ilc=500mA ;Ig =25 mA

Fréquence de transition (f =20 MHz)

lc=50mA ;Vcg=10V .. .. ...
Capacité collecteur (f =1 MHz)

|E= |e=0,'VCB:10V .......
Capacité émetteur (f =1 MH2z)

|c=|c=0;VEB =05V .......
Facteur de bruit (f =1 kHz)

Ic =100 A ; Vg =10V

R5:1 k2 ; B =200 Hz

@ BSX 45 a 47 - Page 3

Ices

IcEs

IcEs
ICES

ICEX

ICEX

IEBO

V(BR)CEO
V(BR)CES

V(BR)EBO

VBE
VBE

VBE

VCEsat

VCEsat

fr

Tamb =25 °C, sauf indication contraire

BSX45 |BSX46 |BSX47

typ. 1 1 — nA
< 30 30 — nA
tyRn. 1 1 — MA
< 10 10 - KA
< — — 30 nA
< — — 10 HA
< 50 50 - HA
< -- - 50 HA
< 10 10 10 nA
> 40 60 80 v
> 80 100 120 Vv
> 7 7 7 \Y;
< 1 1 1 Vv
> 0,75 0,75 075 V
< 1,50 150( 1,50 V
typ. 1,30 1,30, 1,30 V
< 2,00 2,000 200 V
typ- 0,7 0,7 — \"
< 1,0 1,0 - \Y)
typ. — - 05 V
< - - 09 Vv
> 50 50 50 MHz
< 25 20 15 pF
< 80 80 80 pF
typ. 3,5 3,5 35 dB
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BSX45-6 | BSX45—-10 BSX45-16
BSX46—-6 | BSX46—10 | BSX46—-16
BSX47-6 | BSX47-10
Gain en courant continu > -
10 15
Ic=100uA ; V=1V .. ... hgge . 28 40 90
> 40 63 100
Ic=100mA ;Veg=1V ... .. hFg typ. 63 100 160
< 100 160 250
. _ > 15 25 35
Ic=500mA ;Vcg=1V..... hfFg typ. 25 40 60
Ic=1A ;Vge=1V ....... hge typ. 15 20 30
Temps de commutation (voir Fig. 2) ~— e~ —
lcon=100mA ; IBon = —IBoff =5 mA
Temps d’établissement . . . . . .. ton 200 ns
Temps de coupure . . . ...... toff < 850 ns
O -5V
+20V
1KQ [] 2000
1k
+1V — Vo
I | Vi 500 BAW62
0
—>| tp |‘" O- O
7;/7
Fig. 2
Circuit de mesure des temps de commutation
Générateur d'impulsions Oscilloscope
Durée d'impulsion . .. t5 = 10 us Tempsdemontée. . .. t, < 15 ns
Temps de montée. . . . t, < 15 ns Impédance d'entrée. . . Z; =2 100 k&
Tempsdedescente . .. tf < 15 ns
Impédance de source . . 2Zg = 50 Q
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10
Te< 25°C
I'c
(A)
fonctionnement en impulsions
I Cmax non répétitives p=
1 ~ 10 us
N S N 30
N ANANE AN AN
S ‘II A N T
ANAVANG-E A 100
AN L N
AN 300
N
Pto[ max (c.c.) \ \\ |I
|1ms
N
I AN
107! N 10
100
(Tol o~
<] <] <
x| X| X
nl|l ulwv
10-2 ol o] @
1 10 Veg (V) 102
CE

Fig. 3
Aire de fonctionnement de sécurité, T, <25 °C*

| Région permise pour le fonctionnement en continu i
Il Extension permise pour le fonctionnement en impulsions non répétitives

* pour des températures de boitier > 25 °C, la limite de Pgo¢ max diminue selon la formule :
200—- T,

oy (Pour des durées d‘impulsions trés courtes <3 us., s’en tenir aux
th (t
P, O

Pty o) =

valeurs de Z;p correspondant & tp =3 us. (voir fig. 4).
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103
Zthj-c
(°c/w),
102
- 8=1
L 0,75 =z A
0'5|0 \__L_: H
10°E 0,303 5
C 0,203 was
) —
: 0,10H A
0,05 | 1171
T 4+
0,01 ] ]
TE—o0
:l tp e . Tt
- T —» T
o1 AN I
10-6 10-° 104 10-3 10—2 107" 1
p (s)
Fig. 4
Impédance thermique en fonction de la durée d’impulsion
Le temps de stabilisation est de 10 secondes
7,5
Ptot
(W) <
5 -
\\
"y
"o\\
N
Y
N
2,5
N
P——— - Rt . _ .
hl-a ‘200 °C/-v.v N
[T A
0 EREEE ~ -
0 50 100 150 T (°C) 200
Fig. 5

Puissance dissipée maximale admissible en fonction de la température




VCEsat
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VBEsat
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T
max -
4
Y
/
T
4 A
,1 o0 4
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7 z ~<;/ q‘? [¢)
L~ RV 0°,Z
1 AP
- BEE pd ’
2 — = ey s i 0 S———— / pal
p> ar min
_—1”— /,‘ -
—_ Tt T — -
10 102 Ie (mA) 103
Fig. 6
Ic/Ig = 10 ; -—— valeurs typiques ; — — — valeurs limites a Tamb=25°C
T T
max
Vi
7
’/ V.
A _A
1
o]
50°C = »”
T = - _— L |
amb T — min
— = VP2
- =T —_
——— H T i
e b —|
= 4+ ™ -
=T 15000/ i
]
2 3
10 10 Ic (mA) 10
Fig. 7
Ic/lIg=10; valeurs typiques ; — — — valeurs limites & Tamp =25 °C
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Fig. 8

Valeurs typiques; Tj = 25 °C
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1T
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1T
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o - 1 lml }
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Valeurs typiques ; Tj=25°C



@ BSX 45 2 47 - Page 10

150 T
i BSX45-6
| BSX46-6

max BSX47-6

h = L

FE r N
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] LA 4\60 A
100 - <o N
z N
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Fig. 10
Vce = 1V —-— valeurs typiques ; — — — valeurs limites & Tg,p = 25 °C
200 =
L~ » max BSX45-10
p /oc N BSX46-10
heg P 0 NI BSX47-10
// < 2,
7 \
150 —> \IEY
A \
y A X \
y
o
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Fig. 11
Vece=1V; valeurs typiques ; — — — valeurs limites a Tamp =25 °C
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400
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- M
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. Fig. 12 o
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A N\
50
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0
1 10 102 Ic (mA) 103
Fig. 13

Vece= 10V ;f= 20MHz ; Tj = 25°C
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VBEmin Z 1
'c 7, jAS) z
(mA) /Q)Q j,
(4
5 ° /I 1 //" VBEmax
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n i 8
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) |
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| I
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0 0,5 1 Vgg (V) 15
Fig. 14
Vce=1V; valeurs typiques ;
— — — valeurs limitesa Tamp = 25 °C
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transistors
commutation rapide @
NPN PH 2222
documentation provisoire PH 2222A

Décembre 1980

Transistors N-P-N, planar épitaxiés, en boitier plastique TO-92 (variante), haute rapidité et gain
élevé.

Ils-sont destinés, dans la gamme des moyennes puissances,aux applications dans les amplificateurs
et dans les commutateurs rapides.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

PH2222|PH2222A
Tension collecteur-émetteur (base ouverte)  Vcgo max 30 40 Y
Tension collecteur-base (émetteur ouvert) VeBo max 60 75 \Y
Tension émetteur-base (collecteur ouvert) VEBO max 5 6 \Y
Courant collecteur (en continu) . . . ... Ic max 800 800 mA
Puissance totale dissipée (Tamp <25 °C) . P40t max 500 500 mw
DONNEES MECANIQUES Dimensions en mm

BOITIER TO-92 (variante)

. Y035

\§ ] § min

re— 5,2max ->r——— 12,7min —————»
o] ‘0,68

’ max
-

Fig. 1

—

o

]

section des conducteurs non
<« garantie sur 2,5 max.

Une version (R) peut étre livrée sur demande avec brochage ¢ b e au lieu de e b c.
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PH2222A

VALEURS A NE PAS DEPASSER (limites absolues selon publication CEl 134).

Tensions PH2222 |PH2222A
Tension collecteur-émetteur (base ouverte) VCEO max 30 40 \)
Tension collecteur-base (émetteur ouvert) VcBo max 60 75 \"
Tension émetteur-base (collecteur ouvert) VEBO max 5 6 \"
Courant —_—
Courant collecteur (en continu) . .. ... Ic max 800 mA
Puissance
Puissance totale dissipée (Tamp + 25 °C) . Ptot max 500 mwW
Températures
Température de jonction . . ........ Tj max 150 °cC
Température de stockage . . . ....... Tstg —652a+150 °c
RESISTANCE THERMIQUE
jonction-airambiant ... .......... Rth j-a 250 °C/W
CARACTERISTIQUES Tj =25 °C sauf indication contraire
Tensions de claquage PH2222 |PH2222A
IB=0;Ic=10mA ............ V(BR)CEO > 30 40 \"
IE=0;IC=10pA . . . . ... .. V(BR)CBO > 60 75 \Y
IE=0;IE=10lS . .. ..o oo ... V(BR)EBO > 5 6 Y,
Courants résiduels
IE=0;VCB=50V . ........... ICBO < 30 - nA
IE=0;VcB =50V ;Tamb=150°C . . 1ICBO < 10 - A
IE=0;VCB=60V ............ IcBO < 10 nA
Ige=0;VcB =60V ;Tamb=150°C . . IcBO < 10 A
Ic=0;VEB=3V............. :EBO 2 30 15 nA
CEX 10 nA
\Y =60V ;—VEB=3V ........
Ce EB —lgex < 20 nA
Tensions de saturation 7)
VCEsat ; 0,4 0,3 v
Ic = A;IB=15mA ........ - 0,6 \"
c=150mA:ls VBEsat < 1,3 1,2 v
VCEsat < 16 1 v
Ic =50 A ;g =5 A ... sa !
C=500mA ;lg=50m VBEst < 2,6 2 v
Gains en courant continu —
Ic=0,1mA;VCE=10V ........ hEE > 35
Ic=1mA;VCE=10V ......... hFE > 50
Ic =10mA ;VCE=10V 1) ....... hFE > 75
Ic=150mA ;VCg =10V 1) ...... hFE > 100
Ic=150mA ;VCg=10V 1) ...... hFE < 300
Ic=500mA ;VCE=10V 1) . ..... hFE > 30

1) en impulsion tp =300 us, & =2 %.
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Fréquence de transition a f =100 MHz

Ic=20mA ;VCE=20V . . . ... ... ..

Capacité collecteur a f =1 MHz

IE=le=0;VcB=10V ...........

Capacité émetteur 8 f =1 MHz

Ic=lc=0;VEB=05V .. .........

Parameétres « h » en émetteur commun
Ic=1mA ;VCg =10V ;f=1kHz

Impédance d'entrée . . .. ...........
Rapport de transfert inverse de la tension . . . .
Gain en courant petitsignal . . . . ... .. ..
Admittancedesortie. . . . .. .. ... .. ..

Ic=10mA ;VCg =20V ;f =1 kHz

Impédance d’'entrée . . .. ...........
Rapport de transfert inverse de la tension . . . .
Gain en courant petit signal . . . . .. ... ..
Admittance desortie . . . . ... ... ... ..

Facteur de bruit 8 f =1 kHz

Ic =100 A ;VCE =10V ;Rg =1k . . ..

Partie réelle de 'impédance d’'entrée

VCeE =20 V ; Ic =20 mA ;f =300 MHz
Temps de commutation

Ic =150 mA ;igon =15 mA

temps total demontée . . . . .. ... ...

Ic =150 mA ; IBon =—IBoff =15 mA

temps totai de décroissance . . . . . . .. ..

Constante de temps
VCE =20V ;Ic =20 mA ; f =300 MHz

D>

o
o
3
LR
A

PH2222 - Page 3

PH2222A
PH2222 | PH2222A
250 300 MHz
8 8 pF
30 25 pF
- 2a8 kQ
- 82350 10
- 50 a 300
5435 uo’!
- 02521,25 kQ
- 4 104
- 75 a 375
- 25 a4 200 uS
- 4 dB
60 60 Q
35 ns
285 ns
150 uS

Voir circuits et conditions de mesures des temps de commutation page 4.
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PH2222 A
Circuit de mesure des temps de montée
Générateur Oscilloscope
durée d'impulsion t < 200 ns résistance d'entrée Rij > 100 k&
temps de montée t, < 2 ns capacité d’'entrée C < 12 pF
temps de montée tr < 5 ns
+0V
2000
')
+99 %
M iy F ________ \- ——90°% (1,70
oscilloscope
\]
u!‘o to s — %
-8y » -
t tp !
Fig. 2
Circuit de mesure des temps de descente
Générateur Oscilloscope
temps de descente ,, < 5 ns impédance d'entrée Rj > 100 k&
capacité d’entrée C < 12 pF
temps de montée t < 5 ns
+30vV
Vi 200ns
+162v|-----
‘
0 ’ Time
-8V - — — 4 —
500us
Fig. 3
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transistor
commutation rapide @

NPN PH 2369

Décembre 1980

Transistor N-P-N en boitier plastique TO-92 (variante), destiné a des applications de commuta-
tion trés rapide.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Tension collecteur-base

(émetteurouvert) . ............... VcBo  max 40 v
Tension collecteur émetteur (VBg =0) . .. ... VCES max 40 \
Tension collecteur-émetteur

(baseouverte) . . . . ..o v i i i VCEO  max 15 Y
Courant collecteur (valeurcréte) . . .. ...... Icm max 500 mA
Puissance totale dissipée (Tamp <25°C) . . ... Piot max 500 mwW
Gain en courant continu

Ic=10mA;VCE=1V . ........... hFE > 40

Ic=100mA;VCE=2V . ... .. .c. ... hFE > 20
Fréquence de transition (f =100 mHz)

IC=10mA;VCE=10V .. ... ....... fr > 500 MHz
Temps de stockage

ICon=!Bon=—IBoff=10mA ........ ts < 13 ns

DONNEES MECANIQUES Dimensions en mm
BOITIER TO-92 (variante)
) = — ‘0,35
\% - ’ min
_——J

<— 5,2max *[4————— 12,7min ——»

| ) ' 0,48

O IS X § max

t
|
1
.__ Section des conducteurs
non garantie sur 2,5 max

J

I

1

Fig. 1
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VALEURS A NE PAS DEPASSER (limites absolues selon publication CEIl 134).

Tension collecteur-base (émetteur ouvert) . .. ... VcBo  max 40 \Y
Tension collecteur-émetteur (VBg =0) . . ... ... VCES max 40 \Y
Tension collecteur-émetteur (base ouverte) . . . . . . VCEO max 15 v
Tension émetteur-base (collecteur ouvert) . ... .. VEBO max 4,5 \%
Courant collecteur (valeur créte ; tp=10us) . . . . . Icm max 500 mA
Puissance totale dissipée (Tamp <25°C) . . ... .. Piot max 500 mw
Température de stockage . . . . . ... ... Tstg —55 3 +150 °c
Température de jonction . . . . .. ..o Tj max 150 °c
RESISTANCE THERMIQUE
Jonction - airambiant . . ... .. Rthja = 250 °c/w
CARACTERISTIQUES Tamb = 25 °C, sauf indication contraire
Courant résiduel collecteur

IE=0;VCB=20V . . ottt ittt i IcBO < 400 nA

IE=0;VCB=20V ;Tj=125°C ... ...... iceo < 30 uA
Courant résiduel émetteur

IC=0;VEB=2V ... ... .. leo < 100 nA
Tensions de saturation

IC=10mA;IB=03mA . ............ VCEsat < 0,30 \Y

IC=10mMA;IB=TmMA . . oo eeene .. YISE::: < 0.70 2 8:32 v

IC=100mA ;IB=10mA .. ........... zgg::: 2 ?:gg v
Gain en courant continu

IC=10mMA;VCE=1V ..o .. hEE 4023120

IC=10mA ;VCE=1V ;Tamb=-55°C . ... hFE > 20

IC=100mMA;VCE=2V . . vt s vt iina hFE > 20
Fréquence de transition (f =1 MHz)

Ic=10mA ;VCE=10V .. ... ... ...... fr > 500 MHz
Capacité collecteur (f =1 MHz)

IE=1e=0;VCB=5V .. ... ... Cc < 4 pF
Capacité émetteur (f = 1 MHz)

Ic=1c=0;VEB=1V .. ... Ce < 4,5 pF
TEMPS DE COMMUTATION
Tomgs o stodage (2] L h . W o
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transistor
commutation rapide @

NPN PH 2369

Décembre 1980

Transistor N-P-N en boitier plastique TO-92 (variante), destiné & des applications de commuta-
tion trés rapide.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
Tension collecteur-base
(émetteurouvert) . ............... VCcBO  max 40 \Y
Tension collecteur émetteur (VBg =0) . .. ... VCES max 40 v
Tension collecteur-émetteur
(baseouverte) . . . ... ... . oo, VCEO max 15 \Y
Courant collecteur (valeurcréte) . . . ....... Icm max 500 mA
Puissance totale dissipée (Tamp <25°C) . . . .. Ptot max 500 mwW
Gain en courant continu
Ic=10mA ;VCE=1V ............ hFE > 40
IC=100mA ;VCE=2V . ... ... .... hFE > 20
Fréquence de transition (f =100 mHz)
Ic=10mA;VCE=10V ... ......... fT > 500 MHz
Temps de stockage
ICon=!Bon=—IBoff=10mA ........ ts < 13 ns
DONNEES MECANIQUES Dimensions en mm
BOITIER TO-92 (variante)
T — ' 035
\% ’ min
J
—
r— 5,2max 12,7min
- ™ ‘O.AB
e ’ max
O i =
g )
_,‘ L_ Section des conducteurs
non garantie sur 2,5 max
Fig. 1
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VALEURS A NE PAS DEPASSER (limites absolues selon publication CEl 134).

Tension collecteur-base (émetteur ouvert) . .. ... Vcgo — max 40 \
Tension collecteur-émetteur (VBg =0) . . ...... VCES max 40 \")
Tension collecteur-émetteur (base ouverte) . . . ... VCgo max 15 v
Tension émetteur-base (collecteur ouvert) . .. ... VEBO max 4,5 \%
Courant collecteur (valeur créte ;tp =10 ps) . . . . . Icm max 500 mA
Puissance totale dissipée (Tamb <25 °C) . . .. ... Ptot max 500 mW
Température de stockage . . . . . . ... ... ... Tstg —55 a + 150 °c
Température de jonction . . . . v v v v vt u . u Tj max 150 °c
RESISTANCE THERMIQUE
Jonction-airambiant . . ... ... ... Rthja = 250 °c/w
CARACTERISTIQUES Tamb = 25 °C, sauf indication contraire
Courant résiduel collecteur

IE=0;VCB=20V .. . . ittt IcBO < 400 nA

IE=0;VCB=20V ;Tj=125°C ......... iceo < 30 uA
Courant résiduel émetteur

IC=0;VEB=2V . st i ittt ie i iie e as IEBO < 100 nA
Tensions de saturation

IC=10mA;IB=03mA . ... ......... VCEsat < 0,30 Vv

Ic=10mAIB=TmA . ... ... ......... xgg::: < 0'70‘,38:%2 2//

IC=100mA;IB=10MA . ... xggzgt E ?:gg :'/
Gain en courant continu

Ic=10mA;;VCE=1V .. ... ... . ... hFE 4023120

IC=10mA ;VCE=1V ;Tamb=-55°C . ... hFE > 20

IC=100mA ;VCE=2V . .« v s e et i i v n hFE > 20
Fréquence de transition (f =1 MHz)

IcC=10mA;VCE=10V ... ... ... ... fr > 500 MHz
Capacité collecteur (f =1 MHz)

IE=1eg=0;VCB=5V . ... ... Ce < 4 pF
Capacité émetteur (f = 1 MHz)

IC=1c=0;VEB=1V . . ... Ce < 4,5 pF
TEMPS DE COMMUTATION
Temps de stockage (Fig. 2)

lgonzlao,,g—lsgff: TM0mA ... ... ... ts t<Yp' 1g ::
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Générateur d’impulsions
Temps de croissance
Durée de I'impulsion
Facteur de cycle
Résistance de source

-10V

t <

1

tp > 300

5 <
RS

+11V

Temps d’établissement (Fig. 3)

de —VBEoff =1,5V a Icon =10 mA ; IBon =3 mA.

0,02
50

de —VBEeff =225V a lcogn =100 mA ;

IBon =40 mA
Temps de coupure (Fig. 3)

ICon=10mA ;Igon=3mA ;—IBoff=1,5mA . . .
ICon =100 mA ; IBon =40 mA ; —IBoff =20 mA ‘

@ PH2369 - Page 3

Oscilloscope

ns Résistance d'entrée Rj = 50 Q
ns Temps de montée r < 1 ns
Q
Ve
Hov +GV__T —+10%
0 10?% ' temps
i
—avViE———+
|
l
+10V L tomps
|
| T
I 100%
I
| '
I<— ts->
10%
Fig. 2
Circuit de mesure et forme d’onde
ton < 12 ns
ton < 7 ns
toff < 18 ns
toff < 21 ns
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GRES> 12369 -Pages

Générateur d’impulsions +Vee
Temps de croissance < 1 ns
Durée de I'impulsion tp > 300 ns
Facteur de cycle s < 0,02
Résistance de source Rg = 50 Q
Oscilloscope
Résistance d'entrée Rj = 50 ns
Temps de montée < 1 ns
Fig. 3
Circuit de mesure
o
90% :
[ !
10 |
V; A T ° 7
\ |
} |
:‘ ton :A toff -
] I
v } : I
A : 10% 1
! U | T
[ |
: 90% X 90%
' l | o |
: N e | 10%
1
| !
|l g t, :4 ts | te
Fig. 4

Forme d’onde

Temps d’établissement |Temps de coupure

ICon [1Bon | 'Boff |VcCc | R1 |[R2;R3| R4 | VBB | VBE Vi VBB Vi

mA mA mA \" Q kQ Q v \") \") \" \"
10 3 |-15| 3 |50 |33 | 220 | =30 |-150| 15 120 | —15

100 | 40 |[—20 6 | 56 | 0,33 0| -45|-225| 20 15,3 | —20
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transistors @

commutation rapide
PNP PH 2907
PH 2907A

documentation provisoire

Décembre 1980

Transistors PNP, planar épitaxiés, en boitier plastique TO 92 (variante), haute rapidité et gain
élevé,

Ils sont destinés, dans la gamme des moyennes puissances,aux applications dans les amplificateurs
et dans les commutateurs rapides.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
PH2907 | PH2907A
==
Tension collecteur-émetteur
(base ouverte) . . . .. ......... -VCcEO max 40 60 \%
Tension collecteur-base
(émetteurouvert) . . . ... ... ... -VcBO max 60 60 \Y
Tension émetteur-base
(collecteurouvert) . .. ........ ~VEBO max 5 5 \
Courant collecteur (en continu). . . . . —Ic max 600 600 mA
Puissance totale dissipée (Tamp <25 °C) Piot max 625 625 mwW
DONNEES MECANIQUES Dimensions en mm

BOITIER TO 92 (variante)

Hoss

\ 5 *mm

= 5,2max *r——— 12,7min —

,_‘ 0,48
max
ot

-H-

-]

i

I section des conducteurs non
garantie sur 2,5 max.

L.

Fig. 1
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@ PH2907 A

VALEURS A NE PAS DEPASSER (limites absolues selon publication CEl 134)

Tensions
Tension collecteur-émetteur

(base ouverte) . . . .. ... .. ... ...
Tension collecteur-base (émetteur ouvert)
Tension émetteur-base (collecteur ouvert)

Courant

Courant collecteur (en continu). . . . . ..
Puissance

Puissance totale dissipée (Tamp <25 °C) .
Températures

Température de jonction. . . . .. ... ..
Température de stockage. . . . . ... ...

RESISTANCE THERMIQUE

Jonction-air ambiant . . . . .. ... ...

CARACTERISTIQUES

Tensions de claquage
IB=0;—-IC=10mA. . . .. .. .....
IE=0;—IC=10pA . ... ... .. ...
Ic=0;—-lg=10pA . .. . ... ... ..

Courants résiduels
IE=0;-VcB=50V ...........
IE=0;-VCB =50V ; Tamb =150 °C
VBE= 05V ;—-VCe=30V.......
VBE = 0,5 \ ;—VCE =30V.......

Tensions de saturation 7)

—Ic=150mA ;—Ig=15mA. . . . . ..

—lc=500mA ;—Ig=50mA. . ... ..

Gains en courant continu
—Ilc=0,1mA ;—=VCg=10V.. ... ..
—lc=1TmA;;—VCg=10V........
—lc=10mA ;—VCg=10V .. ... ..
—lc=150mA ;—=VCg =10V 1). ... .
—Ic=150mA ;—VCg =10V 1). . . ..
—Ic =500 mA ; —VCg =10V 1)
Fréquence de transition a f =100 MHz
—lc=50mA ;—VCg=20V. ... ...
Capacité collecteur a f =1 MHz
IgE=1leg=0;-VcB=10V.. ... ....
Capacité émetteur a f =1 MHz
IC=lc=0;-VEB=2V .. .......

1) en impulsion : tp =300 us, =2 %.
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—V(BR)CEO
—V(BR)CBO
—V(BR)EBO

—icBo
—lcBo
—ICEX

IBEX

—VCEsat
—VBEsat
—VCEsat
—VBEsat

hFE
hFE
hFE
hFE
hFE
hFE

fr
Ce

Ce

PH2907 | PH2907A

max 40 60 \)
max 60 60 \)
max 5 5 \"
max 600 mA
max 625 mwW
max 150 °c
—652a+150 °c

200 °c/w

Tj=25 °C sauf indication contraire

PH2097

40
60
5

20
20
50
50

0,4
1,3
1,6
2,6

35
50
75
100
300
30

200

AN NV VAVVVV AA A AAAAN VVV

30

PH2907A

60 \%
60 \%
5 \%

10 nA
10 MA
50 nA
50 nA

0,4 \%
1.3 \%
1.6 \
2,6 \%

75
100
100
100
300

50

200 MHz

30 pF
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@ PH2907 A

Temps de commutation
—lcon =150 mA ; —IBon =15 mA

tempsderetard dlamontée. . . . .. ........ td < 10
tempsdemontée . . . ... ... .. ae e tr < 40
temps total de croissance. . . . ... ... ...... ton < 45
-30V
2000
Vo
1k
0 V;
500
-16V —
7 4

— tp I<—
Fig. 2
Forme d’onde d’entrée et circuit de mesure des temps de croissance

—Ilcon =150 mA ; —IBon =IBoff =15 MA

temps de stockage. . . . . ... ... ... ... ... tg < 80
tempsdedescente. . . . ... ... ... tg < 30
temps total de décroissance . . . . . ... ... ... toff < 100

0
-30V —
— tp l<—
Fig. 3

Forme d'onde d’entrée et circuit de mesure des temps de décroissance
Générateur d'impulsions Oscilloscope
Fréquence f = 150 Hz Temps de montée t, < 5
Durée d'impulsion tp = 200 ns Impédance d'entrée Zj < 10
Temps de montée tr S 2 ns

Impédance de sortie  Zg 50 Q

ns
ns
ns

ns
ns
ns

ns
MQ

461






transistors
commutation rapide @

NPN

2N2218

2N2218A

Décembre 1980

Transistors N-P-N en boitier métallique TO-39 avec collecteur relié au boitier, destinés principa-
lement & des applications de commutation trés rapide. Le 2N2218 est également utilisable dans

les amplificateurs continus et V.H.F./U.H.F.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
2N2218|2N2218A

Tension collecteur-base

(émetteur ouvert) .. ... ... .. ... VcBO  max 60 75 Y
Tension collecteur-émetteur

(baseouverte) . . . . ... ... ... ... VCEO  max 30 40 \
Courant collecteur (continu) . . ... .... Ic max 800 800 mA
Puissance totale dissipée (Tamp <25 °C) . . Ptot max 0,8 0,8 W
Températurede jonction . . ... ...... Tj max 175 175 °C
Gain en courant continu (Tj =25 °C)

IcC=10mA ;;VCE=10V ... ...... hFE > 35 35
Fréquence de transition (f =100 MHz)

Ic=20mA ;VCE=20V .. ... .... fr > 250 250  MHz
Temps de stockage

IC=150mA ;IB=—IBM=15mA ... tg < - 225 ns

DONNEES MECANIQUES Dimensions en mm

BOITIER TO-39

Collecteur relié au bofitier.

} _Yo51
jmox
'ggx —_— ]

Fig. 1

Accessoire : 56 245 (entretoise).
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2N2218 A -

VALEURS A NE PAS DEPASSER (limites absolues selon publication CEl 134).

Tensions 2N2218|2N2218A
Tension collecteur-base (émetteur ouvert) ... VCBO max Vv
Tension collecteur-émetteur (base ouverte) . . .  VCEO  max \Y
Tension émetteur-base (collecteur ouvert) ... VEBO max v
Courant
Courant collecteur (continu) . .......... Ic max 800 mA
Puissance dissipée
Puissance totale dissipée (Tamb <<25°C); . . . . Ptot max 0,8 w
(Te<25°C) ...... Ptot max 3 w
Températures
Température de stockage . . . .. ... ... .. Tstg —65a+200 °c
Température de jonction . . . .. .. ... .. T max 175 °c
RESISTANCE THERMIQUE
Jonction-airambiant . . . ... ... 00 Rth ja = 190 °c/wW
Jonction-boftier. . . . ... ... ..., Rthjc = 50 °c/w
CARACTERISTIQUES Tj =25 °C, sauf indication contraire
Courant résiduel collecteur 2N2218|2N2218A
IE=0;VeB=50V .............. IcBo < 10 - nA
IE=0;VCB=50V ;Tamb=150°C .... Icgo < 10 - A
IE=0;VCB=60V .. ... vuu.. ICBO < - 10 nA
IE=0;VCB=60V ;Tamb=150°C .... Icgo < - 10 kA
Courant résiduel émetteur
IC=0;VEB=3V ... .ttt in.n IEBO < 10 10 nA
Courants de jonction (émetteur polarisé en inverse)
VCE=60V;-VBE=3V .......... _:g& é - » na

Y Applicable jusqu’a I =500 mA.
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CARACTERISTIQUES

Tensions de claquage

|E=0;IC=1OMA ...............
IB=0;IC=10mA ..............
IC=0IE=10pA. . . . oo v i v v

Tensions de saturation 1)

Ic=150mA ;IB=15mA ..........

Ic=500mA ;IB=50mA ..........

Gain en courant continu

Ic=0,1mA;VCE=10V ..........
Ic=1TmA;VCE=10V ...........
Ic=10mA ;VCE=10V .. ... ......
Ic=10mA ; VCE =10 V ; Tamb =—55 °C.
Ic=150mA;Vce=1V!) .........
Ic=150mA;Vce=10V?') ........
Ic=500mA ;VCe=10V?') ........

Fréquence de transition (f =100 MHz)

Ic=20mA;Vcg=20V...........

Capacité collecteur (f =100 kHz)

IE=le=0;VeB=10V . ... .......

Capacité émetteur (f =100 kHz)

Ic=lc=0;VEB=05V ...........

Constante de temps de transfert inverse (f =31,8 MHz)

IcC=20mA;VCE=20V . .. ........

GRES> M2218-Page 3

2N2218 A -

Tj =25 °C, sauf indication contraire

2N2218
V(BR)CBO > 60
V(BR)CEO > 30
V(BR)EBO > 5
VCEsat < 0,4
\Y; > =
BEsat < 1,3
VCEsat < 1,6
VBEsat < 2,6
hFE > 20
hFE > 25
hFE > 35
hFE > -
hFE > 20
hFE 40a 120
hFE > 20
fr > 250
Cc < 8
Ce < -
b Cc < -

1 ) Durée d’impulsion <300 us ; facteur de cycle < 2%

2n22180

75 \%

40 \

6 \%

0,3 \%

0,6 \%

1,2 \

1,0 \%

2,0 \%
20
25
35
15
20

403120

25

250 MHz

8 pF

25 pF

150 ps
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CARACTERISTIQUES (suite)

Paramétres h (émetteur commun)
Ic=1mA;VCE=10V ;f=1kHz

@ 2N2218 - Page 4

Tj =25 °C, sauf indication contraire

6190

Impédanced’entrée. . . .. ......... . hje

Rapport de transfert de tension inverse . . . hpe <

Gain en courant petits signaux . . . ... .. hfe

Admittancedesortie. . . . ... ... ... hoe

Ic=10mA ;VCE=10V ;f=1kHz

Impédance d'entrée . . ............ hie

Rapport de transfert de tension inverse . .. hpe <

Gain en courant petits signaux . . . ... .. hfe

Admittance de sortie. . . . . ... ... «.. hoe

Ic=20mA ;VCE=20V ; f=100 MHz

Gain en courant petits signaux . . ...... hfe >

Ic=20mA ;VCE = 20V ; f =300 MHz

Partie réelle de I'impédance d'entrée . . . . . Relhje) <
Temps de commutation pour 2N2218A

Temps d’'établissement

—VBE =0,5Vaic=150mA ;Ig=15mA

Tempsderetard ... ............. td <

Tempsdecroissance . . . ... ..o .v.. tr <

¥
+99V| — — — r_______ O\~ — 0%
oL e - - — -10% A
=05V tl’ SP — _
Fig. 2
Circuit de mesure

Générateur d'impulsions Oscilloscope
Durée d’'impulsion tp < 200 ns Résistance d'entrée
Temps de croissance t, < 2 ns Capacité d'entrée
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Temps de montée

kQ
104

uo!

Kk
104

pe?!

ns
ns

oscilloscope

k2
pF
ns
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2N2218 A -
CARACTERISTIQUES Tj=25 °c
Temps de commutation pour 2N2218A
Temps de coupure
Ic=150mA ;IB=—IgM =15 mA
Tempsdestockage . ........ ........ tg < 225 ns
Temps de décroissance . ..... .. ...... tf < 60 ns

Vi 200ns
+16.2V}-----
0 -
temps
=138V} — — — A b —
.3 500us
Fig. 3
Circuit de mesure
Générateur d'impulsions Oscilloscope
Temps de décroissance t < 5 ns  Impédance d’entrée R; > 100 k&
Capacité d’entrée c;i < 12 pF
Temps de montée tt < 5 ns
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transistors
commutation rapide @
NPN 2N2219
2N2219A

Décembre 1980

Transistors N-P-N en boitier métallique TO-39, destinés principalement a des applications de
commutation trés rapide. Le 2N2219 est également utilisable dans les amplificateurs continus et
V.H.F/UH.F.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
2N2219 |2N2219A

Tension collecteur-base

(émetteur ouvert) . ... ... ... ... VcBO  max 60 75 v
Tension collecteur-émetteur

(base ouverte) . . . . ... ... ... ... VCEQO  max 30 40 Vv
Courant collecteur (continu) ... ... ... Ic max 800 800 mA
Puissance totale dissipée (Tamp <25 °C) | | Pyor max 0,8 0,8 w
Température de jonction . . . . ... .... Tj max 175 175 °c
Gain en courant continu (Tj =25 °c)

IcC=10mA ;VCE=10V ......... hFE > 75 75
Fréquence de transition (f =100 MHz)

Ic=20mA ;VCE=20V . . ... .... fr > 250 300 MHz
Temps de stockage

IC=150mA ;I =—IBM=15mA ... tg < - 225 ns

DONNEES N‘ECAN'QUES Dimensions en mm

BOITIER TO-39

Collecteur relié au boftier.

)
N f _¥Yo,51
\/ ) max
07 . 85 e —
max max
—

Fig. 1

Accessoire : 56245 (entretoise).
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GRE=>> M2219a

VALEURS A NE PAS DEPASSER (limites absolues selon publication CEl 134).

Tensions 2N2219|2N2219A
Tension collecteur-base (émetteur ouvert) ... VcBo  max \%
Tension collecteur-émetteur (base ouverte) . . .  VCEO max \"
Tension émetteur-base (collecteur ouvert). . .. VEBO  max v
Courant
Courant collecteur (continu) .. ......... Ic max 800 mA
Puissance dissipée
Puissance totale dissipée (Tamb <26°C) . ... Piot max 0,8 w
(Te<25°C) . ..... Piot max 3 w
Températures
Température de stockage . . . .. ........ Tstg —65a +200 °c
Température de jonction . . ... ........ Tj max 175 °c
RESISTANCE THERMIQUE
Jonction-airambiant . . ... .......... Rthja = 190 °C/W
Jonction-boitier. . . . ... ... . ... .. Rthjc = 50 °c/w
CARACTERISTIQUES Tj=25 °C, sauf indication contraire
Courant résiduel collecteur 2N2219|2N2219A
IE=0;VCB=50V .. ............ IcCBO < 10 - nA
IE=0;VCB=50V ;Tamb=150°C .... Icgo < 10 - uA
IE=0;VCB=60V ... ........... Icso < - 10 nA
IE=0;VcB=60V ;Tamp=150°C.... Icgo < - 10 BA
Courant résiduel émetteur
IC=0;VEB=3V.....cuiov.u... leo < 10 10 nA
Courants résiduels (érmetteur polarisé en inverse) <
] - 10 A
VCE =60V ;—VBE =3V .......... CEX n
—IBEX < - 20 nA

1) Applicable jusqu’a Ic =500 mA.
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@ 2N2219 A

Tj=26 °C, sauf indication contraire

CARACTERISTIQUES

Tensions de claquage

IE=0;IC=10pA. . . ... .o V(BR)CBO >
IB=0;Ic=10mA .............. V(BR)CEO >
IC=0;IE=10pA. . ... ..., V(BRJEBO >
Tensions de saturation 7)
Ic=150mA ;IB=15mA .. ........ VCEsat <
>
VBEsat <
VCEsat <
IC=500mA ;Ig=50mA ..........
¢ B VBEsat <
Gain en courant continu
Ic=01mA;VCE=10V .......... hFE >
Ic=1mA;VCE=10V ........... hFE >
IC=10mA;VCE=10V ... ........ hFE >
Ic=10mA ;VCE =10V ;Tamb=-55°C. hfE >
IC=180mA ;VCE=1V 1) . ........ hEE >
Ic=150mA ;Vce=10V1) ........ hFE
Ic=500mA ;VCE=10V 1) ........ hEE >
Fréquence de transition (f =100 MHz)
IC=20mA;VCE=20V .. ... ...... fr >
Capacité collecteur (f =100 kHz)
IE=lg=0;VCB=10V .. ......... Ce <
Capacité émetteur (f =100 kHz)
Ic=lg=0;VEB=05V ........... Ce <
Constante de temps de transfert inverse (f =31,8 MHz)
IC=20mA ;VCE=20V ... ........ ro'Ce <

1) Durée d’impulsion <300 us ; facteur de cycle <0,02.

2N2219 - Page 3

2N2219| 2N2219A
60 75
30 40
5 6
0,4 0,3
- 0,6
1,3 1,2
16 1,0
26 2,0
35 35
50 50
75 75
- 35
50 50
100 2300 | 100 a 300
30 40
250 300
8 8
- 25
- 150

< <

< << <K<K <

MHz

pF

pF

ps
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GRE>> N2210n

CARACTERISTIQUES (suite) Tj=25°C,
Paramétres h (émetteur commun) 2N2219A
Ic=1mA ;VCe=10V ;f=1kHz
Impédance d’'entrée. . . .. ...... «... hje 2a8 kQ
Rapport de transfert de tension inverse . .. hpe < 8 107
Gain en courant petits signaux . . . ... .. hfe 50 a 300
Admittance de sortie . . . . ... ... ... hoe 52435 us’?
Ic=10mA ;Vcg =10V ;f=1kHz
Impédanced'entrée . ... .......... hie 0,2531,25 kQ
Rapport de transfert de tension inverse . .. he < 4 104
Gain en courant petits signaux . . . . ... . hfe 75 a 375
Admittancedesortie. . . ... ... ... .. hoe 25 a 200 u!
Ic=20mA ;VCg =20 V ; f =100 MHz 2N2219|2N2219A
Gain en courant petits signaux . . . ... .. hfe > 2,5 3,0
Ic=20mA ;VCg = 20 V ; f =300 MHz
Partie réelle de I'impédance d’entrée . . . . . Relhje) < 60 60 Q

Facteur de bruit (f =1 kHz)
Ic=0,1mA ;VCg =10V
RG=1kQ2;B=1Hz .. ........... F < - 4 dB

Temps de commutation pour 2N2219A
Temps d’établissement
—VBE =056V alc=150mA ;Ig =15mA

Tempsderetard . . .............. td < 10 ns
Tempsde croissance . . . . . . ..« o« .. tr < 25 ns
+30V
2000
v %
- - = 6190
T eppp——— \— — —so%
oscilloscope
M
ol e S ey - \==10% P —
=05V t tp !
Fig. 2
Circuit de mesure
Générateur d’impulsions Oscilloscope
Durée d'impulsion tp < 200 ns Résistance d’entrée Ri > 100k&
Temps de croissance  tr < 2ns Capacité d’entrée (oF < 12 pF
Temps de croissance  t, < 5ns
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@ 2N2219A

CARACTERISTIQUES Tj=25°C

Temps de commutation pour 2N2219A
Temps de coupure
Ic=150 mA ;Ig =—IpM =15 mA
Tempsdestockage . . . . . .. o vt v v i e e e tg 225 ns

60 ns

<
<

+30V

Tempsde décroissance . . . . . . ... oo v vt tf

Vi 200ns
+16.2V|----- I | v 20kL)
%
N6 oscilloscope
0 temps
-138V} — — — |
Y 500ps
Fig. 3
Circuit de mesure
Générateur d’'impulsions Oscilloscope
Temps de décroissance. . . tf < 5 ns Impédance d’entrée. . . . Rj >100 k&
Capacité d'entrée . . . . . C; < 12 pF
Tempsdemontée .... t < 5 ns
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transistors
commutation rapide @
NPN 2N2221
2N2221A

Décembre 1980

Transistors N-P-N en boitier métallique TO-18 avec collecteur relié au boitier, destinés principa-
lement a des applications de commutation trés rapide. Le 2N2221 est également utilisable dans
les amplificateurs continu et V.H.F./U.H.F.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
2N2221|2N2221A

Tension collecteur-base

(émetteur ouvert) . .. .......... VcBO  max 60 75 \YJ
Tension collecteur-émetteur

(baseouverte) . . . .. ........... VCEO max 30 40 \
Courant collecteur (continu) . .. ...... Ic max 800 800 mA
Puissance totale dissipée (Tamb < 25 °C) . .  Pyot max 0,5 0,5 w
Température de jonction . . ...... e T max 200 200 °c
Gain en courant continu (Tj =25 °C)

IcC=10mA ;VCE=10V ... ...... hFE > 35 35
Fréquence de transition (f =100 MHz)

Ic=20mA ;VCE=20V . .. ..... . fr > 250 250 MHz
Temps de stockage

IC=150mA ;IB=—IBM=15mA ... tg < - 225 ns

DONNEES MECANIQUES Dimensions en mm

BOITIER TO-18

Collecteur relié au boitier.

- V0,51
48 } max
max

| B

L-"?-aax-»\‘— 12,7min —|

Fig. 1

Accessoire : 56246 (entretoise).
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2N2221 A

VALEURS A NE PAS DEPASSER (limites absolues selon publication CEl 134).

Tensions

Tension collecteur-base (émetteur ouvert)

Tension collecteur-émetteur (base ouverte) . . .

Tension émetteur-base (collecteur ouvert) . . .

Courant

Courant collecteur (continu) . ... .......

Puissance dissipée

Puissance totale dissipée (Tamp <25 °C) . . . .
(Te<25°C)......

Températures

Température de stockage . . . .. ........

Température de jonction . .. ..........

RESISTANCE THERMIQUE
Jonction - air ambiant . . . ... e e e e e
Jonction - boftier. . . . ...... e e

CARACTERISTIQUES

Courant résiduel collecteur
IE=0;VecB=50V ..............
IE=0;VcB=50V ;Tamb=150°C .. ..
IE=0;VCcB=60V ..............
IE=0;Vcp=60V ;Tamp=150°C . . ..

Courant résiduel émetteur
Ic=0;VEB=3V . ......ci..v...

Courants résiduels (émetteur polarisé en inverse)

VCE=60V ;—=VBE=3V ..........

'Y Applicable jusqu’a Ic =500 mA.

476

vcBeo
VCEO
VEBO

Ptot
Ptot

Tstg

Rth j-a
Rth j-c_

max

max

max

max

max

max

max

2N2221|2N2221A
\Y}
\
\%
800 mA
0,5 w
1,2 w
— 654+ 200 °c
200 °c
350 °c/W
146 °C/W

Tj=25 °C, sauf indication contraire

AN AN ANAA

2N2221

10
10

10

2N2221A
- nA
- LA
10 nA
10 BA
10 nA
10 nA
20 nA



k>

CARACTERISTIQUES
Tensions de claquage
IE=0;IC=10 A . . . .o v i e nn V(BR)CBO >
IB=0;Ic=10mA ........... ... V(BR)CEO >
IC=0;IE=10pA . . o oo v it V(BR)EBO >
Tensions de saturation !)
Ic=150mA ;IB=156mA ......... . VCEsat <
VBEsat z
IC=500mA ;Ig=50mA .......... \\;gsgt é
Gain en courant continu
Ic=0,1mA ;VCE=10V .......... hFE >
Ic=1mA;VCE=10V ........... hFE >
IcC=10mA;VCE=10V .. ......... hFE >
IC=10mA ;VCE =10V ; Tamb =—556 °C.  hFE >
Ic=150mA ;VCE=1V ') ......... hre >
Ic=150mA ;Vce =10V ') .. ...... hFE
Ic=500mA ;Vce=10V%') ........ hFE >
Fréquence de transition (f = 100 MHz)
Ic=20mA;VCe=20V ... ........ T >
Capacité collecteur (f = 100 kHz)
IE=lg=0;VCcB=10V . ..... oo Cc <
Capacité émetteur (f = 100 kHz)
IC=1¢=0;VEB=05V ........... Ce <
Constante de temps de transfert inverse (f =31,8 MHz)
IC=20mA ;VCE=20V . ... ....... rb’ Cc <

1) Durée d’impulsion < 300 us ; facteur de cycle < 0,02.

60
30

(4]

40 a 120
20

250

2N2221A

75

20
25
35
15
20
40 3120
25

250

25

150

2N2221 - Page 3
2N2221 A

Tj=25 °C, sauf indication contraire

2N2221

< <

<< << <

MHz

pF

pF

ps
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CARACTERISTIQUES (suite)

Paramétres h (émetteur commun)
Ic=1mA ;VCE=10V ;f=1kHz

Impédanced’entrée. . . .. ..........

Rapport de transfert de tension inve

Gain en courant petits signaux . . . . . . .
Admittance de sortie. . . ... .. ..

Ic=10mA ;VCe =10V ;f=1kH
Impédance d'entrée . .. ......
Rapport de transfert de tension inve

Admittance de sortie. . . . . . e

z

Ic=20mA ;VCE =20V ;f =100 MHz

Gain en courant petits signaux . . .
Ic=20mA ;VCe= 20V ;f=300

MHz

Partie réelle de I'impédance d'entrée . . .

Temps de commutation pour 2N2221A
Temps d'établissement

Gain en courant petits signaux . . . . .

—VBg =0,5V 3Ic =150 mA ;I =15mA

Tempsderetard .. .........

Temps de croissance . . .. ... e

+ooV| —— —

Générateur d’impulsions

Durée d'impulsion tp
Temps de croissance  t;,

VAV

478

Fig. 2

@ 2N2221 - Page 4
2N2221 A

hie
hre
hfe

hie
hre
hte
hoe

hte

Re(h|e)

td
tr

Circuit de mesure

200 ns

2ns

Oscilloscope

Résistance d'entrée R; > 100 kQ
Capacité d'entrée Ci < 12 pF
Temps de montée ty < 5 ns

Tj=26 °c, sauf indication contraire

2N2221| 2N2221A

1435 kS
< 5 10*
304 150
3a15 wa !
0,221,0 kQ
< 2,5 104
50 a 300

10 4 100 ue

> 2,5 2,5
< 60 60 hie
< 10 ns
< 25 ns
+30V
2000
%
6190,
" oscilloscope
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2N2221 A

CARACTERISTIQUES Tj=25°C

Temps de commutation pour 2N2221A

Temps de coupure

Ic=150mA ; Ip=—IBM =15 mA

Temps de stockage . . . . . . e ts < 225 ns
Temps de décroissance . . . . . . . .. . ... f < 60 ns

Vi 200ns
+16.2V}-—— - A
0 time
=138V} — — — + —
te 500ps
Fig. 3
Circuit de mesure
Générateur d’'impulsions Oscilloscope
Temps de décroissance t¢ < 5ns Impédance d'entrée  R; > 100 k2
Capacité d'entrée Ci < 12 pF
Temps de montée ty < 5ns
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transistors

commutation rapide
NPN

>

2N2222

2N2222A

Décembre 1980

Transistors N-P-N en boitier métallique TO-18 avec collecteur relié au boitier, destinés principa-
lement & des applications de commutation trés rapide. Le 2N2222 est également utilisable dans

les amplificateurs continu et V.H.F./U.H.F.

Tension collecteur-base

(émetteur ouvert) . .. ... ....... VCBO  max
Tension collecteur-émetteur

(baseouverte) . . . . ... ... VCEO  max
Courant collecteur (continu) .. ....... Ic max
Puissance totale dissipée (Tgmp <25 °C) . .  Pyot max
Température de jonction . . ......... Tj max
Gain en courant continu (Tj =25 °C)

Ic=10mA ;VCE=10V ... ...... hFE >
Fréquence de transition (f =100 MHz)

Ic=20mA ;VCE=20V .. ....... fr >
Temps de stockage

Ic=150mA ;Ig=—IgM=15mA ... tg <

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
2N2222

60

30

800
0,5

200

75

250

2N2222A

75 Vv
40 \Y
800 mA
0,5 W
200 °c

75
300 MH2z
225 ns

DONNEES MECANIQUES

BOITIER TO-18

Collecteur relié au bofitier.

Dimensions en mm

¥0,51

48
max
]

Fig. 1

Accessoire : 56246 (entretoise)

53 i
<—qu—>|<»—— 12,7min —

* max
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2N2222A

VALEURS A NE PAS DEPASSER (limites absolues selon publication CEl 134).

Tensions

Tension collecteur-base (émetteur ouvert) ... VeBo

Tension collecteur-émetteur (base ouverte) . . .  VCEQO

Tension émetteur-base (collecteur ouvert) ... VEBQO

Courant

Courant collecteur (continu) . ... ... .... Ic

Puissance dissipée

Puissance totale dissipée (Tamp<<25°C) . ... Pyt

(Te<25°C). ... .. Ptot

Températures

Température de stockage . . . .......... Tstg

Température de jonction . . ... ... ..... Tj

RESISTANCE THERMIQUE

Jonction - airambiant . . .. ... ... Rth j-a

Jonction-boitier. . . . ....... ... ... Rth j-c

CARACTERISTIQUES

Courant résiduel collecteur
lge=0;VeB=50V .............. IcBO
IE=0;VCB=50V ;Tampb=150°C . ... ICBO
fE=0;VecB=60V . ............. IcBO
IE=0;VCB=60V ;Tamb=150°C . ... ICBO

Courant résiduel émetteur
IC=0;VEB=3V............... IEBO

Courants résiduels (émetteur polarisé en inverse) |
VCE=60V;-VBE=3V .......... —ISE;E

YY Applicable jusqu’a Ic =500 mA.
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max

max

max

max

max

max

max

2N 2222 [2N2222A
Vv
\Y;
v
800 mA
0,5 w
1,2 w
—654a+200 °c
200 °c
350 °C/W
146 °c/w

Tj=25 °C, sauf indication contraire

AN N AANANA

2N2222

10
10

10

2N2222A
- nA
- MA
10 nA
10 rA
10 nA
10 nA
20 nA




GRE>> N222-Page3

2N2222 A
CARACTERISTIQUES Tj =25 °C, sauf indication contraire
Tensions de claquage 2N2222|2N2222A
IE=0;IC=10pA . . . . . .. .. V(BR)CBO > 60 75 \Y;
IB=0;IC=10mA .............. V(BR)CEO > 30 40 \Y
IC=0;IE=10 A . . . .o e it V(BR)EBO > 5 6 \Y
Tensions de saturation )
Ic=150mA ;IB=156mA . ......... VCEsat < 0,4 0,3 \
Vegsar 2 1,3 3 v
IC=500mA ;I =50mA . ......... xgg::; 2 ;:g ;:8 v
Gain en courant continu
IcC=0,1mA;VCE=10V .......... hFE > 35 35
Ic="mA;VgE=10V .. ......... hFE > 50 50
IcC=10mA ;VCE=10V .. ... ... ... hFE > 75 75
IC=10mA ;VCE =10V ;Tamb=-55°C. hFE > - 35
Ic=150mA ;VCE=1V ') ......... hEE > 50 50
Ic=150mA ;Vee=10V ') .. ... ... hEE 100 a 300 100 a 300
Ic=500mA ;Vee=10Vv!) ... .. ... hFE > 30 40
Fréquence de transition (f = 100 MHz)
Ic=20mA ;VEE=20V. . ... ...... T > 250 300 MHz
Capacité collecteur (f =100 kHz)
IE=le=0;VCB=10V . ... ....... Ce < 8 8 pF
Capacité émetteur (f =100 kHz)
Ic=1lc=0;VEB=05V . .. ........ Ce < - 25 pF
Constante de temps de transfert inverse (f =31,8 MHz)
Ic=20mA ;VCE=20V . . ... ... ... rb Ce < — 150 ps

l) Durée d’impulsion << 300 us , facteur de cycle < 0,02.
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2N2222 A
CARACTERISTIQUES (suite) Tj=25°C
Paramétres h (émetteur commun) 2N2222A
IcC=1mA ;VCe=10V ;f=1kHz
Impédance d'entrée. . . . ........ +.. hje 238 kQ
Rapport de transfert de tension inverse ... hpe < 8 104
Gain en courant petits signaux . . . . . ... h¢e 50 a 300
Admittance de sortie. . . . ... veve.e. hge 5235 ot
Ic=10mA ;VCe =10V ;f=1kHz
Impédanced’entrée .. ............ hije 0,252 1,25 kQ
Rapport de transfert de tension inverse . .. hpe < 4 104
Gain en courant petits signaux . . . . . ... hyfe 754375
Admittance de sortie. . . . ... .. ... hge 25 a 200 m'l
Ic=20mA ;VCE =20V ;f =100 MHz 2N2222|2N2222A
Gain en courant petitssignaux . ....... hf > 2,5 3,0
Ic=20mA ;VCg = 20V ; f =300 MHz
Partie réelle de I'impédance d'entrée . . . . .  Rg(hie) < 60 60 Q
Facteur de bruit (f =1 kHz)
Ic=0,1mA ;VCe=10V
RG=1kQ;B=1Hz ........ ..... F < - 4 dB
Temps de commutation pour 2N2222A
Temps d’établissement
—VBE =0,5V alc =150 mA ;Ig =15 mA
Tempsderetard . ............... td < 10 ns
Tempsdecroissance . . . . .. ........ t < 25 ns
+30V
2000
N %
+A9VF - — - — f:::——_" 0% 619.0.
oscilloscope
Vi
0 e =+ - 0% - -
=05V |t tp » % > ]
Fig. 2
Circuit de mesure (du temps d'établissement)
Générateur d’impulsions Oscilloscope
Durée d’'impulsion tp < 200 ns Résistance d'entrée Rj > 100 k2
Temps de croissance  t; < 2ns Capacité d'entrée C; < 12pF
Temps de montée t, < 5ns
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2N2222 A

CARACTERISTIQUES Tj=25°C
Temps de commutation pour 2N2222A

Temps de coupure

Ic =150 mA ;I =—IBM =15 mA

Tempsdestockage. . . . . . ... ... ... tg < 225 ns

Temps de décroissance . . . . . ....... tg < 60 ns

+30V

Vi 200ns

+16.2V|-—---
v 20k
Vo

0 tomps oscilloscope

—138Vf - — — 4 — -3
te 500us
Fig. 3

Circuit de mesure (du temps de coupure)

Générateur d'impulsions Oscilloscope

Temps de décroissance tf < 5 ns Impédance d'entrée Rj > 100 k€2
Capacité d'entrée Ci < 12 pF
Temps de montée t, < 5ns
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transistors
commutation trés rapide @
NPN 2N2368
2N2369

Décembre 1980

Transistors N-P-N en boitier métallique TO-18 avec collecteur relié au boitier, destinés principale-
ment a des applications de commutation trés rapide et d’amplification V.H.F.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

* Tension collecteur-base

(émetteurouvert) . .. .. ... ... .. VcBO  max 40 Y
Tension collecteur-émetteur

(baseouverte) . . . . ... ..o VCEO  max 15 \%
Courant collecteur (valeur créte) . . . .. .. Icm max 500 mA
Puissance totale dissipée (Tamb <25°C). . .  Ptot max 360 mwW
Température de jonction . .. . ....... T max 200 °c

2N 2368 | 2N2369

Gain en courant continu (Tj =25 °C)

Ic=10mA ;;VCE=1V ......... hFE 20460 |40a 120
Fréquence de transition
IC=10mA ;VCE=10V......... fr > 400 500 MHz
Temps de stockage
Ic=IB=—IBM=10mA . ... ... .. ts < 10 13 ns
DONNEES MECANIQUES Dimensions en mm

BOITIER TO-18

Collecteur relié au boitier

i V0,51
48 jmax
max

| B

L—"?gx-bL—- 12,7min ——»

Accessoire : 56246 (entretoise)

Produits homologués UTE C 96611, disponible sur demande.
Fig. 1
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2N2369

VALEURS A NE PAS DEPASSER (limites absolues selon publication CEl 134).

Tensions

Tension collecteur-base (émetteur ouvert)
Tension collecteur-émetteur (base ouverte) . . .
Tension collecteur-émetteur (VBg =0) . .. ..
Tension émetteur-base (collecteur ouvert)
Courant

Courant collecteur (valeur créte) . . . . ... ..
Puissance dissipée

Puissance totale dissipée (Tamp <25°C) . . . .
Températures

Température de stockage . . . ... .......
Température de jonction . . . ... ... .. ..

RESISTANCE THERMIQUE
Jonction - airambiant . . . . ... .. L
Jonction-boitier. . . ... ... . oL

VcBo
VCEO
VCES
VEBO

Icm

max

max
max

max

max

40

15

40
4,5

500

360

—65 a + 200

max

200

0,48
0,145

< < < <

mA

mwW

°C/mwW
°C/mw
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CARACTERISTIQUES Tj =25 °C, sauf indication contraire
Courant résiduel collecteur

IE=0;VeB=20V .. ............ IcBO < 0,4 uA

IE=0;VCcB=20V;Tj=150°C. ... .. icego < 30 uA
Tension de maintien ')

IC=10mA;IB=0 .. ............ VCEOsust > 15 \%
Tensions de saturation <

VCE 0,25 \Y
lo = . _ sat
C=10mA;IB=TmA............ VBEeat 073085 v

Capacité collecteur (f =140 kHz)
IE=1g=0;VCB=5V .. ... ....... Cc < 4 pF

Gain en courant continu ') 2N2368 | 2N2369

IC=10mA;;VCE=1V ... .. ...... hFE 20360 (403120

IC=10mA;VCe=1V;Tj==55°C .. hFE > 10 20

IC=100mA;VCE=2V .. ... .. .... hFE > 10 20
Fréquence de transition

IC=10mA;VCE=10V .. ......... fr > 400 500 MHz

l) Mesurés en impulsions afin d’éviter toute dissipation excessive.
Durée d’impulsion t = 300 us ,; facteur de cycle § =0,01.
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2N2369

CARACTERISTIQUES (suite) Tj=25°C
Temps de stockage 2N2368 | 2N2369
Ic=Ig=—IgM=10mA . .......... tg < 10 13 ns

vi

R»

Fig. 2
Circuit de mesure
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Temps d’établissement

Ic=10mA;IB=3mA ; —-VBg=1,6V .. ton < 12 ns
Temps de coupure 2N2368 | 2N2369
< 15 I 18 ns

IC=10mA ;IB=3mA;—IBM=15mA . toff

2200, OIpF

vi

23nF
R
SnF
. FoNF W |
ton Vea= -V +3v
tore Vep = +2V

Fig. 3
Circuit de mesure

Générateur d’'impulsions Oscilloscope

Durée d’impulsion . . . . . t = 300 ns Temps de montée. . . . . ty < 1 ns
Facteurdecycle . ..... 5§ < 0,02 Impédanced’entrée . .. Ri = 50 Q
Temps de croissance . . . . ty < 1 ns

Impédance de source. . . . Rg = 50 Q
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transistor
commutation trés rapide @

NPN IN2369A

Décembre 1980

Transistor N-P-N en boitier métallique TO-18 destiné principalement a des applications d’ampli-
fication haute fréquence et de commutation trés rapide.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Tension collecteur-base (émetteur ouvert) . . . . VecBo max 40 \
Tension collecteur-émetteur (base ouverte) . . . Vceo max 15 \%
Courant collecteur

(valeur créte ; tp=10pus) . . .. ... .... Ilcm max 500 mA
Puissance totale dissipée

(Tamb<25°C). . . . ... oo Piot max 360 mwW
Températurede jonction. . . . .. ... ... .. Tj max 200 °c
Gain en courant continu (T; =25 °C)

Ic=10mA ;Vcg=035V.......... hgge > 40

Ic=10mA ;Vcg=10V .. ........ hFge < 120
Fréquence de transition (f =100 MHz)

Ic=10mA;VCg=10V. .. ........ fr > 500 MHz
Temps de stockage

ICon=!Bon=-IlBoff=10mA. . . .. ... tg < 13 ns

DONNEES MECANIQUES Dimensions en mm

BOITIER TO-18

Collecteur relié au boitier

V0,51
48 jmux
max |
|
|<-"?§x - 12,7min
Accessoire : 56246 (entretoise)
Fig. 1
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VALEURS A NE PAS DEPASSER (limites absolues selon publication CEl 134)

Tension collecteur-base (émetteur ouvert) . . . . . . Vceo max 40 \
Tension collecteur-émetteur (base ouverte)

Ic=001TmA&A10mMmA. . ............. Vceo max 15 \"
Tension collecteur-émetteur (Vgg =0) . .. .. .. VCcEs max 40 \
Tension émetteur-base (collecteur ouvert) . . . . . . VEBO max 45 \
Courantcollecteur (continu) . .. .......... Ic max 200 mA
Courant collecteur (valeur créte ;tp=10us) . . . . lem max 500 mA
Puissance totale dissipée

(Tamb<<25°C) . . . .. .. .. i i Piot max 360 mw

(Te<<25°C). . .o Ptot max 1200 mw

(Te<<100°C) .. oo Piot max 680 mw
Température de stockage. . . . . . .. ........ Tstg —65a+ 200 °c
Température dejonction. . . . .. .. ........ T max 200 °c
RESISTANCE THERMIQUE
Jonction-air ambiant . . . ... ... ... L. Rthj-a = 486 °C/W
Jonction-boitier. . . ... ... ... L. Rth j-c = 146 °c/w
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CARACTERISTIQUES Tamb = 25 °C, sauf indication contraire
Courant résiduel collecteur
VBE=0;VCe=20V. ... ..... ... ........ ICES < 0,4 LA
IE=0;Veg=20V ;Tamp=150°C. . .. ... ... IceoO < 30 HA
Courant base
VBE=0;Vce=20V. ... ...... ... ....... —IBEX < 0,4 HA
Tension de claquage collecteur-base (émetteur ouvert)
Ic=10wA. . .. .. V(BR)CBO > 40 \Y)
Tension de claquage collecteur-émetteur
VBE=0;Ic=10pA . ... ... . ... ... ..., V(BR)CES -~ 40 \
Tension de claquage émetteur-base
(collecteur ouvert) Ig =10 pA . . .. ... ....... V(BRJEBO -~ 45 Vv
Tension de maintien collecteur-émetteur *
(base ouverte) ; Ic=10mA . . . .. ........... VCEOsust -~ 15 Vv
Tensions de saturation
_ o V(CEsat < 0,20 \Y
Ic=10mA;ig=10mA. ... ... .......... VBE::t 0,70 4 0.85 v
\Y < 0,30 \Y
Ic=10mA;Ig=1mA; Tamp= 126°C. . .. .. .. CEsat ’
¢ B amb VBEsat > 059 V
Ic=10mA;Ig=10mA ; Tygmp=-55°C . ..... VBEsat < 1,02 %
_ L V CEsat < 0,25 \Y
Ic=30mA;ig=30mA. ... ............. VBE::t < 115 v
IC=100mA;Ig=10mA . ... ............ xggzgi 2 ?128 v
Gain en courant continu *
IcC=10mA;Vcg=035V................ heg > 40
Ic=10mA ;Vcg=0,35V ;Tagmb=-55°C . .. .. hEe > 20
IcC=10mA ;Vcg=10V .. ... ........... hEE < 120
Ic=30mA ;Vee =04V .. ... ............ hEE > 30
Ic=100mA ;VCg=10V................ hFg > 20
Capacité collecteur (f =140 kHz)
IE=1e=0;VeB=50V................. Cc < 4,0 pF
Fréquence de transition (f = 100 MHz)
IC=10mA ;VCE=10V. .. ... ... . fr > 500 MHz

*  Mesurés en impulsions afin d‘éviter toute dissipation excessive : tp =300 us, § <0,02
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Temps de stockage (Fig. 2 et 3)

lIcon=IBon=—IBoff=10mA . .. .......... tg < 13
A
0.1uFl 5000 sgon  01uF
)
s60 | [590 910
VI VO
' 2,3nF . 2,3nF1| I
O- -0
-L10;4F lOuF'L %
+ +

+1v +10Vv

Fig. 2
Circuit de mesure du temps de stockage

tg < 13 ns

Vi

-10Vv

46V = 10%

vVa

Vo

10%

Fig. 3
Formes d’ondes a I'entrée, au point A et a la sortie
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Temps d’établisssment (Fig. 4 et 5)

GREE> M2369 A -Page 5

lIcon=10mA ;Igon=3mA ; —-VBEoff=15V ... ton 12
Temps de coupure (Fig. 4 et 5)
Icon=10mA ;Igon=3mA ; —Igoff =15 MA. . . .  toff < 18
33k8 2200 0.1 uF
v | =l Yo
' I 2.3nF 2.3nF
T o |
(o2 O
01uF  0,1uF -LI 717
ton: Vg =—3V +3V
toffs VB = +12V
Fig. 4
Circuit de mesure des temps
d’établissement et de coupure
0=\ 10%
Vi
=15V ——+—
90%
VO
— toff -—
Fig.5
Formes d’ondes d’entrée et de sortie
Générateur d'impulsions : Oscilloscope :
Temps de croissance tr < 1 ns  Temps de montée tr <1
Durée d’'impulsion tp = 300 ns  Impédance d’'entrée Rj = 50
Facteur de cycle ) < 0,02
Impédance de source Rg = 50 Q

ns

ns

ns
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transistors
commutation rapide

PNP

D>

2N2904
2N2904A

Décembre 1980

Transistors P-N-P en boitier métallique TO-39, destinés principalement & des applications indus-

trielles de commande et de commutation trés rapide.

Tension collecteur-base (émetteur ouvert) . .

Courant collecteur (continu) . . .......

Puissance totale dissipée
Tamb < 25 OC it
Températuredejonction. . . . .. ... ...

Gain en courant continu (T; =25 °C)
—Ic=150mA ; —VGg =10V . . . . ..

Fréquence de transition (f =100 MHz)
~lc=50mA;-Vcg =20V ;Tj=25 °c

Temps de stockage
—lcon=150 mA ; —lgon =IBoff = 15mA

-Vcs

Tension collecteur-émetteur (base ouverte) . gxggg: A :xgg

._|C

Ptot
Tj

hFE
fr

ts

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

o max 60

o max 40
O max 60

max 600
max 0,6
max 200
4023 120
> 200
< 80

<<

mA

w
°c

MHz

ns

DONNEES MECANIQUES

BOITIER TO-39

Collecteur relié au boftier

8,5
max

Accessoire : 56245 (entretoise)

Fig. 1

Dimensions en mm

499



GRESD  2N2904 - Page 2

VALEURS A NE PAS DEPASSER (limites absolues selon publication CEl 134)

Tension collecteur-base (émetteur ouvert) . . . .

Tension collecteur-émetteur (base ouverte)

SIC<C100MA o o 2N2904

2N2904A
Tension émetteur-base (collecteur ouvert) . . . .
Courant collecteur (continu) .. ... ......

Puissance totale dissipée
(Tamb<<25°C). . . . o v i i i et e

(Te<25°C) « oo oo
Température de stockage. . . . ... ... .. ..
Température de jonction. . . . . .. ... .. ..

RESISTANCE THERMIQUE
Jonction-airambiant . . .. ... .. Lo
Jonction-boitier. . . ... ... ... .. ...

500

2N2904A

—-Vego max 60

—Vceo max 40

—-VCEQ max 60

—VEBo  max 5

—lc max 600
Ptot max 06
Ptot max 3,0
Tstg —652 +200
T max 200
Rthj-a = 292
Rthjc, = 58

< << <

>

m

S=s

°c

°c/w
°c/w
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2N2904A
CARACTERISTIQUES Tamb =25 °C, sauf indication contraire
2N2904 | 2N2904A

Courant résiduel collecteur

Ig=0;-Veg=50V................. —IcBo < 20 10 nA

IgE=0;-VcB=50V ;Tymp=150°C. ... ... —lcBo < 20 10 uwA

VBE=05V ;—VCE=30V ............. —IceEX < 50 50 nA
Courant base

VBE=05V;—-VCE=30V . ............ IBEX < 50 50 nA
Tension de claquage collecteur-base

(émetteur ouvert) ; —Ic=10pA . . . .. ... ... -V(gr)cBO -~ 60 60 V
Tension de claquage collecteur-émetteur *

(base ouverte) ; —Ic=10mA. . ... ........ -V(BR)CEO -~ 40 60 V
Tension de claquage émetteur-base

(collecteur ouvert) ; —lg =10 kA, . . . . ... ... -V (BRJEBO -~ 5 5 V
Tensions de saturation * _v < 04 04 v

—Ic=150mA ;—Ig=15mA ... ......... _Vggz: S 13 13 v

~lIc=500mA ; —Ig=50mA . ........... :xgg::i 2 ;:g ;:g v
Gain en courant continu

—Ig=0,1TmA;—Vcg=10V .. .......... heg > 20 40

—lc= 1TmA;-Vgg=10V. ... ... ... .. hFE > 25 40

—lc=10mA;=Vcg=10V .. .......... hFE > 35 40

—lc=150mA ; ~Veg =10V * . . . ... ... .. hre Z 120 | 139

~lc=8500mA ; —Vcg =10V *. .. ... ...... hEg > 20 40
Capacité coliecteur (f =100 kHz) —

lg=lg=0;-Vcg=10V .. ... .......... Cc < 8 pF
Capacité émetteur (f = 100 kHz)

lc=1c=0;,-VEg=2V .. ...... ... .... Ce < 30 pF
Fréquence de transition (f = 100 MHz)

—lc=50mA ; -Vcg=20V *. ... ........ T > 200 MHz

*  Mesurés en impulsions afin d’éviter toute dissipation excessive : tp <300 us,; 8 <0,02.
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2N2904A
Temps d'établissement (Fig. 2)
—ICon =150 mA ; —igon=15 mA
Tempsderetand . .. ..o evenneenneeeeeaeeans g < 10
Temps de CroiSSanCe .« . « - v« v v v v e v et ie e < 40
Tempsd'établissement. . . . .. ... oi i ton < 45

Fig. 2 Forme d'onde d’entrée et circuit de mesure
des temps de retard, de croissance et d’établissement

—-16V —
— tp l<——
Temps de coupure (Fig. 3)
—lcon=150 mA ; —IBon =15 MA ; IBoff =15 mA
Tempsdestockage . . . v ¢ vt s o v o v v v sttt oo e e tg

80

ns
ns
ns

ns

Temps de décroissance

Temps de coupure

Fig. 3 Forme d'onde de sortie et circuit de mesure +15V -6V

des temps de stockage, de décroissance et de coupure

1kQ

-30V—

—>| tp I<—

Caractéristiques des circuits des fig. 2 et 3

Générateur d'impulsions Oscilloscope
Fréquence f = 150 Hz Temps de montée
Durée d'impulsion tp = 200 ns Impédance d'entrée
Temps de croissance t, < 2 ns

Impédance de sortie Zo= 50 Q
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2N2904A
600 T
1 —lg= 1omAl 8 mA 2N2904
—IC p.d A
(mA) LA
A 1 6 mA
400 >
] ]
4 =t 4 mA
Lt
[ -
.
200
T 2mA
| —T"
1 -t
7
0
0 20 40 60 _v~-(Vv) 80
X CE
Fig. 4
Valeurs typiques ; Tj =25°C
600__,-|B=12mA X 10mA 8smA I PR 2N2904A
6 mA
rl L
—IC o - s >
(mA) A
L. _
e
400 >
= 1 4 mA
L] -
3
bt
ot
L1
200! ‘2mA
-~
pt
—ﬂ_ —
0
0 20 40 60 _v.-(v) 80
Fig.5 CE

Valeurs typiques ; Tj =25 °C
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600 600
2N2904 > 2N2904
| /, 1
—'c y. -l¢
(mA) V.4 (mA)
400
typ 400 typ
A
I
1
|
200 200
|
7
]
0 0
0 10 —1g(mA) 20 0 T —vgglv) 2
—Vcg=50V;Tj=250C.
Fig. 6 Fig.7' —Vcg=50V;T;=25°C.
2N2904
20
...|B
(mA) Ji
we il
10
/
Ji
/
/
0 ]
0 0,5 1 15

Fig.8 —VCE=50V;T;=250C.
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600 600 1
2N2904A 2N2904A
| o I
—'c - C 1
(mA) (mA) 1
typ
400 400
y typ
I
|
200 / 200 {
7 1
A "4
0 0
0 0 —ig(ma) 20 0 T —vgelv) 2
Fig.9 —VcEg =50V, Tj=250C. Fig. 10 —Vcg = 5,0 V; Tj = 25 °C.
2N2904A
20 {
(mA) typ
I
|
10
/
[
|
/
0
0,5 1 15

Fig. 11 —Vcg=5,0V;Tj=250C.
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transistors
commutation rapide @
PNP 2N2905
2N2905A

Décembre 1980

Transistors P-N-P en boitier métallique TO-39, destinés principalement & des applications indus-
trielles de commande et de commutation trés rapide.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Tension collecteur-base (émetteur ouvert) . . —Vego max 60 \
. 2N2905 —Vcgo max 40 \

Tension collecteur-émetteur (base ouverte) . 2N2905A —VGEQ —max 60 v
Courant collecteur (continu) .. ....... —lc max 600 mA
Puissance totale dissipée

(Tamb<25°C)  ............ Piot max 06 w
Température dejonction. . . . . ....... T max 200 °c
Gain en courant continu (Tj =25 °C)

—lc=180mA ; —Vcg=10V ...... hgg 100 a 300
Fréquence de transition (f = 100 MHz)

—lc=50mA ;-Vcg=20V ;Tj=25 °c fr > 200 MH2z
Temps de stockage

—lcon=180 mA ; —Igon=IBoff =15 MA tg < 80 ns

DONNEES MECANIQUES Dimensions en mm

BOITIER TO-39

Collecteur relié au boitier

_Yo,51
* =j"\'ﬂx
85 —
max
' =
le 66 —ale 127 |
max min
Fig. 1

Accessoire : 56245 (entretoise).
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2N2905A

VALEURS A NE PAS DEPASSER (Limites absolues selon publication CEl 134).

Tension collecteur-base (émetteur ouvert) . . . . -VeBo

Tensi llecteur-émetteur (base ouverte)
ension collecteur-ém ( 2N2905 —VeEo

—Ic<100mA . ................ 2N2905A —ViEo
Tension émetteur-base (collecteur ouvert) . . . . -VEBO
Courant collecteur (continu) . . ... ...... —Ic
Puissance totale dissipée

Tamb<25°C. ... ... v ... Ptot

Te<<25°. . ... i Prot
Température de stockage. . . . ... ....... Tstg
Température dejonction. . . . . ... ... ... T
RESISTANCE THERMIQUE
Jonction-airambiant . . . .. ... ... ... .. Rth j-a
Jonction-boftier. . . . ... ... ... ...... Rth j-c

508
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max
max

max
max

max
max

—65a+
max

60

40
60

5
600

0,6

3,0
200
200

292
58

< << <

>

m

Sss

°c

°c/w
°c/w
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2N2905A

CARACTERISTIQUES Tamb = 25 °C, sauf indication contraire

2N2905 | 2N2905A
Courant résiduel collecteur
IE=0;-Veg=50V ................. —-Icgo < 20 10 nA
IE=0;-Vcg=50V ;Tamp=150°C. .. .. .. —-IcBo < 20 10 A
VBE=05V;—VCg=30V . ........... —ICEX < 50 50 nA
Courant base
VBE=05V;—Vcg=30V ............ IBEX < 50 50 nA
Tension de claquage collecteur-base
(émetteur ouvert) ; —Ic=10pA . . . .. ... ... -V(BR)CBO > 60 60 V
Tension de claquage collecteur-émetteur *
(base ouverte) ; —lc=10mA. .. .. ........ -V(BR)CEO > 40 60 V
Tension de claquage émetteur-base
(collecteur ouvert) ; —lg =10 pA. . . .. ... ... -V(BR)EBO - 5 5 V
Tensions de saturation *
= T —VCEsat < 0,4 04 V
Ic=150mA ;—Ilg=15mA ... ......... —VBEss:t < 13 13 Vv
—ln= . — —V(CEsat < 16 16 V
Ic=500mA ;—-Ig=50mA . ........... _VBE::t < 26 26 V
Gain en courant continu
—Ic=0,1mA ;=Vcg=10V ............ hrE > 35 75
—lc= 1mA;-Vcg=10V ............ hEE > 50 | 100
—Ic=10mA;-VGgE=10V .. ... ....... hFE > 75 | 100
~Ic=150mA ; -Vcg =10V * h 2 100 | 100
c= N CE=1WU0V ™ ........... FE < 300 300
—Ig=500mA ;-Vcg=10V *. .. .. e hre > 30 50
Capacité collecteur (f = 100 kHz)
lg=lg=0;-Vcg=10V . ... .......... Cc < 8 pF
Capacité émetteur (f =100 kHz) c
Ic=1c=0;-VER=2V .. ... .......... e < 30 pF
Fréquence de transition (f = 100 MHz) f
—Ic=50mA ; —Vcg=20V*............ T > 200 MHz

* Mesurés en impulsions afin d’éviter toute dissipation excessive : tp <300 us, 5 €0,02.
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2N2905A

Temps d’établissement (Fig. 2)
~ICon =150 mA ; —Igon = 15 mA

Tempsderetard . . . . ... i i i e g < 10
TempsdecCroissance . . . . . ... ..o vvv oo nenn ... ty < 40
Temps d'établissement . .. ... ... ........00..... ton < 45
-30V
2000
Vo
1k§2
0 Vi
50Q
—-16V —

7 7

Fig. 2

ns
ns
ns

Forme d’onde d’entrée et circuit de mesure des temps de retard, de croissance et d’établissement
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Temps de coupure (Fig. 3)
—ICon=150mA ; —Igon =15 mA ; Igoff = 15 mA

2N2905 - Page £
2N2905A

Temps de stockage . . . . . v v et e e e e e tg < 80 ns
Temps de déCroissance . . . . . . . oot ty < 30 ns
Temps de COUPUIe . . . v o v v vt v ittt e e e e e toff < 100 ns
+15V -6V
1kQ2 372
Vo
1kQ2
0 v,
500
-30V— 1N916

-—»l tp l<—

Fig. 3

Forme d’onde de sortie et circuit de mesure des temps de stockage, de décroissance et de coupure.

Générateur d'impulsions (Fig. 2 et 3)

Fréquence . . . . .. ......... f = 150

Durée d'impulsion . . . . ... ... tp = 200

Temps de croissance . . . . ..... tr < 2

Impédance de sortie . . . ... ... Z, = 50
Oscilloscope

Temps de montée ty < 5

Impédance d’entrée Z; = 10

Hz
ns
ns

ns
M
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commutation rapide @

PNP 2N2906
2N2906A

Décembre 1980

Transistors P-N-P en boitier métallique TO-18, destinés principalement a des applications indus-
trielles de commande et de commutation trés rapide.

Tension collecteur-base (émetteur ouvert) . .
Tension collecteur-émetteur (base ouverte) .

Courant collecteur (continu) . ... ... ..

Puissance totale dissipée
(Tamb<<25°C). . ... ..........

Température de jonction. . . . .. . ... ..

Gain en courant continu (Ti =25 °C)
—lc=150mA ; =Vgcg =10V . ... ..

Fréquence de transition (f =100 MHz)
—Ic=50mA ; -Vcg =20V ;Tj=25°C

Temps de stockage
—lcon =150 mA ; —Igon =IBoff =15 mA

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

-VcBo max 60 \
2N2906 —-Vcgp max 40 \
2N2906A —-Vcep max 60 \

—lc max 600 mA

Piot max 0,4 w
T max 200 °c
hFg 404 120

fT > 200 MHz
tg < 80 ns

DONNEES MECANIQUES

BOITIER TO-18

Collecteur relié au boitier

Fig. 1

Accessoire : 56246 (entretoise)

Dimensions en mm

_¥0,51
jqu

L-"?gx-—L— 12,7min —»
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2N2906A

VALEURS A NE PAS DEPASSER (Limites absolues selon publication CEl 134).

Tension collecteur-base (émetteur ouvert) . . . . -Vego  max 60 \"
Tension collecteur-émetteur (base ouverte)
2N2906 —VCcgp  max 40 \

—1c<100mA . . ... .. IN2906A _Voro  max 60 v
Tension émetteur-base (collecteur ouvert) . . . . -VEBO  max 5 \%
Courant collecteur (continu) . .. .. ...... —Ic max 600 mA
Puissance totale dissipée

Tamb < 25 °C .................. PtOt max 0,4 w

Te<25°C . ..o Piot max 1,2 w
Température de stockage. . . . .. ... ... .. Tstg —65a + 200 °c
Température de jonction. . . . . ... ...... Tj max 200 °c
RESISTANCE THERMIQUE
Jonction-airambiant . . . . . ... ... ... .. Rthja = 438 °c/wW
Jonction-boitier. . . . . ... i i e Rthjc = 146 °C/W
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2N2906A
CARACTERISTIQUES Tamb =25 °C, sauf indication contraire
2N2906 | 2N2906A

Courant résiduel collecteur

IE=0;-Veg=50V ................. —lcBo < 20 10 nA
IE=0;-Vcp=50V ;Tamp=150°C . ... ... —lcBo < 20 10 uA
VBE=05V ;—VCE=30V . ........... —ICEX < 50 50 nA
Courant base
VBE=05V;-VCE=30V ............ IBEX < 50 | 50 nA
Tension de claquage collecteur-base
(émetteur ouvert) ; —lc=10pA ... ... ..... -V(BR)CBO > 60 60 \
Tension de claquage collecteur-émetteur *
(base ouverte) ; —Ic=10mA . . . .......... -V(BRJCEO > 40 60 V
Tension de claquage émetteur-base
(collecteur ouvert) ; —lg=10pA. . . ... ... .. —-V(BR)EBO > 5 5 \Y
Tensions de saturation *
—lc=150mA ;—lg=15mA. . . .......... :‘\ng:: S %l BV
—Ic=500mA ; —Ig=50mMA . ........... _\‘5‘;2:22 é ;:g ;:g v
Gain en courant continu
—lc=0,1mA ;—Vcg=10V............. hEg > 20 40
—lc= 1TmA;-Vgg=10V............. hEg > 25 40
—Ic=10mA ;=VCE=10V:- + -+ + ++ v v v ... hEE > 35 40
—IC=150mA : _ . > 40 40
mA,—VCE—10V ........... hFE < 120 120
—lc=500mA ; —Vcg=10V* . ... ....... hFE > 20 40
Capacité collecteul (f =100 kHz) T
lge=leg=0;-Veg=10V............... Cc < 8 pF
Capacité émetteur (f =100 kHz)
Ic=l¢=0;-Vgg=2V . .............. Ce < 30 pF
Fréquence de transition (f =100 MHz)
—lc=50mA;—VCE=20V*. ........... fr > 200 MHz

* Mesurés en impulsions afin d’éviter toute dissipation excessive : tp < 300us,;6<0,02.
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2N2906A

Temps d’établissement (Fig. 2)
—lcon =150 mA ;—| Bon= 15 mA

Tempsderetard. . . . . ... vt e g < 10
Tempsdecroissance . . . . . . . o v vt e tr < 40
Temps d'établissement . . . . . .. .. oot i it i ton < 45
-30V
2000
Vo
1k
0 Vi
500
—-16V ——
4 7

_,tp<_

Fig. 2

ns
ns
ns

Forme d’onde d’entrée et circuit de mesure des temps de retard, de croissance et d’établissement
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2N2906A

Temps de coupure (Fig. 3)
~lcon=150mA ; —Igon =15 mA ; Igoff =15 mA

Tempsdestockage . . . . v v v vt i e e ts < 80

Temps de déCroissance . . . . . .« oo it i t < 30

TempsS e COUPUI® .« . o v v v v e v et ettt et e e e e e toff < 100
+15V -6V

-30V—

—>| tp l<—

Fig. 3
Forme d'onde d’entrée et circuit de mesure des temps de stockage, de décroissance et de coupure

Générateur d’'impulsions Oscilloscope

Fréquence f = 150 Hz Temps de montée ty <
Durée d’impulsion 1S = 200 ns Impédance d’entrée  Z; <
Temps de croissance  t, < 2ns

Impédance de sortie Z, = 50

ns
ns
ns

5ns
10 MQ
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transistors
commutation rapide @
PNP 2N2907
2N2907A

Décembre 1980

Transistors P-N-P en boitier métallique TO-18, destinés principalement a des applications indus-
trielles de commande et de commutation trés rapide.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
Tension collecteur-base (émetteur ouvert) . . —Vecgo max 60 \
. 2N2907 —Vcgo max 40 \

Tension collecteur-émetteur (base ouverte) . 2N2907A —-VCEQ max 60 v
Courant collecteur (continu) . . ....... —lc max 600 mA
Puissance totale dissipée

(Tamb<<25°C). . . . oo v Ptot max 04 w
Température dejonction. . . .. ....... T max 200 °c
Gain en courant continu (Tj =25 °C)

—Ilg=150mA ; -V =10V ... ... hfg 100 a 300
Fréquence de transition (f = 100 MHz)

—lg=50mA ; —-Vcg =20V ;Tj=25°C fr > 200 MHz
Temps de stockage

—lcon =150 MA ; —lgon = IBoff =15 MA ts < 80 ns

DONNEES MECANIQUES Dimensions en mm

BOITIER TO-18

Collecteur relié au boitier

i ¥o,51
48 jmax
max

\J

Ln?gx-»L— 12,7min ——

Accessoire : 56246 (entretoise)

Fig. 1
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2N2907A

VALEURS A NE PAS DEPASSER (Limites absolues selon publication CEl 134).

Tension collecteur-base (émetteur ouvert) . . . . -VcBO
Tension collecteur-émetteur (base ouverte)

—1c<100mMA . ................ gmgg;A :\\;ggg
Tension émetteur-base (collecteur ouvert) . . . . -VEBO
Courant collecteur (continu) . ... ....... —ic
Puissance totale dissipée

Tamb<25°C ... o Piot

TeS2B°C ..o Piot
Température de stockage. . . . . . .. .. .. .. Tstg
Températuredejonction. . . . . ... ... ... Ti
RESISTANCE THERMIQUE
Jonction-airambiant . . . ... .......... Rih j-a
Jonction-boitier. . . . ... ... ... ... ... Rth jc
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max 60
max 40
max 60
max 5
max 600
max 0,4
max 1,2
—65a +200
max 200
= 438
= 146
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2N2907A

CARACTERISTIQUES Tamb =25 °C, sauf indication contraire
2N2907 | 2N2907A

Courant résiduel collecteur

IE=0;-Vep=50V . ....... ... ... —IcBo < 20 10 nA
Ig=0;-Vcg=50V ;Tamp=150°C. .. .. .. —lcso < 20 10 A
VBE=05V;—Vcg=30V ............ —Icex < 50 50 nA
Courant base
VBE=05V;—Vcg=30V ............ IBEX < 50 50 nA
Tension de claquage collecteur-base
(émetteur ouvert) ; —IC=10pA . . . .. .. .... -V(BR)CBO > 60 60 V
Tension de claquage collecteur-émetteur *
(base ouverte) ; —lc=10mA. .. .......... -V(BR)CEO ~> 40 60 V
Tension de claquage émetteur-base
(collecteur ouvert) ; —lg =10pA. . . .. ... ... —V(BR)EBO -~ 5 5 V
Tensions de saturation *
_ T —V(CEsat < 0.4 04 V
—lc=150mA ;—lg=15mA .. .......... —VBE::t < 13 13 Vv
— . _ —VCEsat < 16 16 V
—Ilgc=500mA ;—Ig=560mA ............ "VBE::t < 26 26 V
Gain en courant continu
—Ic=0,1mA;—Vcg=10V .. .......... hEE > 3 75
—lc= 1mA;-Vgg=10V .. .......... hgg > 50 100
—lc=10mA ;—Vgg=10V . ... .. ...... hrg > 75 100
> 100 100
—=lc=150mA ;-Vcg=10V*. .. ........ hrg < 300 300
—Ic=500mA ;—Vgg=10V*. .. ........ hFE > 30 50
S
Capacité collecteur (f =100 kHz)
Ige=1g=0;-Vegg=10V .. ............ Cc < 8 pF
Capacité émetteur (f =100 kHz)
Ic=lc=0;-VEB=2V . ... ........... Ce < 30 pF
Fréquence de transition (f = 100 MHz)
—Ic=50mA ; —Vcg=20V*. ... ........ fr < 200 MHz

* Mesurés en impulsions afin d‘éviter toute dissipation excessive : p < 300 us,; s <0,02.
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2N2907A
Temps d’établissement (Fig. 2)
—Icon=150mA ; —lgon =15 mA
Tempsderetard. . . .. .. .. .. ... ... 0t td < 10 ns
Tempsdecroissance . . .. . ..ot i e tr < 40 ns
Tempsd'établissement . . . . ... ........... ..., ton < 45 ns
-30V
200Q
Vo
1k
0 Vi
50Q
-16V —
4 4

— tp '<—

Fig. 2
Forme d’onde d’entrée et circuit de mesure des temps de retard, de croissance et d’établissement

Générateur d’impulsions

Fréquence f = 150 Hz
Durée d’impulsion tH = 200 ns

Temps de croissance  t, < 2ns

Impédance de sortie Zo = 50 Q

Oscilloscope

Temps de croissance  t; < 5 ns

Impédance d’entrée  Z; < 10 MQ
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2N2907A
Temps de coupure (Fig. 3)
—lcon=150 mA ; —Igon =15 MmA ; Igoff =15 mA
Temps de Stockage . . . . . . vt e e tg < 80 ns
Tempsde décroissance . . . . .. .. .. ... ....... ..., tf < 30 ns
Temps de COUPUTE . « . o v v v v v e i e toff < 100 ns

-30V—

—>‘ tp |<—

Fig. 3
Forme d’onde de sortie et circuit de mesure des temps de stockage, de décroissance et de coupure

Générateur d'impulsions

Fréquence f = 150 Hz
Durée d’'impulsion tp = 200 ns

Temps de croissance  t, < 2ns

Impédance de sortie Zo = 50 Q

Oscilloscope

Temps de croissance  t, < 5 ns

Impédance d’entrée  Z; < 1M
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transistors
amplification et commutation @
NPN 2N3019
2N3020

Décembre 1980

Transistors N-P-N en boitier métalligue TO-39, destinés a des applications de commutation et
d’amplification.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Tension collecteur-base (émetteur ouvert) Vgcgo — max 140 \
Tension collecteur-émetteur (baseouverte) Vcgo  max 80 \
Courant collecteur (continu) . . . .. .. Ic max 1 A
Puissance totale dissipée
Tamb<<25°C . .. .......... Piot max 0,8 w
Te<25°C . ... ... ... Piot max 5,0 w
Température de jonction. . . . . ... .. Tj max 200 °c

2N3019 | 2N3020

Gain en courant continu

Ic=150mA ;Vcg=10V . ... .. hgg z
Fréquence de transition (f =20 MHz)

Ic=50mA ;Veg =10V . ...... fr > 100 80 MHz
DONNEES MECANIQUES Dimensions en mm
BOITIER TO-39
Collecteur relié au boitier

4mux
8-5 —— e ]
max
L ——
L 66 ole 127 o
max min
Accessoire : 56 245 (entretoise).
Fig. 1
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2N3020

VALEURS A NE PAS DEPASSER (Limites absolues selon publication CEl 134).

Tensions
Tension collecteur-base (émetteur ouvert) . . . . Voo max 140 \%
Tension collecteur-émetteur (base ouverte). . . .  Vcgo max 80 \%
Tension émetteur-base (collecteur ouvert) . . . .  VEBO max 7 \%
Courant
Courant collecteur (continu) . .. ........ Ic max 1 A
Puissance dissipée
Puissance totale dissipée
Tamb<26°C . .. ... ... Piot max 0,8 w
Tc<<26°C ... ... ... Piot max 5,0 w
Températures
Température de stockage. . . . . ... ...... Tstg —65 a +200 °c
Température de jonction. . . . . . .. ...... T max 200 °c
RESISTANCE THERMIQUE
Jonction - airambiant . . ... ... ... ... Rth j-a = 218 °C/W
Jonction-boitier. . .. ...... ... ..., Rth j-c = 35 °C/W
CARACTERISTIQUES Tamb = 25 °C sauf indication contraire
Courant résiduel collecteur
le=0;Veg=0V .............. IcBO < 10 nA
Ie=0;Veg=90V :T;mp=150°C . ... IcBo < 10 uA
Courant résiduel émetteur )
Ic=0;VER=5V............... lIEBO~ < 10 nA
Tensions de claquage
IE=0;Ic=100pA .. ... ......... V(BRICBO - 140 v
Ig=0;Ic=30mA.............. V(BRICEO - 80 vl
Ic=0;1g=100pA. ... .......... V(BR)EBO -~ 7 \Y
Tensions de saturation <
— n = VCEsat 0,2 v
Ic=150mA ;Ilg=16mA . . ... ... .. VBEsat < 11 v
Ic=500mA ;lg=50mA . ......... Veesat < 05 vh

') Mesurée en impulsions : t, = 300 ps; & < 0,01.
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CARACTERISTIQUES

- . 1
Gain en courant continu )

2N3019 - Page 3

2N3020

Tamb = 25 °C, sauf indication contraire

Ic= 01mA;Vcge=10V....... hFE z
o= Ve = >
c= 10mA;Vcg=10V......... hFe <
o= . _ >
c= 10mA;Vce=10V......... hgg <
lc= 150mA ;Vcg =10V ;T.=-55 °c hrg >
o Ve = >
c= 500mA ;Vcg=10V......... hee <
Ic=1000mA ;VCge=10V. ... ..... hEg >
Fréquence de transition (f =20 MHz)
Ic=50mA;Vcg=10V .. ........ fr >
Capacité collecteur (f =1 MH2z)
IE=1lg=0;Vcg=10V. ... ... .... Ce <
Capacité émetteur (f =1 MHz)
Ic=lc=0;VEg=05V........... Ce <
Constante de temps de transfert inverse (f = 4 MHz)
IcC=10mA;Veg=10V . ... ...... bb'Ch'c <
Gain en courant petits signaux (f =1 kHz) S
Ic=10mA ;VCg=5V........... hte <
Facteur de bruit (f =1 kHz)
Ic=0,1mA ;Vcg=10V ;Rg=1kQ... F <

') Mesuré en impulsions : t,, =300 us ; § <0,01.

2N3019

50

90

100
300

40
50

100

12

60

400

80
400

2N3020

30
100

40
120

40
120

30
100

15

80

12

60

400

30
200

MHz

pF

pF

ps

dB
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transistors haute tension
commutation @
NPN 2N3439
2N3440

Décembre 1980

Transistors haute tension N-P-N en boitier métallique TO-39 destinés a des applications industrielles
générales et plus particuliérement aux circuits de commande vidéo et de commutation télépho-
nique.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
2N3439 | 2N3440
Tension collecteur-base (émetteur ouvert) . . . Vcgo  max \
Tension collecteur¢émetteur (base ouverte) . . VCEp  max \
Courant collecteur (continu) . ... ...... Ic max 1 A
Puissance totale dissipée
(Tamb <25 OC) e PtOt max 1 w

Gain en courant continu

Ic=20mA ;VCg=10V.......... hrg 40 a 160
Fréquence de transition (f =5 MHz)

Ic=10mA ;Vcg=10V. ... ...... fr > 15 MHz

DONNEES MECANIQUES Dimensions en mm

BOITIER TO-39

Collecteur relié au boitier

? ==J 0,51
jmux
8
m'usx ———me————
——————
L 66 ple— 12,7 |

Accessoire : 56245 (entretoise)
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2N3440

VALEURS A NE PAS DEPASSER (limites absolues selon publication CEl 134)
2N3439 | 2N3440

Tension collecteur-base (émetteur ouvert) . . . . . Vcgo  max v
Tension collecteur-émetteur (base ouverte) . . . . VCeo  max v
Tension émetteur-base (collecteur ouvert) . . . . . VEBO max \"
Courant collecteur (continu) . .. ......... Ic max 1 A
Courantbase (continu). . . .. ........... Ig max 0,5 A
Puissance totale dissipée
Tamb<25°) ... ... ............. Ptot max 1 w
(Te<<25°C) . ... ..o oo Piot max 5 W
Température de stockage. . . . . ... ....... Tstg —65 a +200 °c
Température dejonction. . . . .. ......... T max 200 °c
RESISTANCE THERMIQUE
Jonction-airambiant . . . . ... ... ... ... Rthja = 175 °c/w
Jonction-boitier. . . . v v v v v vt Rthjc = 35 °c/w
CARACTERISTIQUES Tc=25°C
Courant résiduel collecteur
IE=0;Vcg=360V ........ 2N3439 Icgo < 20 uA
IE=0;Vcg=250V . ....... 2N3440 Icgo < 20 HA
Courant résiduel émetteur
IC=0;VEB=6V................ lego < 20 LA
Tensions de saturation v < 05 v
= : =4mA. ... .. ... CEsat 4
Ic=50mA ;Ig=4mA. . VBEwat < 13 v
Gain en courant continu
IcC=20mA;VCE=10V............ hEE 4023 160
Capacité collecteur (f =1 MHz)
IE=1e=0;Vcg=10V . ... ........ Cc < 10 pF
Capacité émetteur (f =1 MHz)
Ic=1c=0;VER=5V .. ........... Ce < 75 pF
Fréquence de transition (f =5 MHz)
IcC=10mA ;Vce=10V. ... ........ fr > 15 MHz
Paramétres h (émetteur commun)
Ic=5mA;VCcg=10V ;f=1MHz
Partie réelle de I'impédance d'entrée Re(hie) < 300 Q
Gain en courant petits signaux hfe > 25



transistors
commutation rapide @
NPN 2N3903
2N3904

Décembre 1980

Transistors N-P-N en boitier plastique TO-92, destinés principalement & des applications indus-
trielles de commutation trés rapide a bas niveau de courant.

Les complémentaires P-N-P sont les 2N3905 et 2N3906

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Tension collecteur-base (émetteur ouvert) . ... ... Vcgo  max 60 \Y
Tension collecteur-émetteur (base ouverte) . . . .. .. Vceo  max 40
Courant collecteur (continu) . . . ... ......... Ic max 200 mA
Puissance totale dissipée (Tamp<<25°C) . .. ... .. Ptot max 350 mW
Temperaturede jonction . . .. ............. Tj max 150 °C
2N3903 | 2N3904
Gain en courant continu S
5 1
Ic=10MAVEE=TV oo, hEE 2 120 300
Fréquence de transition (f =100 MHz)
Ic=10mA ;VCE=20V . ............. fr > 250 300 MHz
Temps de stockage
Icon=10mA ;Igon=—Igoff=1mMA . . . . ... ts < 175 200 ns
DONNEES MECANIQUES Dimensions en mm
T T - v 0,35
BOITIER TO-92 4 min
- 4.2 - —
max
>‘ 1,6 - i‘ 5.2 max >‘< 127 min k]
!
| '
‘ i
— 1 Yous
L8 - 3 mox
O == 1
. g ]
| 0,55
- i< Section des conducteurs non
Fig. 1 garantie sur 2,0 max.
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Tension collecteur-base (émetteur ouvert) .
Tension collecteur-émetteur (base ouverte)
Tension émetteur-base (collecteur ouvert)

Courant collecteur (continu) . ... ....
Puissance totale dissipée (Tamp <25 °C) .
Température de stockage . . ........
Température de jonction . .. .......

RESISTANCE THERMIQUE

Jonction - airambiant . . .. ... ... ..

CARACTERISTIQUES

Courants résiduels de jonction
(émetteur polarisé en inverse)

VCE=30V ,—VBg=3V .......

Tensions de saturation*
|C=10mA Jdg=1TmA . ...

lc=50mA ;|B=5 mA

Gain en courant continu™*
Ic=01mA ;Vcg=1V ........
Ic=1mA ;Vcg=1V .........

Ic=10mA ;Vcg=1V ........

Ic=50mA ;Vcg=1V ........
Ic=100mA ;Vcg=1V .......
Capacité collecteur (100 kHz <f <1 MHz2)
lg = 1e=0;Vgg=56V ........
Capacité emetteur (100 kHz <f <1 MHz)
lc=lc=0;VEg=05V . ......
Fréquence de transition (f =100 MHz)
Ic=10mA ;Vcg=20V ... ... ..
Facteur de bruit (Rg=1kQ)
Ic=100pA ;VCg=5V . ... ....
f=10Hza157kHz. . .. ... ....

D>

VALEURS A NE PAS DEPASSER (limites absolues selon publication CEl 134).

*Mesurés en impulsions : tp =300 us,; 6 =0,02
P

532

Vceo
VcEOo
VEBO
Ic
Piot

IcCEX
—IBEX"

VCEsat
VBEsat

VCEsat
VBEsat

hFE
hEE

hrE

hFE
hrg

Ce

fr

max 60
max 40
max 6
max 200
max 350
—553a+150
max 150
= 357
Tamb =
< 50
< 50
< 200
650 a 850
< 300
< 950
2N3903 | 2N3904
> 20 40
> 35 70
> 50 100
< 150 300
> 30 60
> 15 30
< 4 4
< 8 8
> 250 300
< 6 5

2N3903 - Page 2
2N3904

\"

\")

v
mA
mwW
°c
°c

°C/W

25 °C

nA
nA

mV
mV

mV
mV

pF

pF

MHz

dB



Paramétres h (émetteur commun)
Ic=1mA V=10V ;f=1kHz

Impédance d’entrée

D>

Rapport de transfert de tension inverse

Gain en courant petits signaux

Admittance de sortie

Temps de commutation

Temps d’établissement (Fig. 3 et 4)
—VBEoff =05V alcon=10mA ;lgon=1mA

Tempsderetard . ... ... .................

Temps de croissance

-05

2N 3903 - Page 3
2N3904

2N3903| 2N3904
hie 1a8 1310 kS
he 01a5| o05a8 10*
hfe 50 & 200 | 100 & 400
hoe 1440 13400 wA/V
tg < 35 35 ns
ty < 35 35 ns

—lt,

t

p

Fig. 2

Forme d’onde d’entrée ; t, <1 ns ;tp=300ns;

§ =0,02.

Fig. 3
Circuit de mesure des temps de retard et de croissance ;
capacité Cg <{4 pF ; impédance totale = 10 MQ
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2N3904
CARACTERISTIQUES (Suite)

Temps de coupure (Fig. 4 et 5)

Icon=10mA ; Igon = —lgoff =1 mA 2N3903 | 2N3904
Tempsdestockage . . . ... ... ....c.0ieunnn.. tg
Temps de décroissance

-9.1

ol
Fig. 4

Forme d‘onde d’entrée ; tf < 1ns ;
10 ps <tp <500 us ; 6 = 0,02

Fig.5
Circuit de mesure des temps de stockage et de décroissance ;
capacité Cg < 4 pF ; impédance totale = 10 MQ

ns
ns



transistors
commutation rapide
PNP

documentation provisoire

L =T

2N3905
2N3906

Décembre 1980

Transistors P-N-P en boitier plastique TO-92, principalement destinés aux applications industrielles

de commutation rapide a bas niveau de courant

Les complémentaires N-P-N sont les types 2N3903 et 2N3904.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
2N3905 | 2N3906
Tension base-collecteur (émetteur ouvert). . .  —Vcgo max 40 40 \%
Tension collecteur-émetteur (base ouverte) . . —Vggpo max 40 40 \
Courant collecteur en continu. . . . ... ... —lc max 200 200 mA
Puissance totale dissipée (Tamp =25 °C) . . . Ptot max 350 350 mw
Températurede jonction. . . . . . ... .. .. Tj max 150 150 °c
Gain en courant continu
Ic=10mA ; -V v h > 50 100
c= mA ; CE=IV . oot v a0 FE < 150 300
Fréquence de transition (f = 100 MHz)
—lg=10mA ; =Vgg=20V ......... fr > 200 250 MHz
Temps de stockage
—lcon=10mA ; —Iggn=IBoff=1mMA . . tg < 200 225 ns
DONNEES MECANIQUES Dimensions en mm
BOITIER TO-92 — 1035
4 Mt n
r- 5.2 max- | 127 min
|
I Y 0.48
S Iy max
O B= i
|
—g J |
‘ ” l‘ 0"85

| section des conducteurs non
garantie sur 2,0 max.
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@ 2N3906

VALEURS A NE PAS DEPASSER (limites absolues selon publication CEIl 134).

Tension base-collecteur (émetteur ouvert). . . .  —Vcgo max 40 \
Tension collecteur-émetteur (base ouverte) . . . —Vgogo max 40 v
Tension émetteur-base (collecteur ouvert). . . . —VEgQ max 5 \'
Courant collecteurencontinu. . . .. ...... Ic max 200 mA
Puissance totale dissipge (Tamp =25°C) . . .. Ptot  max 350 mw
Température de stockage. . . . . . .« . ... .. Tstg —55a+150 °c
Températurede jonction. . . . . ..o oo ... T max 150 °c
RESISTANCE THERMIQUE
Jonction-airambiant . . .. ... ... ...... Rth j-a 357 °c/w
CARACTERISTIQUES Tamb =25 °C
Courants résiduels (émetteur polarisé en inverse)
—lcex < 50 nA
—Vcg=30V;+Vgg=3V..........
Hgex < 50 nA
Tensions de saturation * v < 250
—lc=10mA;—lg=1mA....... W... | CEsat ‘ mv
—VBEsat 650 a 850 mV
-V < 400
—Ic=50mA;—lg=5mA........... CEsat mv
—VBEsat < 950 mV
Gain en courant continu * 2N3905 | 2N3906
—lc=01mA;—Vcg=1V .......... hge > 30 60
—Ic=1TmA;—Vcg=1V............ hgg > 40 80
h > 50 100
—lc=10mA; Vg =TV........... FE
hpg < 150 300
—Ic=50mA;—VCg=1V........... hpe > 30 60
—Ic=100mA ; -Vcg=1V.......... hpg > 15 30
Capacité collecteur (f =0,1 a 1 MH2z2)
lE=leg=0;-VeB=5V .. .......... Ce < 45 45 pF
Capacité émetteur (f =0,1 3 1 MHz)
Ic=1c=0;-VCB=05V .. ......... Ce < 10 10 pF
Fréquence de transition (f = 100 MHz)
—lgc=10mA ; —-Vgg=20V .. ........ fr > 200 250 MHz
Facteur de bruit (Rg =1 k)
—lc =100 A ; —VCg =5V
f=10Hz3a157kHz. . . ........... F < 5 4 dB

* Mesurés en impulsions avec : tp =300 ps; § =0,02
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GRE>» V3906

Paramétres « h » (émetteur commun)
—lc=1mA;—Vcg=10V ;f=1kHz
Impédance d’entrée

2N3905 |[2N3906

................ hie 05-8 2 -12 k2
Rapport de transfert inverse de la tension . . . hyg 0,1-5 0,1-10 1072
Gain en courant petits signaux . . . ... ... hte 50 -200 | 100 -400
Admittancedesortie. . . .. .......... hoe 1-40 3 -60 uA/V

Temps de commutation
Temps total de montée avec Vgg =05V a
—lcon=10mA ; —lgon =1 mA
Tempsderetard. . . ... ............ tq < 35 35 ns
Tempsdemontée. . . . . .. .......... t, < 35 35 ns

vl
vy
05— —
0
~106
—lt ey o

Fig. 2
Forme d’onde d’entrée
t, <1ns itp=300ns ;5 =0,02

Fig. 3
Circuit de mesure des temps de montée
Capacité totale Cg <<4pF, ; Impédance
d’entrée oscilloscope = 10 M2
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@ 2N3906

2N3905 | 2N3906

Temps de coupure avec —ic =10 mA ;
—lgon =IBoff =1 MA

Tempsdestockage . . .. ... ......... tg < ns:
Temps de décroissance . . . . . ... ...... tf < ns
v
)
XX r
0 /
-109
——ty—el g e
Fig. 4 Fig.5
Forme d’onde d’entrée Circuit de mesure des temps de coupure :
tf < 1ns;tp, =102 500 us ;6 =0,02 Capacité totale Cg <4 pF ; Impédance

d’entrée oscilloscope =10 M2
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transistors
audiofréquence @
PNP 2N4030
a 2N4033

Décembre 1980

Transistors P-N-P en boitier métallique TO-39, destinés principalement a des applications en audio-
fréquence de faible puissance dans le domaine industriel.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

2N4030 | 2N4031
2N4032 | 2N4033

Tension collecteur-base (émetteur ouvert) ... —Vcgo max
Tension collecteur-émetteur (base ouverte) . . . —VcgQ max

Courant collecteur (continu) . . ......... e max

Puissance totale dissipée (Tamp <25 °C) . . . . Ptot  max

Température de jonction . . .. ......... Tj max 200 °C

2N4030 | 2N4032
2N4031 | 2N4033

Gain en courant continu

—Ic=500mA ;—Vgg=5V .. ....... hgg >
Fréquence de transition (f = 100 MHz)
—|C= 50mA,‘—VCE=10V ........ f‘T >
DONNEES MECANIQUES Dimensions en mm

BOITIER TO-39

Collecteur relié au boitier

0,86
max £ 45°7
Y
) # f_‘ =:=:J0.51
\/ N N jmux
1.0 . & 85
max X G max ———e———
¢ + F———c————
L 66 ole 127 ___ o

max min

Fig. 1
Accessoire : 56245 (entretoise).

539



@ 2N4030 4 2N4033 - Page 2

VALEURS A NE PAS DEPASSER (Limites absolues selon publication CEl 134).

Tensions
Tension collecteur-base (émetteur ouvert)

Tension collecteur-émetteur (base ouverte) . . . .

Tension émetteur-base (collecteur ouvert)

Courant
Courant collecteur (continu)

Puissance dissipée

Puissance totale dissipée (Tymp <25 °C) . .

(T¢s25°C)

Températures
Température de stockage
Température de jonction

RESISTANCE THERMIQUE

Jonction- air ambiant

Jonction - boitier . . . ... ... ... ...,

CARACTERISTIQUES

Courant résiduel collecteur

le=0;-Vegg=50V...........

Ilge=0, Vcgp=60V

[E=0;-Veg =50V ;Tamb=150°C . . . .
IE=0;-VcB=60V ;Tgmp=150°C . . ..

Courant résiduel émetteur
Ic=0;-Vgg=5V

Tensions de claquage

|E:0,‘—|C:1OIJ,A ............

Ig=0,—lc=10mA

lc=0;—lg=10pA . . . ... ... ...

Y Mesurée en impuisions ; tp =300 us; 6 <
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. —VcBO
-VCcEo
- —VEBO

Ptot

Ptot

Tstg

Rth j-a
Rth j-c

al

—lcBo
—Icso
—lco
—lcBo

—lEBO

0,01.

—V(BR)CBO
—V(BR)CEO
—V(BR)EBO

2N4030 | 2N4031
2N4032 | 2N4033
max \
max \Y
max \
max 1 A
max 0,8 w
max 4,0 w
—65a+200 °C
max 200 °C
= 218 °C/W
= 44 °C/W

25 °C, sauf indication contraire

2N4030

2N4032
< 50
< _
< 50
< —
< 10
> 60
> 60
> 5

2N4031
2N4033
- nA
50 nA
— LA
50 MA
10 MA
80 \
80 v
5 \%




CARACTERISTIQUES

Tension base-émetteur

@ 2N4030 2 2N4033 - Page 3

Tamb = 25 °C, sauf indication contraire

—lg=500mA ; -Vcg=05V.........

—lg=1000mA ; -Vcg=1,0V

Tension de saturation

—lc=150mA ; -Ig=156mA . ... ... ..

—Ic=500mA ; —Ig=50mA . ........
~Ic=1000mA ; —lg=100mA . . ... ...

Gain en courant continu !
—Ic=100uA ;- VCg=5V

—lc=100mA ; —Vcg =5V

-VBE
—VBE

—VCEsat
—VBEsat

—VCEsat
—VCEsat

hFE
hrE

~lc=100mA ; -Vcg =5V ;Tamb=-55°C hgg
—lg=800mA ;—-Vcg=5V..........

—lc=1000mA ; —Vcg=5V

Capacité collecteur (f =1 MHz)
|E=|e=0 ;—V03=10V

Capacité émetteur (f =1 MHz)
Ic=l¢=0;,-VEg=05V

.. 2N4030
2N4031
2N4032
2N4033

Fréquence de transition (f =100 MHz)
—lc=50mA ;—Vgg=10V .. .. ... ...

VY Mesurés en impuisions : tp =300 us; §<.0,01.

hre

hrFE
hFE
hFE
hFE

A VVVV VVAVYV AN AN A A

AV

2N4032

2N4031

2N4030 | 2N4031
2N4033

<

1.1 1.1
1,2 -

<

0,15 0,16
0,90 0,90

0,50 0,50
1,00 -

2N4030 | 2N4032
2N4033

< < <<

30 75

40 100
120 300

15 40

25 70
— T\,
15

10
40
25

20 pF

110 pF

2N4030 | 2N4032
2N4031 | 2N4033

100 160 MHz
400 500 MHz
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CARACTERISTIQUES (suite) Tamb = 25 °C

Temps de commutation 1)
—|c°n =500 mA . —lBOI'l =50 mA

Tempsd'établissement . . . . . . . ... ... ton < 100 ns
—lcon=500mA ; —Igg, =Igoff =50 mA

Temps de stockage . . . . . . v i v e e e e tg < 350 ns

Temps de décroissance . . . . . . . vt i e tf < 50 ns

Circuit de commutation :

osc.

0 —I_,—
=97V

Fig. 2
Générateur d’impulsions Oscilloscope
Tempsde croissance . . .. t; < 20 ns Tempsde montée . ... t = 10 ns
Temps de décroissance. . . tf < 20 ns Impédanced’entrée . .. Z] > 100 kQ
Durée d’impulsion . . . .. tp = 10 wus
Facteurdecycle ...... s < 0,02
Impédance de source. . . . 2§ = 50 Q

! ) Voir valeurs exactes de lcop, Bon €t | goff dans le circuit de commutation.
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transistors d'usage général
bas niveau - petits signaux @
NPN 2N4123
2N4124

Décembre 1980

Transistors N-P-N en boitier plastique TO-92, destinés a des applications en audiofréquence, petits
signaux. Les complémentaires P-N-P sont les 2N4125 et 2N4126.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
2N4123 |2N4124

Tension collecteur-base (émetteur ouvert) . . Vego — max 40 30 \%
Tension collecteur-émetteur (base ouverte) . . VCgo  max 30 25 \%
Courant collecteur (continu) . .. ...... Ic max 200 200 mA
Puissance totale dissipée

(Tamb<25°C). . ... .......... Piot max 350 350 mw
Température de jonction. . . . .. ...... T max 150 150 °C
e A Vop = 10V =1kt . by 2 20 10

Fréquence de transition (f = 100 MHz)
Ic=10mA ;VCE=20V . . . .. .... T > 250| 300 MHz
Facteur de bruit (Rg=1 k&)
Ic=100uA ;Vcg =5V
f=10Hza 15 7kHz. . . . ... ... .. F < 6 5 dB

DONNEES MECANIQUES Dimensions en mm

BOITIER TO-92

T 1] ' 0‘35
A Min
-« 42 o
max
|+ 5.2max == 127 min -
, i .
4 . Ly
i I — 0.48
" max
48 L 4
max F—— :
‘ L — =) !
/< 0.85
! : = " oss
- - Section des conducteurs

non garantie sur 2,0 max.

Fig. 1
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124

VALEURS A NE PAS DEPASSER (Limites absolues selon publication CEl 134)
2N4124

Tension collecteur-base (émetteur ouvert) . . . .
Tension émetteur-base (base ouverte) . ... ..

Tension émetteur-base (collecteur ouvert)
Courant collecteur (continu) . .. ... .....
Puissance totale dissipée
Tamb<<25°C. .. .. ..... ... .....
Te<25°C . ... ... ..
Température de stockage. . . . . ... ......
Température de jonction. . . . . ... ......

RESISTANCE THERMIQUE
Jonction-airambiant . . ... ... .......
Jonction-boitier. . . ... ... ... ... ...

CARACTERISTIQUES

Courant résiduel collecteur
IE=0;VeB=20V . ... ... ... ....
Courant résiduel émetteur
lc=0;VEB=3V...... e e
Tensions de saturation*

Ic=50mA ;IB=5mA.......

Gain en courant continu*
Ic= 2mA ;VCE=1V. . ..........

Ic=60mA ;VCcg=1V..... e
Capacité collecteur (f = 100 kHz)
IE=1leg=0;VcB=5V............
Capacité émetteur (f = 100 kHz)
lc=1lc=0;VEB=05V...........
Fréquence de transition (f = 100 MHz)
Ic=10mA ;VCE=20V. ... ... ....
Facteur de bruit (Rg =1 kQ)
Ic =100 uA;VCE =5V
f=10Hza157kHz. . .. ..........
Gain en courant petits signaux
Ic=2mA;VCce=10V ;f=1kHz
*Mesurés en impulsions : tp =300 us, 6§ =0,02.
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Vceo
VCEO

VEBO
Ic
Ptot
Ptot
Tstg
Tj

Rth j-a
Rth j-c

Icso

IEBO

VCEsat
VBEsat

hFE

hFE

Ce

fr

hfe

max
max

max
max

max
max

max

A

VANWANVA

vV A AN VAV

AV A

2N4123

350 mw
1000 mw
—55a+150 °c
150 °c
357 °c/w
126 °c/w
Tamb =25 °C
50 nA
50 nA
300 mV
950 mV
2N4123[2N4124
50 120
150 360
25 60
4 4 pF
8 8 pF
250 300 MHz
6 5 dB
50 120
200 480




transistors d'usage général
bas niveau - petits signaux @
PNP 2N4125

documentation provisoire 2N4126

Décembre 1980

Transistors P-N-P en boitier TO-92, principalement destinés aux applications audio fréquence basse
puissance et petits signaux.

Les complémentaires N-P-N sont les types 2N4123 et 2N4124.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
2N4125 |2N4125

Tension collecteur-base (émetteur ouvert) .. —Vcgo max 30 25 Y
Tension collecteur-émetteur (base ouverte) . .  —VgCgQ max 30 25 \
Courant collecteur (en continu) .. ...... —Ic max 200 200 mA
Puissance totale dissipée & Tamp =25°C . . . Ptot max 350 350 mw
Température de jonction . . .. ........ T max 150 150 °c
Gain en courant petits signaux
—lg=2 mA'—pVCE =g10V;f=1 MHz .. hte > %0 120
! < 200 480

Fréquence de transition a f =100 MHz
—lc=10mA ;—Vcg=20V .. ....... fr > 200 250 MHz
Facteur de bruit 8 Rg =1 k2
—lc=100 uA ; —Vcg =5V ;f=10Hz a
157kHz .. ... . F < 5 4 ds

DONNEES MECANIQUES Dimensions en mm

BOITIER TO-92

v
I — 035
a2 min

max

{4 5.2 max & e—————=—127min e

i

I \

- 0.4
F—r J~- 48

) max
— ]
e

— —

0.85

0.55

- = section des conducteurs non
garantie sur 2,0 max.

|
|
- -
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2N4126

VALEURS A NE PAS DEPASSER (limites absolues selon publication CEl 134).

2N4125| 2N4126
Tension collecteur-base (émetteur ouvert) ... —VcBO max 30 25
Tension collecteur-émetteur (base ouverte) . . . —VCgQ max 30 25

\)
\"
Tension base-émetteur (collecteur ouvert) ... —VEBQO max 4 \%
Courant collecteur encontinu . . .. .. .... —lc max 200 mA
Puissance totale dissipée
Tamb=25°C . . . . o i Ptot  max 350 mw
Tc=25°C) .. ... .. Ptot  max 1 w
Température de stockage . . . ... ....... Tstg — 6524 +150 °c
Température de jonction . . . .. ... ..... Tj max 150 °c
RESISTANCE THERMIQUE
jonction-air ambiant . . . ... ... ... L. Rth j-a 357 °c/w
jonction-boitier. . . . ... ... ... Rth j-c 125 °c/w
CARACTERISTIQUES Tamb =25 °C
Courant résiduel collecteur
IE=0;-VCB=20V . ... .. ... .. ... —lcgo < 50 nA
Courant résiduel émetteur
Ic=0;-VEB=3V . .............. —lggo < 50 nA
Tensions de saturaticn *
—lc=50mA ;—IB=5mA .. ......... —VCEsat < 400 mV
—Ic=50mA ;—IB=56mA ... ........ —VBEsat < 950 mA
2N4125 | 2N4126
Gain en courant continu*
—IC=2mA;=VCE =1V ... hre > 50 120
’ hpe < 150 360
—lc=50mA ;—=VCg =1V .......... hFg > 25 60
Capacité collecteur a f =100 kHz
IE=lg=0;-VcB=5V . ........... Cc < 4500 4500 fF
Capacité émetteur a f =100 kHz :
Ic=lc=0;-VEB=05V ........... Ce < 10 10 pF
Fréquence de transition a f =100 MHz
—lc=10mA ;=VCE=20V . ........ fr > 200 250 MHz
Facteur de bruit 8 Rg =1 k2
—Ilc =100 A ;—VCE =5V ;f=10Hz a
15,7kHZ o o oo F < 5 4 dB
Gain en courant petits signaux
. _ e > 50 120
Ic=2mA ;—=VCg =10V ;f=1kHz . . .. hfe < 200 480

* Mesurés en impulsions avec : tp =300 us ; § =0,02
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transistors haute tension @

2N5415
2N5416

commutation rapide
PNP

Décembre 1980

Transistors P-N-P en boitier métallique TO-39, destinés principalement & des applications de com-
mutation rapide et d’amplification linéaire dans les équipement militaires et industriels.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
2N5415 | 2N5416
Tension collecteur-base (émetteur ouvert) . —Vggg max 200 350 \
Tension collecteur-émetteur (base ouverte) . —Vcgg max 200 300 \Y
Courant collecteur (continu) . ........ —ic max 1 1 A
Puissance totale dissipée (Tamb <X50°C) ©..  Pyor  max 1 1 w
Température de jonction . . ......... Tj max 200 200 °C
Gain en courant continu >
1e=50mA ; —VeE=10V .. ..... hFe 2 ey | 439
DONNEES MECANIQUES Dimensions en mm
BOITIER TO-39
Collecteur relié au boitier
¥0,51
* | ==ﬁ I'TI,OX
8,5 ——————
max
— 1
L 66 _ple— 127 — o
max min
Fig. 1

Accessoire : 56245 (entretoise).
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VALEURS A NE PAS DEPASSER (Limites absolues selon publication CEl 134).

16

Tensions 2N5415 | 2N5416
Tension collecteur-base (émetteur ouvert) ... —Vcgg max 200 350
Tension collecteur-émetteur (base ouverte) . . . —Vgcgg max 200 300
Tension émetteur-base (collecteur ouvert) ... —Vggg max 4 6
Courants
Courant collecteur (continu) . . ......... ' —ic max 1
Courant base (continu) . .. ........... —ig max 0,5
Puissance dissipée
Puissance totale dissipée (T <25°C) ... .. Piot  max 10
({Tamb < 50 °C) .... Piot  Max 1
100 AN
N
Ptot
(%)
N,
-
N
50 A
N
N
‘\
N
0 00
0 100 7. (o) 200
Fig. 2
Pui dissipée maximale admissible en fonction
de la température du boitier

Températures
Température de stockage . . . . . ........ Tstg —65a+ 200
Température de jonction . . ........... Tj max 200
RESISTANCE THERMIQUE
Jonction -boitier. . . .. .. ... ... ..... Rthjc = 17,5
Jonction - airambiant . . .. ... ... ..., Rthja = 150
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2N5416
CARACTERISTIQUES Tc=25°C
Courants résiduels collecteur 2N5415 | 2N5416
Ig=0;-Veg=175V ......... —IcBo < 50 - kA
Ig=0;-Vcg=280V ......... —Iceo < - 50 pA
Ig=0;-Vcg=150V ......... —IcEO < 50 - BA
Ig=0;-Vgg=250V ......... —Iceo < - 50 kA
Courant résiduel émetteur
Ic=0;-Vgg=4V ........... —IEgO < 20 - BA
Ic=0;-VEg =6V . ......... —legO < - 20 kA
Tension de maintien !)
Ig=0;—lc=0a50mA......... —VCEOsust > 200 300 \Y
RBe= 509 ;—Ic =60mA . ... ... —VCERsust > - 350 Y,
L =25 mH
-1
-V C
ce (mA)
horizontal
50F————————+
oscilloscope min —VCEOsust !
]
]
— i 1
100 vertical |
[ [
6V 19 i
1l 1 § 0 1
S+ —VCEO (V)
Fig. 3 Fig. 4
Circuit de mesure de VCEQOsust Oscillogramme pour VCEOsust
Tensions de saturation
= . e — —VCEsat < 25 2,0 \Y;
Ic=50mA ;—Ilg=56mA . ... ... —VBEsat < 15 15 v
Gain en courant continu >
e = . _ 30 30
Ic=50mA ; -Vcg=10V ... ... hrge < 150 120
Capacité collecteur (f = 1 MHz) —
IE=lg=0;-Veg=10V .. ... .. Cc < 15 pF
Capacité émetteur (f = 1 MHz)
Ic=lc=0;-VEB=—VEBOmax - - .- Ce < 75 pF

I) Mesurées en impulsions afin d‘éviter toute dissipation excessive.
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2N5416

CARACTERISTIQUES (suite) Tc=25°C
Fréquence de transition (f = 5 MHz)
—lc=10mA;=VCE=10V . ... ... ... ...... fr > 15 MHz

Paramétres h (émetteur commun)
—lc=5mA ;—=Vcg=10V

Partie réelle de I'impédance d’entrée (f = 1 MHz) . . ... Relhie) < 300 Q
Gain en courant petits signaux (f = 1kHz) . .. ... ... hfe > 25
Temps de commutation
—lCon = 50 mA ;—IBon = IBoff = 5 mA
(circuitdemesure 1) . . . . . v v vttt it i ton typ 125 ns
toff typ 850 ns
—ICon = 500 mA ; —IBon = IBoff = 100 mA 125
R ton typ’ ns
(circuitdemesure 2) . . . . .. . oot vttt toff typ 125 ns
Circuit de mesure 1 Circuit de mesure 2
Vee=—-31V ..... tp = 10 s vee=-31V...... tp = 10 ws

Fig. 6 Fig. 7

550



soudage SOT-37 et accessoires
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INSTRUCTIONS DE SOUDAGE SOT-37

Les transistors en boitier SOT-37 peuvent étre montés conducteurs a plat (figure 1) ou pliés
(figures 2 et 3). Différents procédés de soudage sont utilisables.

MONTAGE AVEC CONDUCTEURS A PLAT

Soudage a la main

Eviter d’exercer toute pression sur les conducteurs pendant ou juste aprés le soudage.
Souder les 3 conducteurs un par un, et non pas simultanément.

Passer d’un conducteur au conducteur adjacent, et non pas au conducteur lui faisant face.

o Carte de
12855 "/ circuit imprimé
Fig. 1
Températuredesoudage . . . . . . . . ..o max 300 °c
Tempsdesoudage. . . . . . . . . . ... max 5 s
Distance soudure - boitier. . . . . .. .. ... ... ... . .. ... min 2 mm

MONTAGE AVEC CONDUCTEURS PLIES

Si les conducteurs sont pliés, ils peuvent étre soudés tous les 3 simultanément si nécessaire.

J:J L Carte de

I —{ circuit imprimé

Températuredesoudage . . . . . v . . oo e i max 300 °c
Tempsdesoudage . . . . . v v v v v i vt e e e e max 10 s

SOUDAGE PAR IMMERSION OU A LA VAGUE

Lors d'un soudage par immersion ou a la vague,la température maximale admissible du bain de
soudure est de 260 °C. Les joints ne doivent pas étre soumis a cette température pendant plus de
5 secondes. Le temps de contact total des vagues successives de soudage ne doit pas dépasser
5 secondes. Le dispositif peut étre monté trés prés du corps plastique a condition que la tempé
rature de celui-ci ne dépasse pas la température de stockage maximale spécifiée.

“ - ID Carte de

} i L " % circuit imprimé

Températuredesoudage . . . . . v . . o i e e e max 260 °c
Tempsdesoudure . . . .. . . .o vt i it e e max 5 s
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DONNEES MECANIQUES Dimensions en mm

56245 pour TO-5 ou TO-39
Matériau isolant

Fig. 1

TEMPERATURES
Température maximale admissible . . . . ... ... .... T max 100 °c

56246 pour TO-18 ou TO-72
Matériau isolant

TEMPERATURE

Température maximale admissible . . . . . ... ... ... T max 100 °c

554
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RESEAU DISTRIBUTEURS AGREES COMPOSANTS PROFESSIONNELS

Région Parisienne : Distributeurs spécialisés :

RTF DIFFUSION, 59 & 63 T A « Ferrites » :

rue Desnouettes, 75015 Paris TECHNIQUES D'AUTO- OMNITECH, 29, rue Ledru-
531.16.50 - Télex : Radiff MATISME, 5 rue Ch. Michels Rollin - 92160 Suresnes -
260.832 F. B.P. 20 - 95103 Argenteuil Tél.: 772.81.81 - Télex :
OMNITECH, 29 rue Ledru- Cédex - Tél.: 9315262 250.603 F

Rollin 92150 Suresnes - Tél.:
772.81.81 - Télex 613.890 F

SICOPEL, 3 rue du Maré- Nord :

chal Devaux, 91550 Paray- SANELEC ELECTRONIQUE

Vieille-Poste - 687.24.61 - 7 rue de la Couture Z.1. de la

Télex : 250.603 F. Pilaterie - 59700 Marcq en
Barceul - (20) 98.92.13. Télex

160 143 F.

Ouest - Centre - Ouest :
SERTRONIQUE, 60, rue
Sagebien, 72040 Le Mans -
Tél. : (43) 84.24.60 - Télex
720.019 F

Agences

Nantes - Tél. : (40) 47.77.01
Rennes - Tél. : (99) 36.07.32
Rouen - Tél. : (35) 88.00.38

Est :

INDUSTRONIC - Départe-
ment HOHL et DANNER
B.P. 40 - Rue de I'industrie -
67450 Mundolsheim - Tél. :
(88) 20.49.39 ou 20.52.65

Bourgogne et Val de Loire :
MORIN - INDUSTRIE, 52
rue Jean-Jaures B.P. 29
10600 La Chapelle St-Luc
(Troyes) - (25) 43.15.48 -
Télex : Morindu 840.580 F
Agence : St Jean de la Ruelle
Tél : (38) 88.23.23

. Siege
A Agence

Rhane-Alpes :

RHONALCO, 4 rue Roger-
Bréchan, 69003 Lyon - (78)
53.00.25 - Télex :380.284 F

Massif central :

C.S.0. COMPEC, 9bis, rue
du Bas Champflour - B.P. 73
63100 Clermont-Ferrand
Tél. : (73) 91.70.77

g;.guegO:MPEC, Départe- l\cﬂ;di ;"I‘.\anguedoc - Provence
ment CEDSO, Centre com- te Zur

mercial de gros, avenue de C.s.0. C%’:APE'S: 132 ?gl&ﬁ
Larrieu, 31094 Toulouse Cé vard Sie Orn. ieres,

dex - Tél.: (61) 41.16.99 Marseille-Tél. :(91) 01.73.61
Télex . CEDSO 530.730 F - Télex : 400.672 F Agence :

Agences - Gradignan (Bor- Nice - Tél. : (93) 89.02.10

deaux) - Tél. : (56) 96.50.78
Télex : 560685 F
Pau - Tél.: (59) 30.68.49

Ces informations sont données 4 ttre indicatif et sans garantie quant aux erreurs ou omissions. Leur publication n'implique pas que la matiére exposée soit libre de tout droit de brevet et ne confére
aucune licence de tout droit de propriété ndustrielle. R T.C. LA RADIOTECHNIQUE COMPELEC n'assumant en outre aucune responsabilité quant aux conséquences de leur utilisation. Ces caractéristi
Qques pourront éventuellement étre modifiées sans préavis, et leur publication ne constitue pas une garantie quant 4 la disponibilité du produit Ces ne peuvent étre par quelque
Drocédé que ce soit. en tout ou partie, sans I'accord écrit de R T.C. LA RADIOTECHNIQUE COMPELEC

130, AVENUE LEDRU-ROLLIN - 75540 PARIS CEDEX 11 - TEL (1) 355.44.99 - TELEX : 680.495 F

RTC LA RADIOTECHNIQUE-COMPELEC - S.A AU CAPITAL DE 300 MILLIONS DE FRANCS - R.C S. NANTERRE B 672 042 470 - SIEGE SOCIAL ~ 51, RUE CARNOT - 92150 SURESNES - USINES
ET LABORATOIRES SURESNES-CAEN-DREUX-EVREUX-JOUE-LES-TOURS - AD TELEGRAPH * TUBELEC-PARIS 0 12 - SIRET 672 042 470 00084 - APE 2916 - C C P PARIS 11 773 32

Reéf. : 5366-01/1981 depot légal 334 1¢ trimestre 1981 IMP OM - 77330 OZOIR.LA FERRIERE - 1034
Ptix : 60 F
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